KATEGORI 0 - NUKLEER MALZEMELER, VASITALAR VE EKIPMAN

0A

0A001

Sistemler, ekipman ve bilesenler

"Niikleer reaktorler” ve bunlar icin 6zellikle tasarlanan ya da hazirlanan asagidaki

ekipman ve bilesenler:

0B
0B001

a. "Niikleer reaktorler”; bir kontrollii kendini idame ettiren fiizyon zincir
tepkimelerini siirdiirmek tizere ¢aligabilen;

b. Metal kaplar ya da ana atdlyede imal edilen pargalar; reaktor basingh kap i¢in
reaktor kabi basligi da dahil olmak iizere bir "niikleer reaktor”iin ¢ekirdegini igerecek
sekilde 6zellikle tasarlanan veya hazirlanan,

c. "Niikleer reaktor”de yakit1 yerlestirmek veya ¢ikarmak icin 6zellikle tasarlanan
veya hazirlanan yonlendirici ekipman;
d. “Niikleer reaktor”’deki fiizyon isleminin kontrolii i¢in 6zellikle tasarlanan veya

hazirlanan kontrol ¢cubuklari, buna ait destek ya da aski yapilari, siiriis mekanizmalari

ve ¢ubuk kilavuz tiipleri;

e. 5.1 MPa’m iizerindeki isletme basincinda, “Niikleer reaktor”deki yakit

maddelerini ve baslica sogutuculart muhafaza etmek {izere 6zellikle tasarlanan veya

hazirlanan basing tiipleri;

f. “Niikleer reaktor”de kullanilmak iizere 6zellikle tasarlanan veya hazirlanan,

hafniumun zirkonyuma agirlik¢a oran1 1:500 boliimden az olan, zirkonyum metal ve

alasimindan tiip ya da tiip parcalart;

g. "niikleer reaktdr{in baslica sogutucusunu sirkiile etmek i¢in 6zellikle

tasarlanan veya hazirlanan sogutucu pompalart;

h. Cekirdek, yakit kanallari, 1s1l kalkanlar, engeller, ¢ekirdek 1zgara plakalari, ve

difiizor plakalari i¢in destek siitunlar1 dahil, "niikleer reaktér’de kullanim igin

ozellikle tasarlanan veya hazirlanan "niikleer reaktor ic parcalar1”;

Not: 0A001.h.deki "niikleer reaktdr i¢ pargalar1”, ¢ekirdegi destekleme, yakit
diizenlemesini siirdiirme, birincil sogutucu akisin1 yonlendiren, reaktor kab1 igin
radyasyon siperi temin eden ve ¢ekirdek i¢i enstriimantasyonuna kilavuzluk etme
gibi bir ya da daha fonksiyona sahip olan reaktor kabi igerisindeki her tiirlii ana
yapidir.

1. "Niikleer reaktor”iin birincil sogutma devresinde kullanim i¢in 6zellikle

tasarlanan veya hazirlanan 1s1 esanjorleri (buhar jeneratorii);

J- "Niikleer reaktor”iin ¢ekirdegindeki ndtron akis seviyelerini tayin etmek i¢in

ozellikle tasarlanan veya hazirlanan nétron bulma ve 6l¢lim aletleri.

Test, muayene ve iiretim ekipmani
"Dogal uranyum"un, “indirgenmis uranyum”un, ve "6zel bdliinebilir malzemeler"in

izotoplarinin ayrilmasi i¢in tesis ve bunlar i¢in tasarlanan veya hazirlanan asagidaki benzeri
ekipman ve bilesenler:

a.

"Dogal uranyum"un, “indirgenmis uranyum”un, ve "6zel boliinebilir malzemeler"in

izotoplarin1 ayirmak icin 6zellikle tasarlanan asagidaki benzeri tesis:

1.
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Gaz santrifiij ayirma tesisi;

Gaz diflizyonu ayirma tesisi;

Aerodinamik ayirma tesisi;

Kimyasal degisim ayirma tesisi;

fyon degisim ayirma tesisi;

Atomik buhar lazer izotop ayirma (AVLIS) tesisi;



7. Molekiiler lazer izotop ayirma (MLIS) tesisi;

8. Plazma ayirma tesisi;
9. Elektro manyetik ayirma tesisi;
b. Gaz santrifiij ayirma islemi i¢in 6zellikle hazirlanip tasarlanan asagidaki benzeri gaz
santrifiijleri ve pargalari ile bilesenleri:
Not: 0B001.b.’deki ‘yiiksek mukavemet-yogunluk oranli malzeme’, asagidakilerden
herhangi biri anlamina gelir:
a. 2,050 Mpa ya da daha fazla u¢ ¢cekme mukavemetine dayanabilen
maryaglanma celigi;
b. 460 Mpa ya da daha fazla u¢ ¢ekme mukavemetine dayanabilen
aliminyum alasimlar; Ya da
c. 3.18 x 10° m’den daha fazla "6zgiil moduli"ye ve 76.2 x 10° m’den
biiytik bir "6zgiil cekme mukavemeti”ne sahip "lifli ya da filamanli malzeme”.
1. Gaz santrifiijleri;
2. Tam rotor pargalari;
3. 12 mm ya da daha az et kalinligina, 75 mm ile 400 mm arasinda c¢apa sahip,
yliksek mukavemet-yogunluk oranli malzemelerden imal edilen rotor tiip silindirleri;
4. 3 mm ya da daha az et kalinligina, 75 mm ile 400 mm arasinda ¢apa sahip ve
rotor tiipiine yerel destek vermek veya bir miktarini bir araya getirmek iizere tasarlanan
ve yliksek mukavemet-yogunluk oranli malzemelerden imal edilen ring veya koriikler.
5. 75 mm ile 400 mm arasinda c¢apa sahip rotor tiipii icine monte edilmek i¢in
‘yiiksek mukavemet-yogunluk oranli malzemelerden imal edilen engeller.
6. 75 mm ile 400 mm arasinda ¢apa sahip, rotor tlipii uglarina takilmak igin
‘yiksek mukavemet-yogunluk oranli malzemelerden imal edilen iist ya da alt basliklar.
7. Rotorun iist kapagina takili ikinci bir miknatis ya da kutup ciftiyle eslesmis
olan ve tampon ortam bulunduran "UFs korozyonuna dayanikli malzeme"den yapilan ya
da bu malzeme tarafindan korunan bir mahfaza igine asili bir halka miknatis i¢eren
manyetik aski yataklari.
8. Bir tampon {izerine monte edilen bir mil-kapak montaj1 iceren 6zellikle
hazirlanan yatak;
9. Icten islenen veya gekilen helisel yivlere ve igten islenen sondalara sahip
silindirlerden olugan molekiiler pompalar;
10. 600-2,000 Hz frekans ve 50-1,000 volt-amper’lik gii¢ araligindaki vakum
icerisinde senkronize ¢aligma igin ¢ok evreli AC histerezis (ya da isteksizlik) motorlar
icin halka seklindeki motor statorlari.
11. 30 mm’ye kadar et kalinlig1 olup kesin islenen uglara sahip ve "UFg
korozyonuna dayanikli malzeme"den yapilan ya da bu malzeme tarafindan korunan kati
silindir igeren, gaz santrifiijiiniin rotor tiip montajini iceren santrifiij yuvasi/karsiliklari.
12. UFs gazinin santrifiij rotor tiipii i¢inde pitot tiip hareketiyle ¢ikarilmasi igin 12
mm’ye kadar igsel ¢apli tiiplerden olusan "UF¢ korozyonuna dayanikli malzeme"den
yapilan ya da bu malzeme tarafindan korunan kepgeler.
13. Motor statorlarini gaz santrifiij zenginlestirme amagli beslemek igin 6zellikle
tasarlanan veya hazirlanan ve asagidaki 6zelliklerin timiine sahip olan frekans
degistiriciler (konvertorler ya da invertorler) ve bunlarin 6zel olarak tasarlanan
bilesenleri:
a. 600-2,000 Hz arasinda ¢ok fazl ¢ikt;
b. %0.1°den daha iyi frekans kontrolii;
¢. %?2’den daha az harmonik bozulma; Ve
d. %80’den daha biiyiik bir verim;



¢. Gaz diflizyon ayirma islemi i¢in 6zellikle tasarlanan veya hazirlanan asagidaki benzeri
ekipman ve bilesenler:
1. Gozenek biiyiikliigii 10-100 nm, kalinlig1 5 mm ya da daha az, boru seklinde
formlarda ¢ap1 25 mm ya da daha az olan; gézenekli metalik, polimerik ya da seramik
"UF¢ korozyonuna dayanikli malzeme"den gaz difiizyonu bariyerleri;

2. "UF¢ korozyonuna dayanikli malzeme"den yapilan ya da bu malzeme
tarafindan korunan gaz difiizér mahfazalar.
3. "UF¢ korozyonuna dayanikli malzeme"den yapilan ya da bu malzeme

tarafindan korunan, 1 m*/min ya da daha fazla UFs emme hacmi kapasiteli ve 666.7
kPa’a kadar desarj basingli kompresor (pozitif deplasmanli, santrifiijlii ve eksenel akis
tipi) veya gaz fanlar.

4. 1,000 cm®/min’den az sizint1 oraninda bir tampon gaz igin tasarlanan ve
0BO001.c.3.te belirtilen kompresorler ya da fanlar i¢in doner saft contalar.
5. Aliiminyum, bakir, nikel veya %60'dan fazla nikel iceren alasimlardan imal

edilen 1s1 esanjorleri ya da bu metalarin, 100 kPa’lik bir fark basinci altinda basing
artigini saatte 10 Pa’dan az bir degerle sinirlandiran sizint1 oraniyla atmosferik alti
basingta ¢alismak iizere tasarlanan kapali tiipler halinde kombinasyonlart.
6. 40-1,500 mm arasinda ¢apli, "UF korozyonuna dayanikli malzeme"den
yapilan ya da bu malzeme tarafindan korunan koriik vanalari.
d. Aerodinamik ayirma islemi icin 6zellikle tasarlanan veya hazirlanan asagidaki benzeri
ekipman ve bilesenler:
1. UF¢ korozyonuna dayanikli, kavis yarigapt 1 mm’den az olan kesik bi¢imli,
egimli kanallar igeren ve piiskiirtme ucunda iki akim olarak akan gazi ayiran piiskiirtme
ucu icerisinde bigak agzina sahip ayirma piiskiirtme uclari;
2. 0.5 cm ve 4 cm arasinda ¢apa ve 20:1 ya da daha az uzunluk/cap oranina sahip,
bir ya da daha ¢ok tegetsel girisi bulunan, "UF¢ korozyonuna dayanikli malzeme"den
yapilan ya da bu malzeme tarafindan korunan, Teget girisli akig-yonlendirilen silindirik
ya da konik tiipler (girdap tiip).
3. "UF¢ korozyonuna dayanikli malzeme"den yapilan ya da bu malzeme
tarafindan korunan, 2 m*/min ya da daha fazla emme hacmi kapasiteli kompresér
(pozitif deplasmanli, santrifiijlii ve eksenel akis tipi) veya gaz fanlar1 ve bunlarin doner
saft contalari.

4. "UFs korozyonuna dayanikli malzeme"den yapilan ya da bu malzeme
tarafindan korunan 1s1 esanjorleri.
5. "UFs korozyonuna dayanikli malzeme"den yapilan ya da bu malzeme

tarafindan korunan, girdap tiipler ya da ayirma piiskiirtme ug¢larimi koruma amach
aerodinamik ayirma eleman mahfazasi.

6. 40-1,500 mm arasinda ¢apli, "UF korozyonuna dayanikli malzeme"den
yapilan ya da bu malzeme tarafindan korunan koriik vanalari.
7. UF¢’y1 tastyict gazdan (hidrojen ya da helyum) 1 ppm ya da daha az UFg

icerigine kadar ayirma amagli, asagidakileri kapsayan isletim sistemleri:
a. 153 K(-120°C) ya da daha az sicakliklar1 verebilen kriyojenik 1s1 esanjorleri ve
kriyoseparatorler;
b. 153 K(-120°C) ya da daha az sicakliklar1 verebilen kriyojenik sogutma
birimleri;
c. UF¢’nin tastyici gazdan ayrilmasi i¢in ayirma piiskiirtme ucu veya girdap tiip
uniteler;
d. 253 K (-20°C) ya da daha az sicakliklar1 verebilen soguk UF tuzaklart;
e. Kimyasal ayirma iglemi i¢in 6zellikle tasarlanan veya hazirlanan asagidaki benzeri
ekipman ve bilesenler:



1. Konsantre hidroklorik aside dayanikli ve agsama gegis siiresi 30 saniye ya da
daha az olan hizli degisim sivi-sivi darbe kolonlar1 (6rnegin florokarbon polimerler ya
da cam gibi uygun plastik malzemeden yapilan ya da onun tarafindan korunanlar);

2. Konsantre hidroklorik aside dayanikli ve asama gecis siiresi 30 saniye ya da
daha az olan hizli degisim sivi-siv1 santrifiij kolonlar1 (6rnegin florokarbon polimerler
ya da cam gibi uygun plastik malzemeden yapilan ya da onun tarafindan korunanlar)

3. Uranyumu bir degerlik durumundan digerine indirgemek i¢in konsantre
hidroklorik asit ¢ozeltilerine dayanikli elektrokimyasal indirgeme hiicreleri;
4, Ui organik akimdan alma amagli, ve ¢caligma akimiyla temas halindeki

boliimlerde, uygun plastik malzemeden (6rnegin florokarbon polimerler, cam,
polifenil stilfat, polieter siilfone ve recine emdirilmis grafit) yapilan ya da onun
tarafindan korunan elektrokimyasal indirgeme hiicreleri besleme ekipmani.
5. Saflagtirma icin ¢6ziinme, ¢oziicii ekstraksiyonu ve/veya iyon degisim
ekipmani ile uranyum U™ ya da U™"ii U™’e indirgeme amagl elektrolitik hiicreler
iceren yiiksek saflikta uranyum kloriir ¢ozeltisi imal etme amagli yakit hazirlik
sistemlert;
6. U™ U™ e yiikseltgemek (okside etmek) igin uranyum oksidasyon sistemleri;
f. Iyon degisim ayirma islemi icin dzellikle tasarlanan veya hazirlanan asagidaki benzeri
ekipman ve bilesenler:
1. Aktif kimyasal degisim gruplarinin aktif olamayan gozenekli destek yapisi
yiizeyindeki bir kaplamayla sinirli oldugu hizli reaksiyon gosteren iyon degisim
regineleri, zarst ya da gézenekli makro-agsi1 regineler ve uygun her tiirlii formdaki
diger kompozit yapilardir (0.2 mm ya da daha az capli, konsantre hidroklorik aside
dayanikli, 10 saniyeden az degisim hizi yar1 6mriine sahip olmak iizere tasarlanan ve
373 K (100°C) ile 473 K (200°C) arasindaki ¢alisma sicakliklarina dayanikli partikiil
ya da lifler dahil).
2. Konsantre hidroklorik aside dayanikli malzemeden yapilan veya onun
tarafindan korunan (6rnegin titanyum ya da florokarbon plastik) ve 373 K (100°C) ile
473 K (200°C) arasindaki ¢alisma sicakliklari ile 0.7 MPa tizerindeki basinglara
dayanikli 1,000 mm’den daha biiyiik ¢capli iyon degisim kolonlar1 (silindirik).
3. Iyon degisimi zenginlestirme kaskadlarinda kullanilan kimyasal indirgenme
veya oksitlenme maddesinin geri kazanimi/ rejenerasyonu i¢in iyon degisim geri akis
(reflux) sistemleri (kimyasal ya da elektrokimyasal yiikseltgenme (oksitlenme) veya
indirgenme sistemleri);
g. Atomik buhar lazer izotop ayirma islemi (AVLIS) i¢in 6zellikle tasarlanan veya
hazirlanan asagidaki benzeri ekipman ve bilegenler:

1. Uranyum buharlagma sistemlerde kullanmak i¢in, 2.5 kW/cm’nin iizerindeki
bir verilen giicteki yiiksek giiglii serit ya da tarayan elektron 1gin tabancalar
2. Erimis uranyum ya da uranyum alasimlari i¢in, korozyona ve 1siya dayanikli

uygun malzemeden (6rnegin tantal, itriyum oksidi kapl grafit, diger nadir toprak
oksitleriyle kapli grafit ya da bunlarin karigimi) yapilan veya onun tarafindan korunan
s1vi uranyum metal tagima sistemleri (potalar dahil) ve potalar i¢in sogutma ekipmant;
NOT: AYRICA 2A225'E BAKINIZ.

3. Itriyum oksidi kapli grafit ya da tantal gibi, uranyum metal buhari veya
stvisiin 1s1 ve aginmasina dayanikli malzemelerden yapilan ya da bunlarla kaplanan
iiriin ve kuyruk kolektor sistemleri.

4. Uranyum metal buhar kaynagini, elektron 1s1n tabancasini ve {iriin ve kuyruk
kolektorlerini muhafaza i¢in ayirici modiil mahfazalar (silindirik ya da dikdortgen
bi¢iminde kap).



5. Bir tayf frekans stabilizatoriiyle uranyum izotoplarinin ayrilmast i¢in uzun
stirelerle calisacak "lazerler” ya da "lazer" sistemleri;
NOT: Ayrica 6A005 ve 6A205'e bakiniz.

h. Molekiiler “lazer” izotop ayrilma islemi (MLIS) ya da Izotop segici lazer aktivasyonla
kimyasal tepki (CRISLA) i¢in 6zellikle tasarlanan veya hazirlanan asagidaki benzeri
ekipman ve bilesenler:

1.

1. UF; ve tastyict gazin karigimlarmi 150 K (-123°C ) ya da daha az sicakliga
sogutmak icin "UF¢ korozyonuna dayanikli malzeme"den yapilan ses-0tesi genlesme
plskiirtme uglart.
2. “UFs/UFg korozyonuna dayanikli malzeme"den yapilan ve filtre, darbe ya da
siklon tipi kolektorleri ya da bunlarin kombinasyonlarini ihtiva eden uranyum
pentafloriir (UFs) tirin kolektorleri.
3. "UF¢ korozyonuna dayanikli malzeme"den yapilan veya onun tarafindan
korunan kompresdrler ve bunlara ait doner saft contalari;
4. UFs (kat1)’ii UF (gaz)’e florlamak i¢in ekipman;
5. UF¢’y1 tastyict gazdan (6rnegin azot ya da argon) ayirmak igin asagidakileri
iceren isleme sistemleri:
a. 153 K (-120°C ) ya da daha diisiik sicakliklar1 verebilen kriyojenik 1s1
esangorleri ve kriyoseparatorler;
b. 153 K (-120°C ) ya da daha diisiik sicakliklar1 verebilen kriyojenik
sogutma {initeleri;
c. 253 K (-20°C ) ya da daha diisiik sicakliklar1 verebilen soguk UFs
tuzaklari;
6. Bir tayf frekans stabilizatoriiyle uranyum izotoplarinin ayrilmasi i¢in uzun
stirelerle calisacak "lazerler” ya da "lazer" sistemleri;
NOT: Ayrica 6A005 ve 6A205'e bakiniz.
Plazma ayirma islemi i¢in 6zellikle tasarlanan veya hazirlanana asagidaki benzeri

ekipman ve bilesenler:

j.

1. Iyonlart iiretip hizlandirmak i¢in, 30 GHz’den biiyiik ¢ikis frekansi ve 50
kW’dan biiytik ortalama gii¢ ¢ikisina sahip mikrodalga gii¢ kaynaklar1 ve antenler;

2. 100 kHz’den biiyiik frekanslar ve 40 kW’dan biiyiik ortalama giicii kaldirabilen
radyo frekans1 iyon tahrik bobinleri;

3. Uranyum plazma iiretim sistemlert;

4. Erimis uranyum ya da uranyum alasimlari i¢in, korozyona ve 1siya dayanikli
uygun malzemeden (6rnegin tantal, itriyum oksidi kapl grafit, diger nadir toprak
oksitleriyle kapli grafit ya da bunlarin karigimi) yapilan veya onun tarafindan korunan
stvi uranyum metal tagima sistemleri (potalar dahil) ve potalar i¢in sogutma ekipmani;
NOT: AYRICA 2A225'E BAKINIZ.

5. [triyum oksidi kapli grafit ya da tantal gibi, uranyum buharinim 1s1 ve
asinmasina dayanikli malzemelerden yapilan ya da bunlarla kaplanan iiriin ve kuyruk
kolektorleri.

6. Uranyum plazma kaynagini, radyo frekans1 tahrik bobinini ve {liriin ve kuyruk
kolektorlerini muhafaza icin uygun manyetik olmayan malzemeden (6rnegin
paslanmaz celik) yapilan ayirici modiil mahfazalar (silindirik).

Elektromanyetik ayirma iglemi i¢in 6zellikle tasarlanan veya hazirlanana asagidaki

benzeri ekipman ve bilesenler:

1. Uygun manyetik olmayan malzemeden (6rnegin grafit, paslanmaz celik veya
bakir) yapilan buhar kaynagi, iyonizer ve 151 hizlandirici igeren ve 50 mA ya da daha
fazla toplam iyon 151n akimi temin edebilen tekli ya da ¢oklu iyon kaynaklari



2. Uygun manyetik olmayan malzemeden (6rnegin grafit ya da paslanmaz celik)
yapilan ve iki ya da daha fazla yarik ve cep iceren zenginlestirilmis ya da indirgenmis
uranyum iyon 1ginlarinin toplanmasi i¢in iyon kolektor plakalari.
3. Uygun manyetik olmayan malzemeden (6rnegin paslanmaz ¢elik) yapilan ve
0.1 Pa ya da daha diisiik basinglarda ¢aligmak i¢in tasarlanan uranyum
elektromanyetik ayirici i¢in vakum mahfazalar;
4. 2 m’den biiyiik ¢capli miknatis kutup parcalari;
5. Asagidaki tiim 6zelliklere sahip olan iyon kaynaklari i¢in yiiksek gerilim giic
kaynaklart:

a. Araliksiz calisabilme;

b. 20,000 V ya da daha biiylik ¢ikis gerilimi;

c. 1 A ya da daha biiyiik ¢ikis akimi; Ve

d. 8 saatlik bir siire boyunca %0.01’den daha iyi gerilim regiilasyonu;

NOT: Ayrica 3A227'ye bakimiz.
6. Asagidaki tiim 6zelliklere sahip olan miknatis gii¢ kaynaklar (yiiksek giig,
dogru akim):

a. 100 V ya da daha biiyiik bir gerilimde 500 A ya da daha biiytik akim ¢ikisiyla

araliksiz ¢aligabilme; Ve

b. 8 saatlik bir siire boyunca %0.01’den daha iyi akim veya gerilim regiilasyonus;.

NOT: Ayrica 3A226'ya bakimz.

0B002 "UFg korozyonuna dayanikli malzeme"den yapilan ya da bu malzeme tarafindan
korunan 0B001’de belirtilen izotop ayirma tesisi i¢in asagidaki benzeri 6zel olarak tasarlanan
veya hazirlanan yardimer sistem, ekipman ve bilesenler:
a. UF¢’y1 zenginlestirme islemine gecirme icin kullanilan besleme otoklavlari,
firinlan ya da sistemleri;
b. UF¢’y1 1sitmayla ilgili sonraki transfer i¢in zenginlestirme isleminden ¢ikarma
amagl desiiblimlestiriciler ya da soguk tuzaklar;
c. UF¢’y1 tastyicilara (konteyner) transfer igin {iriin ve kuyruk istasyonlart;
d. UF¢’y1 sikistirarak, sogutarak ve sivi ya da kat1 forma doniistiirerekUF¢’y1
zenginlestirme isleminden ¢ikarma amagl kullanilan sivilagtirma ya da katilagtirma
istasyonlari;
e. Gaz difiizyon, santrifiij ya da aerodinamik kaskadlarda UF¢’y1 tasimak i¢in
ozellikle tasarlanan borulama sistemleri ve baslik sistemleri;
f.
1. 5 m’/dakika ya da daha fazla emme kapasitesine sahip vakum manifoldlari ya
da vakum basliklari; ya da
2. UFg tasiyan atmosferlerde kullanim i¢in 6zellikle tasarlanan vakum pompalari;
g. Girdilerin, tiriinlerin ya da kuyruklarin UF gaz akimlarindan hat {istiinde
numunelerini almak icin 6zellikle tasarlanan ya da hazirlanan ve agagidaki 6zelliklerin
tiimiine sahip olan UFg kiitle spektrometreleri/iyon kaynaklart:
1. 320 amu’niin lizerindeki kiitle birim ¢oziiniirliikleri;
2. Nikromla ya da monelle astarlanan veya bunlardan yapilan, veya nikelle kaph
iyon kaynaklari;
3. Elektron bombardimani iyonlastirma kaynaklari; Ve
4.  Izotopik analiz igin uygun kolektdr sistemi.

0B003 Uranyum doniisiim tesisi ve bunun icin 6zellikle tasarlanan veya hazirlanan ekipman:
a. Uranyum maden filizi konsantrelerinin UO5’e doniisiimil i¢in sistemler;
b. UOs5’ilin UFg’ya doniistimii igin sistemler;



UO5’tin UO,’ye doniiglimil i¢in sistemler;

UOy’in UF4’e doniisiimii i¢in sistemler;

UF,’tin UF¢’ya doniistimii i¢in sistemler;

UF,’tin Uranyum metaline doniisiimii i¢in sistemler;
UF¢’tin UO,’ye doniistimii igin sistemler;

UF¢’lin UF4’ye doniistimii i¢in sistemler;

UOy’in UCly’e donlisiimii i¢in sistemler.

FER o Ao

0B004 Asagidaki benzeri; agir su, doteryum ve doteryum bilesiklerinin iiretim ya da
konsantrasyonu i¢in tesis ve bunun icin 6zellikle tasarlanan veya hazirlanan ekipman ve
bilesen:
a. Asagidaki benzeri; agir su, doteryum ve doteryum bilesiklerinin iiretimi i¢in
tesis:
1. Su-hidrojen sulfiir degisim tesisi;
2. Amonyak-hidrojen degisim tesisi;
b. Asagidaki benzeri; ekipman ve bilesenler:
1. Ince karbon geliginden (6rnegin ASTM A516) imal edilen, 2 MPa ya da daha
biiyiik basinglarda ¢alisabilen ve 6 mm ya da daha biiyiik korozyon payina sahip
olan 6 m - 9 m arasi ¢aptaki su-hidrojen sulfiir degisim kuleleri;
2. Hidrojen siilfiir gaz sirkiilasyonu (yani %70’den fazla H,S iceren gaz) i¢in, yas
H,S servisi i¢in tasarlanan contaliyken 1.8 MPa emmeye esit ya da daha biiytlik
basinglarda islerken 56 m*/saniye’ye esit ya da daha biiyiik ¢ikis kapasitesine sahip
tek asamali alcak basma (yani 0,2 MPa) santrifiijlii fanlar ya da kompresorler;
3. 15 MPa’dan biiyiik basinglarda caligabilen 1.5 ila 2.5 m arasindaki ¢aplarla 35
m ya da daha biiyiik yiikseklikteki amonyak-hidrojen degisim kuleleri;
4.  Amonyak-hidrojen degisim islemini kullanarak agir su iiretimi amagh dalgiglar
dahil kule i¢ aksamlari; asama kontaktorleri ve asama pompalart;
5. Amonyak-hidrojen degisim islemini kullanarak agir su liretimi amagli 3 MPa
ya da daha biiyiik isletme basinglarina sahip amonyak kiricilar;
6. Doteryum konsantrasyonlart %90 ya da daha biiyiik oldugunda, hat iizeri
hidrojen/ddteryum oran analizi yapabilen kizil6tesi absorpsiyon analizorleri.
7. Amonyak-hidrojen degisim islemini kullanarak zenginlestirilmis déteryum
gazinin agir suya donistiiriilmesi i¢in katalitik briilorler;
8. Agr suyun reaktor-derecesinde doteryum konsantrasyonuna yiikseltilmesi i¢in
tam agir su yiikseltme sistemleri veya bunlarin kolonlari.

0BO005 "Niikleer reaktor” yakit maddelerinin imali i¢in 6zellikle tasarlanan tesis ve bunlarin
ozellikle tasarlanan ya da hazirlanan ekipmani.
Not: ""Niikleer reaktoér” yakit maddelerinin imali su ekipmanlari igerir:

a. Normalde niikleer maddenin {iretim akisini1 dogrudan kontrol eden ya da
isleyen, veya onunla dogrudan baglantili olan;

b. Plakaj icerisinde niikleer maddeyi yalitan;

c. Plakaj ya da salmastranin biitlinliigiinii kontrol eden; Ya da

d. Yalitilan yakitin son islemini kontrol eden.

0B006 Radyasyonlanmis "niikleer reaktdr” yakit maddelerini yeniden islemek icin tesis ve
buna ait 6zellikle tasarlanan veya hazirlanan ekipman ve bilesenler.
Not: 0B006 asagidakileri igerir:
a. Normalde radyasyonlanmig niikleer madde, ana niikleer madde ve fiizyon
tiriinii igsleme hatlarin1 dogrudan kontrol eden ve onunla dogrudan temasta olan



ekipman ve bilesenlerleri iceren, radyasyonlanmis "niikleer reaktor” yakit maddelerini
yeniden islemek i¢in tesis;
b. Yakit maddesi kiyma ya da pargalama makineleri (yani uzaktan kumandali
radyasyonlanmis "niikleer reaktdr” yakit pargalari, tomar veya ¢cubuklarini kesme,
koparma, parcalama ya da yirtma ekipmani);
c. Uzaktan yiiklenip muhafaza edilebilen ve sicak, asir1 korozif sivilara
dayanabilen, radyasyonlanmig "niikleer reaktor” yakitinin ¢oziilmesi i¢in 6zellikle
tasarlanan veya hazirlanan ¢ozelti hazirlayicilar, kritik emniyetli tanklar (6rnegin
kiiclik ¢apli, halka bi¢imli ya da dilim tanklar);
d. Radyasyonlanmis "dogal uranyum"un, “indirgenmis uranyum”un, ve "6zel
boliinebilir malzemeler"in yeniden islenme tesisinde kullanim i¢in 6zellikle tasarlanan
veya hazirlanan kars1 akimli ¢6ziicii ekstraktorleri ve iyon degisim isleme ekipmani;
e. Nitrik asidin agindirict etkilerine dayanikl ve kritik olarak emniyetli olarak
ozellikle tasarlanan.
Not: Tutma ya da depolama kaplar1 agagidaki 6zelliklere sahip olabilir:

1.  Enazindan yiizde iki (0C004’iin notunda belirtilen tiim bilesen unsurlar igin

hesaplanan) bor esdegerine sahip duvar ya da i¢ yapilar;

2. Silindirik kaplarda en fazla 175 mm ¢ap; Ya da

3. Dilim ya da halka bi¢iminde kap igin en fazla 75 mm genislik.
f. Radyasyonlanmis "dogal uranyum"un, “indirgenmis uranyum’un, ve "6zel
boliinebilir malzemeler"in yeniden islenmesini izlemek ya da kontrol etmek igin
ozellikle tasarlanan ya da hazirlanan islem kontrol aletleri.

0B007 Plutonyumun doniistiiriilmesi i¢in tesis ve bunun i¢in 6zellikle tasarlanan ya da
hazirlanan ekipman:

a. plutonyum nitrat1 oksite doniistiirme sistemlert;

b. Plutonyum metal {iretim sistemleri.

0C  Malzemeler
0C001 "Dogal uranyum", “indirgenmis uranyum” veya toryum metali, alagimi, kimyasal
bilesigi ya da konsantresi ve ad1 gegenlerden birini ya da daha fazlasini igeren her tiirlii
malzeme;
Not: 0C001 asagidakileri kontrol etmez:
a. Aletlerdeki bir algilama bileseninde bulunan dort gram ya da daha az "dogal
uranyum" ya da “indirgenmis uranyum”;
b. Asagidaki niikleer olmayan uygulamalar i¢in 6zellikle imal edilen “indirgenmis
uranyum’:
1. Siperleme;
2. Ambalajlama;
3. 100 kilogramdan daha agir olmayan safralar (balastlar);
4. 100 kilogramdan daha agir olmayan karsi-agirliklar;
C. %>5’den az toryum igeren alagimlar;
d. Niikleer dis1 kullanim i¢in imal edilen, toryum igeren seramik iiriinler.

0C002 "6zel boliinebilir malzemeler"
Not: 0C002 aletlerdeki bir algilama bileseninde bulunan dort "etkili gram" ya da daha
azii kontrol etmez



0C003 Ddéteryum, agir su (doteryum oksit) ve diger déteryum bilesikleri, ve déteryumun
hidrojene izotopik oraninin 1:5,000°1 agtig1 doteryum igeren karigim ve ¢ozeltiler.

0C004 5 ppm ‘bor esdegeri’nden az saflik diizeyindeki, yogunlugu 1.5 g/cm®’ten biiyiik
niikleer derecede grafit.

NOT: AYRICA 1C107°YE BAKINIZ.

Not 1: 0C004 asagidakileri kontrol etmez:
a. 1 kilogramdan kitledeki grafit iiriinleri, niikleer reaktorde kullanmak icin
ozellikle tasarlanan veya hazirlananlar disinda;
b. Grafit tozu.
Not 2: 0C004°de, ‘bor esdegeri’ (BE) bor igeren safsizliklarda (BEcabon disinda, ¢iinkil
karbon safsizlik olarak kabul edilmez) BE, nin toplami olarak tanimlanir. Burada:

BE7 (ppm) = CF x konsantrasyon unsuru Z- ppm olarak-,
Burada; CF doniisiim katsayisidir = (o7 Ap) /(o Az)

Ve op ile oy, sirasiyla dogada bulunan bor ve Z elementine ait termal ndtron
zaptetme kesit alanidir (barn olarak); Ve Ag ile Az, sirastyla dogada bulunan bor ve
Z elementine ait atomik kiitlelerdir.

0C005 Gaz difiizyon bariyerlerinin imali i¢in 6zellikle hazirlanan, agirlik¢ca %99.9 ya da
daha fazla safliktaki, Amerikan Deneme ve Malzeme Toplulugu (ASTM) B330 standartina
gore Olciildiigiinde ortalama pargacik biiyiikliigii 10 mikrometre ya da daha az olan ve yiiksek
seviyede partikiil bityiikliigii muntazamligina sahip olan, UF¢ korozyonuna dayanikl bilesik
ya da tozlar (6rnegin nikel ya da agirlik¢a yiizde 60 ya da daha fazla nikel, aliiminyum oksit
ve tamamen florlanmig hidrokarbon polimerleri iceren alagim).

0D Yazilim

non

0DO001 Bu kategoride belirtilen iirtinlerin "gelistirilmesi", "iiretimi" ya da "kullanim"1 i¢in
ozellikle tasarlanan ya da degistirilen "yazilim".

0E Teknoloji
0E001 Bu kategoride belirtilen iiriinlerin "gelistirilmesi", "liretimi" ya da "kullanim"1 i¢in
Niikleer Teknoloji Notu’na uygun "teknoloji".



KATEGORI 1 - MALZEMELER, KIMYASAL MADDELER, "MiKRO
ORGANIZMALAR” VE "TOKSINLER”

1A Sistemler, EKipman ve Bilesenler

1A001 Florlanmis bilesiklerden yapilan bilesenler asagidaki gibidir:
a. Agirlikca %50’den fazlas1 1C009.b. ya da 1C009.c.de belirtilen maddelerin herhangi
birinden yapilan "hava tagit1" ya da uzay mekigi kullanimi icin 6zellikle tasarlanan
salmastralar, yaliticilar, contalar veya yakit hazneleri;
b. 1C009.a.da belirtilen viniliden floriir malzemelerden yapilan Piezoelektrik polimerler
ve kopolimerler:
1. Tabaka ya da film formunda; ve
2. 200 pm’nin iizerinde bir kalinlikta;
c. Yapisal birim olarak en azindan bir vinileter grubu iceren floroelastomerlerden
yapilan, "hava tagit1", uzay mekigi ya da ‘fiize’ kullanimi i¢in 6zellikle tasarlanan
salmastralar, contalar, supap yuvalari, hazneler veya diyaframlar.
Not: 1A001.c.de, ‘fiize’ tam roket sistemleri ve insansiz hava arag sistemleri anlamina
gelir.

1A002 Asagidakilerden birine sahip "kompozit" yapilar ya da laminatlar:
NOT: AYRICA 1A202,9A010 ve 9A110°a BAKINIZ.
a. Bir organik "matris" ile 1C010.cda. 1C010.c., 1C010.d., ya da 1C010.e.’de belirtilen
malzemelerden yapilanlar; ya da
b. Bir metal ya da karbon "matris" ile asagidakilerden yapilanlar:
1. Asagidaki 6zelliklere sahip karbon "lifli ya da filamanli malzemeler” :

6
a. 10.15x 10 m’yi asan bir "6zgiil moduli"; ve

b. 17.7x 104 m’yi asan bir "6zgiil gekme mukavemeti”; ya da
2. 1C010.c’de belirtilen maddeler.

Not 1: 1A002, biiytikligiiniin1 mz’yi asmamasi kaydiyla, hava tasit1 yapilarinin veya
laminatlarinin tamiri i¢in, epoksi reginesi emdirilmis karbon "lifli ya da filamanl
malzemeler”den yapilan kompozit yapilar ya da laminatlar1 kontrol etmez

Not 2: 1A002, asagidaki benzeri tamamen sivil uygulamalar i¢in 6zellikle tasarlanan
bitmis ya da yar1 bitmis parcalar1 kontrol etmez

a. Spor iiriinleri;

b. Otomotiv sanayisi;

C. Imal driinleri endistrisi;
d. Tibbi uygulamalar.

1A003 1C008.a.3.de belirtilen, asagidaki 6zelliklerin birine sahip film, tabaka, bant, veya serit
formundaki florlanmamis polimer maddelerin {irtinleri:
a. 0.254 mm’yi asan bir kalinlk; ya da
b. Karbon, grafit, metaller veya manyetik cisimlerle kaplanma ya da lamine
edilme.
Not:  1A003 bakirla kaplanirken ya da lamine edilirken ve elektronik baski devre
levhalarinin {iretimi i¢in tasarlanan mamulleri kontrol etmez.

1A004 Askeri esya kontroliinde belirtilenler disindaki agsagidaki benzeri koruyucu ve bulma
ekipman ve bilesenleri:
NOT : Ayrica 2B351 ve 2B352'ye bakimiz.



a. “Savasda kullanmak i¢in uyarlanan” biyolojik maddeler ya da radyoaktif
malzemelere veya kimyasal savag (CW) maddelerine karsi savunma i¢in tasarlanan
veya degistirilen gaz maskeleri, filtre kutulari, dekontaminasyon (aritma) ekipmani, ve
bunlar i¢in 6zellikle tasarlanan bilesenler.

b. “Savasda kullanmak i¢in uyarlanan” biyolojik maddeler ya da radyoaktif
malzemelere veya kimyasal savag (CW) maddelerine kars1 savunma i¢in tasarlanan
veya degistirilen koruyucu elbiseler, eldivenler, ve ayakkabilar.

c. “Savagda kullanmak i¢in uyarlanan” biyolojik maddeler ya da radyoaktif
malzemeler veya kimyasal savas (CW) maddelerini bulma ve tanimlama i¢in 6zellikle
tasarlanan ya da modifiye edilen niikleer biyolojik ve kimyasal (NBC) bulma sistemleri,
ve bunlarin 6zellikle tasarlanan bilesenleri.

Not: 1A004 asagidakileri kontrol etmez:
a. Kisisel radyasyon izleme dozimetreleri;
b. Madencilik, kazicilik, tarim, eczacilik, tip, veterinerlik, ¢evre, atik yonetimi
benzeri sivil endiistriye veya gida sanayisine has tehlikelere karsi koruma amaclh
tasarim veya fonksiyonla kisitlanan ekipman.
1A005 Askeri standartlara ya da sartnamelere veya uygulamadaki esdegerlerine uygun imal
edilenler disindaki govde zirh1 ve buna ait 6zellikle tasarlanan bilesenler.
NOT : AYRICA ASKERI ESYA KONTROLLERINE BAKINIZ.
NOT : viicut zirh1 imalinde kullanilan "lifli ya da filamanli malzemeler” i¢in 1C010'a
bakiniz.
Not 1: TA005, kullanicinin kendi kisisel korumasi i¢in kullanicisinda bulundugunda,
viicut zirh1 ya da koruyucu giysileri kontrol etmez.
Not 2: 1A005, sadece askeri olmayan patlayici cihazlardan kaynaklanan parca ve
darbeden viicut 6n korumasini temin etmek i¢in tasarlanan viicut zirhini kontrol etmez

1A102 9A004'de belirtilen uzay araclar igin ve 9A104'de belirtilen sonda roketleri i¢in
tasarlanan yeniden doymus pirolizlenen karbon-karbon bilesenler.

1A202 1A002°de belirtilenler disindaki, tiipler seklinde olan ve agagidaki 6zelliklerin her
ikisine de sahip olan kompozit yapilar:
NOT: AYRICA 9A010 VE 9A110'A BAKINIZ..
a. 75 mm ve 400 mm arasinda bir i¢ ¢ap; ve
b. 1C010.a. veya b.’de ya da 1C210.a.da belirtilen "lifli ya da filamanh
malzemeler”’in herhangi birinden ya da 1C210.c’de belirtilen karbon prepreg
maddelerinden yapilma.

1A225 Agir sudan trityumu geri kazanma i¢in ya da agir suyun iiretimi i¢in hidrojen ve su
arasinda hidrojen izotop degisme reaksiyonunu desteklemek icin 6zellikle tasarlanan veya
hazirlanan platinlenmis katalizorler.

1A226 Agir suyu siradan sudan ayirmada kullanilabilen asagidaki 6zelliklerin her ikisine de
sahip olan 6zel ambalajlar:

a. 1slanabilirligi gelistirme i¢in kimyasal isleme tabi tutulan fosfor bronz agdan
yapilma; ve
b. Vakum distilasyon kulelerindeki kullanim i¢in tasarlanma.

1A227 Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan yiiksek yogunluklu (kursun cam ya da diger)
radyasyon koruma pencereleri ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan gergeveler:



1B

a. 0.09 m*’den biiyiik bir ‘soguk bélge’;

b. 3 g/em’*den biiyiik bir yogunluk; Ve
c. 100 mm ya da daha biiyiik bir kalinlik.
Teknik not:

1A227'de, ‘soguk bdlge’ terimi, pencerenin tasarim uygulamasinda en al¢ak radyasyon
diizeyine maruz kalan goriiniim bolgesi anlamindadir.

Test, muayene ve iiretim ekipmani

1B001 1A002'de veya 1C010°da belirtilen lifler, prepregler, preformlar veya "kompozitler"in
iiretimi i¢in asagidaki benzeri ekipman, ve bunlarin 6zellikle tasarlanan bilesenleri ve
aksesuarlart:

NOT: AYRICA 1B101 VE 1B201'E BAKINIZ.
a. Lifleri konumlandirmak, sarmak ve biikmek i¢in devinimleri ii¢ veya daha fazla
eksende koordine edilip programlanan, "kompozit" yapilarin ya da laminatlarin "lifli ya da
filamanli madde”den imali i¢in 6zellikle tasarlanan filaman sarim makineleri.
b. Bandji, kitiklar1 (tow) ya da tabakalar1 konumlandirmak ve sermek i¢in devinimleri iki
veya daha fazla eksende koordine edilip programlanan, "kompozit" iskelet veya ‘flize’
yapilarmin imali i¢in 6zellikle tasarlanan bant-serme veya kitik-yerlestirme makineleri.
Not: 1B001.b.’de, ‘fiize’ tam roket sistemleri ve insansiz hava araci sistemleri anlamina
gelir.
c. "Kompozit" yapilarin imali i¢in ¢ok yonlii, ¢cok boyutlu 6rme makineleri veya dokuma
makineleri; Lifleri 6rmek, dokumak veya taramak i¢in adaptorleri ve degisiklik kitleri
dahil;
Teknik not:
1B001.c.nin amaglar i¢in, dokuma teknigi i¢in 6rmeyi igerir.
Not: 1B001.c., yukaridaki son-kullanimlar i¢in degisiklige ugramamis tekstil
makinelerini kontrol etmez.
d. Takviye liflerinin iiretimi i¢in 6zellikle tasarlanan ya da uyarlanan asagidaki benzeri
ekipman:
1. Isitarak lifi cekmek igin 6zel ekipmani da i¢eren, polimer liflerini
(poliakrilonitril, suni ipek, zift ya da polikarbosilan gibi) karbon liflerine ya da
silisyum karbiir liflere doniistiirmek i¢in ekipman;
2. silisyum karbiir liflerin imali i¢in 1sitilmig filamanl alt tabaka tizerinde element
ya da bilesiklerin kimyasal buharli depozisyonu (birikmesi) i¢in ekipman;
3. Refraktor (atese dayanikll) seramikin (aliiminyum oksit gibi) 1slak biikiimii i¢in
ekipman;
4, Isil islemle, aliiminyum iceren 6n-lifleri alumina liflere doniistiirmek i¢in
ekipman;
e. Sicak ergime yontemiyle 1C010.e.de belirtilen prepregleri iiretme ekipmant;
f. Ultrasonik ya da X-1s1l1 tomografi kullanan ve "kompozit" maddeler i¢in 6zellikle
tasarlanan, hatalar1 {i¢ boyutlu olarak bulabilen tahribatsiz muayene ekipmani

1B002 Metal alasimi, metal alasim tozu ya da alasimli maddeler iiretmek igin, safsizligi
onlemek icin 6zellikle tasarlanan ve 1C002.c.2'de belirtilen islemlerin birinde kullanim i¢in
ozellikle tasarlanan, ekipman;

NOT: AYRICA 1B102'YE BAKINIZ.



1B003 Titanyum, aliiminyum veya bunlarin alasimlariin"siiperplastik bigimlenmesi" ya da
"difiizyon bag1" icin, asagidakilerin imali i¢in 6zellikle tasarlanan aletler, kaliplar ya da
baglanti parcalari:

a. Ugak iskeleti ya da roket yapilari;
b. "Hava tasit1" ya da roket motorlari; ya da
c. Bu yapilar ya da motorlar i¢in 6zellikle tasarlanan bilesenler.

1B101 1B001°de belirtilen disindaki, yapisal kompozitlerin "iiretim"i i¢in ekipman, ve
bunlarin 6zellikle tasarlanan bilesenler ve aksesuarlari:
NOT: AYRICA 1B201'E BAKINIZ.
Not: 1B101'de belirtilen bilesenler ve aksesuarlar, kompozit yapilarin, laminatlarin ve
iiriinlerin preform sikistirilmasi, kiirlenmesi, doviilmesi, sinterlenmesi veya baglanmasi
icin kaliplar1, mandrelleri, baglant1 parcalarini ve aletleri igerir.
a. Lifleri konumlandirmak, sarmak ve biikmek i¢in devinimleri ii¢ veya daha fazla
eksende koordine edilip programlanan, "kompozit" yapilarin ya da laminatlarin "lifli ya da
filamanli madde”den imali i¢in 6zellikle tasarlanan filaman sarim makineleri;
b. Bandi ya da tabakalari konumlandirmak ve sermek i¢in devinimleri iki veya daha fazla
eksende koordine edilip programlanan, "kompozit" iskelet veya ‘fiize’ yapilarinin imali
i¢in Ozellikle tasarlanan bant-serme makineleri;
c. "Lifli ya da filamanli madde™nin "tiretim"i i¢in tasarlanip modifiye edilen agagidaki
benzeri ekipman:
1. Isitarak lifi cekmek igin 6zel ekipmani da i¢eren, polimer liflerini
(poliakrilonitril, suni ipek, ya da polikarbosilan gibi) doniistiirmek i¢in ekipman;
2. Isitilmis filamanl alt tabaka iizerinde element ya da bilesiklerin kimyasal
buharh depozisyonu (birikmesi) i¢in ekipman;
3. Refraktor (atese dayanikll) seramikin (aliiminyum oksit gibi) 1slak biikiimii i¢in
ekipman;
d. Madde 9C110°da belirtilen prepregler ve preformlarin {iretimi i¢in ya da 6zel lif ylizey
islemi i¢in tasarlanip modifiye edilen ekipman.
Not: 1B101.d. merdaneleri, germe cektiricilerini, kaplama ekipmanini, kesim
ekipmanini ve durdurma kaliplarini igerir.

1B102 1B002’de belirtilenler disindaki metal toz "liretim ekipman1", ve asagidaki bilesenler:

NOT: AYRICA 1B115.B’YE BAKINIZ.

a. 1C011.a.,1CO011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2.’de veya Askeri Mallarin Kontrolleri’'nde

belirtilen, kiiresel ya da atomize edilmis maddelerin kontrollii bir ortamda "iiretim"i i¢in

kullanilabilen metal tozu "tiretim ekipman"1.

b. 1B002 veya 1B102.a.’da belirtilen "iiretim ekipman"1 i¢in 6zellikler tasarlanan

bilesenler.

Not: 1B102 agagidakileri kapsar:
a. Argon-su ortaminda islemin organizasyonuyla piiskiirtiilmiis ya da kiiresel
metalik tozlarin temini i¢in kullanilabilen plazma jeneratorleri/iiretecleri (yiiksek
frekansh ark-jet);

b. Argon-su ortaminda islemin organizasyonuyla piiskiirtiilmiis ya da kiiresel
metalik tozlarin temini i¢in kullanilabilen elektro-firlatma (electroburst) ekipmani;
c. Pasif bir ortamda (6rnegin azot) eriyigin tozlastirilmasiyla kiiresel aliiminyum

tozlarin "iiretim"i i¢in kullanilabilen ekipman.

1B115 tici yakit ve itici yakit bilesenlerinin iiretimi icin 1B002 ya da 1B102°de belirtilenler
disindaki agagidaki benzeri ekipman ve bunlarin 6zellikle tasarlanan bilesenleri:



a. 1CO011.a., 1CO11.b., 1C111°de veya Askeri Mallarin Kontrolleri’nde belirtilen,
sivi itici yakit ve itici yakit bilesenlerinin "iiretim"i, muhafazasi veya kabul testi i¢in
"iretim ekipman"1.

b. 1C011.a., 1CO11.b., 1C111°de veya Askeri Mallarin Kontrolleri’nde belirtilen,
kat1 itici yakit ve itici yakit bilesenlerinin "iretim"i, muhafazasi, karigtirilmasi,
kiirlenmesi, doviilmesi, preslenmesi, islenmesi, ¢ekilmesi veya kabul testi i¢in "iiretim
ekipman"1.

Not: IB115.b. parti karistiricilar, siirekli karistiricilar ya da akiskan enerji
degirmenleri kontrol etmez. parti karistiricilar, siirekli karistiricilar ya da akiskan enerji
degirmenleri i¢in 1B117, 1B118 ve 1B119’ye bakimiz.

Not 1:  Askeri mallarin iiretimi i¢in 6zellikle tasarlanan ekipman i¢in Askeri Mallarin
Kontrolleri’ne bakiniz.

Not2: 1B115, boron karbiiriin "liretim"i, muhafazasi1 veya kabul testi i¢cin ekipman
kontrol etmez.

1B116 1,573 K (1,300°C) ila 3,173 K (2,900°C) arasindaki sicaklik araliginda, 130 Pa ila 20
kPa arasindaki basinglarda bozunan 6nciil gazlardan; kalip, mandrel veya bir bagka taban
iizerinde olusup pirolizle elde edilen malzemeleri liretmek i¢in 6zellikle tasarlanan pliskiirtme
uglarr.

IB117 Sifir ila 13.326 kPa araligindaki vakum altinda karigim imkanina sahip ve karistirma
odasi sicakligini kontrol edebilen ve asagidakilerin hepsine sahip olan parti karistiricilart; ve
bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:

a. 110 litre ya da daha fazla bir toplam hacimsel kapasite; Ve

b. Merkez digina monte edilen en azindan bir karistirma/yogurma mili.

1B118 Sifir ila 13.326 kPa araligindaki vakum altinda karisim imkanina sahip ve karistirma
odas1 sicakligini kontrol edebilen ve asagidakilerin hepsine sahip olan siirekli karistiricilar; ve
bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:

a. Iki ya da daha fazla karistirma/yogurma mili; Ya da

b. karisim odas1 mahfazasi icindekiler yaninda, mil {izerinde yogurma dislerine/pinlerine
sahip olan salinan tek bir déner mil.

1B119 1CO11.a., 1C011.b., 1C111°de veya Askeri Mallarin Kontrolleri’nde belirtilen,
maddeleri rodaj veya 6giitme i¢in kullanilabilen akigskan enerji degirmenleri, ve bunlara ait
Ozellikle tasarlanan bilesenler:

1B201 1B001 ya da 1B101°de belirtilenler disindaki, asagidaki benzeri filament sargi
makineleri ve ilgili ekipman:
a. Asagidaki ozelliklerin tiimiine sahip filament sargis1 makineleri:
1. Lifleri konumlandirmak, sarmak ve biikkmek i¢in devinimlerin iki veya daha
fazla eksende koordine edilip programlanmast;
2. “kompozit" yapilarin ya da laminatlarin "lifli ya da filamanli madde”den imali
icin 6zellikle tasarlanma;
3. Cap1 75 ila 400 mm arasinda ve uzunlugu 600 mm ya da daha biiyiik olan
silindirik rotorlar1 dondiirebilme;
b. 1B201.a.’da belirtilen filament sargi makineleri i¢in koordine etme ve programlama
kontrolleri;
c. 1B201.a.’da belirtilen filament sargi makineleri i¢in dogruluk/hassasiyet mandrelleri.



1B225 Saatte 250 g’dan daha biiyiik ¢ikt1 kapasitesiyle flor iiretimi i¢in elektrolitik hiicreler.

1B226 50 mA ya da daha fazla toplam iyon demedi akimini temin edebilen tek ya da ¢oklu
iyon kaynaklariyla donatilmis veya bunlar icin tasarlanmis electromanyetik izotop ayiricilari.
Not: 1B226 agagidaki 6zelliklerdeki ayiricilar igerir:
a. Kararli izotoplar1 zenginlestirebilme;
b. Manyetik alandaki ve alan diginda olan konfigiirasyonlardaki iyon kaynaklari
ve kolektorlerine sahip olma.

1B227 Sentez gazinin (azot ve hidrojen) bir amonyak/hidrojen yiiksek basing degisim
kolonundan ¢ekildigi ve sentezlenen amonyagin s6z konusu kolona geri dondiigli amonyak
sentez konvertorleri ya da amonyak sentez tiniteleri .

1B228 Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip hidrojen-kriyojenik distilasyon kolonu:

a. 35K (-238°C) ya da daha az i¢ sicakliklarda ¢alisma i¢in tasarlanma;

b. 0.5ila 5 MPa arasindaki bir i¢ basingta ¢alisma igin tasarlanma;

c. Asagidakilerden birinden imal edilme:
1. Diisiik kiikiirt igerikli ve ostenitli ASTM (ya da esdeger standart) parca
biiyiikliik sayis1 5 ya da daha fazla olan 300 serisi paslanmaz ¢elik; Ya da
2. Hem kriyojenik hem de H»- uyumlu olan esdegerli maddeler; Ve

d. 1 mya da daha biiyiik i¢sel ¢capa ve 5 m ya da daha biiyiik etkili uzunluga sahip olma.

1B229 Asagidaki gibi su-hidrojen siilfiir degisim tepsi kolonlar1 ve ‘i¢ kontaktorler’:
NOT: Agir suyun iiretimi i¢in 6zellikle tasarlanan veya hazirlanan kolonlar i¢in 0B004'e
bakiniz.
a. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan, su-hidrojen siilfiir degisim tepsi kolonlari:
1. 2 MPa ya da daha biiyiik basinglarda calisabilme;
2. Ostenitli ASTM (ya da esdeger standart) parca biiylikliik sayis1 5 ya da daha
fazla olan karbon ¢eliginden imal edilme; Ve
3. 1.8 m ya da daha biiytiik bir ¢apta olma;
b. 1B229.a’da belirtilen su-hidrojen siilfiir degisim tepsi kolonlari i¢in ‘i¢ kontaktorler’.
Teknik not:
Kolonlarin ‘i¢ kontaktdrler’i, etkili montajli cap1 1.8 m ya da daha fazla olan
boliimlenmis (segmented) tepsiler olup, karsi akimli temasi kolaylastirmak iizere
tasarlanir ve %0.03 veya daha az karbon igeren paslanmaz ¢elikten imal edilir. Bunlar
elek tepsiler, valf tepsileri, kabarcik baslik tepsileri ya da turbo 1zgara (turbogrid)
tepsiler olabilir.

1B230 Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip, sivi amonyaktaki konsantre ya da seyreltik
potasyum amit katalizorii (KNH,/NH3) ¢ozeltilerini sirkiile edebilen pompalar:

a. Hava sizdirmaz (yani hermetik olarak yalitilmus);

b. 8.5 m’/saat’ten daha biiyiik bir kapasite; Ve

c. Asagidaki 6zelliklerden biri:

1. konsantre potasyum amit ¢ozeltilerinde (%1 ya da daha biiyiik) 1.5 ile 60 MPa
aras1 bir isletim basinci; Ya da
2. seyreltik potasyum amit ¢ozeltilerinde (%1’den daha az) 20 ile 60 MPa aras1

bir isletim basinci.

1B231 Trityum vasita ya da tesisleri, ve bunlara ait asagidaki benzeri ekipman:



a. Trityumun {iretim, geri kazanma, ekstraksiyon (¢ikarma), konsantrasyon ya da
muhafazasi igin vasita ya da tesisler;
b. Trityum vasita ya da tesisler i¢in asagidaki benzeri ekipman:
1. Is1 alma kapasitesi 150 W’dan daha biiyiik olan, 23 K (-250°C) ya da altina
sogutabilen hidrojen ya da helyum sogutma {initeleri;
2. Metal hidriirleri depolama ya da saflagtirma ortami olarak kullanan Hidrojen
izotop depolama ya da saflagtirma sistemleri.

1B232 Asagidaki 6zelliklerin her ikisine sahip olan turbo-genlestiriciler ya da turbo-
genlestirici kompresorler:

a. 35 K (-238°C) ya da daha az bir ¢ikis sicakliiyla ¢alisma icin tasarlanma; Ve
b. 1000 kg/saat ya da daha biiylik hidrojen gaz giris miktar icin tasarlanma.
1B233 Lityum izotop ayirma i¢in asagidaki benzeri vasita ya da tesisler ve bunlara ait
ekipman:
a. Lityum izotoplarin ayrilmasi i¢in vasita ya da tesisleri;
b. Lityum izotoplarin ayrilmasi i¢in agagidaki benzeri ekipman:
1. Ozellikle lityum amalgamlari i¢in tasarlanan paket sivi-sivi degisim kolonlar;
2. Civaya da lityum amalgam pompalart;
3. Lityum amalgam elektroliz hiicreleri;
4. Konsantre lityum hidroksit ¢ozeltisi i¢in evaporatorler (buharlastirici).
1C  Malzemeler
Teknik not:

Metaller ve alasimlar:
1C001'den 1C012'ye kadar olan ‘metaller’ ve ‘alagimlar’ kelimeleri, aksi
belirtilmedikge, asagidaki benzeri ham ve yar islenmis bigimleri kapsar:
Ham bicimler:
Anotlar, kiireler (bilyeler), ¢ubuklar (¢entikli ¢ubuklar ve tel gubuklar dahil), takozlar,
bloklar, kiitiikler, briketler, katotlar, kristaller, kiipler, pargaciklar, graniiller, kiilgeler,
topaklar, toz, rondelalar, vb;
Yari iglenmis bi¢cimler (boyanmig, kaplanmig, matkapla delinmis veya darbeyle delinmig
olsun olmasin):
a. Merdaneden gegcirilerek, ¢ekilerek, doviilerek, darbe cekmesiyle,
preslenerek, ufalanarak, atomize edilerek ve rodajlanarak islenen dokme veya
calisilan malzemeler; yani acilar, kanallar, daireler, diskler, toz, pulcuklar, folyolar
ve yaprak, dovme, tabaka, toz, pres ve pullanmalar, seritler, halkalar, cubuklar
(kaynak ¢ubuklari, tel ¢ubuklar, yuvarlanmis tel dahil), boliimler, sekiller, levhalar,
boru ve tiipler (tlip doniisleri, koseleri ve ¢ukurlar1 dahil) ¢ekilmis tel;
b.  kumda, kalipta, metalde, stivama veya diger kalip tiplerinde iiretilen dokme
malzeme; yiiksek basingli dokiimler, sinterli formlar ve toz metalurjisi ile yapilan
formlar dabhil.
Kontrolun amaci, ger¢ekte ham bigimleri ya da yar1 islenmis bigimleri temsil etmesine
ragmen bitmis iirlinler olarak kabul edilip listelenmeyen formlarin ihractyla ihlal
edilmemelidir.

1C001 Asagidaki benzeri, elektromanyetik dalgalarin emicisi (absorber) olarak kullanmak
icin 0zellikle tasarlanan malzemeler, ya da esasta iletken polimerler:

NOT: AYRICA 1C101'E BAKINIZ.



a. 2x 108 Hz’in lizerindeki ancak 3 x 1012 Hz’in altindaki frekanslart emmek igin
malzemeler;
Not 1: 1C001.a. asagidakileri kontrol etmez:
a. Emmeyi temin etmek i¢in manyetik-olmayan yiike sahip, dogal ya da sentetik
liflerden yapilan sag tipi emiciler.
b. Manyetik kayb1 olmayan ve yiizeyleri sekilsel olarak diizlemsel olmayan
(piramitler, koniler, kamalar, burulu yiizeyler dahil) emiciler.
c. Asagidaki ozelliklerin tiimiine sahip diizlemsel emiciler:
1. Asagidakilerin herhangi birinden yapilmak:
a. Anlik enerjinin orta frekansinin %=+15’ini asan bir bant genisliginde
metale kiyasla %5 daha fazla yanki veren ve 450 K (177°C)’yi asan
sicakliklara dayanamayan, baglayicilar dahil organik maddeler veya
karbonla yiiklenmis plastik kdpiik maddeler (esnek ya da esnek olmayan);
veya
b. Anlik enerjinin orta frekansinin %+15’ini agan bir bant genisliginde
metale kiyasla %20 daha fazla yanki veren ve 800 K (527°C)’yi asan
sicakliklara dayanamayan seramik maddeler.
Teknik not:
1C001.a.Not: 1.c1’deki emme testi numuneleri, bir yan1 orta frekansin en az
5 dalgaboyu olan bir kare olmali ve radyasyon yayan elementin uzak
kenarina yerlestirilmelidir.

2. 7x 106 N/mz’den daha az ¢ekme mukavemeti; Ve

3. 14 x 106 N/mz’den daha az sikistirma mukavemeti;
d. Asagidaki 6zelliklere sahip sinterlenmis ferritten yapilan diizlemsel emiciler:
1. 4.4 agan bir 6zgiil agirlhik; Ve
2. 548 K (275°C)’lik bir en yiiksek isletim sicaklig.
Not 2: 1C001.a.’daki Not 1'de bulunan higbir husus, boyaliyken emme temin eden
manyetik malzemeleri muaf birakmaz.

b. 1.5x 1014 Hz’in lizerindeki ancak 3.7 x 1014 Hz’in altindaki frekanslari emen goriiniir
15181 gecirmeyen malzemeler;

c. 10,000 S/m (Siemens/metre)’yi asan bir ‘kitlesel elektriksel iletkenlik’e ya da 100
ohms/kare’den az bir ‘tabaka (ylizey) direncine’ sahip olan, asagidakilerden birini esas
alan anlik iletken polimer malzemeler:

1. Polyanilin;

2. Polypirol;

3. Polytiofen;

4. Poly fenilen-vinilen; Ya da

5. Poly tienilen-vinilene.

Teknik not:

‘Kitlesel elektriksel iletkenligi’ ve ‘Tabaka (ylizey) direnci’, ASTM D-257 ya da ulusal
karsiligini kullanarak tespit edilmelidir.

1C002 Asagidaki benzeri metal alasimi, metal alagim tozu, ve alasim yapilan maddeler:
NOT: AYRICA 1C202'YE BAKINIZ.
Not: 1C002, alt tabakalar1 boyamak/kaplamak icin kullanilan metal alagimi, metal alagim
tozu, ve alasim yapilan maddeleri kontrol etmez.
Teknik not:
1. 1C002'deki metal alasimlar, s6z konusu metalin, bir bagka elementten agirlik¢a
daha fazla yiizdeye sahip olduklaridir.



2. Stres-kirilma 6mrii, ASTM standart E-139 ya da ulusal karsiligia gore
Olctilmelidir.
3. Algak devir yorulma émrii ASTM standart E-606’ya (“sabit genlik algak devir

yorulma denemesi i¢in 6nerilen uygulama”) ya da ulusal karsiligina gore olciilmelidir.
Deney, ortalama stres orani 1’e ve stres-konsantrasyon (Kt) katsayis1 1’e esitken eksenel
olmalidir. Ortalama stres, en yiiksek stresle en diisiik stresin farkinin en yiiksek strese
boliinmesiyle bulunur.

a. Asagidaki benzeri aluminitler:

1.

agirlikga en az ylizde 15 aliiminyum, en fazla yiizde 38 aliiminyum ve en

azindan bir ilave alagim elementi igeren nikel aluminitler;

2.

agirlik¢a en az yiizde 10 aliiminyum ve en azindan bir ilave alagim elementi

iceren titanyum aluminitler;
b. 1C002.c.de belirtilen malzemeden yapilan asagidaki benzeri metal alagimlari:

1.

Asagidaki 6zelliklere sahip nikel alasimlart:
a. 923 K (650°C)’de, 676 MPa gerilim altinda 10,000 saati asan stres-kirilma
omrii; ya da
b. 823 K (550°C)’de, 1,095 MPa’lik en yiiksek gerilim altinda 10,000 devir’i asan
algak devir yorulma 6mrii.

Asagidaki 6zelliklere sahip niyobium alasimlari:
a. 1,073 K (800°C)’de, 400 MPa gerilim altinda 10,000 saati agan stres-kirilma
omrii; ya da
b. 973 K (700°C)’de, 700 MPa’lik en yiiksek gerilim altinda 10,000 devir’i agan
alcak devir yorulma omrii.

Asagidaki 6zelliklere sahip titanyum alasimlari:
a. 723 K (450°C)’de, 200 MPa gerilim altinda 10,000 saati asan stres-kirilma
omrii; ya da
b. 723 K (450°C)’de, 400 MPa’lik en yiiksek gerilim altinda 10,000 devir’i agan
algak devir yorulma 6mrii.

Asagidaki degerdeki ¢gekme mukavemetine sahip aliiminyum alagimlari:
a. 473 K (200°C)’de 240 MPa ya da daha fazlasi; Ya da
b. 298 K (25°C)’de 415 MPa ya da daha fazlasi;

Asagidaki ozelliklere sahip magnezyum alagimlari:
a. 345 MPa ya da daha fazla ¢gekme mukavemeti; Ve
b. ASTM standart G-31 ya da ulusal karsiliklarina gére olgiildiigiinde, %3
sodyum kloriir sulu ¢ozeltisinde 1 mm/y1l’1n altinda korozyon orani;

c. Asagidaki ozelliklerin tiimiine sahip olan, metal alasim tozu ya da partikiil malzeme:

1.

Asagidaki kompozisyon sistemlerinin herhangi birinden yapilma:

Teknik not:

Asagidaki esitliklerdeki X, bir ya da daha ¢ok alasim elementlerine esdegerdir.
a. Tiirbin motor boliimler ya da bilesenleri i¢cin uygun Nikel alagimlar1 (Ni-Al-X,
Ni-X-Al); yani 109 alagim partikiilii iginde 100 pm’den biiyiik 3 metal dis1 partikiil
(imalat islem sirasinda giren) bulunduran.
b. Niyobium alagimlart (Nb-Al-X or Nb-X-Al, Nb-Si-X or Nb-X-Si, Nb-Ti-X or
Nb-X-Ti);
c. Titanyum alasimlar (Ti-Al-X or Ti-X-Al);
d. Aliiminyum alagimlar1 (Al-Mg-X ya da

Al-X-Mg, Al-Zn-X or Al-X-Zn,
Al-Fe-X or Al-X-Fe); ya da
e. Magnezyum alagimlar1 (Mg-Al-X or Mg-X-Al);



2. Kontrollii ortamda asagidaki islemlerin biri tarafindan yapilma:
"vakum atomizasyon";
"gaz atomizasyonu";
"doner atomizasyon";
"su verme";
"Eriyik biikiimii" ve "ezme";
"Eriyik ekstraksiyonu (¢ikarma)" ve "ezme"; Ya da
"Mekanik alagimlama "; Ve
3. 1C002.a. ya da 1C002.b’de belirtilen maddeleri olusturabilme.
d. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip alagimli maddeler:

@ o oo o

1. 1C002.c.1.de belirtilen kompozisyon sistemlerinin herhangi birinden yapilma;
2. Ezilmemis capaklar, seritler ya da ince gubuklar seklinde olma; Ve
3. Kontrollii ortamda asagidaki islemlerin biri tarafindan tiretilme:

a. "suverme";
b. "Eriyik biikiimii"; veya
c. "Eriyik ekstraksiyonu (¢ikarma)".

1C003 Asagidaki 6zelliklerin birine sahip olan her tip ve bicimdeki manyetik metaller:
a. 120,000 ya da daha fazla baslangic nisbi gec¢irgenligi ve 0.05 mm ya da daha az
kalinlik;
Teknik not:
Baslangig gegirgenligi 6l¢limii, tamamen tavlanmig maddeler lizerinde yapilmalidir.
b. Asagidaki 6zelliklerin birine sahip olan Manyetostriktif (miknatissal biiziilen)
alasimlar:
1. 5x 10—4’den biiytik bir doygunluk miknatissal biiziilmesi; Ya da
2. 0.8'den biiyiik bir manyetomekanik kavrama (k) faktorii; Ya da
c. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan amorf ya da nanokristal alasim seritleri:
1. Agirlikea en az yiizde 75 demir, kobalt ya da nikel igceren bir kompozisyon;
2. 1.6 T ya da daha fazla bir doygunluk manyetik endiiksiyonu (Bg); Ve
3. Asagidakilerden herhangi biri:
a. 0.02 mm ya da daha az bir serit kalinligi; Ya da
b. 2x 10_4 ohm cm ya da daha fazla bir elektriksel direnc.
Teknik not:
1C003.c.deki ‘nanokristal” maddeler, X-151n1 difraksiyonu ile tespit edilen kristal parca
biiylikliigii 50 nm ya da daha az olan maddelerdir.

1C004 Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan demir, nikel ya da bakir matrisli tungsten
alagimlar1 ya da uranium titanyum alagimlari:

a. 17.5 g/cm3’1'i asan bir yogunluk;

b. 880 MPa’1 asan nir elastik limit;

c. 1,270 MPa’1 asan bir u¢ ¢gekme mukavemeti; Ve

d. %481 asan bir uzama.

1C005 Asagidaki benzeri 100 m’den uzun ya da 100 g’dan agir "siiper iletken" "kompozit"
iletkenler:
a. Bir ya da daha ¢ok niyobium-titanyum filament iceren ¢ok filamentli "siiper iletken"
"kompozit" iletkenler:
1. Bakir ya da bakir-esasli karisim bir "matris" disindaki bir "matris"e daldirilmais;
Yada



2.

0.28 x 10_4 mm2 (Dairesel filamentler i¢in 6 um ¢ap) 'den az bir kesit alanina

sahip olan;
b. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip, niyobium-titanyum diginda bir ya da daha ¢ok
“siiper iletken" filament iceren "siiper iletken" "kompozit" iletkenler:

1.

Sifir manyetik endiiksiyonda 9.85 K (-263.31°C)’I asan ancak 24 K (-

249.16°C)’den duisiik olan bir "kritik sicaklik";

2.
3.

0.28 x 10_4 mm2 'den az bir kesit alan1; Ve
12 T’lik bir manyetik endiiksiyona karsilik gelen bir manyetik alana maruz

birakildiginda, 4.2 K (-268.96°C)’lik bir sicaklikta "super iletken" durumda kalma.

1C006 Asagidaki benzeri akiskanlar ve yaglama maddeleri:
a. Asagidaki bilesik ya da maddeleri, baslica karisim maddesi olarak i¢eren hidrolik

sivilari:
1.
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Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip sentetik silahidrokarbon yaglari:
Teknik not:
1C006.a.1'in amaci igin, silahidrokarbon yaglar1 sadece silisyum, hidrojen ve
karbon icerir.

477 K (204°C)’1 asan bir alevlenme noktasi;

239 K (-34°C) ya da daha az bir dokiilme noktast;

75 ya da daha fazla bir akismazlik(vizkozite) indeksi; Ve

616 K (343°C)’de bir termal kararhilik; Ya da

Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip kloroflorokarbonlar:
Teknik not:
1C006.a.2'nin amaci icin, kloroflorokarbonlar sadece karbon, flor ve klor
icer.

Alevlenme noktasina sahip olmama;

977 K (704°C)’1 asan bir kendiliginden atesleme sicakligi;

219 K (-54°C) ya da daha az bir dokiilme noktast;

80 ya da daha fazla bir akismazlik(vizkozite) indeksi; Ve

473 K (200°C) ya da daha yiiksek bir kaynama noktasi;

b. Asagidaki bilesik ya da maddeleri, baslica karisim maddesi olarak iceren yaglama:

1.

Ikiden fazla eter ya da tiyo-eter fonksiyonu ya da bunlara ait karisimlari iceren

fenilen ya da alkilfenilen eterler ya da tiyo-eterler, veya bunlarin karigimlari;Ya da

2.

298 K (25°C)’de dlgiildiigiinde, 5,000 mmz/s (5,000 centistokes)’den az

kinematik vizkositesine sahip florlanmus silikon akiskanlari;
c. Her 100 ml’de biiytikliigii 200 pm ya da daha fazla olan 25°den az partikiil igeren, en
az %85°1 asagidaki bilesik ya da maddelerin birinden yapilan %99.8°1 asan bir safliktaki
1slatma ya da yiizdiirme akigkanlari:

1.
2.
3.

Dibromotetrafloroetan;
Poliklorotrifloroetilen (sadece yagsi ve mumsu degisiklikler); Ya da
Polibromotrifloroetilen;

d. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip florokarbon elektronik sogutma akigkanlari:

1.

W

a.

Agirlikeca en az %85’inin asagidakilerin birini, ya da karisimlarini, icermesi:
Perfloropolialkileter-triazinler ya da perfloroalifatik-eterlerin monomerik

formlart;

b.
c.

d.

Perfloroalkilaminler;

Perflorosikloalkanlar; Ya da

Perfloroalkanlar;

298 K (25°C)’de 1.5 g/ml ya da daha fazla yogunluk;
273 K (0°C)’de sivi durumda olma; Ve



4. Agirlikca %60 ya da daha fazla flor igermesi.
Teknik not:
1C006'n amaci igin:
a. Alevlenme noktasi, ASTM D-92 ya da ulusal karsiliklarinda tanimlanan
Cleveland A¢ik Kupa Yontemi kullanilarak tespit edilir;
b. Dokiilme noktasi, ASTM D-97 ya da ulusal karsiliklarinda tanimlanan yontem
kullanilarak tespit edilir;
c. Akismazlik (vizkozite) indeksi, ASTM D-2270 ya da ulusal karsiliklarinda
tanimlanan yontem kullanilarak tespit edilir;
d. Termal kararhlik, asagidaki test yontemi ya da ulusal karsiliklariyla tespit
edilir:
Test edilen akigkanin yirmi mililitresi, Her biri 12.5 mm (anma) ¢apindaki M-10
takim ¢eligi, 52100 celigi ve denizci bronzundan (%60 Cu, %39 Zn, %0.75 Sn)
yapilan bilyeleri igeren, 46 ml hacimli 317 tipi paslanmaz ¢elik hazne igine
yerlestirilir;
Hazne azotla siipiiriiliir, atmosfer basincinda miihiirlenir/izole edilir ve sicaklik 644
+ 6 K (371 £ 6°C)’e yiikseltilerek alt1 saat bu sicaklikta muhafaza edilir;
Yukaridaki stire¢ tamamlandiginda agagidaki sartlarin tamami saglanirsa numune
termal olarak kararl kabul edilir:

1. Her bilyenin agirlik kaybi, yiizeyin 10 mg/mmz’sinden azdir;
2. 311 K (38°C)’de tespit edilen asil vizkozitedeki degisim %25’den azdir;
ve
3. Toplam asitlik ya da bazlik degeri 0.40'dan azdir;
e. Kendiliginden atesleme sicakligi, ASTM E-659 ya da ulusal karsiliklarinda

tanimlanan yontem kullanilarak tespit edilir

1C007 Asagidaki benzeri, seramik esasli maddeler, "kompozit" olmayan seramik maddeler,
seramik-"matris" "kompozit" maddeler ve onciil maddeler:
NOT: AYRICA 1C107'YE BAKINIZ.
a. Maksath ilaveler digindaki toplam metalik safsizligi 5,000 ppm’den daha az olan,
ortalama partikiil biiyiikliigii 5 um ya da daha az olan ve partikiillerin %10’undan fazlasi
10 pm’den biiyiik olmayan, titanyumun tekli ya da karmasik boritlerinin temel maddeleri.
b. Teorik yogunlugun %98 ya da daha fazlasi bir yogunluga sahip titanyumun
boritlerinden olusan, ham ya da yar1 islenmis formdaki "kompozit" olmayan seramik
maddeler
Not: 1C007.b. asindiricilar: kontrol etmez.
c. Cam ya da oksit "matris"li ve agsagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip liflerle takviye
edilen seramik-seramik "kompozit" maddeler:
1. Asagidaki maddelerin herhangi birinden yapilma:

a.Si-N;
b.Si-C;
c.Si-Al-O-N; veya
d.Si-O-N; ve
2. 12.7 x 103m’yi asan bir 6zgiil cekme mukavemetine sahip olma;
d. Silisyum, zirkonyum ya da boronun karbiirleri ya da nitriirlerinin "matris"i

olusturdugu partikiiller, telcikler ya da lifleri igeren, araliksiz metal evreye sahip olan ya
da olmayan seramik seramik "kompozit" maddeler;



e. 1C007.c’de belirtilen malzemelerin herhangi bir fazini ya da fazlarini iiretmek icin
asagidaki benzeri Onciil maddeler (yani 6zel amacl polimerik ya da metalo-organik
maddeler);

1. (silisyum karbiir iiretmek i¢in) polidiorganosilanlar;

2. (silisyum nitriir iiretmek i¢in) polisilazanlar;

3. (silisyum, karbon ve azot bilesenleriyle seramik iiretmek i¢in)
polikarbosilazanlar;

f. Cam ya da oksit "matris"li ve agsagidaki sistemlerin birinden yapilan siirekli liflerle
takviye edilen seramik-seramik "kompozit" maddeler

1.AlL,O;; veya

2.Si-C-N.

Not: 1C007.f, 1,273 K (1,000°C)’de 700 MPa’dan az lif cekme mukavemetine sahip
veya 100 MPa yiik altinda ve 1,273 K (1,000°C)’de 100 saat siireyle %1’den fazla

stiriinme gerilmesi degerinde lif uzama siirlinme mukavemetine sahip sistemlerden
lifler igeren “kompozitler”i kontrol etmez.

1C008 Asagidaki benzeri florlanmamig polimer maddeler:

a.
1. Bismaleimitler;
2. Aromatik polyamit-imitler;
3. Aromatik polyimitler;
4. 513 K (240°C)’1 asan bir camst gegis sicakligina (T,) sahip aromatik
polieterimitler;

Not: 1C008.a. eritilemeyen sikistirma kaliplama tozlarini veya kaliplanan formlari
kontrol etmez.
b. ISO 75-3 (2004), ya da ulusal karsiligina gore dlgiildiigiinde, 1.82 N/mm?*'lik bir yiikle
523 K (250°C)’yi asan bir 1s1l bozulma sicakligina sahip olan ve asagidakilerden olusan
termoplastik s1vi kristal kopolimerler:
1. Asagidakilerden biri:
a. Fenilen, bifenilen ya da naftalin; Ya da
b. Metil, tersiyer-butil ya da fenille degisen fenilen, bifenilen ya da naftalin; ve
2. Asagidaki asitlerden biri:
a. Tereftalik asit;
b. 6-hidroksi-2 naftoik asit; Ya da
c. 4-hidroksibenzoik asit;
c. Asagidaki benzeri poliarilen eter ketonlar:
1. Kullanilmamus;
2. Polieter keton keton (PEKK);
3. Polieter ketone (PEK);
4. Polieter keton eter keton keton (PEKEKK);
d. Poliarilen keton;
e. Arilen grubunun bifenilen, trifenilen ya da bunlarin kombinasyonu oldugu Poliarilen
siilfiirler;
f. 513 K (240°C)’i asan bir camsi gegis sicakligina (Tg) sahip olan
polibifenilenetersulfon.
Teknik not:
1C008 maddeleri i¢in camsi gegis sicakligt (Tg), ISO 11357-2 (1999) ya da ulusal

esdegerlerinde tarif edilen yontemle tespit edilir.



1C009 Asagidaki benzeri, islenmemis florlanmis bilesikler:
a. Gerdirme olmaksizin %75 ya da daha fazla beta kristal yapiya sahip viniliden floriiriin
kopolimerleri;
b. Agirlikga %10 ya da daha fazla birlestirilmis flor iceren florlanmis polyimitler;
c. Agirlikga %10 ya da daha fazla birlestirilmis flor igeren florlanmis fosfazen
elastomerler.

1CO010 Organik "matris", metalik "matris" ya da karbon "matris" "kompozit" yapilar ya da
laminatlarda kullanilabilen asagidaki benzeri "lifli ya da filamanli malzeme””:
NOT: AYRICA 1C210'A BAKINIZ.
a. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan organik "lifli ya da filamanli malzemeler”:

1. 12.7x 106 m’yi asan bir "6zgiil moduli"; Ve
4
2. 23.5x 10 m’yi asan bir "6zgiil gekme mukavemeti”;

Not: 1C010.a. polietileni kontrol etmez.
b. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan karbon "lifli ya da filamanli malzemeler”:
. 127x10° m’yi asan bir "6zgiil moduli"; Ve
2. 235x 104 m’yi asan bir "6zgiil cekme mukavemeti”;
Not: 1C010.b, ayr1 tabakalarin biiytikligiiniin 50 cm x 90 cm’yi asmadig1, hava tasiti
yapilarinin ya da laminatlarin tamiri i¢in "lifli ya da filamanl malzemeler”den yapilan
kumas1 kontrol etmez.
Teknik not:
1C010.b.de tarif edilen maddelerin 6zellikleri, SACMA tarafindan SRM 12 ila 17
tavsiye edilen yontemleri ya da ulusal esdeger kitik testleri (6rnegin Japon Endiistriyel
Standardi JIS-R-7601, Paragraf 6.6.2, ve lot ortalamasina dayali olarak) kullanilarak
tespit edilmelidir.
c. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan inorganik "lifli ya da filamanlh malzemeler”:
1. 254x 106 m’yi agan bir "6zgiil moduli"; Ve
2. Pasif bir ortamda 1,922 K (1,649°C)’i asan bir erime, yumusama, bozunma, ya
da siiblimlesme noktasi;
Not: 1C010.c. asagidakileri kontrol etmez:
1. Agirlikca yiizde 3 ya da daha fazla silis igeren ve 10 x 106 m’den az bir
"0zgilil moduli"ye sahip olan koparilmis elyaf veya rasgele kege formundaki
kesintili, ¢ok evreli, polikristal alumina lifler;

2. Molibden ve molibden alasim lifleri;
3. Bor lifleri;
4. Pasif bir ortamda 2,043 K (1,770°C)’i asan bir erime, yumusama,

bozunma, ya da siiblimlesme noktasina sahip kesintili seramik lifler.
d. Asagidaki 6zelliklere sahip "lifli ya da filamanli malzemeler”:
1.  Asagidakilerin birinden olusan:
a. 1C008.a.da belirtilen polieterimitler; ya da
b. 1C008.b. ile 1C008.1.’de belirtilen maddeler; ya da
2. 1C010.d.1.a. yada 1C010.d.1.b.’de belirtilen malzemelerden olusan ve
1C010.a, 1C010.b. ya da 1C010.c.’de belirtilen diger liflerle “katisik” olan;
e. Asagidaki benzeri regine-emdirilmis ya da zift-emdirilmis lifler (prepregler), metal
veya karbon kapli lifler (preformlar), ya da “karbon lif preformlar1™:
1. 1CO010.a., 1C010.b. or 1C010.c.’de belirtilen "lifli ya da filamanl
malzemeler”’den yapilanlar;
2. Organik ya da karbon "lifli ya da filamanli malzemeler”’den yapilanlar:

a. 17.7 x 104 m’yi asan bir "6zgiil cekme mukavemeti ";



b. 10.15 x 10° m’yi agan bir "6zgiil moduli”;
c. 1C010.a. ya da 1C010.b. tarafindan kontrol edilmeyen; ve
d. 1C008 ya da 1C009.b’de belirtilen malzemeler emdirildiginde, 383 K
(110°C)’1 agan bir cams1 gecis sicakligi (Tg) veya fenolik ya da epoksi
recinelerle 418 K (145°C)’i agan bir camsi gegis sicakligi (Tg)’na sahip olma.
Not: 1C010.e. agagidakileri kontrol etmez:
a.  Ayn prepreg tabakalariin biiyiikliigiiniin 50 cm x 90 cm’yi asmadigi,
hava tagit1 yapilarinin ya da laminatlarin tamiri i¢in epoksi re¢ine "matris"
emdirilmis karbon "lifli ya da filamanli malzemeler”(prepregler);
b. 433 K (160°C)’den az bir cams1 gegis sicaklifi’na (T,) ve camsi gegis
sicakligi’ndan diisiik bir kiirlenme sicakligina sahip fenolik ya da epoksi
recineler emdirildigindeki prepregler.

Teknik not:

1C010.e. malzemeleri i¢in cams1 gegis sicakligi (Tg) ASTM D 3418’de tarif edilen
yontem kullanilarak kuru metotla tayin edilir. Fenolik ya da epoksi regineler i¢in
camsi1 gegis sicakligi, 1 Hz’lik frekansda ve dakikada 2 K (°C)’lik 1sitma oraninda

kuru metot kullanilarak ASTM D 4065°de tarif edilen metot kullanilarak tayin
edilir.

1C011 Asagidaki benzeri metaller ve bilesikler:
NOT: ASKERI ESYALARIN KONTROLLERI’ne ve 1C111'e bakiniz.
a. %99 ya da daha fazla zirkonyum, magnezyum ve bunlarin alagimlarini igeren
maddeden imal edilen kiiresel, atomize edilmis, kiiresellesmis, capaklanmis ya da
rodajlanmig olan 60 pm’den az partikiil biiytikliiklerindeki metaller.
Teknik not:
Zirkonyumdaki hafniyumun dogal igerigi (tipik olarak %2 ile %7) zirkonyumla birlikte
sayilir.
Not: 1C011.a.da listelenen metallar ya da alagimlar, aliiminyum, magnezyum,
zirkonyum ya da berilyumda 6zetlenseler de 6zetlenmeseler de kontrol edilir.
b. 60 um ya da daha az bir partikiil bliyiikligli ve %85 ya da daha yiiksek saflikta boron
ya da boron karbiirii;
Not: 1C011.b.de listelenen metallar ya da alagimlar, aliiminyum, magnezyum,
zirkonyum ya da berilyumda 6zetlenseler de 6zetlenmeseler de kontrol edilir.
¢. Guanidin nitrat;
d. Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

1C012 Asagidaki malzemeler:

Teknik not:
Bu maddeler tipik olarak niikleer 1s1 kaynagi i¢in kullanilmustir.

a. Agirlikca %50’den daha fazla plutonyum-238 iceren plutonyum izotopik tahliline

sahip her tiirlii formdaki plutonyum;

Not: 1C012.a. asagidakileri kontrol etmez:

a. 1 gyadadaha az bir plutonyum icerigine sahip sevkiyatlari;
b.  Aletlerdeki bir algilama bileseninde bulundugunda 3 "etkili gram" ya da daha
az sevkiyatlart.

b. Her formdaki "Onceden ayrilmis” neptiinyum-237.
Not: 1C012.b, 1 g ya da daha az Neptiinyum-237 igeren sevkiyatlar1 kontrol etmez.



1C101

9A012'de belirtiler fiizelerde, "flize" alt sistemlerinde veya insansiz havada araglarinda

kullanilabilen, radar yansiticiligi,mor 6tesi/kizil 6tesi imzalar ve akustik imzalar gibi
azaltilmis izlenebilir 6zellikler i¢in, 1C001°de belirtilen disindaki malzeme ve cihazlar.

N

N

ot 1: 1C101 asagidakileri igerir:
a. Azaltilmis radar yansiticilik i¢in 6zellikle tasarlanan yapisal madde ve astarlar;
b. elektromanyetik tayfin mikrodalga kizil6tesi ya da morétesi bolgelerinde

azaltilmis ya da degistirilmis yansiticilik ya da yayim i¢in 6zellikle tasarlanan,
boyalar1 da i¢eren astarlar.
ot 2: 1C101 uydularin termal kontrolu i¢in 6zellikle kullanilan astarlari igermez.

Teknik not:
1C101°de ‘fiize’ 300 km’yi asan bir menzile sahip roket sistemleri ve insansiz havada
arag sistemleridir.

1C102

9A004'de belirtilen uzay mekikleri ya da 9A104'de belirtilen sonda roketleri i¢in

tasarlanan yeniden doygunlastirilmis pirolizlenmis karbon-karbon malzemeler.

1C107

a.
pum

1C007°de belirtilenler disindaki asagidaki benzeri grafit ve seramik maddeler:

288 K (15 °C)’de olgiilen 1.72 g/cm3 ya da daha biiyiik bir kitlesel yogunluga ve 100
ya da daha az bir tanecik biiyiikliigline sahip olan, asagidaki tiriinlerden birine

islenebilen yeniden giris ara¢ burun uglar ve roket pliskiirtme uglari igin kullanilabilen,
ince tane grafitler:

b.
vey
c.

GH
d.

1. 120 mm ya da daha biiyiik bir ¢apa ve 50 mm ya da daha biiyiik uzunluga sahip
silindirler;

2. 65 mm ya da daha biiyiik bir i¢ ¢apa, 25 mm ya da daha biiyiik bir duvar
kalinligma ve 50 mm ya da daha biiyiik uzunluga sahip tiipler;

3. 120 mm x 120 mm x 50 mm ya da daha biiyiik 6l¢iideki bloklar;

NOT: AYRICA 0C004'E BAKINIZ

Yeniden giris ara¢ burun uglar ve “fiize” piiskiirtme uclari i¢in kullanilabilen, pirolitik
a lifli takviyeli grafitler;

NOT: AYRICA 0C004'E BAKINIZ

"Fiize" radomlart i¢in kullanilabilen seramik kompozit maddeler (100 MHz ile 100

z aras1 herhangi bir frekansda 6'dan daha az dielektrik katsayis1);

"Fiize" burun uglari i¢in kullanilabilen kitlesel olarak islenebilen silisyum karbiir

takviyeli atesle islenmemis (unfired) seramik.

1C111

1C011°de belirtilenler disindaki, asagidaki benzeri tahrik ediciler ve tahrik edici

kimyasallart:

a.

Tahrik edici (propulsive) maddeler:
1. ISO 2591:1988 ya da ulusal egdegerlerine gore 200 um’nin altindaki
muntazam ¢apta parcaciklara sahip olan ve eger toplam agirligin en az %10’u 63
um’den kiicilik partikiillerden olusuyorsa, agirlikca %97 veya daha fazla bir
alliminyum muhtevasina sahip olan Askeri Mallarin Kontrolleri’nde belirtilenler
disindaki kiiresel aliiminyum tozu;
Teknik not:
63 um (ISO R-565)’lik bir partikiil biiytikligii, 250 mesh (ag) (Tyler) ya da 230
mesh (ag) (ASTM standart E-11)’e karsilik gelir.
2. Agirlikca %97 veya daha fazla asagidakilerden birini iceren, kiiresel, atomize
edilmis, kiiresellesmis, capaklanmis veya ufalanmis olan, Askeri Mallarin
Kontrolleri’nde belirtilenler disindaki 60 um’den kiiciik partikiil bityiikligiinde
metal yakitlar:



3.

4.

a. Zirkonyum;

b. Berilyum;

c Magnezyum; ya da

d Yukarida a ile ¢ arasinda belirtilen metallerin alasimlari;

Teknik not:

Zirkonyumdaki hafniyumun dogal igerigi (tipik olarak %2 ile %7) zirkonyumla

birlikte sayilir.

o op

Asagidaki benzeri sivi oksitleyici maddeler:

Diazot trioksit;

Azot dioksit/diazot tetroksit;

Diazot pentoksit;

Azot oksitlerinin karisimi (MON);
Teknik not:
Azot oksitlerinin karisimi (MON), Azot oksidin (NO) diazot tetroksit / azot
diksit (N,O4/NOy) icindeki fiize sistemlerinde kullanilabilen ¢ozeltileridir.
MONi veya MONjj olarak ifade edilebilen bir kompozisyon aralig1 mevcuttur.
(i ve j Azot oksidin karigim i¢indeki ytlizdesini temsil eder; 6rnegin MON3 %3
Azot oksit, MON25 %25 Azot oksit icerir. Ust stnir MON40, yani %40 azot
oksittir.)

Cekinik Kirmizi Bugulu Nitrik Asit (IRFNA)

ICIN ASKERI MALLARIN KONTROLU’NE BAKINIZ.

Diger halojenlerin, oksijenlerin veya azodun bir ya da daha

cogundan ve flordan olusan bilesikler

ICIN ASKERI MALLARIN KONTROLU’NE VE 1C238’E

BAKINIZ.
Roket yakiti olarak kullanilabilen, Askeri Mallarin Kontrolii’nde belirtilenler

disindaki hidrazin tiirevleri;
b. Polimerik malzemeler:

1.
2.

Karboksi-uglu polibiitadien (CTPB);
Askeri Mallarin Kontrolii’nde belirtilenler digindaki Hidroksi-ug¢lu polibiitadien

(HTPB);

3.
4.

polibutadien akrilik asit (PBAA);
polibutadien akrilik asit akrilonitril (PBAN);

c. Diger tahrik edici katki maddeleri ve kimyasallari:

1.

U L

FEge ThO A0 O

Karboranlar, dekaboranlar, pentaboranlar ve bunlarin tiirevleri
ICIN ASKERi MALLARIN KONTROLU’NE BAKINIZ;
Trietilen glikol dinitrat (TEGDN);

2-nitrodifenilamin;

trimetiloletan trinitrat(TMETN);

dietilen glikol dinitrat(DEGDN));

Asagidaki Ferrosen tiirevleri:

Katosen icin Askeri Mallarin Kontrolii’ne Bakiniz;
Etil ferrosen;

Propil ferrosen;

n-butil ferrosen i¢cin Askeri Mallarin Kontrolii’ne Bakiniz;
Pentil ferrosen;

Disiklopentil ferrosen;

Dicsiklohekzil ferrosen;

Dietil ferrosen;

Dipropil ferrosen;



] Dibutil ferrosen;

k. Dihekzil ferrosen;

1. Asetil ferrosen;

m. Ferrosen karboksilik asitler icin Askeri Mallarin Kontrolii’ne
Bakiniz;

n. Butasen icin Askeri Mallarin Kontrolii’ne Bakiniz;

0. Askeri Mallari Kontrolii’nde belirtilenler digindaki, roket tahrik

edicilerinin yanma oran degistiricileri olarak kullanilabilen diger ferrosen
tiirevleri.
Not: 1C111°de belirtilmeyen tahrik ediciler ve tahrik edici kimyasallar1 i¢cin Askeri
Mallarin Kontrolii’ne bakiniz.

1C116 293 K (20°C)’de 6l¢iilen 1,500 MPa ya da daha biiyiik u¢ ¢ekme mukavemetine sahip
olan, 5 mm’ye esit ya da daha diisiik et kalinligina sahip tabaka, plaka ya da boru formundaki
maryaglanma celikleri (yiiksek nikel, ¢cok diigiik karbon miktariyla ve yaslanma sertlesmesi
iiretmek i¢in ikame elementleri ya da ¢okeltilerinin kullanimiyla genellikle karakterize edilen
celikler).

NOT: AYRICA 1C216'YA BAKINIZ.

1C117 "Fiize" motor bilesenlerinin (Yani 1s1 kalkanlari, pliskiirtme ucu tabanlari, piiskiirtme
ucu bogazlar ve itme kuvveti vektor kontrol ylizeyleri) imali i¢in %97 ya da daha biiyiik
safliktaki 500 mikrometre ya da daha az ¢capli muntazam kiiresel ya da atomize edilmis
formdaki tungsten, molibden ve bu metallerin alagimlart.

1C118 Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan, titanyum-stabilize ¢ift paslanmaz ¢elik (Ti-
DSS):
a. Asagidaki 6zelliklerin tlimiine sahip olma:
1. agirlikca yiizde 17.0 - 23.0 krom ve agirlikca yiizde 4.5 - 7.0 nikel icerme;
2. agirlikca ylizde 0.10°den daha biiyiik bir titanyum igerigine sahip olma; ve
3. hacimsel olarak en azindan yiizde 10 ostenit olan (ASTM E-1181-87’ye ya da
ulusal karsiligina gore) ferritik ostenitik bir mikroyap1 (ayrica iki fazli bir mikroyap1
olarak da adlandirilir); ve
b. Asagidaki bigimlerden birine sahip olma:
1. her boyutta 100 mm ya da daha fazla biiyiikliige sahip kiilceler ya da ¢ubuklar;
2. 600 mm ya da daha fazla genislige ve bir 3 mm ya da daha az kalinliga sahip
levhalar; Ya da
3. 600 ya da daha fazla bir dis capa ve 3 mm ya da daha az bir duvar kalinligia
sahip tiipler.

1C202 1C002.b.3. ya da .b.4'de belirtilenler disindaki asagidaki alagimlar:

a. Asagidaki ozelliklerin her ikisine sahip aliiminyum alagimlar:
1. 293 K (20°C)’de 460 MPa ya da daha fazla bir u¢ ¢ekme mukavemetine
“yetenekli”’; Ve
2. 75 mm'den daha fazla bir dis ¢apa sahip tiip ya da silindirik kat1 bigimleri
(dovme formlar dahil) formunda olma;

b. Asagidaki 6zelliklerin her ikisine sahip titanyum alagimlar:
1. 293 K (20°C)’de 900 MPa ya da daha fazla bir u¢ cekme mukavemetine
“yetenekli”’; Ve
2. 75 mm'den daha fazla bir dig ¢apa sahip tiip ya da silindirik kat1 bigimleri
(dovme formlar dahil) formunda olma;



Teknik not:
“Yetenekli” alagimlar deyimi, 151l islem Oncesi ve sonrasindaki alagimlari kapsar.

1C210 1C010.a, b, ya da e’de belirtilenler disindaki asagidaki ‘lifli ya da filamanl maddeler’
ya da prepregler:
a. Asagidaki 6zelliklerden birine sahip karbon ya da aramid ‘lifli ya da filamanl
maddeler’:
1. 12.7x 10° m ya da daha biiyiik bir "zgiil moduli"; Ya da
2. 235x 10° mya da daha biiyiik bir "6zgiil gekme mukavemeti”;
Not: 1C210.a., agirlik¢a yilizde 0.25 ya da daha fazla ester esash lif ylizey degistirici
iceren aramid “lifli ya da filamanli maddeler”i kontrol etmez;
b. Asagidaki 6zelliklerin her ikisine sahip cam ‘lifli ya da filamanl maddeler’:
1. 3.18 x 10° m ya da daha biiyiik bir "6zgiil moduli"; Ya da
2. 76.2 x 10° m ya da daha biiyiik bir "6zgiil gekme mukavemeti”;
c. 1C210.a. ya da b’de belirtilen karbon ya da cam ‘lifli ya da filamanli maddeler’den
yapilan,15 mm ya da daha az genislikteki (prepregler), termoset re¢ine emdirilmis
araliksiz "iplikler”, "biikiimler" (rovings), "kitiklar” ya da “geritler”
Teknik not:
Recine kompozitin matrisini olusturur.
Not: 1C210°da, ‘lifli ya da filamanli maddeler’, araliksiz "monofilamentler"le, "iplikler”,
"biikiimler", "kitiklar” ya da “seritler”le sinirlidir.

1C216 293 K (20°C)’de olgiilen 2,050 MPa bir u¢ ¢ekme mukavemetine ‘yetenekli’,
1C116°da belirtilenler disindaki maryaslanma celikleri.
Not: 1C216 tiim dogrusal boyutlarin 75 mm ya da daha az oldugu formlar1 kontrol
etmez.
Teknik not:
“Yetenekli” maryaglanma ¢eligi deyimi, 1s1l iglem Oncesi ve sonrasindaki maryaglanma
celiklerini kapsar.

1C225 Boron-10 ('°B) izotopuyla dogal izotop degerinin iizerinde su sekillerde
zenginlestirilen boron: boron elementi, bilesikler, boron igeren karigimlar, bunlardan imal
edilenler, bunlarin herhangi birinin atik ya da hurdasi.

Not: 1C225'de, boronu iceren karisimlar boron yiiklii maddeleri kapsar.

Teknik not:

Boron-10 ('°B) izotopuyla dogal izotop degeri yaklasik agirlik¢a yiizde 18.5 (atom

olarak yiizde 20)’dir.

1C226 Asagidaki 6zelliklerin her ikisini saglayan tungsten, tungsten karbiir ve agirlikca
%90’dan daha fazla tungsten igeren alagimlar:

a. 100 mm ve 300 mm arasinda bir i¢ ¢apa sahip (silindir pargalar dahil) bos bir
silindirik simetriye sahip formlarda olma; ve
b. 20 kilogramdan daha biiyiik bir kitle.

Not: 1C226, agirliklar ya da gama-1sin1 kolimatdrleri/yonlendiricileri olarak 6zellikle
tasarlanan mamulleri kontrol etmez.

1C227 Asagidaki 6zelliklerin her ikisini saglayan kalsiyum:
a. Agirlik¢a milyonda 1,000 kisimdan az magnezyum dis1 metalik safsizlik
icerme; Ve
b. Agirlik¢a milyonda 10 kisimdan az boron igerme.



1C228 Asagidaki 6zelliklerin her ikisini saglayan magnezyum:
a. Agirlikca milyonda 200 kisimdan az kalsiyum dis1 metalik safsizlik igerme; Ve
b. Agirlik¢ca milyonda 10 kisimdan az boron icerme.

1C229 Asagidaki 6zelliklerin her ikisini saglayan bizmut:
a. Agirlik¢a %99.99 ya da daha biiyiik saflik; Ve
b. Agirlikga milyonda 10 kisimdan az giimiis icerme.

1C230 Berilyum metali, berilyumu agirlik¢a %50°den daha fazla iceren alagimlar, berilyum
bilesikleri, bunlarim mamulleri ve bunlarin herhangi birinin atik ya da hurdalari.
Not: 1C230 asagidakileri kontrol etmez:
a.  Rontgen makineleri ya da sonda deligi kesme cihazlar1 i¢in metal pencereler;
b.  ozellikle elektronik bilesen parcalar1 ya da elektronik devre tabanlari i¢in
islenmis ya da yar1 islenmis formlardaki oksit sekilleri;
c.  Zumriitler ya da mavimsi ziimriitler formundaki beril (berilyum ve aliiminyum
silikatlar1).

1C231 Hafniyum metali, hafniyumu agirlik¢a %60’dan daha fazla i¢eren alagimlar,
hafniyumu agirlik¢a %60’dan daha fazla igeren hatniyum bilesikleri, bunlarin mamulleri ve
bunlarm herhangi birinin atik ya da hurdalar1

1C232 Helyum-3 (*He), helium-3’ii igeren karisimlar ve bunlari igeren iiriinler ya da cihazlar.
Not: 1C232 1 g’dan az helyum-3 igeren iiriinler ya da cihazlar1 kontrol etmez.

1C233 Lityum-6 (°Li) izotopuyla dogal izotop degerinin iizerinde su sekillerde
zenginlestirilen lityum ve zenginlestirilmis lityumu igeren iirlinler ya da cihazlar: lityum
elementi, alagimlar, bilesikler, lityum igeren karisimlar, bunlardan imal edilenler, bunlarin
herhangi birinin atik ya da hurdasi.

Not: 1C233, 1s1lis1l dozimetreleri (toplam radyasyon dozunu kaydeden cihaz) kontrol

etmez.

Teknik not:

Lityum-6 izotopunun dogal izotop degeri yaklasik agirlik¢a ylizde 6.5 (atom olarak

ylizde 7.5)’dir.

1C234 Agirlikg¢a 500 kisim zirkonyuma 1 kisim hafniyumdan az hafniyum igeren asagidaki
benzeri zirkonyum: metaller, agirlik¢ca %50°den fazla zirkonyum iceren alagimlar, bilesikler,
bunlardan imal edilenler, bunlarin herhangi birinin atik ya da hurdasi.
Not: 1C234, 0.10 mm ya da daha az kalinliktaki folyo formundaki zirkonyumu kontrol
etmez.

1C235 Trityum, trityum bilesikleri, trityumun hidrojene atomlarina oraninin 1000°de 1’1
astig1 trityum igeren karigimlar ve bunlardan birini igeren iiriinler ya da cihazlar.
Not: 1C235, 1.48 x 10° GBq (40 Ci)’dan az trityum igeren iiriin ya da cihazlar1 kontrol
etmez.

1C236 10 giin ya da daha uzun, ancak 200 yildan kisa bir alfa yar1 6mriine sahip asagidaki
bigimlerdeki alfa-yayimlayan radyoniiklidler.
a. Element formu;



b. 37 GBg/kg (1 Ci/kg) ya da daha biiyiik bir toplam alfa etkinligine sahip
bilesikler;
c. 37 GBqg/kg (1 Ci/kg) ya da daha biiyiik bir toplam alfa etkinligine sahip
karigimlar;
d. Bunlardan herhangi birini i¢eren {iriinler ya da cihazlar.
Not: 1C236, 3.7 GBg/kg (1 Ci/kg)’dan az alfa etkinligine sahip {iirlin ya da cihazlar1
kontrol etmez.

1C237 Radyum-226 (***Ra), radyum-226 alagimlari, radyum-226 bilesikleri, radyum-226
igeren karisimlar, bunlarin mamulleri ile bunlardan herhangi birini igeren iiriin veya cihazlar.
Not: 1C237 asagidakileri kontrol etmez:
a. Tibbi aplikatorler;
b. 0.37 GBq (10 milikiiri)’den az radyum-226 iceren bir iiriin ya da cihaz.

1C238 Klor trifloriir (CIF3).

1C239 1.8 g/cm™ den biiyiik bir kristal yogunluguna ve 8,000 m/s’den daha biiyiik bir patlama
hizina sahip, Askeri Mallarin Kontrolleri’nde belirtilenler disindaki yiiksek patlayicilar, veya
bunlar agirlik¢a %2’den fazla iceren madde veya karigimlar

1C240 0C005°de belirtilenler digindaki asagidaki benzeri nikel tozu ve gbzenekli nikel metal:
a. Asagidaki 6zelliklerin her ikisini saglayan nikel toz:
1. Agirlikca %99.0 ya da daha biiyiik bir nikel saflik icerigi; Ve
2. Amerikan Deneme ve Malzeme Toplulugu (ASTM) B330 standardinca 6l¢iilen
10 mikrometreden kiigiik ortalama partikiil bityiikligii;
b. 1C240.a’da belirtilen maddelerden {iretilen gézenekli nikel metal.
Not: 1C240 asagidakileri kontrol etmez:
a. Filamanl nikel tozlar;
b. Tabaka basina 1,000 cm? ya da daha az bir alana sahip tek gozenekli nikel
tabakalar.
Teknik not:
1C240.b., yap1 boyunca birbirine bagl ince gdzeneklere sahip bir metal malzeme
olusturmak i¢in 1C240.a.daki maddeleri sikistirarak ve sinterleyerek sekillendirilen
gozenekli metallere atifta bulunur.

1C350 Zehirli kimyasal maddelerin onciilleri olarak kullanilabilen asagidaki benzeri
kimyasallar ve bunlardan birini ya da daha fazlasini igeren “kimyasal karigimlar”
NOT: AYRICA ASKERI MALLARIN KONTROLLERI VE 1C450'YE
BAKINIZ.

Tiyodiglikol (111-48-8);

Fosfor oksikloriir (10025-87-3);

Dimetil metilfosfonat (756-79-6);

Metil fosfonil difloriir (676-99-3)

ASKERI MALLARIN KONTROLLERI’NE BAKINIZ;

Metil fosfonil dikloriir (676-97-1);
Dimetil fosfit (DMP) (868-85-9);

Fosfor trikloriir (7719-12-2);

Trimetil fosfit (TMP) (121-45-9);
Tiyonil kloriir(7719-09-7);

0. 3-hidroksi-1-metilpiperidin (3554-74-3);
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N,N-Diizopropil-(beta)-aminoetil kloriir (96-79-7);

N,N-Diizopropil-(beta)-aminoetan tiyol (5842-07-9);

3-Kinuslidinol (1619-34-7);

Potasyum floriir (7789-23-3);

2-kloroetanol (107-07-3);

Dimetilamin (124-40-3);

Dietil etilfosfonat (78-38-6);

Dietil-N,N-dimetilfosforamidat (2404-03-7);

Dietil fosfit (762-04-9);

Dimetilamin hidrokloriir (506-59-2);

Etil fosfinil dikloriir (1498-40-4);

Etil fosfonil dikloriir (1066-50-8);

Etil fosfonil difloriir (753-98-0)

Hidrojen floriir (7664-39-3);

Metil benzilat (76-89-1);

Metil fosfinil dikloriir (676-83-5);

N,N-Diizopropil-(beta)-amino etanol (96-80-0);

Pinakolil alkol (464-07-3);

0O-Etil-2-diizopropilaminoetil metil fosfonit (QL) (57856-11-8);
ASKERI MALLARIN KONTROLLERI’NE BAKINIZ;

Trietil fosfit (122-52-1);

Arsenik trikloriir (7784-34-1);

Benzilik asit (76-93-7);

Dietil metilfosfonit (15715-41-0);

Dimetil etilfosfonat (6163-75-3);

Etil fosfinil difloriir (430-78-4);

Metil fosfinil difloriir(753-59-3);

3-Kinuslidon (3731-38-2);

Fosfor pentakloriir (10026-13-8);

Pinakolon (75-97-8);

Potasyum siyaniir (151-50-8);

Potasyum bifloriir (7789-29-9);

Amonyum hidrojen floriir veya amonyum bifloriir (1341-49-7);
Sodyum floriir (7681-49-4);

Sodyum bifloriir (1333-83-1);

Sodyum siyaniir (143-33-9);

Trietanolamin (102-71-6);

Fosfor pentasulfiir (1314-80-3);
Di-izopropilamin (108-18-9);
Dietilaminoetanol (100-37-8);

Sodyum sulfiir (1313-82-2);

Sulfur monokloriir (10025-67-9);

Sulfur dikloriir (10545-99-0);

Trietanolamin hidrokloriir (637-39-8);
N,N-Diizopropil-(Beta)-aminoetil klortir hidrokloriir (4261-68-1)
Metilfosfonic asit (993-13-5);

Dietil metilfosfonat (683-08-9);
N,N-Dimetilaminofosforil dikloriir (677-43-0);
Triizopropil fosfit (116-17-6);
Etildietanolamin (139-87-7);

b



60. 0,0-Dietil fosforotiyoat (2465-65-8);

61. 0,0-Dietil fosforoditiyoat (298-06-6);
62. Sodyum hekzaflorosilikat (16893-85-9);
63. Metilfosfonotiyoik dikloriir (676-98-2).

Not 1: 1C350, “Kimyasal Silah Konvansiyonuna Taraf Olmayan Devletler”e ihracat
icin, 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34,
.35, .36, .54, .55, .56, .57 ve .63 maddelerinde belirtilen, ayri sekilde belirtilmig
kimyasal maddelerin hig¢birinin, karigimin agirlik¢a %10’ undan daha fazlasini
meydana getirmedigi kimyasallarin bir ya da daha fazlasini iceren "kimyasal
karigimlar"1 kontrol etmez.

Not 2: 1C350, “Kimyasal Silah Konvansiyonuna Taraf Olan Devletler”e ihracat i¢in,
1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35,
.36, .54, .55, .56, .57 ve .63 maddelerinde belirtilen, ayr sekilde belirtilmis kimyasal
maddelerin higbirinin, karisimin agirlik¢ca %30’undan daha fazlasin1 meydana
getirmedigi kimyasallarin bir ya da daha fazlasini igeren "kimyasal karigimlar"
kontrol etmez.

Not 3: 1C350, 1C350 .2,.6,.7,.8,.9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38,
39, .40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 ve
.62 maddelerinde belirtilen kimyasallarin bir ya da daha fazlasini igeren, ayr sekilde
belirtilmis kimyasal maddelerin higbirinin, karigimin agirlik¢a %30’undan daha
fazlasini meydana getirmedigi "kimyasal karigimlar"1 kontrol etmez.

Not 4: 1C350, kisisel kulanim amacl perakende satis i¢in ya da ferdi kullanim igin
ambalajlanan tliketim mallar1 olarak tanimlanmus iiriinleri kontrol etmez.

1C351 Asagidaki insan patojenleri, hayvan esash viriisler (zoonozes) ve “toksinler”:
a. "{zole canli kiiltiir" formundaki veya bu tiir kiiltiirlerle kasten asilanmis ya da
kirlenmis olan canli malzemeyi iceren madde olan; dogal, gelistirilmis veya
degistirilmis asagidaki benzeri viriisler:
1. Chikungunya viriisii;

2. Kongo-Kirim kanamali humma viriisi;

3. Dengue humma viriisii;

4. Dogu at beyin iltihab1 (ensefalit) viriisii;

5. Ebola viriisii;

6. Hantaan viriisi;

7. Junin virisi;

8. Lassa humma viriisi;

9. Lymphocytic choriomeningitis (bir menenjit tiirii) viriisii;
10. Machupo viriisi;

11. Marburg viriisi;

12. Maymun frengisi viriisii;

13. Cokiik Vadisi (Rift-Valley) humma viriisi;

14. Kene-ay1 ensefalit viriisii (Rus Ilkbahar-Yaz ensefalit viriisii);
15. Variola viriisii;

16. Venezuella at beyin iltihab1 (ensefalit) viriisii;

17. Bat1 at beyin iltihab1 (ensefalit) viriisii;

18. Beyaz frengi;

19. Sar1t humma viriisii;

20. Japon beyin iltihabi viriis;

21. Kyasanur ormani viriisi;

22. Louping hasta viriisii;



23. Murray vadisi beyin iltihabi viriisi;

24, Omsk kanamali humma viriisi;

25. Oropouche viriisii;

26. Powassan virisii;

27. Rocio viriisi;

28. St Louis beyin iltihab1 viriisii;

29. Hendra viriisii (Equine morbillivirus);

30. Giliney Amerika kanamali hummasi (Sabia, Flexal, Guanarito);
31. Pulmonary & renal sendromu — kanamali humma viriisii

(Seul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre);

32. Nipah viriisii.
b. "{zole canli kiiltiir" formundaki veya bu tiir kiiltiirlerle kasten asilanmis ya da
kirlenmis olan canli malzemeyi iceren madde olan; dogal, gelistirilmis veya
degistirilmis asagidaki benzeri riketsia:

1. Coxiella burnetii;
2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);
3. Rickettsia prowasecki;
4, Rickettsia rickettsii;
c. "{zole canli kiiltiir" formundaki veya bu tiir kiiltiirlerle kasten asilanmis ya da

kirlenmis olan canli malzemeyi igeren madde olan; dogal, gelistirilmis veya
degistirilmis asagidaki benzeri bakteriler:

1. Bacillus anthracis;
2. Brucella abortus;
3. Brucella melitensis;
4, Brucella suis;
5. Chlamydia psittaci;
6. Clostridium botulinum;
7. Francisella tularensis;
8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
10. Salmonella typhi;
11. Shigella dysenteriae;
12. Vibrio cholerae;
13. Yersinia pestis;
14. clostridium perfringens epsilon’un toksin tireten tipleri;
15. Enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotipi O157 ve verotoksin
iireten diger serotipler.
d. Asagidaki benzeri "toksinler” ve "toksinlerin alt birimleri”:
1. Botulinum toksinleri;
2. Clostridium perfringens toksinleri,
3. Conotoksin;
4, Risin;
5. Saxitoksin;
6. Shiga toksin;
7. Staphylococcus aureus toksin;
8. Tetrodotoksin;
9. Verotoksin;
10. Microcystin (cyanginosin);
11. Aflatoksinler;
12. Abrin;



13. Kolera toksin;

14. Diasetoksiskirpenol toksin;
15. T-2 toksin;

16. HT-2 toksin;

17. Modeccin;
18. Volkensin;
19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin).

Not: 1C351.d., asagidaki kriterlerin hepsini saglayan iiriin formundaki botulinum
toksinleri veya konotoksinleri kontrol etmez:
1. Tibbi sartlarin tedavisinde insanlara ilag verilmek igin tasarlanan
eczacilik formiilasyonlari;
2. Tibbi iiriin olarak dagitim i¢in 6n ambalajli formda;
3. Tibbi iiriin olarak pazarlamak i¢in bir devlet otoritesince yetkili
kilinanlar formlar;
Not: 1C351 "agilar”1 ya da "imiinotoksinler"i kontrol etmez.

1C352 Asagidaki hayvan patojenleri:
a. "{zole canli kiiltiir" formundaki veya bu tiir kiiltiirlerle kasten asilanmis ya da
kirlenmis olan canli malzemeyi iceren madde olan; dogal, gelistirilmis veya
degistirilmis asagidaki benzeri viriisler:
1. Afrika domuzu humma viris;
2. Asagidaki 6zelliklerdeki kus gribi viriisii:
a. Karakterize edilmemis; Ya da
b. AB Direktifi 92/40/EC (O.J. L.16 23.1.92 p.19)’nde yiiksek patojenlige
sahip olarak tanimlanan, asagidaki sekilde:
1. 6 haftalik tavuklarda IVPI (damar i¢i patojenlik indisi) degeri 1.2’den
daha biiyiik olan Tip A viriisler; Ya da
2. Niikleotid siralamasmin hemaglutinin’in b6liinme noktasinda ¢oklu
temel amino asitleri gdsterdigi HS ya da H7 alt tiiriindeki Tip A viriisler;
Bluetongue/mavi-dil viriisi;
Aft hummasi/ ayak ve agiz hastalig1 viriist;
Keci frengisi viriisi;
Domuz uguk viriisii (Aujeszky hastaligi);
Domuz hummasi viriisii (domuz kolerasi viriis);
Kuduz virisii;
9. Newcastle hastalig1 viriisii;
10. gevis getiren vebas1 viriisii (Peste des petits ruminants);
11. Domuz enteroviriisii tip 9 (domuz kabarcikli hastalig1 viriisii);
12.  Sigir vebasi viriisi;
13. Koyun frengisi viriisii;
14. Teschen hastalig1 viriisii;
15. Kabarcikli agiz iltihabi viriisii;
16. Topakl cilt hastalig1 viriis;
17. Afrikali at hastalig1 virtisii.
b. "{zole canli kiiltiir" formundaki veya bu tiir kiiltiirlerle kasten asilanmis ya da
kirlenmis olan canli malzemeyi igeren madde olan; dogal, gelistirilmis veya
degistirilmis asagidaki benzeri Mikoplazma mikoitler (Mycoplasma mycoides).
Not: 1C352 "as1y1” kontrol etmez.

XNk

1C353 Asagidaki benzeri genetik unsur ve genetik olarak degistirilmis organizmalar:



a. 1C351.a.ile 1C352 ya da 1C354'te belirtilen, organizma patojenligiyle iliskili niikleik
asit siralar1 iceren genetik unsurlar ya da genetik olarak degistirilen organizmalar;

b. 1C351.d’de belirtilen "toksinler”in herhangi biri ya da bunlara ait "toksin alt iiniteleri’
icin kodlu niikleik asit siralar1 igeren genetik unsurlar ya da genetik olarak degistirilen
organizmalar.

Teknik not:

1. Genetik unsurlar, genetik olarak degistirilse de degistirilmese de inter alia,
kromozomlar, genomlar, plazmidler, transpozonlar and vektorleri igerir.

2. 1C351.a. ile c. arasinda veya 1C352 ya da 1C354°de belirtilen mikro organizmalardan
herhangi birinin patojenligiyle iliskili niikleik asit serileri, asagidaki 6zelliklere sahip
belirtilen mikro organizmaya 6zel her tiirli seri anlamina gelir:

)

a. Kendi i¢inde ya da kopyalanan veya doniistiiriilen {iriinleri vasitasiyla insan,
hayvan veya bitki sagligina 6nemli zarar gésterme; veya
b. belirtilen mikroorganizmanin ya da i¢ine yerlestirilebilecegi ya da

konulabilecegi bir baska organizmanin insan, hayvan veya bitki sagligina ciddi zarara
sebep olma yetenegini gelistirdiginin bilinmesi.
Not: 1C353, verotoksin ya da onun alt tiniteleri i¢in kodlananlar diginda,
enterohaemorrhagic escherichia coli serotip O157 ve diger verotoksin iiretici siralarin
patojenligiyle iliskili niikleik asit siralarina uygulanmaz.

1C354 Asagidaki benzeri bitki patojenleri:
a. "{zole canli kiiltiir" formundaki veya bu tiir kiiltiirlerle kasten asilanmis ya da
kirlenmis olan canli malzemeyi igeren madde olan; dogal, gelistirilmis veya
degistirilmis asagidaki benzeri viriisler:
1. And Patatesi gizli timovirusii;
2. Patates ig yumru viroidi;

b. "{zole canli kiiltiir" formundaki veya bu tiir kiiltiirlerle kasten asilanmis ya da
kirlenmis madde olan; dogal, gelistirilmis veya degistirilmis agagidaki benzeri
bakteriler:

1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas campestris pv. citri tip A,B,C,D,E olarak adlandirilan, ya da bir
baska deyisle Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia veya
Xanthomonas campestris pv. Citrumelo olarak siniflandirilan soylar1 igeren
Xanthomonas campestris pv. Citri.
3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);
4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium
michiganensis subsp. Sepedonicum ya da Corynebacterium Sepedonicum);
5. Ralstonia solanacearum Irk 2 ve 3 (Pseudomonas Solanacearum Irk 2 ve 3 ya
da Burkholderia solanacearum Irk 2 ve 3);
c. "{zole canli kiiltiir" formundaki veya bu tiir kiiltiirlerle kasten asilanmis ya da
kirlenmis madde olan; dogal, gelistirilmis veya degistirilmis asagidaki benzeri mantar:
Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
Microcyclus ulei (esanlamlis1 Dothidella ulei);
Puccinia graminis (esanlamlis1 Puccinia graminis f. sp. tritici);
Puccinia striiformis (esanlamlis1 Puccinia glumarum);
Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).
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1C450 Asagidaki benzeri toksik kimyasal maddeler ve toksik kimyasal onciiller, ve bunlardan
birini ya da daha fazlasini iceren "kimyasal karigim":
NOT: AYRICA 1C350, 1C351.D MADDELERINE VE ASKERI MALLARIN
KONTROLU’NE BAKINIZ.
a. Asagidaki benzeri toksik kimyasal maddeler:

1. Amiton: O,0-Dietil S-[2-(dietilamino)etil] fosforotiyolat (78-53-5) ve karsilik

gelen alkillenmis ya da protonlanmis tuzlar;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafloro-2-(triflorometil)-1-propen (382-21-8);

3. BZ: 3-Kinuslidinil benzilat (6581-06-2);

ICIN ASKERi MALLARIN KONTROLU’NE BAKINIZ.

4. Fosgen: Karbonil dikloriir (75-44-5);

5. Siyanojen kloriir (506-77-4);

6. Hidrojen siyaniir (74-90-8);

7. Kloropikrin: Trikloronitrometan (76-06-2);

Not 1: 1C450, “Kimyasal Silah Konvansiyonuna Taraf Olmayan Devletler’e
ihracat i¢in, 1C450.a.1 ve .a.2 maddelerinde belirtilen, ayn sekilde belirtilmis
kimyasal maddelerin hi¢birinin, karigimin agirlikca %1’inden daha fazlasini
meydana getirmedigi kimyasallarin bir ya da daha fazlasini iceren "kimyasal
karisimlar"1 kontrol etmez.

Not 2: 1C450, “Kimyasal Silah Konvansiyonuna Taraf Olan Devletler”’e ihracat
icin, 1C450.a.1 ve .a.2 maddelerinde belirtilen, ayr1 sekilde belirtilmis
kimyasal maddelerin hig¢birinin, karigimin agirlik¢a %30’ undan daha fazlasini
meydana getirmedigi kimyasallarin bir ya da daha fazlasini iceren "kimyasal
karigimlar"1 kontrol etmez.

Not 3: 1C450, 1C450.a.4, .a.5, .a.6 ve .a.7 maddelerinde belirtilen kimyasallarin
bir ya da daha fazlasini igeren, ayn sekilde belirtilmis kimyasal maddelerin
hi¢birinin, karigimin agirlikca %30’undan daha fazlasin1 meydana getirmedigi
"kimyasal karigimlar"i kontrol etmez.

b. Asagidaki benzeri toksik kimyasal onciilleri:

1. Bir metil, etil ya da propil (normal ya da iso) grubuna bagli olan bir fosfor

atomu igeren, ancak ilave bir karbon atomu igermeyen, Askeri Mallarin

Kontrolii’nde belirtilenler ya da 1C350°dekiler disindaki kimyasal maddeler.

Not: 1C450.b.1 Fonofos’u kontrol etmez: O-Etil S-fenil
etilfosfonotiyolotiyonat (944-22-9);

2. N,N-Dialkil [metil, etil veya propil (normal ya da iso)] fosforamidik

dihalojeniirler;

3. 1C350'de belirtilen Dietil-N,N-dimetilfosforamidat disindaki dialkil [metil, etil

veya propil (normal veya iso)] N,N-dialkil [metil, etil ya da propil (normal ya da

iso)]-fosforamidatlar;

4. N,N-Dialkil [metil, etil ya da propil (normal veya iso)] aminoetil-2-kloriirler ve

1C350°de belirtilen N,N-Diizopropil-(beta)-aminoetil kloriir veya N,N-

Diizopropil-(beta)-aminoetil kloriir hidrokloriir disindaki karsilik gelen

protonlanmis tuzlar;

5. N,N-Dialkil [metil, etil ya da propil (normal veya iso)] aminoetan-2-oller ve

1C350’de belirtilen N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetanol (96-80-0) ve N,N-

Dietilaminoetanol (100-37-8) disindaki karsilik gelen protonlanmis tuzlar;

Not: 1C450.b.5. asagidakileri kontrol etmez:
a.  N,N-Dimetilaminoetanol (108-01-0) ve karsilik gelen protonlanmis
tuzlar;
b.  N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8)’iin protonlanmis tuzlari;



6. N,N-Dialkil [metil, etil veya propil (normal ya da iso)] aminoetan-2-tiyoller ve
1C350’de belirtilen N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetan tiyol disindaki karsilik
gelen protonlanmis tuzlar

7. Etildietanolamin (139-87-7) i¢in 1C350'ye bakiniz;

8. Metildietanolamin (105-59-9).

Not 1: 1C450, “Kimyasal Silah Konvansiyonuna Taraf Olmayan Devletler’e
ithracat i¢in, 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. ve .b.6. maddelerinde belirtilen,
ayr1 sekilde belirtilmis kimyasal maddelerin higbirinin, karigimin agirlik¢a
%10’undan daha fazlasin1 meydana getirmedigi kimyasallarin bir ya da daha
fazlasini igeren "kimyasal karigimlar"i kontrol etmez.

Not 2: 1C450, “Kimyasal Silah Konvansiyonuna Taraf Olan Devletler”e ihracat
icin, 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. ve .b.6. maddelerinde belirtilen, ayri
sekilde belirtilmis kimyasal maddelerin hicbirinin, karisimin agirlikga
%30’undan daha fazlasin1 meydana getirmedigi kimyasallarin bir ya da daha
fazlasii igeren "kimyasal karigimlar"1 kontrol etmez.

Not 3: 1C450, 1C450.b.8 maddesinde belirtilen kimyasallarin bir ya da daha
fazlasini igeren, ayri sekilde belirtilmis kimyasal maddelerin higbirinin,
karisimin agirlik¢a %30 undan daha fazlasin1 meydana getirmedigi "kimyasal
karisimlar"i kontrol etmez.

Not: 1C450, kisisel kullanim amacl perakende satis i¢in veya ferdi kullanim igin

ambalajlanmus tiiketim mali olarak tanimlanan tirtinleri kontrol etmez.

1D Yazilim

1D001 1B001 ile 1B003 arasinda belirtilen ekipmanin "gelistirilmesi", "iiretimi" ya da
"kullanim"1 i¢in 6zellikle tasarlanan ya da degistirilen "yazilim".

1D002 Organik "matris", metal "matris" ya da karbon "matris" laminat ya da
"kompozitler"inin "gelistirilmesi" igin "yazilim".

1D101 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 ya da 1B119’da belirtilen mamullerin
"kullanim"1 i¢in 6zellikle tasarlanip modifiye edilen "yazilim".

1D103 Radar yansiticiligi, mor 6tesi/kizil 6tesi imzalar ve akustik imzalar gibi azaltilmis
izlenebilir 6zelliklerin analizi i¢in 6zellikle tasarlanan "yazilim".

1D201 1B201'deki belirtilen mamullerin "kullanim"1 i¢in 6zellikle tasarlanan "yazilim".
1E Teknoloji

1E001 1A001.b., 1A001.c., IA002 ile 1A005 arasinda, 1B veya 1C’de belirtilen ekipman ya
da maddelerin "gelistirilmesi" veya "iiretim"i i¢cin Genel Teknoloji Notu’na gore "Teknoloji".

1E002 Asagidaki benzeri diger "teknoloji":
a. Polibenzotiyazoller ya da polibenzoksazollerin "gelistirilmesi" ya da "liretim"i
icin "teknoloji";
b. En azindan bir vinileter monomeri igeren floroelastomer bilesiklerinin
"gelistirilmesi" ya da "iiretim"i i¢in "teknoloji";
c. Asagidaki temel malzemelerin ya da "kompozit" olmayan seramik
malzemelerin tasarim ve "iiretim"1 i¢in "teknoloji":



1.  Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan temel malzemeler:

a. Asagidaki kompozisyonlardan biri:
1. Zirkonyumun tekli veya karmasik oksitleri ve silisyum ya da
aliminyumun karmasik oksitleri;
2. Boronun tek nitriirleri (kiibik kristal formlar1);
3. Silisyum ya da boronun tek ya da karmasik karbiirleri; Ya da
4. Silisyumun tek ya da karmasik nitriirleri;

b. Kasitl ilave disinda, agsagidakilerden daha az toplam metalik safsizlik:
1. Tek oksitler ya da karbiirler i¢in 1,000 ppm; Ya da
2. Karmasik bilesikler veya tekli nitriirler i¢in 5,000 ppm; Ve

c. Asagidakilerden birinin saglanmas:
1. 1 um ya da daha az ortalama partikiil bilyiikliigiine sahip olan ve

5 um’den biiytik partikiillerin, partikiillerin %10’undan fazla olmadig1
zirkon tozu;
2. 5 pm ya da daha az ortalama partikiil biiyiikliigiine sahip olan ve
10 um’den biiyiik partikiillerin, partikiillerin %10’ undan fazla olmadig1
diger temel malzemeler; Ya da
3. Asagidakileri 6zelliklerin tiimiine sahip olma:
a.  5'i asan uzunluk/kalinlik oranina sahip plakaciklar (platelet);
b. 2 um’den kii¢iik ¢aplar i¢in uzunluk/¢ap orani 10'u asan kilsilar
(whiskers); ve
c. 10 um’den az captaki araliksiz ya da kesik elyaf;
2. 1E002.c.1'de tarif edilen maddelerden olusan "kompozit" olmayan seramik

malzemeler;
Not: 1E002.c.2. agindiricilarin tasarim ya da tiretimi i¢in "teknoloji"yi kontrol
etmez.
d. Aromatik poliamid lifin "iiretim"i i¢in "teknoloji";
e. 1C001'de belirtilen malzemelerin montaj, bakim ya da tamiri i¢in "teknoloji";
f. "Kompozit" yapilarin, laminatlarin ya da 1A002, 1C007.c. ya da 1C007.d’de

belirtilen maddelerin tamiri i¢in "teknoloji".
Not: 1E002.f., hava tasit1 imalat¢ilarinin el kitabinda bulunan, karbon "lifli ya da
filamanli malzemeler”i ve epoksi regineleri kullanan "sivil hava tagit1" yapilarinin
tamiri i¢in "teknoloji"yi kontrol etmez

1E101 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 to 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 to
1C117, 1D101 veya 1D103’de belirtilen iiriinlerin "kullanimi1" i¢in Genel Teknoloji Notu’na
gore "teknoloji”

1E102 1D001, 1D101 veya 1D103de belirtilen "yazilim"in "gelistirilme"si i¢in Genel
Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".

1E103 "Kompozitler"in ya da kismen iglenmis "kompozitler"in "tiretim"i i¢in otoklavlarda
veya hidroklavlarda sicakligin, basincin ya da ortamin diizenlenmesi i¢in "teknoloji".

1E104 1,573 K (1,300°C) ile 3,173 K (2,900°C) arasindaki sicaklik araliginda 130 Pa ile 20
kPa arasinda bozunan 6nciil gazlardan, kalip, mandrel ya da bir bagka taban iizerinde olusan
pirolitik olarak tiiretilen maddelerin "iiretimi"yle baglantili "teknoloji".
Not: 1E104 6nciil gaz kompozisyonlari, akis hizlar ve islem kontrol planlariyla
parametreleri icin "teknoloji"yi igerir.



1E201 1A002, 1A202, 1A225 to 1A227, 1B201, 1B225 ile 1B233 arasinda, 1C002.b.3. ya da
.b.4.,1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 ile 1C240 arasinda veya 1D201°de belirtilen
mallarin “kullanim™ i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "Teknoloji".

1E202 1A202 veya 1A225 ile 1A227 arasinda belirtilen mallarin “kullanim™ ve
“gelistirilmesi” i¢in Genel Teknoloji Notu’na goére "Teknoloji".

1E203 1D201°de belirtilen “yazilim”in “gelistirilmesi” i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore
"Teknoloji".



KATEGORI 2 - MALZEMELERIN ISLENMESI
2A  Sistemler, Ekipman ve Bilesenler
NOT: Sessiz ¢alisan yataklar i¢in, Askeri Mallarin Kontrolleri’ne bakiniz.

2A001 Asagidaki benzeri siirtlinme 6nleyici yataklar ve yataklama sistemleri ile bunlarin
bilesenleri:
Not: 2A001, ISO 3290’a gore derece 5 ya da daha kotii olarak imalatgi tarafindan belirtilen
toleransh bilyeleri kontrol etmez.
a. 1SO 492 Tolerans Sinift 4 (ya da ANSI/ABMA Std 20 Tolerans Sinifi ABEC-7 veya
RBEC-7, veya diger ulusal karsiliklar1)’e, ya da daha iyisine uygun olarak imalat¢1 tarafindan
belirtilen tiim toleranslara sahip olan ve monel ya da berylliumdan yapilan ringlere ve bilyeli
elemanlara (ISO 5593) sahip bilyal1 yataklar ve kati rulmanlar;
Not: 2A001.a. konik rulmanlar1 kontrol etmez.
b. ISO 492 Tolerans Sinifi 2 (ya da ANSI/ABMA Std 20 Tolerans Sinift ABEC-9 veya
RBEC-9, veya diger ulusal karsiliklari)’e, ya da daha iyisine uygun olarak imalat¢1 tarafindan
belirtilen tiim toleranslara sahip olan diger bilyal1 yataklar ve kati rulmanlar;
Not: 2A001.a. konik rulmanlar1 kontrol etmez.
c. Asagidakilerden birini kullanan aktif manyetik yataklama sistemleri:
1. 2.0 T ya da daha biiyiik aki yogunluguna veya 414 MPa’dan daha biiyiik
akma/stinme mukavemetine sahip maddeler;
2. Mantiksal siiriiciiler i¢in, tiimii elektromanyetik 3D eskutuplu 6ngerilim
tasarimlari; ya da
3. yiiksek sicaklik (450 K (177°C) ve tizeri) konum sensorleri.

2A225 Sivi aktinit maddelere dayanikli malzemeden yapilan asagidaki benzeri potalar:
a. Asagidaki 6zelliklerin her ikisini saglayan potalar:
1. 150 cm’ ve 8,000 cm” arast hacim; Ve
2. Agirlikga %98 ya da daha biiylik bir safliga sahip asagidaki maddelerin birinden
yapilma ya da onlarla kaplanma:

a. kalsiyum floriir (CaF,);

kalsiyum zirkonat (metazirkonat) (CaZrOs);

Seryum sulfit (Ce,S3);

Erbiyum oksit (erbia) (Er,053);

Hafniyum oksit (hafnia) (HfO,);

Magnezyum oksit (MgO);

. Nitriirlenmis Niyobium titanyum tungsten alagimi (yaklasik olarak %50 Nb,
%30 Ti, %20 W);

h. Yitriyum oksit (yttria) (Y,03); veya

1. Zirkonyum oksit (zirkonya) (ZrO,);

b. Asagidaki 6zelliklerin her ikisini saglayan potalar:
1. 50 cm’ ve 2,000 cm” arast hacim; Ve
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2. Agirlikea %99.9 ya da daha biiyiik bir safliga sahip tantalla yapilma ya da onlarla
astarlanma;

c. Asagidaki 6zelliklerin tiimiinii saglayan potalar:
1. 50 cm® ve 2,000 cm’ arasi hacim; Ve
2. Agirlikea %98 ya da daha biiylik bir safliga sahip tantalla yapilma ya da onlarla
astarlanma; ve
3. Tantal karbiirle, nitriirle, boriirle ya da bunlarin kombinasyonuyla kaplanma.

2A226 Asagidaki 6zelliklerin tiimiinii saglayan vanalar:

2B

a. 5 mm ya da daha biiyiik ‘anma biiyiikligi’;
b. Koriikli salmastraya sahip olma; Ve
c. Alliiminyum, aliminyum alasimi, nikel ya da agirlik¢a %60dan daha fazla nikel iceren
nikel alagimindan tamamen yapilma ya da astarlanma..
Teknik not:
Farkl1 giris ve ¢ikis caplarina sahip vanalar igin, 2A226'daki ‘anma biiyiikliigii’ en kiigiik
capa atifta bulunur.

Test, Muayene ve Uretim Ekipmam

Teknik not:
1. Ikincil paralel kontur (tesviye) eksenleri (6rnegin yatay sondaj milindeki w-ekseni
ya da merkez hatt1 birincil doner eksene paralel olan ikincil bir doner eksen), toplam
kontur (tesviye) eksenleri sayisi i¢inde hesaba katilmaz. Doner eksenlerin 360°nin
istiinde donmesi gerekmez. Bir doner eksen bir dogrusal aletle harekete gecirilmis
olabilir (6rnegin Bir vida ya da bir kremayer disli).
2. 2B’nin amaglar i¢in, "tesviye kontrolii" i¢in ayn1 eszamanli olarak koordine
edilebilen eksenlerin sayisi, par¢anin islenmesi sirasinda, eksen boyunca ya da
cevresinde eszamanli veya birbiriyle bagintili devinimlerin parca ve alet arasinda
gerceklestirildigi eksenlerin sayisidir. Bu, eksen boyunca ya da ¢evresinde makine
icerisindeki agagidaki benzeri diger goreceli hareketlerin gerceklestirildigi herhangi bir
ilave ekseni icermez:

a. Taslama makinelerinde cark-tesviyeleme sistemleri;
b. Ayr1 pargalarin montesi i¢in tasarlanan paralel doner eksenler;
c. Ayni parcayi farkli uglardan bir torna aynasi i¢inde tutarak

yonlendirmek/diizenlemek i¢in tasarlanan es-dogrusal doner eksenler.
3.  Eksen isimlendirmesi, ISO 841, ‘Numerik Kontrol Makineleri - Eksen ve Devinim
Isimlendirmesi’ uluslararasi standardina uygun olacaktir.
4. 2B001 ile 2B009 arasindaki maddlerin amaglari i¢in, "egilme mili" bir doner eksen
olarak sayilir.
5. 1SO 230/2 (1988)' ya da ulusal karsiliklarina gore yapilan 6lgiimlerden tiiretilen
beyan edilmis dogruluk diizeyleri, ayr1 makine testleri yerine her isleme makine modeli
icin kullanilabilir. Beyan edilmis dogruluk, makine modelinin dogrulugunun temsilcisi
olarak ihracat¢inin tayin edildigi Uye Ulkenin yetkili makamlarinca temin edilen
dogruluk degeridir.
Beyan Edilmis Degerlerin Tespiti

a. Degerlendirilecek modelden bes makine segin;



b. 1SO 230/2 (1988)"" ye gére dogrusal eksen dogrulugumu Slgiin;

c. Makinenin her ekseni i¢in A-degerlerini tespit edin. A-degerini hesaplama
yontemi ISO standardinda belirtilmistir;

d. Her eksende A-degerinin Ortalama degerini tespit edin. Bu A ortalama
degeri, model i¢in her eksenin beyan edilen degeri haline gelir (Ax Ay...).

e. Kategori 2 listesi her dogrusal eksene atifta bulundugundan, dogrusal eksen
sayisinca beyan edilen deger olacaktir;

f. 2B001.a. ile 2B001.c. arasinda veya 2B201’de kontrol edilmeyen bir

makine modelinin herhangi bir ekseni, taglama makinelerinde 6 mikronluk ve A
torna/freze makinelerinde 8 mikronluk ya da daha iyi beyan edilen bir dogruluga (A)
sahipse, imalat¢inin her onsekiz ayda bir kez dogruluk diizeyini tekrar dogrulamasi
gerekir.

2B001 Metalleri, seramikleri ya da "kompozitler"i ¢ikarmak (ya da kesmek) i¢in, imalat¢inin
teknik sartnamesine gore "numerik kontrol" i¢in elektronik cihazlarla donatilabilen isleme
makineleri ya da bunlarin herhangi bir kombinasyonu, ve 6zellikle tasarlanan asagidaki
bilesenler:

NOT: AYRICA 2B201'E BAKINIZ.

Not 1: 2B001 dislilerin imal1 i¢in 6zel amagli imalat aletlerini kontrol etmez. Bunun gibi

makineler i¢in 2B003'e bakiniz.

Not 2: 2B001 asagidaki parcalardan birinin imal1 i¢in 6zel amagli imalat aletlerini

kontrol etmez:

a. Krank milleri ya da kama milleri;

b. Araglar ya da kesiciler;

c. Extruder sonsuz vidalari;

d. Islemeli ya da traslanmis miicevherat parcalari.

Not 3: Tornalama, frezeleme ya da taglama yeteneklerinin ii¢clinden en azindan ikisine
sahip olan (6rnegin frezeleme yapabilen torna makinesi) 2B001.a., b. or c.
maddelerinden uygulanabilen her birine gore degerlendirilmelidir.
a. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip torna i¢in imalat aletleri:
1. 1SO230/2 (1988) e ya da ulusal karsiligima gore, herhangi bir dogrusal eksen
boyunca 6 um veya daha az (daha iyi) olan “tiim kompenzasyonlar dahil”
konumlandirma dogrulugu; Ve
2. "Tesviyeleme kontrolii" i¢in eszamanli olarak koordine edilebilen iki ya da daha
fazla eksen,;
Not: 2B001.a kontakt lenslerin {iretimi i¢in 6zellikle tasarlanan torna makinelerini
kontrol etmez.
b. Asagidaki 6zelliklerin herhangi birine sahip olan freze makineleri:
1.  Asagidakilerin tiimiinii saglama:
a. ISO 230/2 (1988) ’ye ya da ulusal karsiligina gore, herhangi bir dogrusal
eksen boyunca 6 um veya daha az (daha iyi) olan “tiim kompenzasyonlar dahil”
konumlandirma dogrulugu; Ve
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b. "Tesviyeleme kontrolii" i¢in eszamanli olarak koordine edilebilen ii¢
dogrusal eksen art1 bir doner eksen;
2. "Tesviyeleme kontrolii" i¢in eszamanli olarak koordine edilebilen bes ya da daha
fazla eksen;
3. IS0 230/2 (1988) e ya da ulusal karsiligina gére, herhangi bir dogrusal eksen
boyunca 4 um veya daha az (daha iyi) olan “tiim kompenzasyonlar dahil” hassas
matkaplar i¢in konumlandirma dogrulugu; Veya
4.  Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip testere freze makineleri:
a. 0.0004 mm TIR’dan az (daha iyi) mil "sizmas1" ve "hareketi"; Ve
b. 300 mm hareketten fazla TIR da, 2 saniyelik arkdan az (daha iyi) kayma
hareketinin agisal sapmasi (yalpalama, dalgalanma).
c. Asagidaki 6zelliklerin herhangi birine sahip taglama amacli imalat aletleri:
1. Asagidakilerin tiimiine sahip olma:
a. ISO 230/2 (1988) e ya da ulusal karsihigina gore, herhangi bir dogrusal
eksen boyunca 4 um veya daha az (daha iyi) olan “tlim kompenzasyonlar dahil”
konumlandirma dogrulugu; Ve
b. "Tesviyeleme kontrolii" i¢in eszamanli olarak koordine edilebilen {i¢ ya da
daha fazla eksen; Ya da
2. "Tesviyeleme kontrolii" i¢in eszamanli olarak koordine edilebilen bes ya da daha
fazla eksen;
Not: 2B001.c. asagidaki taslama makinalarini kontrol etmez:
1. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan silindirik dis, i¢ ve dis-i¢ taslama

makineleri :
a. Silindirik taglamayla sinirl olanlar; ve
b. 150 mm dis ¢ap ya da uzunlukta en yiiksek is kapasitesiyle sinirlt olanlar.

2. ISO 230/2 (1988) "¢ ya da ulusal karsiligia gore, 4 pm veya daha az (daha iyi)
olan “tiim kompenzasyonlar dahil” konumlandirma dogruluguna sahip, z-ekseni veya
bir w-ekseni olmayan hassas taglayicilar olarak 6zellikle tasarlanan makineler
3. Yiizey taglayicilar.
d. "Tesviyeleme kontrolii" i¢in eszamanli olarak koordine edilebilen iki ya da daha fazla
doner eksene sahip tel tipi olmayan elektrik desarj makineleri (EDM).
e. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip metalleri, seramikleri ya da “kompozitleri”
kaldirmak i¢in imalat aletleri:
1. Asagidakilerden biri araciligiyla malzemeyi kaldirma:

a. Asindirict katki maddelerini kullanan su ya da diger siv1 jetleri;
b. Elektron demedi; Ya da
C. "lazer" 151n1; Ve
2. Iki ya da daha fazla doner eksene sahip olma:
a. "tesviyeleme kontrolii" i¢in eszamanl koordine edilebilme; Ve
b. 0.003°den daha az (daha 1yi) bir konumlandirma dogruluguna sahip olma;
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f. 5,000 mm’yi asan bir en fazla delik- derinligi yetenegine sahip olan derin-delik-matkap
makineleri ve derin-delik-delme i¢in modifiye edilen torna makineleri ve bunlara ait 6zellikle
tasarlanan bilesenler.

2B002 Manyetoreolojik isleme (MRF) islemi kullanan, kiiresel olmayan yiizeyler liretmek tlizere
techiz edilen ve asagidaki 6zelliklerden herhangi birine sahip olan numerik kontrollii imalat
aletleri:

a. Formu 1.0 pm’dan az (daha iyi) bir piirtizliiliige isleme; Ya da

b. Formu 100 nm rms’den az (daha iyi) bir piirtizlillige isleme.

Teknik not:

2B002’nin amaglar1 i¢cin, MRF, vizkozitesi manyetik alanla kontrollii olan agindirict manyetik

akici kullanan bir madde kaldirma islemidir.

2B003 AGMA 14 ya da daha 1yi bir kaliteye (ISO 1328 siif 3’e esdeger) islenen, 1,250 mm’yi
asan yiv ¢apina ve yiv ¢apinin %151 veya daha biiylik bir yiizey genisligine sahip sertlestirilmis
(R¢ =40 veya daha fazla) ¢ikintili, helisli ve ¢ift-helisli dislilerin tiraglanmasi, islenmesi,
taglanmasi ya da honlanmasi i¢in 6zellikle tasarlanan “numerik kontrolli" ya da elle kullanilan
aletler ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler, kontroller ve aksesuarlar.

2B004 Asagidakilerin tiimiine sahip olan sicak "izostatik presler” ve bunlara ait 6zellikle
tasarlanan bilesenler ve aksesuarlar:
NOT: AYRICA 2B104 VE 2B204'E BAKINIZ.
a. 406 mm ya da daha fazla i¢ ¢aptaki kapali oyuk i¢inde ve hazne oyugu i¢indeki kontrolli
bir termal ¢evre; ve
b. Asagidakilerden biri:
1. 207 MPa’1 asan bir en yiiksek caligsma basinct;
2. 1,773 K (1,500°C)’1 asan bir kontrollii termal ¢evre; ya da
3. Hidrokarbon emdirme ve sonugcta olusan gaz degradasyon iiriinlerinin alinmasi
i¢in bir vasita.
Teknik not:
I¢ hazne 6l¢iisii, hem ¢alisma sicakligi hem ¢alisma basincinin elde edildigi ve baglanti
parcalar1 icermeyen hazneye aittir. Bu 6l¢ii, hangisinin digeri i¢ine yerlestirildigine bagh
olarak, basing haznesinin i¢ ¢apindan veya yalitilmis ocak haznesinin i¢ capindan daha
kiigiik olacaktir.
NOT : Ozellikle tasarlanan kaliplar, kalip karsiliklar1 ve makineler i¢in, 1B003, 9B009 ve
Askeri Mallarin Kontrolleri’ne bakiniz.

2B005 Elektronik-dis1 tabanlar i¢in asagidaki benzeri inorganik tabakalar, kaplamalar ve yiizey
degisikliklerinin 2E003.f’yi izleyen Cizelge ve iligkili Notlarda gdsterilen islemlerle
depozisyonu, islenmesi ve islem i¢i kontrolii icin 6zellikle tasarlanan ekipman ve bunlara ait
ozellikle tasarlanan otomatik tagima, konumlandirma, yonlendirme ve kontrol bilesenleri:
a. Asagidakilerin tiimiinii saglayan kimyasal buharli depozisyon (CVD) iiretim
ekipman:
NOT: AYRICA 2B105'E BAKINIZ.
1.  Asagidakilerden biri i¢in modifiye edilen islem:
a. Atimli/titresimli CVD;



b. Kontrollii ¢ekirdeklenme termal depozisyon (CNTD); Ya da
c. Plazma gelistirilmis ya da plazma yardimli CVD; Ve
2. Asagidakilerden biri:

a. Yiiksek vakumlu (0.01 Pa ya da daha az) doner salmastra icerme; Ya da
b. Yerinde astar/kaplama kalinlik kontrolii icerme;

b. 5 mA ya da daha fazla 151n akimina sahip iyon asilama {iretim ekipmant;

c. Asagidaki 6zelliklerin birine sahip olan, 80 kilowatt tizeri i¢in degerlendirilen

elektron demedi fiziksel buharli depozisyonu (EB-PVD) iiretim ekipmani:

1. Kiilge besleme oranini tamamen diizenleyen sivi havuz diizeyi "lazer" kontrol
sistemi; Ya da

2. 1ki ya da daha fazla element igeren astarin depozisyon hizim kontrol etmek i¢in
buharlastirici akimdaki iyonize atomlarin foto-1s1ldamasi ilkesiyle ¢alisan bilgisayar
kontrollii bir hiz monitorii;

d. Asagidaki 6zelliklerin herhangi birini saglayan plazma piiskiirten tiretim ekipman:
1. piskiirtme isleminden 6nce 0.01 Pa’a kadar vakumlamay1 basarabilen vakum
haznesindeki diisiiriilmiis basing kontrollii atmosferde (tabanca piiskiirtme ucuna 300
mm igerisinde 10 kPa veya daha az) ¢alisma; veya
2. Yerinde astar/kaplama kalinlik kontrolii icerme;

e. 15 pm/h ya da daha yiiksek depozisyon hizinda 0.1 mA/mm2 ya da daha yiiksek
akim yogunluklarini saglayabilen piiskiirtme depozisyonu iiretim ekipmant;
f. Katottaki ark noktasinda yonlendirme kontrolii i¢in elektrikli miknatislarin
1zgarasinin katodik ark depozisyonu iiretim ekipmani;
g. Asagidakilerden birinin yerinde 6l¢limii icin miisaade edilen iyon kaplama tiretim
ekipmani:

1. Tabandaki kaplama kalinlig1 ve hiz kontrolii; Ya da

2. Optik 6zellikler.
Not: 2B005 Kesme ya da isleme aletleri i¢in 6zellikle tasarlanan kimyasal buharh
depozisyonu, katodik ark, piiskiirtme depozisyonu, iyon kaplama ya da iyon asilama
ekipmanini kontrol etmez

2B006 Asagidaki benzeri boyutsal muayene ya da dlgme sistem, ekipman ve "elektronik
montajlar":
a. Makinenin ¢aligma araligi igerisinde (yani eksen uzunluklar1 arasinda) bir noktada,
ISO 10360-2 (2001)’e gore test edildiginde (1.7 + L/1,000) pm (L mm olarak &lgiilen
uzunluk) veya daha diisiik (daha iyi) olan ii¢ boyutlu (hacimsel) en yiiksek izin verilebilen
gosterme hatas1 (MPEg)’na sahip olan bilgisayar kontrollii ya da "numerik olarak kontrolli"
koordinat 6lgme makineleri (CMM) ;
NOT: AYRICA 2B206'YA BAKINIZ.
b. Asagidaki benzeri dogrusal ve agisal yer degsimi 6l¢lim aletleri:
1. Asagidakini saglayan dogrusal yer degsimi 6l¢iim aletleri:
Teknik not:
2B006.b.1. amaglar1 i¢in, ‘dogrusal yer degisimi’ 6l¢iim probu ve Ol¢iilen
nesne arasindaki mesafe degisimidir.
a. 0.2 mm’ye kadarki 6lgme araliginda 0.2 um ya da daha az (daha iyi) bir
"¢oziliniirliik"e sahip temassiz tip 6lgme sistemlert,



b. Asagidaki ozelliklerin tiimiine sahip dogrusal gerilim diferansiyel
transformatdr sistemleri:
1. 5 mm’lik bir 6l¢me araliginda %0.1 ya da daha az (daha iyi) "dogrusallik";
ve
2. Standart ortam test oda sicakligi 1 K’de, giinde %0.1 ya da daha az (daha
iyi) siiriiklenme; ya da
c. Asagidakilerin tiimii saglayan dlgen sistemleri:
1. Bir "lazer"i igerme; ve
2. En azindan 12 saat siireyle, standart bir sicakligin 1 K ¢evresindeki
sicaklik araliginda ve standart bir basingta asagidakilerin tiimiinii siirdlirme:
a. 0.1 um ya da daha az (daha iyi) tam 6lgekleri lizerinde bir
"¢oziinlirlik"; Ve
b. (0.2 + L/2,000) um (L mm olarak 6l¢iilen uzunluk) veya daha diistik
(daha 1iy1) olan bir "6l¢me belirsizligi";
d. 2B006.b.1.c.de belirtilen sistemlerde geri besleme yetenegi saglamak tizere
ozellikle tasarlanan "elektronik montajlar";
Not: 2B006.b.1. isleme makineleri, boyutlu muayene makineleri ya da benzer
ekipmanin kayma hareketi hatalarin1 6lgmek icin “lazer” igeren, hicbir geri besleme
teknigini kullanmamak {izere tasarlanan otomatik kontrol sistemine sahip dlgme
interferometre (girisim/catisma Olcer) sistemlerini kontrol etmez
2. 0.00025° ya da daha az (daha iyi) bir "ag1sal pozisyon sapmasi'na sahip agisal yer
degisimi 6l¢iim aledi;
Not: 2B006.b.2. , hizalanmis 15181 (6rnegin Lazer 15181) aynanin agisal yer degisimini
tespit icin kullanan oto-yonlendiriciler (oto-kolimatdrler) gibi optik aletleri kontrol
etmez.
C. 0.5 nm ya da daha az (daha iyi) bir duyarlilikla optik saginimi a¢inin bir
fonksiyonu olarak 6lgerek, ylizey diizensizliklerini 6l¢gmek i¢in ekipman
Not: Imalat aledi fonksiyonu ya da 6lgme makinesi fonksiyonu i¢in belirtilen kriterleri
karsilar ya da asarsa, 6lgme makineleri olarak kullanilabilen imalat aletleri kontrol
edilir.

2B007 Asagidaki ozellikleri saglayan "robotlar” ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan kontrolorler
ile "u¢-dengeleyiciler":
NOT: AYRICA 2B207'YE BAKINIZ.
a. "Programlar”1 liretmek ya da modifiye etmek icin ya da numerik program verisini
iiretmek ya da modifiye etmek i¢in tam {i¢ boyutlu goriintii islenmesinin ya da tam {i¢
boyutlu goriiniim analizi gergek zamanda gergeklestirebilme;
Teknik not:
“Gorilintii analizi” kisitlamasi, belirli agidan goriintiileyerek {igiincii boyutun tahminini
veya onaylanmis gorevler i¢in doku derinliginin algisi i¢in kisith gri skala yorumunu
icermez (2 1/2 D).
b. Patlayici cephane ortamlarina uygulanabilen ulusal emniyet standartlarina uyum
icin Ozellikle tasarlanma,;
c. 5x 103 Gy (silisyum)’dan biiyiik bir toplam radyasyon dozuna kars1 koymak i¢in
radyasyonla sertlestirilmis olarak 6zellikle tasarlanmis ya da degerlendirilmis olma; veya
Teknik not:



Gy(silisyum) terimi, iyonize eden radyasyona maruz birakildiginda kalkansiz bir silisyum
numunesince emilen enerjiyi (kilogram basina joule olarak) kasteder.
d. 30,000 m’yi asan yiiksekliklerde islemek i¢in 6zellikle tasarlanma.

2B008 Asagidaki benzeri, imalat aletleri i¢in 6zellikle tasarlanan montajlar ya da iiniteler, ya da
boyutlu muayene veya 6lgme sistemleri ve ekipman:

a. (800 + (600 x L x 10_3)) nm’den az (daha iyi) tiimlesik “dogruluk”a sahip dogrusal
pozisyon geri besleme iiniteleri (6rnegin indiiktif tip cihazlar, derecelendirilmis 6lgekler,
kizil6tesi sistemler ya da "lazer" sistemleri) (L mm olarak etkili uzunluk);

NOT: "Lazer" sistemleri i¢in ayrica 2B006.b.1’in Not’una bakiniz.
b. 0.00025°den daha az bir “dogruluga sahip olan déner pozisyon geri besleme
tiniteleri (6rnegin indiiktif tip cihazlar, derecelendirilmis 6lgekler, kizilotesi sistemler ya da
"lazer" sistemleri)

NOT: "Lazer" sistemleri i¢in ayrica 2B006.b.1’in Not’una bakiniz.
c. Imalat¢inin sartnamesine uygun olarak, 2B’de belirtilen seviyelerine ya da bu
seviyelerin iizerine yiikselebilen "bilesik doner tablalar" ve "egilme milleri”.

2B009 Imalat¢inin teknik sartnamesine uygun olarak, "numerik kontrol" birimleri ya da
bilgisayar kontroliiyle donatilmis olabilen ve asagidakilerin tiimiinii saglayan doniis-olusturan
makineler ve akig-olusturan makineler:
NOT: AYRICA 2B109 VE 2B209'A BAKINIZ.
a. En azindan ikisi "tesviyeleme kontrolii" i¢in eszamanli olarak koordine edilebilen
iki ya da daha fazla kontrollii eksen; ve
b. 60 kN’dan daha fazla bir merdane kuvveti.
Teknik not:
Doniis-olusturma ve akis-olusturma fonksiyonunu birlestiren makineler, 2B009'un amaci
i¢in, akis-olusturan makineler olarak kabul edilir.

2B104 2B004°de belirtilenler disindaki, asagidakilerin tiimiine sahip "izostatik presler”:
NOT: AYRICA 2B204'E BAKINIZ.
a. 69 MPa ya da daha biiyiik en yiiksek calisma basinci;
b. 873 K (600°C) ya da daha biiyiik bir kontrollii termal ortam1 olusturup siirdiirmek
i¢in tasarlanma; ve
c. 254 mm ya da daha biiyiik bir i¢ ¢aptaki hazne oyuguna sahip olma.

2B105 2B005.a’da belirtilen digindaki, karbon-karbon kompozitlerin yogunlastirilmasi i¢in
tasarlanan ya da modifiye edilen kimyasal buharli depozisyon (CVD) ocaklari.

2B109 Asagidaki benzeri, 2B009°da belirtilenler disindaki akis olusturan makineler ve 6zellikle
tasarlanan bilesenleri:
NOT: AYRICA 2B209'A BAKINIZ.
a. Asagidakilerin tiimiine sahip akig-olusturma makineleri:

1. Imalat¢inin teknik sartnamesine uygun olarak, bu tiir birimlerle donatilmamis olsa

da "numerik kontrol" birimleri ya da bilgisayar kontroliiyle donatilabilme; ve

2. "Tesviyeleme kontrolii" i¢in eszamanli olarak koordine edilebilen ikiden fazla

eksene sahip olma.



b. 2B009 ya da 2B109.a’da belirtilen akis-olusturan makineler i¢in 6zellikle
tasarlanan bilesenler.
Not: 2B109, 9A005, 9A007.a. veya 9A105.a’da belirtilen sistemler i¢in tahrik bilesenleri ve
ekipmani (6rnegin motor mahfazalari) liretiminde kullanilabilir olmayan makineleri kontrol
etmez.
Teknik not:
Doniis-olusturma ve akis-olusturma fonksiyonunu birlestiren makineler, 2B109'un amaci igin,
akis-olusturan makineler olarak kabul edilir.

2B116 Asagidaki benzeri titresim test sistemleri, bunlara ait ekipman ve bilesenler:

a. Geri besleme ya da kapali dongii teknikleri uygulayan ve bir dijital kontrolor
iceren, 20 Hz ile 2 kHz arasinda 10 g rms’e esit ya da biiyiik bir ivmede ve 50 kN’a esit ya
da daha biiyiik bildirilen kuvvetler altinda bir sistemi titretebilen, ‘ciplak tabla’ olarak
Olgiilen titresim test sistemleri
b. 2B116.a.da belirtilen titresim deney sistemleriyle kullanim i¢in 5 kHz’den daha
biiylik “gercek-zaman bant genisligi”ne sahip 6zellikle tasarlanan titresim deneyi
yazilimiyla kombine edilen dijital kontroldrler;
c. lgili yiikselticileri ile birlikte olarak ya da olmaksizin, ‘ciplak tabla’da
Olciildiigiinde, 50 kN’a esit ya da daha biiyiik bildirilen kuvvetler altinda bir sistemi
titretebilen ve 2B116.a.’da belirtilen titresim sistemlerinde kullanilabilen titresim iticiler
(calkalayici tiniteler).
d. Coklu ¢alkalayici iinitelerini, ‘giplak tabla’da 6lciildiigiinde, 50 kN’a esit ya da
daha biiyiik bir etkili bilesik kuvvet temin edebilen bir sistemde birlestirmek i¢in tasarlanan
ve 2B116.a.’da belirtilen titresim sistemlerinde kullanilabilen deney pargasi destek yapilari
ve elektronik iiniteler

Teknik not:

2B116, ‘¢iplak tabla’, baglanti parcalarina sahip olmayan bir diiz bir tabla ya da yiizey

anlamina gelir.

2B117 Kompozit roket piiskiirtme ugu ve yeniden giris ara¢ burun uglarinin yogunlagtirilmasi ve
pirolizlenmesi i¢in tasarlanip modifiye edilen 2B004, 2B005.a., 2B104 ya da 2B105°de
belirtilenler disindaki ekipman ve igslem kontrolleri.

2B119 Asagidaki benzeri dengeleme makinesi ve iliskili ekipman:
NOT: AYRICA 2B219'A BAKINIZ.
a. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip dengeleme makineleri:

3 kilogramdan daha biiyiik bir kiitleye sahip rotorlari/montajlar1 dengeleyememe;
12,500 rpm’den daha biiyiik hizlarda rotorlari/montajlar1 dengeleyebilme;
Iki ya da daha fazla diizlemde dengesizligi diizeltebilme; ve

4. Rotor kiitlesinin kilogrami basina 0.2 g mm’lik bir artik 6zgiil dengesizlige

dengeleyebilme;
Not: 2B119.a discilikle ilgili ya da diger tibbi ekipman i¢in tasarlanan veya modifiye
edilen dengeleme makinelerini kontrol etmez.

el Sl

b. 2B119.a’da belirtilen makinelerle kullanim i¢in tasarlanan veya modifiye edilen
gosterge basliklar.
Teknik not:

Gosterge basliklar1 bazen dengeleme aletleri olarak bilinir.



2B120 Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip devinim simiilatdrleri ya da oran tablalari:

a. Iki ya da daha fazla eksen;
b. Elektriksel gii¢ ve/veya sinyal bilgisini iletebilen kayma ringleri; ve
c. Asagidaki 6zelliklerden birine sahip olma:

1.  Asagidakilerin tiimiine sahip tek bir eksen i¢in:
a. 400 derece/s ya da daha fazla, veya 30 derece/s ya da daha az hizlari
saglayabilme; Ve
b. 6 derece/s ya da daha az bir hiz ¢oziiniirligi ve 0.6 derece/s ya da daha az
bir dogruluk;

2. 10 derece veya daha fazlasindaki ortalamanin art1 ya da eksi %0.05°1 kadar ya da

daha iyi (daha az) olan bir en kotii durumu kararlilig1.

3. 5 ark saniye ya da daha iyi bir konumlandirma dogrulugu.

Not: 2B120 imalat makinalari i¢in ya da tibbi ekipman i¢in tasarlanan veya modifiye edilen

doner tablalar1 kontrol etmez. Imalat makinasi doner tablalari konusundaki kontroller i¢in
2B008'e bakiniz.

2B121 2B120’de belirtilenler disindaki, asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip (her eksende tam
doner konumlandirma yapabilen ekipman) konumlandirma masalart:
a. Iki ya da daha fazla eksen; Ve
b. 5 ark saniye ya da daha iyi bir konumlandirma dogrulugu.
Not: 2B121 imalat makinalar1 i¢in ya da tibbi ekipman i¢in tasarlanan veya modifiye edilen

doner tablalar1 kontrol etmez. Imalat makinasi doner tablalari konusundaki kontroller i¢in
2B008'e bakiniz.

2B122 Elektriksel gii¢ ve sinyal bilgisini iletebilen kayma ringlerine sahip olan ve 100 g iistiinde
sOylenen ivmeleri saglayabilen santrifiijler.

2B201 Metalleri, seramikleri ya da "kompozitler"i ¢ikarmak (ya da kesmek) i¢in, imalat¢inin
teknik sartnamesine gore, iki ya da daha fazla eksende eszamanli "tesviyeleme kontroli" i¢in
elektronik cihazlarla donatilabilen 2B001°de belirtilenler digindaki isleme makineleri ya da
bunlarin herhangi bir kombinasyonu:
a. Asagidaki 6zelliklerden herhangi birine sahip frezeleme imalat makineleri:
1. ISO 230/2 (1988)*’¢ ya da ulusal karsiligina gore, herhangi bir dogrusal eksen
boyunca 6 um veya daha az (daha iyi) olan “tiim kompenzasyonlar dahil”
konumlandirma dogrulugu; Veya
2. Iki ya da daha fazla tesviyeleme déner ekseni;
Not: 2B201.a. asagidaki 6zelliklere sahip freze makinelerini kontrol etmez:
a. 2 m’den daha biiyiik X ekseni hareketleri; Ve
b. X ekseninde 30 um’den daha fazla (daha kotii) kapsamli konumlandirma
dogrulugu.
b. Asagidaki 6zelliklerden herhangi birine sahip taslama imalat makineleri:
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ISO 230/2 (1997)’ye gore konumlandirma doerulueunu hesaplayan
imalatg¢ilar, tayin edildiei Uye Ulkenin yetkili makamlarina
daniemalidir.



1. ISO 230/2 (1988)"¢ ya da ulusal karsiligina gore, herhangi bir dogrusal eksen
boyunca 4 pm veya daha az (daha iyi) olan “tiim kompenzasyonlar dahil”
konumlandirma dogruluklart; Ya da
2. Iki ya da daha fazla tesviyeleme déner ekseni.
Not: 2B201.b. asagidaki taslama makinalarini kontrol etmez:
a. Asagidaki 6zelliklerin tiimiinii saglayan silindirik dis, i¢ ve dis-i¢ taglama
makinalart:
1. 150 mm’lik dis ¢ap ya da uzunluk degerindeki bir en yiiksek is parcasi
kapasitesiyle kisitli; ve
2. X,z ve c eksenleriyle sinirli;
b. ISO 230/2 (1988)""e ya da ulusal karsiligina gore, 4 pm veya daha az (daha
iyi) olan bir kapsamli konumlandirma dogruluguna sahip olan, z-ekseni ya da w-
eksenine sahip olmayan hassas taslama makinelari.
Not 1: 2B001 asagidaki parcalardan birinin imali i¢in 6zel amagli imalat aletlerini kontrol
etmez:
Disliler;
Krank milleri ya da kama milleri,
Araclar ya da kesiciler;
. Extruder sonsuz vidalari.
Not 2: Tornalama, frezeleme ya da taglama yeteneklerinin {i¢iinden en azindan ikisine sahip
olan (6rnegin frezeleme yapabilen torna makinesi) 2B001.a. veya 2B201.a. ya da b.
maddelerinden uygulanabilen her birine gore degerlendirilmelidir.

o ow

2B204 2B004 ya da 2B104’de belirtilenler disindaki "izostatik presler” ve asagidaki benzeri ilgili
ekipman:
a. Asagidaki 6zelliklerin her ikisine sahip "izostatik presler”:
1. 69 MPa ya da daha biiyiik bir en yliksek caligma basincini saglayabilme; Ve
2. 152 mm’nin iizerinde i¢ ¢apl1 bir hazne oyuklugu;
b. 2B204.a’da belirtilen "izostatik presler” i¢in 6zellikle tasarlanan kaliplar, kalip
karsiliklar1 ve kontrolleri.
Teknik not:
2B204’te, i¢ hazne Olgiisii, hem c¢alisma sicakligi hem ¢alisma basincinin elde edildigi ve
baglant1 pargalar1 icermeyen hazneye aittir. Bu 6l¢ii, hangisinin digeri i¢ine yerlestirildigine
bagli olarak, basing haznesinin i¢ capindan veya yalitilmis ocak haznesinin i¢ ¢apindan daha
kiigiik olacaktir.

2B206 Boyutsal muayene makineleri, aletleri ya da sistemleri

2B006°da belirtilenler disinda, soyle ki:

a. Asagidaki 6zelliklerin her ikisini saglayan bilgisayar kontrollii ya da numerik

kontrollii boyutlu muayene makineleri:
1. Iki ya da daha fazla eksen; Ve
2. "dogruluk"u 0.2 um’den daha az (daha iyi) olan bir probla test edildiginde, (1.25
+ L/1000) um ya da daha az (daha iyi) bir-boyutlu uzunluk "6l¢me belirsizligi"(L mm
olarak Olctilen uzunluk) (Ref.:VDI/VDE 2617 Boliim 1 ve 2);




b. Asagidaki 6zelliklerin her ikisini saglayan, yari-kabuklarin es zamanali dogrusal-
acisal muayenesi i¢in sistemler:
1. Her 5 mm’de 3.5 um ya da daha az (daha iyi) bir dogrusal eksen boyunca "6lgme
belirsizligi"; Ve
2. 0.02° ya da daha az "agisal pozisyon sapmasi".
Not 1: Imalat aleti fonksiyonu ya da 6l¢gme makinesi fonksiyonu igin belirtilen kriterleri
karsilar ya da asarsa, 6lgme makineleri olarak kullanilabilen imalat aletleri kontrol edilir.
Not 2: Calisma araliginda herhangi bir yerde kontrol esigini agarsa, 2B206'da belirtilen bir
makine kontrol edilir.
Teknik not:
1. Boyutlu muayene sisteminin 6lgme belirsizligini saptamada kullanilan prob,
VDI/VDE 2617 boliim 2, 3 ve 4 tarif edilecektir.
2. 2B206'daki 6lgme degerlerinin tiim parametreleri, toplam bandi degil, arti/eksi
degerleri temsil eder.

2B207 Asagidaki benzeri, 2B007°de belirtilenler disindaki “robotlar”, kontrolorler ve “ug-
dengeleyiciler”:
a. yiiksek patlayicilart muhafaza etmek i¢in uygulanabilen ulusal emniyet
standartlarina uygunluk icin 6zellikle tasarlanan "robotlar” veya “ug¢-dengeleyiciler”
(6rnegin yiiksek patlayici i¢in elektriksel kod degerlerini karsilama);
b. 2B207.a’da belirtilen "robotlar” ya da "ug¢-dengeleyiciler"in herhangi biri i¢in
ozellikle tasarlanan kontrol birimleri.

2B209 Asagidaki benzeri, Akis olusturma fonksiyonlarina sahip, 2B009 ya da 2B109'da
belirtilenler disindaki akis olusturma ve doniis olusturma makineleri ve mandreller:
a. Asagidaki 6zelliklerin her ikisini yapan makineler:
1. Ug ya da daha fazla merdane (aktif ya da kilavuzlama); Ve
2. Imalat¢iin teknik sartnamesine gdre "numerik kontrol" {initeleri ya da bilgisayar
kontroliiyle donatilmis olabilme;
b. 75 mm ve 400 mm arasinda i¢ ¢aptaki silindirik rotorlar1 olusturmak i¢in
tasarlanan rotor-olusturma mandrelleri.
Not: 2B209.a. merdaneyi destekleyen metal art1 iki yardimc1 merdaneyi deforme etmek i¢in
tasarlanan, ancak deformasyon isleminde dogrudan ayirmayan sadece bir tek merdaneye
sahip makineleri igerir.

2B219 sabit ya da tasiabilen, yatay veya diisey, asagidaki benzeri santrifiijli ¢cok diizlemli
dengeleme makineleri:
a. 600 mm ya da daha fazla uzunluga sahip ve asagidaki 6zelliklerin tlimiinii
saglayan, esnek rotorlar1 dengelemek icin tasarlanan santrifiijlii dengeleme makineleri:
1. 75 mm ya da daha biiyiik salinma veya mil ¢ap;
2. 0.9'dan 23 kilograma kiitle yeterliligi; Ve
3. 5,000 r.p.m.den daha biiyiik devir hizin1 dengeleyebilme;
b. Asagidaki 6zelliklerin tiimiinii saglayan, oyuk silindirik rotor bilesenlerini
dengelemek i¢in tasarlanan santrifiijlii dengeleme makineleri:
1. 75 mm’den daha biiyiik mil ¢api;
2. 0.9'dan 23 kilograma kiitle yeterliligi;



3. Diizlem bagina 0.01 kg x mm/kg ya da daha az bir artik dengesizligi
dengeleyebilme; Ve
4. Siirts tipi kemer.

2B225 Asagidaki 6zelliklerin birine sahip, radyokimyasal ayirma iglemlerindeki ya da sicak
hiicrelerdeki uzaktan kumandali hareketleri saglamak i¢in kullanilabilen uzaktan yonlendiriciler:
a. sicak hiicre ¢eperine 0.6 m ya da daha fazla mesafeye niifuz etme yetenegi (duvar-
iizeri calisma); Ya da
b. 0.6 m ya da daha fazla kalinlikta sicak hiicre ¢eperinin iistiinde irtibatlama
yetenegi (duvar-otesi ¢aligma).
Teknik not:
Insan operatdr hareketlerinin, uzaktan isletim kolu ve u¢ baglant1 elemanina déniistiiriilmesini
saglayan uzaktan yonlendiriciler. Bunlar ‘Master/slave’ tipi olabilir veya joystick ya da
klavye tarafindan ¢alistirilabilir.

2B226 Asagidaki benzeri, kontrollii atmosfer (vakum ya da soy gaz) endiiksiyon firinlar1 ve
bunlara ait gii¢ beslemeleri:
NOT: AYRICA 3B’YE BAKINIZ.
a. Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip ocaklar:
1. 1,123 K (850°C) iizerinde ¢alisabilme;
2. 600 mm ya da daha az captaki endiiksiyon bobini; Ve
3. 5 kW ya da daha fazla gii¢ girdileri i¢in tasarlanma;
b. 2B226.a’da belirtilen ocaklar i¢in 6zellikle tasarlanan, 5 kW ya da daha fazla bir
belirtilen gii¢ ¢iktisina sahip gli¢c kaynaklari.
Not: 2B226.a yari iletken pargalarin igletimi i¢in tasarlanan ocaklari kontrol etmez.

2B227 Asagidaki benzeri, vakum ya da diger kontrollii atmosfer metalurjik eritme ve dokme
ocaklar1 ve ilgili ekipman:
a. asagidaki ozelliklerin her ikisine sahip olan ark yeniden eritme ve dokme ocaklart:
1. 1,000 cm’ ile 20,000 cm’ tiiketilir elektrod kapasiteleri, ve
2. 1,973 K (1,700°C) lizerindeki ergime sicakliklarinda ¢alisabilme;
b. asagidaki 6zelliklerin her ikisine sahip olan elektron demedi eritme firinlar1 ve
plazma atomizasyonu ve eritme firinlar:
1. 50 kW ya da daha biiyiik bir gii¢; Ve
2. 1,473 K (1,200°C) lizerindeki ergime sicakliklarinda ¢alisabilme.
C. 2B227.a. ya da b’de belirtilen ocaklarin herhangi biri i¢in 6zellikle konfigiire
edilen bilgisayar kontrolii ve izleme sistemleri.

2B228 Asagidaki benzeri rotor fabrikasyon ve montaj ekipmani, rotor diizeltme ekipmani, koriik-
olusturma mandrelleri ve kaliplar:
a. Gaz santrifiij rotor tiip boliimlerinin, engellerinin ve u¢ kapaklarmin montaji i¢in
rotor montaj ekipmani;
Not: 2B228.a. hassas mandrelleri, mengeneleri ve sicak gegme makineleri igerir.
b. Gaz santrifiij rotor tiip boliimlerinin bir ortak eksene hizalanmasi i¢in rotor
diizeltme ekipmani;
Teknik not:



2B228.b.’de, bu tiir ekipman normalde, 6rnegin rotor tiip boliimlerini hizalamak i¢in
kullanilan pnématik sahmerdanin hareketini daha sonra kontrol eden bir bilgisayara
bagli hassas dlgme problarini igerir.
c. Tek biikliimlii koriikleri tiretmek i¢in koriik olusturan mandreller ve kaliplar.
Teknik not:
2B228.c.de koriikler asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahiptir:
1. 75 mm ile 400 mm arasindaki i¢ ¢ap;
2. 12.7 mm ya da daha biiyiik bir uzunluk;
3. 2 mm’den daha biiytik bir tek biikliim derinligi; Ve
4. Yiksek mukavemetli aliiminyum alasimlari, maryaslanma celigi ya da yiiksek
mukavemetli "lifli ya da filamanli maddeler’den yapilma.

2B230 0 ile 13 kPa araligindaki herhangi bir noktadaki mutlak basinglar1 6lgebilen ve asagidaki
ozelliklerin her ikisine sahip olan "basing ¢eviricileri":

a. Aliiminyum, aliiminyum alagimi, nikel ya da agirlik¢a %60°dan daha fazla nikel
iceren nikel alagimi tarafindan yapilan veya korunan basing algilama elemanlari; Ve
b. Asagidaki 6zelliklerden birini saglama:
1. 13 kPa’dan daha az bir tam 6l¢ek ve %+ 1°den daha iyi bir tam 6lgek ‘dogrulugu’;
Yada
2. 13 kPa’dan daha fazla bir tam 6l¢ek ve + 130 Pa’dan daha i1yi bir tam 6lcek.
Teknik not:

2B230’un amaglari i¢in, ‘dogruluk’, ortam sicakligindaki dogrusal olmamayi, histerezis ve
tekrarlanabilirligi igerir.

2B231 Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip vakum pompalari:

a. 380 mm ya da daha biiyiik giris bogaz biiyiikliigi;

b. 15 m3/s ya da daha biiyiikk pompalama hizi; Ve

C. 13 mPa’dan daha iyi bir u¢ vakumu iiretebilme.
Teknik not:

1. Pompalama hizi, azot gaziyla ya da havayla 6l¢gme noktasinda tayin edilir.
2. Ug vakum, pompa girisi kapaliyken pompa girisinde tayin edilir.

2B232 Mermileri 2 km/s ya da daha biiyiik hiza ivmelendirebilen ¢ok asamali hafif gaz silahlar1
ya da diger yliksek hiz silah sistemleri (bobin, elektromanyetik ve elektrotermal tipler ve diger
ileri sistemler).

2B350 Asagidaki benzeri kimyasal iiretim vasitalari, ekipmani ve bilesenleri:
a. Islenen ve muhafaza edilen kimyasal maddey(ler)le dogrudan temastaki tiim
yiizeyler asagidaki maddelerin herhangi birinden yapildiginda, 0.1 m® (100 litre)’den daha
bityiik ve 20 m’ (20,000 litre)’den daha kiiiik toplam i¢c hacme sahip, calkalayicist olan ya
da olmayan reaksiyon kaplar1 ya da reaktdrler:

Agirlikga %25 nikel ve %20 kromdan daha fazlasini i¢eren alagimlar;

Floropolimerler;

Cam (sirlanmis ya da emayelenmis kaplama veya cam astar igeren);

nikel ya da agirlikca %40’dan daha fazla nikel igeren alagimlar;

Tantal ya da tantal alasimlart;

Titanyum ya da titanyum alasimlari; Ya da
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7.  Zirkonyum ya da zirkonyum alagimlari;
b. Islenen ve muhafaza edilen kimyasal maddey(ler)le dogrudan temastaki tiim
ylizeyler agagidaki maddelerin herhangi birinden yapildiginda, 2B350.a.da belirtilen
reaksiyon kaplar1 ya da reaktorlerde kullanmak i¢in ¢alkalayicilar; ve bu tiir calkalayicilar
i¢in tasarlanan pervaneler, bigaklar veya miller:
Agirlikga %25 nikel ve %20 kromdan daha fazlasini iceren alasimlar;
Floropolimerler;
Cam (sirlanmis ya da emayelenmis kaplama veya cam astar igeren);
nikel ya da agirlikca %40’dan daha fazla nikel igeren alagimlar;
Tantal ya da tantal alagimlari;
Titanyum ya da titanyum alasimlari; Ya da
Zirkonyum ya da zirkonyum alasimlar;
c. Islenen ve muhafaza edilen kimyasal maddey(ler)le dogrudan temastaki tiim
yiizeyler asagidaki maddelerin herhangi birinden yapildiginda, 0.1 m® (100 litre)’den daha
biiylik toplam i¢ (geometrik) hacme sahip depolama tanklari, konteynerler ya da alicilar:
Agirlikga %25 nikel ve %20 kromdan daha fazlasini iceren alasimlar;
Floropolimerler;
Cam (sirlanmis ya da emayelenmis kaplama veya cam astar igeren);
nikel ya da agirlikca %40°dan daha fazla nikel igeren alagimlar;
Tantal ya da tantal alasimlart;
Titanyum ya da titanyum alasimlari; Ya da
Zirkonyum ya da zirkonyum alasimlar;
d. Islenen ve muhafaza edilen kimyasal maddey(ler)le dogrudan temastaki tiim
yiizeyler asagidaki maddelerin herhangi birinden yapildiginda, 0.15 m*’den biiyiik ve 20

m®'den az 1s1 transferi yiizey alanina sahip olan 1s1 esanjérleri ya da yogusturucular; ve bu

151 esanjorleri ya da yogusturucular i¢in tasarlanan tiipler, plakalar, bobinler ya da bloklar
(niiveler):
Agirlikga %25 nikel ve %20 kromdan daha fazlasini i¢eren alagimlar;
Floropolimerler;
Cam (sirlanmis ya da emayelenmis kaplama veya cam astar igeren);
Grafit ya da karbon grafit;
nikel ya da agirlik¢a %40°dan daha fazla nikel igeren alagimlar;
Tantal ya da tantal alagimlari,
Titanyum ya da titanyum alagimlari; Ya da
Zirkonyum ya da zirkonyum alagimlari;
Silisyum karbiir; Ya da
0. Titanyum karbiir;
e. Islenen ve muhafaza edilen kimyasal maddey(ler)le dogrudan temastaki tiim
ylizeyler asagidaki maddelerin herhangi birinden yapildiginda, i¢ ¢cap1 0.1 m’den daha
bliyiik destilasyon ya da abzorpsiyon kolonlari; ve bu destilasyon ya da abzorpsiyon
kolonlari i¢in tasarlanan sivi dagiticilar, buhar dagiticilar, ya da sivi toplayicilar:
Agirlikga %25 nikel ve %20 kromdan daha fazlasini i¢eren alagimlar;
Floropolimerler;
Cam (sirlanmis ya da emayelenmis kaplama veya cam astar igeren);
Grafit ya da karbon grafit;
nikel ya da agirlik¢a %40°dan daha fazla nikel igeren alagimlar;
Tantal ya da tantal alagimlari,
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7.  Titanyum ya da titanyum alasimlari; Ya da

8.  Zirkonyum ya da zirkonyum alasimlart;
f. Islenen ve muhafaza edilen kimyasal maddey(ler)le dogrudan temastaki i¢inde
bulunan tiim yiizeyler asagidaki maddelerin herhangi birinden yapilan, uzaktan kumandali
doldurma ekipman:

1. Agirlikca %25 nikel ve %20 kromdan daha fazlasini i¢eren alagimlar;

2. nikel ya da agirlik¢a %40°dan daha fazla nikel igeren alagimlar;
g. Islenen ve muhafaza edilen kimyasal maddey(ler)le dogrudan temastaki i¢inde
bulunan tiim yiizeyler asagidaki maddelerin herhangi birinden yapilan, 10 mm’den daha
biiylik anma 06lg¢iisiindeki vanalar ve bu tiir vanalar i¢in tasarlanan mahfazalar (vana
govdeleri) ya da mahfaza astarlari:
Agirlikga %25 nikel ve %20 kromdan daha fazlasini i¢ceren alasimlar;
Floropolimerler;
Cam (sirlanmis ya da emayelenmis kaplama veya cam astar igeren);
nikel ya da agirlikca %40’dan daha fazla nikel igeren alagimlar;
Tantal ya da tantal alagimlari;
Titanyum ya da titanyum alasimlari; Ya da
Zirkonyum ya da zirkonyum alagimlart;
h. Islenen ve muhafaza edilen kimyasal maddey(ler)le dogrudan temastaki iginde
bulunan tiim yiizeyler asagidaki maddelerin herhangi birinden yapilan, sizint1 tespit noktasi
iceren ¢ok duvarla borulama:
Agirlikga %25 nikel ve %20 kromdan daha fazlasini i¢eren alagimlar;
Floropolimerler;
Cam (sirlanmis ya da emayelenmis kaplama veya cam astar igeren);
Grafit ya da karbon grafit;
nikel ya da agirlik¢a %40°dan daha fazla nikel igeren alagimlar;
Tantal ya da tantal alagimlari,
Titanyum ya da titanyum alagimlari; Ya da
Zirkonyum ya da zirkonyum alagimlari;
1. Islenen ve muhafaza edilen kimyasal maddey(ler)le dogrudan temastaki i¢inde
bulunan tiim yiizeyler asagidaki maddelerin herhangi birinden yapilan, imalat¢1 tarafindan
belirtilen en yiiksek akis hiz1 0.6 m*/saat’ten biiyiik olan ¢ok-yalitimli ve yalitimsiz
pompalar, veya imalat¢1 tarafindan belirtilen en yiiksek akis hizi 5 m’/saat’ten biiylik olan
vakum pompalari (standart sicaklik (273 K (0°C)) ve basing (101.3 kPa) altinda); ve bu
pompalar i¢in tasarlanan mahfazalar (pompa govdeleri), preformlu mahfaza astarlari,
pervaneler, rotorlar veya jet pompa piiskiirtme uglari:
Agirlikga %25 nikel ve %20 kromdan daha fazlasini igceren alasimlar;
Seramik;
Ferrosilisyum,;
Floropolimerler;
Cam (sirlanmis ya da emayelenmis kaplama veya cam astar igeren);
Grafit ya da karbon grafit;
nikel ya da agirlikca %40°dan daha fazla nikel igeren alagimlar;
Tantal ya da tantal alasimlart;
Titanyum ya da titanyum alasimlari; Ya da
0. Zirkonyum ya da zirkonyum alagimlari;
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J. Islenen ve muhafaza edilen kimyasal maddey(ler)le dogrudan temastaki i¢inde
bulunan tiim yiizeyler asagidaki maddelerin herhangi birinden yapilan, 6zellikle tasarlanan
atik besleme sistemlerine, 6zel mahfaza vasitalarina ve 1,273 K (1,000°C)’den biiyiik bir
ortalama yanma hiicresi sicakligina sahip olan, 1C350°de belirtilen kimyasallari imha etmek
icin tasarlanan yakma firinlari:
1. Agirlikca %25 nikel ve %20 kromdan daha fazlasini i¢eren alagimlar;
2. Seramik; ya da
3. nikel ya da agirlik¢a %40’dan daha fazla nikel iceren alagimlar.
Teknik not:
‘Karbon grafit’, grafit igerigi agirlik¢a yiizde sekiz ya da daha fazla olan amorf karbon ve
grafitten olusan bir kompozisyondur.

2B351 Asagidaki benzeri toksik gaz izleme sistemleri ve bunlara ait detektorler:
a. Stirekli calisma i¢in ve kimyasal savas maddelerinin ya da 0.3 mg/m3'den daha az
konsantrasyonlarda 1C350°de belirtilen kimyasal maddelerin tespiti amaciyla
kullanilabilme i¢in tasarlanma;
b. Etkinlige engelleyen kolinesteraz-onleyici aktiviteyi tespit i¢gin tasarlanma.

2B352 Biyolojik maddeleri mahfaza etmek i¢in kullanilabilen ekipman:

a. P3, P4 hermetik mahfaza (containment) diizeyinde tam biyolojik hermetik
mahfaza vasitalari;
Teknik not:

P3 ya da P4 (BL3, BL4, L3, L4) hermetik mahfaza diizeyleri, WHO Laboratuvar

Biyoemniyet elkitabindaki gibidir (2. baski Cenevre 1993).
b. Aerosollerin iiremesi olmaksizin, patojenik "mikro organizmalar™, viriisleri
yetistirebilen veya toksin tliretebilen, 20 litre ya da daha fazla bir toplam kapasiteli fermente
ediciler;

Teknik not:

Fermente ediciler, biyoreaktorleri, kimyasal diizey tespit edicileri ve siirekli akis

sistemlerini igerir.
c. Aerosollerin iiremesi olmaksizin siirekli ayirma yapabilen, agagidaki 6zelliklerin
tiimiine sahip olan, santrifiij ayiricilar:

1. Saat basi 100 litreyi asan akis hizi;

2. Cilal paslanmaz ¢elik ya da titanyum bilesenleri;

3. Buhar hermetik mahfazasi bolgesi igerisinde bir ya da daha ¢ok yalitma

baglantilari; Ve

4. Kapali durumda, yerinde buhar sterilizasyon yapabilme;

Teknik not:
Santrifiij ayiricilar dekantorleri igerir.

d. Asagidaki benzeri ¢apraz (tegetsel) akis filtrasyon ekipmani ve bilesenleri:

1. Aerosollarin tiremesi olmaksizin, patojenik mikro organizmalar, viriisleri,

toksinleri ya da hiicre kiiltiirlerini ayirabilen, asagidaki 6zelliklerin her ikisini saglayan

capraz (tegetsel) akis filtrasyon ekipmant:

a. 1 m” ya da daha biiyiik bir toplam filtrasyon alani; Ve
b. Yerinde sterilize ya da dezenfekte edilebilme;
Teknik not:



2C

2D

2B352.d.1.b.’deki sterilize edilme, tiim yasayan mikroplarin ekipmandan fiziksel
(6rnegin buhar) veya kimyasal maddelerin kullanim1 yoluyla elimine edilmesi
anlamindadir. Dezenfekte edilme, ekipmanda kimyasal maddelerin kullanimi
yoluyla antiseptik etkiyle potansiyel mikrobik enfeksiyonun tahrip edilmesi
anlamindadir. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon, sanitasyondan farklidir; sanitasyon,
tiim mikrobik enfeksiyon ya da yasamin elimine edilmesinin saglanmasi
gerekmeden, ekipmanin mikrobik igerigini azaltmak tizere tasarlanan temizleme
siirecleridir.
2. 2B352.d.de belirtilen ¢apraz (tegetsel) akis filtrasyon ekipmaninda kullanim igin
tasarlanan ve her bilesende 0.2 m”® ya da daha biiyiik bir filtrasyon alanina sahip ¢apraz
(tegetsel) akis filtrasyon bilesenleri (6rnegin modiiller, elemanlar, kasetler, kartuslar,
initeler ya da plakalar);
Not: 2B352.d imalatci tarafindan belirtildigi gibi ters ozmoz ekipmanini kontrol

etmez.
€. 24 saatte 10 kg buzu asan ve 1000 kg buzdan az bir yogusturucu kapasitesine
sahip, buharla sterilize edilebilen donma kuruma ekipmana.
f. Asagidaki benzeri koruyucu ve hermetik mahfaza ekipmani:
1.  Baglanmis dis hava beslemesine bagli olan ve pozitif basing altinda ¢alisan

koruyucu tam ya da yarim giysiler veya basliklar;
Not: 2B352.1.1. kendi soluma aygitiyla giyilmek iizere tasarlanan giysileri kontrol
etmez.
2. Smf III biyolojik emniyet kabinleri ya da benzer performans standartlar1 olan
yaliticilar (izolatorler);
Not: 2B352.f.2'de yaliticilar (izolatdrler), esnek yaliticilari, kuru kutulari, anaerobik
(oksijensiz yagayabilen) kabinler, eldiven kutular1 ve laminer (diizgiin) akis
basliklarini (diisey akisla kapali olan) ihtiva eder.
g. "mikro organizmalar”, viriisler ya da "toksinler”le aerosol kars1 koyma testi i¢in
tasarlanan, 1 m’ ya da daha biiyiik bir kapasiteye sahip hazneler.

Malzemeler
Bos.

Yazilim

2D001 2B001 ile 2B009 arasinda veya 2A001°da belirtilen ekipmanin "gelistirilmesi", "iiretimi"
ya da "kullanim"1 i¢in 6zellikle tasarlanan ya da degistirilen 2D002’°de belirtilen disindaki
"yazilim".

2D002 Bir elektronik cihaz ya da sistemde, bu tiir cihaz ya da sistemlerin bir "numerik kontrol"
linitesi olarak islemesini saglayarak bulunurken, “tesviyeleme kontrolii” i¢in dortten fazla ekseni
eszamanli olarak koordine edebilen Elektronik cihazlar i¢in "yazilim".

Not 1: 2D002, Kategori 2’de belirtilmeyen isleme makinelerinin ¢alismasi icin 6zellikle
tasarlanan veya modifiye edilen "yazilim"1 kontrol etmez.

Not 2: 2D002, 2B002'deki belirtilen pargalar i¢in "yazilim"1 kontrol etmez. 2B002'de
belirtilen pargalar i¢in "yazilim"in kontrolu i¢in 2D001'e bakiniz.



2D101 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 veya 2B119 ile 2B122 arasinda belirtilen
ekipmanin "kullanim"1 i¢in 6zellikle tasarlanan ya da modifiye edilen "yazilim".
NOT: AYRICA 9D004'E BAKINIZ.

2D201 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 veya 2B227°de belirtilen ekipmanin "kullanim"1
icin Ozellikle tasarlanan "yazilim".

2D202 2B201°de belirtilen ekipmanin "gelistirilmesi", "liretimi" ya da "kullanim"1 i¢in 6zellikle
tasarlanan ya da degistirilen "yazilim".

2E Teknoloji

2E001 2A, 2B veya 2D’de belirtilen ekipman ya da "yazilim"in "gelistirilme"si i¢in Genel
Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".

2E002 2A veya 2B’de belirtilen ekipmanin "iiretim"1 i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore
"teknoloji".

2E003 Asagidaki benzeri, diger "teknoloji"ler:

a. Parg¢a programlarinin hazirlanmasi ya da degistirilmesi i¢in "numerik kontrol"
tinitelerinde bir tlimlesik boliim olarak interaktif grafiklerin "gelistirilme"si i¢in "teknoloji";
b. Metal isleme {iretim iglemleri asagidaki benzeri "teknoloji":

1. Asagidaki islemlerden biri igin 6zellikle tasarlanan aletlerin, kaliplarin ya da
baglant1 pargalarinin tasarimi i¢in "teknoloji":

a. " Siiperplastik olusturma”;
b. "Difiizyonla baglanma"; Ya da
c. "Dogrudan-etkiyen hidrolik presleme";

2. Asagidakileri kontrol etmek i¢in, listelenen isleme yontemleri ya da
parametrelerini igeren teknik bilgiler:
a. Aliiminyum alagimlarinin, titanyum alagimlarinin ya da "superalagimlar"in
"superplastic olugumu":
1. Yiizey hazirlik;
2. Gerinme orani;
3. Sicaklik;
4. Basing;
b. "superalasimlar'in ya da titanyumun alagimlarinin "diflizyonla
baglanma"si:
1. Yiizey hazirlik;
2. Sicaklik;
3. Basing;
c. Aliiminyum alagimlar1 ya da titanyum alasimlarinin "Dogrudan-etkiyen
hidrolik preslenmesi":
1. Basing;
2. Devir siiresi;
d. Aliiminyum alagimlarinin, titanyum alagimlarinin ya da "superalagimlar"in

"sicak izostatik yogunlastirilmas1":
1. Sicaklik;



2. Basing;

3. Devir siiresi;
c. iskelet yapilarinin imali i¢in, hidrolik gerdirme-olusumu makineleri ve
bunlarin kaliplarinin "gelistirilmesi" ve "iiretim"i i¢in "teknoloji";
d. "numerik kontrol" liniteleri i¢inde yer alan tasarim verisinden imalat aledi
talimatlarinin {ireteclerinin “gelistirilmesi” i¢in "teknoloji";
e. "numerik kontrol" iiniteleri i¢ine atdlye zemin islemlerinin gelismis karar

destegi i¢in uzman sistemlerin yerlestirilmesi amaciyla entegrasyon “yazilim”inin
“gelistirilmesi” i¢in "teknoloji";
f. Inorganik iist katman kaplamalari ya da inorganik yiizey degisiklik
astarlarinin (agagidaki ¢izelgenin siitun 3’linde belirtilen), agagidaki ¢izelgenin
stitun 1’inde belirtilen ve Teknik Notta tarif edilen islemlerle elektronik olmayan
tabanlara (agsagidaki ¢izelgenin siitun 2’sinde belirtilen) uygulanmasi igin
"teknoloji".

Not: Cizelge ve Teknik Not 2E301 maddesinden sonra belirir.

2E101 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 ile 2B122 arasinda veya 2D101°de
belirtilen ekipman ya da "yazilim"in "kullanim"1 i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".

2E201 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204,
2B206, 2B207, 2B209, 2B225 ile 2B232 arasinda, 2D201 ya da 2D202°de belirtilen ekipman ya
da "yazilim"in "kullanim"1 i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".

2E301 2B350 ile 2B352 arasinda belirtilen mallarin "kullanim"1 i¢in Genel Teknoloji Notu’na
gore "teknoloji".



KATEGORI 3 ELEKTRONIK

3A

Sistemler, Ekipman ve Bilesenler

Not 1: 3A001.a.3. ile 3A001.a.10. arasinda ya da 3A001.a.12. tanimlananlar digindaki, diger
ekipmanla ayn1 fonksiyonel 6zellikler igin 6zellikle tasarlanan, 3A001 ya da 3A002'de
tanimlanan ekipman ve bilesenlerin kontrol durumu, diger ekipmanin kontrol durumu
tarafindan tayin edilir.
Not 2:
bir baska ekipmana ait 6zel bir fonksiyon i¢in degistirilemez sekilde programlanan ya da
tasarlanan, 3A001.a.3. ile 3A001.a.9. arasinda ya da 3A001.a.12.’de tanimlanan entegre
devrelerin kontrol durumu, diger ekipmanin kontrol durumunca tayin edilir.
NOT: Imalat¢1 ya da aday, diger ekipmanin kontrol durumunu tayin edemezse, entegre
devrelerin kontrol durumu 3A001.a.3. ile 3A001.a.9. arasinda ve 3A001.a.12°de tayin
edilir.
Entegre devre, 8 bit ya da daha az bilgi (veri) kelime uzunluguna sahip olan,
3A001.a.3.”de tarif edilen silisyum esasli bir "mikrobilgisayar mikrodevre" ya da
mikrokontrolor mikrodevreyse, entegre devrenin kontrol durumu 3A001.a.3.de tayin
edilir.

3A001 Asagidaki benzeri elektronik bilegenler:

a.

Asagidaki benzeri genel amagli entegre devre:

Not 1: iginde fonksiyonun tayin edildigi (bitirilmis ya da bitmemis) silisyum levha
kontrol durumu 3A001.a’daki parametrelere kars1 degerlendirilecektir.
Not 2: Asagidakiler tipleri iceren entegre devreler:

"monolitik entegre devreler";

"hibrit entegre devreler”;

"cok c¢ipli entegre devreler”;

Safir-lizeri-silisyum entegre devreleri igeren "film tip entegre devreler”;

"Optik entegre devreler".
1. Asagidakilerden birine kars1 koymak i¢in radyasyonla sertlestirilmis olarak
tasarlanan ya da degerlendirilen entegre devreler:

a. 5x 10° Gy (silisyum) ya da daha ytiksek toplam doz;
b. 5 x 10° Gy (silicon)/s ya da daha yiiksek bir doz oran bozumu; Ya da
c. silisyum iizerinde 5 x 10" n/cm” ya da daha yiiksek notron akiciligi

(tlimlesik akis) (1 MeV karsilig1), ya da bunun diger maddeler i¢in karsiligi;
Not: 3A001.a.1.c. Metal Yalitkan Yar1 iletkenlere (MIS) uygulamaz.
2. Asagidaki 6zelliklerden birine sahip olan;"mikroislemci mikrodevreler”,
"mikrobilgisayar mikrodevreler”, mikrokontrolér mikrodevreler, bir bilesik yari
iletkenden imal edilen depolama entegre devreleri, analogdan-dijitale ¢eviriciler,
dijitalden-analoga ceviriciler, "sinyal isleme” i¢in tasarlanan elektro-optik ya da
"optik entegre devreler", alan programlanabilir mantik aletleri, sinirsel ag entegre
devreler, fonksiyonu bilinmeyen ya da i¢cinde entegre devre kullanilacak ekipmanin
kontrol durumu imalatc1 tarafindan bilinmeyen 6zel entegre devreler, Hizli Fourier
Transformu (FFT) islemciler, elektrikle silinebilir programlanabilir salt okunur
bellekler (EEPROMlIar), cakarbellekler (flash memory) ya da statik rasgele erigim
bellekler (SRAMIer):
a. 398 K (125°C) iistiinde bir ortam sicakliginda ¢alisma igin
degerlendirilme;



3.

b. 218 K (-55°C) altinda bir ortam sicakliginda caligsma igin
degerlendirilme; Ya da
C. 218 K (-55°C) ile 398 K (125°C) arasindaki bir ortam sicakligi
araliginda calisma i¢in degerlendirilme;
Not: 3A001.a.2. sivil otomobil ya da demiryolu treni uygulamalar i¢in entegre
devrelere uygulanmaz.
Bir bilesik yar1 iletkenden imal edilen ve 40 MHZz’i asan saat frekansinda

2 N

calisan mikroislemci mikrodevreler”, "mikrobilgisayar mikrodevreler” ve
mikrokontrolér mikrodevreler;

Not: 3A001.a.3. dijital sinyal islemcilerini, dijital dizi islemcilerini ve dijital
yardimei iglemcileri igerir.

4,
5.

bir bilesik yar iletkenden imal edilen depolama entegre devreleri;
Asagidaki benzeri analogdan-dijitale ¢evirici ve dijitalden-analoga cevirici

entegre devreleri:

6

a. Asagidaki 6zelliklerden birine sahip analogdan-dijitale geviriciler:
NOT : AYRICA 3A101’E BAKINIZ.
1. Saniyede 500 milyon kelimeden biiyiik bir ¢ikt1 hizinda, 8 bit ya da
daha fazla, ancak 10 bitten az bir ¢dziiniirliik;
2. Saniyede 200 milyon kelimeden biiyiik bir ¢ikt1 hizinda, 10 bit ya da
daha fazla, ancak 12 bitten az bir ¢oziiniirliik;
3. Saniyede 50 milyon kelimeden biiyiik bir ¢ikt1 hizinda, 12 bit’lik bir
¢Oziiniirliik;
4.  Saniyede 5 milyon kelimeden biiyiik bir ¢ikt1 hizinda, 12 bit ya da daha
fazla, ancak 14 bitten az bir ¢6ziiniirliik; Ya da
5. Saniyede 1 milyon kelimeden biiyiik bir ¢ikt1 hizinda, 14 bitten biiyiik
bir ¢oziiniirlik;

b. 12 bit ya da daha fazla ¢oziiniirliige ve 10 ns’den daha az bir “yerlesme
siiresi’ne sahip dijitalden-analoga c¢eviriciler;
Teknik not:
1. n bit’lik bir ¢oziiniirliik, 2" seviyesinde bir nicemleme diizeyine kargilik
gelir.
2. cikt1 kelimedeki bitlerin sayis1, analogdan-dijitale ¢eviricinin
¢cOziinlirliigiine esittir.
3. Cikt1 hizi, mimari ya da 6rnekleme dikkate alinmaksizin ¢eviricinin

maksimum ¢ikt1 hizidir. Saticilar ayrica 6rnekleme orani, gevirme orani ya da
isleme orani yerine ¢ikt1 hizina atifta bulunabilir. Sik sik megahertz (MHz) ya
da saniyede mega-6rnekleme (MSPS) olarak belirtilir.

4. ¢ikt1 hizim1 6lgme amaciyla, saniyede bir ¢ikt1 kelimesi, bir Hertz ya da
saniyede bir 6drnege esdegerdir.

Asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan, "sinyal isleme” i¢in tasarlanan

elektro-optik ya da "optik entegre devreler":

7.

a. Bir i¢ "lazer" diyottan bir ya da daha ¢ok;
b. Bir ya da daha fazla i¢ 151k tespit unsuru; Ve
c. Optik dalga kilavuzlar;
Asagidakilerlerden birini saglayan alan programlanabilir mantik aletleri:
a. 30,000'den daha fazla (2 girdi kapisi) bir esdeger kullanilabilir kap1
say1si;
b. 0.1 ns’den daha az bir tipik "temel kap1 lireme gecikme zaman"1; Ya da
c. 133 MHz’i asan bir gecis frekansi;

Not: 3A001.a.7. agagidakileri icerir:



Basit programlanabilir mantik aletleri (SPLDler)
Karmasgik programlanabilir mantik aletleri (CPLDler)
Alan programlanabilir kap1 dizileri (FPGAlar)
Alan programlanabilir mantik dizileri (FPLAlar)
Alan programlanabilir arabaglantilar (FPIClar)
NOT: Alan programlanabilir mantik aletleri ayrica, alan programlanabilir kap1 ya
da alan programlanabilir mantik dizileri olarak da bilinir
8. Kullanilmaz;
9. Sinirsel ag entegre devreleri;
10. Asagidaki 6zelliklerden birine sahip, fonksiyonu bilinmeyen ya da i¢inde
entegre devre kullanilacak ekipmanin kontrol durumu imalatg1 tarafindan bilinmeyen
0zel entegre devreler:

a. 1,000°den fazla terminal/ug;
b. 0.1 ns’den daha az bir tipik "temel kap1 lireme gecikme zamam"; Ya da
c. 3 GHz’i asan bir isletim frekansi;

11. 3A001.a.3 ile 3A001.a.10. arasinda ve 3A001.a.12.’de tanimlananlar disindaki,
herhangi bir bilesik yar1 iletkeni esas alan ve asagidakilerden birine sahip dijital
entegre devreler:

a. 3,000'den daha fazla (2 girdi kapisi) bir esdeger kullanilabilir kap1
sayisi,
b. 1,2 GHz’i asan bir gegis frekanst;

12. N nokta sayis1 oldugunda, bir N-noktali karmasik FFT i¢in, (N log, N) /20,480
ms’den kiiciik degerlendirilen gergeklestirme siiresine sahip Hizli Fourier
Transformu (FFT) islemcileri;
Teknik not:
N 1,024 noktaya esit oldugunda, 3A001.a.12.deki formiil 500 ps’lik bir
gergeklestirme siiresini verir.
Asagidaki benzeri mikrodalga ya da millimetre dalgal bilesenler:
1. Asagidaki benzeri elektronik vakum tiipleri ve katotlart:
Not 1: 3A001.b.1. asagidakiler 6zelliklerin tlimiinii saglayan herhangi bir
frekans bantinda ¢aligma i¢in tasarlanan ya da degerlendirilen kontrol tiiplerini
kontrol etmez.
a. 31.8 GHz’i asmama; Ve
b. Radyo-iletisimservisleri i¢in olan, ancak radyo-determinasyon i¢in
olmayan "[TU tarafindan tahsis edilme".
Not 2: 3A001.b.1. asagidakiler 6zelliklerin tiimiinii saglayan "uzay-kalifiye
olmayan” tiipleri kontrol etmez:
a. 50 W ya da daha az bir ortalama ¢ikis giicii; Ve
b.  Asagidakiler 6zelliklerin tiimiinii saglayan herhangi bir frekans
bandinda ¢alisma i¢in tasarlanma ya da degerlendirme:
1. 31.8 GHz’i asma fakat 43.5 GHZ’i asmama; Ve
2. Radyo-iletisimservisleri i¢in olan, ancak radyo-determinasyon i¢in
olmayan "ITU tarafindan tahsis edilme".
a. Yiiriiyen dalga tiipleri, darbe ya da siirekli dalga tipi, asagidaki benzeri:
1. 31.8 GHZz’i asan frekanslarda ¢alisma,;
2. 3 saniyeden daha kiiciik degerlendirilmis RF giiciine agma siiresiyle bir
katot 1s1tic1 unsuruna sahip olma;
3. %7’den daha fazla bir "fraksiyonel bant genisligi’ne ya da 2.5 kW’1
asan bir doruk giice sahip akuple oyuk tiip ya da bunlarin tiirevleri;



4.  Asagidakiler 6zelliklerin birine sahip helis tiipler ya da bunlarin
tiirevleri:
a. Ortalama giicilin (kW olarak) 0.5'den daha fazla frekansla (GHz
olarak) carpimi seklindeki bir oktavdan daha fazla bir "anlik bant
genisligi";
b. Ortalama giiclin (kW olarak) 1'den daha fazla frekansla (GHz
olarak) ¢arpimu seklindeki bir oktav ya da daha az bir "anlik bant
genisligi"; veya

c. “uzay nitelikli” olma;
b. 17 dB’ den daha fazla bir kazanima sahip ¢apraz-alan yiikseltici tiipleri;
c. 5 A/cm yi asan degerlendirilmis ¢aligma sartlarinda araliksiz emisyon

akimi yogunlugu iireten elektronik tiipler i¢in tasarlanan emdirilmis katotlar;
2. Asagidakilerden birine sahip olan mikrodalga monolitik entegre devre (MMIC)
gii¢ yukselticiler:
a. %15°den biiyiik “fraksiyonel bant genisligi”’yle 4 W (36 dBm)’dan
biiyiik bir ortalama ¢ikt1 giicline sahip olan ve 3.2 GHz’i asip 6 GHz’e kadar olan
frekanslarda ¢alisma i¢in degerlendirilme;
b. %10’dan biiyiik “fraksiyonel bant genisligi”’yle 1 W (30 dBm)’dan
biiyiik bir ortalama ¢ikt1 giicline sahip olan ve 6 GHz’i asip 16 GHz’e kadar olan
frekanslarda ¢alisma i¢in degerlendirilme;
c. %10’dan biiyiik “fraksiyonel bant genisligi”yle 0,8 W (29 dBm)’dan
biiyiik bir ortalama ¢ikt1 giiciine sahip olan ve 16 GHz’i asip 31,8 GHz’e kadar
olan frekanslarda ¢alisma ic¢in degerlendirilme;

d. 31,8 GHz’1i asip 37,5 GHz’e kadar olan frekanslarda ¢aligma igin
degerlendirilme;
e. %10’dan biiyiik “fraksiyonel bant genisligi”’yle 0,25 W (24 dBm)’dan

biiyiik bir ortalama ¢ikt1 giiciine sahip olan ve 37,5 GHz’i asip 43,5 GHz’e kadar
olan frekanslarda ¢alisma i¢in degerlendirilme; Ya da
f. 43,5 GHz’i asan frekanslarda c¢alisma i¢in degerlendirilme.
Not 1: 3A001.b.2. 40.5 GHz ile 42.5 GHz arasindaki frekans araliginda ¢alisma
i¢in tasarlanan veya degerlendirilen yayin uydusu ekipmanini kontrol etmez.
Not 2: Degerlendirilmis caligma frekans1 3A001.b.2.a. ile 3A001.b.2.f. arasinda
tarif edilen bir frekans araligindan fazlasinda listelenen frekanslarini iceren
MMIC’nin kontrol durumu, en diisiik ortalama ¢ikt1 gii¢c kontrol esigince tayin
edilir.
Not 3: Kategori 3 basligindaki Not 1 ve 2, 3A001.b.2.’nin, diger uygulamalar
icin (6rnegin telekomiinikasyon, radar, otomobiller) 6zellikle tasarlandiklarinda
MMIC’leri kontrol etmedigini tarif eder.

3.  Asagidakilerden birini saglayan kesirli mikrodalga transistorler:

a. 60 W (47,8 dBm)’dan biiytik bir ortalama ¢ikt1 giiciine sahip olan ve 3.2
GHz’i agip 6 GHz’ e kadar olan frekanslarda ¢alisma icin degerlendirilme;

b. 20 W (43 dBm)’dan biiyiik bir ortalama ¢ikt1 giiciine sahip olan ve 6
GHz’i asip 31,8 GHz’e kadar olan frekanslarda ¢alisma i¢in degerlendirilme;

c. 0,5 W (27 dBm)’dan biiyiik bir ortalama ¢ikt1 giiciine sahip olan ve 31.8
GHz’1 as1p 37,5 GHz’e kadar olan frekanslarda ¢alisma i¢in degerlendirilme;

d. 1 W (30 dBm)’dan biiyiik bir ortalama ¢ikt1 giiciine sahip olan ve 37.5

GHz’1 as1p 43,5 GHz’e kadar olan frekanslarda ¢alisma i¢in degerlendirilme; Ya
da
e. 43.5 GHz’i asan frekanslarda c¢alisma i¢in degerlendirilme.



Not: Degerlendirilmis calisma frekansi 3A001.b.3.a. ile 3A001.b.3.e. arasinda
tarif edilen bir frekans araligindan fazlasinda listelenen frekanslarmi iceren
transistoriin kontrol durumu, en diisiik ortalama ¢ikt1 gii¢ kontrol esigince tayin
edilir.
4.  Asagidakilerlerden birini saglayan mikrodalga kati hal yiikselticiler ve
mikrodalga yiikselticileri igeren mikrodalga montajlar/modiiller:
a. %15°den biiyiik “fraksiyonel bant genisligi”’yle 60 W (47,8 dBm)’dan
biiyiik bir ortalama ¢ikt1 giicline sahip olan ve 3.2 GHz’i asip 6 GHz’e kadar olan
frekanslarda ¢alisma i¢in degerlendirilme;
b. %10’dan biiyiik “fraksiyonel bant genisligi’yle 15 W (42 dBm)’dan
biiyiik bir ortalama ¢ikt1 giiciine sahip olan ve 6 GHz’i asip 31,8 GHz e kadar
olan frekanslarda ¢alisma icin degerlendirilme;

c. 31.8 GHz’i asip 37,5 GHz’e kadar olan frekanslarda ¢alisma igin
degerlendirilme;
d. %10’den biiyiik “fraksiyonel bant genisligi’yle 1 W (30 dBm)’dan

biiyiik bir ortalama ¢ikt1 giiciine sahip olan ve 37,5 GHz’1 asip 43,5 GHz’e kadar
olan frekanslarda ¢alisma icin degerlendirilme;
e. 43,5 GHz’i asan frekanslarda ¢alisma i¢in degerlendirilme; Ya da
f. 3,2 GHz’i asan frekanslarda calisma i¢in degerlendirilip asagidakilerin
tiimiine sahip olma:
1. 150’nin maksimum calisma frekansinin (GHz olarak) karesine
boliimiinden daha biiyiik bir ortalama ¢ikt giicii (watt olarak), P, [P>150
W*GHZ/fr,];
2. %S5 ya da daha biiyiik bir fraksiyonel bant genisligi; Ve
3. Uzunlugu, d, (cm olarak) 15’in GHz olarak en diisiik calisma frekansia
boliimiine esit veya daha diisiik olan [d< 15cm*GHz/ fgy;,] birbirine dik
herhangi iki kenar.
Teknik not:
3A001.b.4.f.3'deki formiilde, asag1 3.2 GHz’e dogru [d< 15cm*GHz/3.2
GHz] degerinin altina uzanan degerlendirilmis ¢alisma araligina sahip olan
yiikselticiler i¢in, 3.2 GHz en diisiik ¢alisma frekansi (fgy,) olarak
kullanilmalidir.
NOT: MMIC gii¢ yiikselticileri 3A001.b.2'deki kriterlere gore
degerlendirilmelidir.
Notel: 3A001.b.4., 40.5 GHz ile 42.5 GHz arasindaki frekans aralifinda
calisma i¢in tasarlanan veya degerlendirilen yaym uydusu ekipmanini kontrol
etmez.
Not 2: Degerlendirilmis ¢alisma frekans1 3A001.b.4.a. ile 3A001.b.4.e.
arasinda tarif edilen bir frekans araligindan fazlasinda listelenen frekanslarin
igeren {irliniin kontrol durumu, en diisiik ortalama ¢ikt1 gii¢ kontrol esigince
tayin edilir.
5. 10 ps’den az siire i¢inde 1.5:1 frekans bandinda (f__ /f . ) ayarlama yapabilen

5’den fazla ayarlanabilir rezonatdre sahip olan ve asagidakilerden birini saglayan
elektronik ya da manyetik olarak ayarlanabilen bant-ge¢is ya da bant-durma
filtreleri:

a. Orta frekansin %0.5’inden daha fazla bir bant-gecis bant genisligi; Ya
da
b. Orta frekansin %0.5’inden daha az bir bant-durma bant genisligi;

6. Kullanilmaz;



C.

7.  Burada belirtilen sinirlarin 6tesine, 3A002.c., 3A002.e. veya 3A002.f.°de
tanimlanan ekipmanin frekans araligini genisletmek igin tasarlanan kanstiricilar ve
doniistiiriiciiler;

8. 3A001.b.de belirtilen tiipleri i¢eren ve asagidakilerin tiimiinii saglayan
mikrodalga gii¢ yiikselticiler:

a. 3 GHz lizerinde caligma frekanslari;
b. 80 W/kg’1 asan bir ortalama ¢ikis gli¢ yogunlugu; Ve
c. 400 cm’'den daha az bir hacim;

Not: 3A001.b.8. radyo-iletisim servisleri i¢in olan, ancak radyo-determinasyon

i¢in olmayan "ITU tarafindan tahsis edilmis" herhangi bir frekans bandinda

calisma i¢in tasarlanan veya degerlendirilen ekipmani kontrol etmez.
Asagidaki benzeri akustik dalga aletleri ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan

bilesenler:

d.

1.  Asagidakilerden birini saglayan ylizey akustik dalga ve yiizey tabaka (yiizeysel
hacim) akustik dalga cihazlar1 (yani malzemelerde esnek dalgalar1 uygulayan “sinyal
isleme” cihazlari):
a. 2.5 GHz’i asan bir tasiyici frekans;
b. Asagidakilerden birini saglayan ve 1 GHz asip 2.5 GHz’in altinda olan
bir tasiyici frekans:
1. 55db’i asan bir frekans yan kulak geri ¢evirmesi;
2. Enyiksek gecikme siiresi ve bant genisligi 100'den fazla olan (zaman
us olarak ve bant genisligi MHz olarak) bir {iriin;
3. 250 MHz’den daha biiyiik bir bant genisligi; Ya da
4. 10 ps’den daha fazla bir ayirici(dispersive) gecikme; Ya da
c. Asagidakilerden birini saglayan 1 GHz ya da daha az bir tasiyici
frekans:
1. Enyiiksek gecikme siiresi ve bant genisligi 100'den fazla olan (zaman
us olarak ve bant genisligi MHz olarak) bir {iriin;
2. 10 ps’den daha fazla bir ayirici(dispersive) gecikme; Ya da
3. 55db’i asan bir frekans yan kulak geri ¢cevirmesi ve 50 MHz’den daha
biiyiik bir bant genisligi;
2. 1 GHz’i asan frekanslardaki sinyallerin dogrudan iglenmesine izin veren kitle
(hacim) akustik dalga cihazlari (yani esnek dalgalar1 uygulayan “sinyal isleme”
cihazlari);
3.  Sinyallar ya da sekillerin dogrudan islenmesine (spektral analiz, korelasyon ve
konvoliisyon dahil) izin veren akustik dalgalar (kitle dalgalar1 ve yiizey dalgalar1) ve
151k dalgalar1 arasindaki etkilesimi uygulayan akustik-optik “sinyal isleme” cihazlari;
“Siiper iletken” iceriklerden en az birinin “kritik sicaklig1” altindaki

sicakliklarda ¢aligma icin 6zellikle tasarlanan “siiper iletken” malzemelerden imal
edilen, agagidaki 6zelliklerden birine sahip elektronik cihazlar ve bilesenleri igeren

devreler:

1. Kap1 basina gecikme zamani (saniye olarak) ve kapi basina gii¢ dagiliminin
(watt olarak) iiriiniine sahip, 10" J’den az degere sahip “siiper iletken” kapilari
kullanan dijital devreleri akim anahtarlamasi; veya
2. Tim frekanslarda 10,000’i asan Q-degerlerine sahip rezonans devrelerini
kullanarak frekans se¢imi;
Asagidaki benzeri yiiksek enerjili cihazlar:

1.  Asagidaki benzeri bataryalar ve fotovoltaik diziler:

Not: 3A001.¢.1. 27 cm’ ya da daha az hacimli bataryalari (6rnegin standart

C-hiicreleri ya da R14 bataryalar) kontrol etmez.



a. 243 K (-30°C)’in altindan 343 K (70°C)’in iizerine olan sicaklik
araliginda calisma i¢in degerlendirilmis, 480 W-saat/kg’1 asan bir ‘enerji
yogunlugu’na sahip birincil hiicre ve bataryalar;

b. 253 K (-20°C)’in altindan 333 K (60°C)’in iizerine olan sicaklik
araliginda ¢aligma sirasinda, C/5 saate esit (C amper saat olarak anma kapasitesi)
bir desarj akiminda 75 sarj/desarj dongiisii sonrasinda 150 W-saat/kg’1 agan bir
‘enerji yogunlugu’na sahip sarj edilebilir hiicre ve bataryalar;

Teknik not:

‘Enerji yogunlugu’, saat olarak desarj siiresindeki watt olarak ortalama giiclin
(volt olarak ortalama gerilim ¢arp1 amper olarak akim), agik devre geriliminin
%75’1nin hiicrenin (veya bataryanin) kg olarak toplam kiitlesine boliimiiyle
carpilmasiyla elde edilir.

c. 2,800 K (2,527°C)’de 1 kW/mz’lik bir tungsten aydinlanmasi altinda,
301 K (28°C)’lik ¢alisma sicakliginda 160 W/m?’yi asan 6zel giice sahip"uzay
nitelikli” ve radyasyonla sertlestirilmis fotovoltaik diziler;
2. Asagidaki benzeri yiiksek enerjili depolama kapasitorleri:
NOT: AYRICA 3A201.A’YA BAKINIZ.
a. Asagidakilerin tiimiinii saglayan, 10 Hz’den az bir yineleme frekansina
sahip kapasitorler (tek atis kapasitor):
1. 5kV ya da daha fazla bir gerilim degerlendirmesi;
2. 250 J/kg ya da daha fazla bir enerji yogunlugu; Ve
3. 25 k] ya da daha fazla bir toplam enerji;
b. Asagidakilerin timiinii saglayan, 10 Hz ya da daha fazla bir yineleme
frekansina sahip kapasitorler (yineleme degerlendirmeli kapasitorler):
1. 5kV ya da daha fazla bir gerilim degerlendirmesi;
2. 50 J/kg ya da daha fazla bir enerji yogunlugu; Ve
3. 100 kJ ya da daha fazla bir toplam enerji;
4. 10,000 ya da daha fazla bir sarj/desarj devir dmrii;
3.  Bir saniyeden az siirede tamamen sarj ya da desarj edilmek {izere 6zellikle
tasarlanan, asagidakilerin hepsini saglayan "siiper iletken" elektrikli miknatislar ve
solenoitler
NOT: AYRICA 3A201.B’YE BAKINIZ.
Not: 3A001.e.3. Manyetik Rezonans Goriintiileme (MRI) tibbi ekipmani igin
ozellikle tasarlanan elektrikli miknatislar ya da solenoitleri kontrol etmez.

a. [k saniyede 10 kJ’ii asan, desarj sirasinda verilen enerji;
b. Akim tagiyan kanatlarin 250 mm’nin tizerinde i¢ ¢aplari; Ve
c. Kanat ici 300 A/mmz’den fazla “kapsamli akim yogunlugu” veya 8
T’dan biiylik manyetik endiiksiyon i¢in degerlendirilme;
f. Asagidakilerden birini saglayan, doner girdi tipi mil mutlak konum
kodlayicilart:

1. Tam 6lgegin 265,000'da 1 boliimiinden (18 bit ¢dziiniirliikk) daha iyi bir
¢Oziintirliik; Ya da
2. +2.5 saniye arkdan daha iyi bir dogruluk.

3A002 Asagidaki benzeri genel amach elektronik techizat:
a. asagidaki benzeri kayit ekipmani ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan deneme
bantt:
1.  Asagidakilerden birini saglayan, dijital sinyallerin kaydina izin verenleri i¢eren
(6rnegin bir yliksek yogunluk dijital kaydetme (HDDR) modiilii kullanarak) analog
enstriimantasyon manyetik bant kaydediciler



a. Elektronik kanal ya da iz basina 4 MHz’1 asan bir bant genisligi;

b. Elektronik kanal ya da iz basina 2 MHz’i agan bir bant genisligi ve
42'den fazla ize sahip olma; Ya da
c. uygulanabilen IRIG ya da EIA dokiimanlarina gore dlgiilen, £ 0.1

ps’den kisa bir zaman degisimi (esasi) hatasi;
Not: Sivil video amaglariyla 6zellikle tasarlanan analog manyetik bant
kaydediciler, enstriimantasyon band kaydediciler olarak kabul edilmez.
2. 360 Mbit/s’yi asan bir en yliksek dijital arayiizey aktarma oranina sahip dijital
video manyetik bant kaydediciler;
Not: 3A002.a.2. ITU, IEC, SMPTE, EBU, ETSI ya da IEEE tarafindan sivil
televizyon uygulamalari i¢in standartlagtirip 6nerilen, sikistirilmis bir sinyal
formati igerebilen bir sinyal formati kullanarak televizyon kaydetmede kullanim
icin 6zellikle tasarlanan dijital videoyu manyetik bant kaydedicileri kontrol etmez.
3. Helisli tarama teknikleri ya da sabit kafa teknikleri uygulayan dijital
enstriimantasyon manyetik bant veri kaydediciler:
a. 175 Mbit/s’i asan bir en yliksek dijital arayiizey aktarma orani; Ya da
b. "uzay nitelikli” olma;
Not: 3A002.a. HDDR doniistiirme elektronikleriyle techiz edilen ve sadece dijital
veri kaydetmek icin konfigiire edilen analog manyetik bant kaydedicileri kontrol
etmez.
4. 175 Mbit/s’i asan bir en yiiksek dijital arayiizey aktarma oranina sahip olan,
dijital enstriimantasyon veri kaydedici olarak kullanmak amacrtyla dijital video
manyetik bant kaydedicileri doniistiirmek icin tasarlanan ekipman;
5.  Asagidakilerin tiimiinii saglayan dalga bi¢imi sayisallastiricilar ve gegici
kaydediciler:
a. Saniyede 200 milyon 6rnek ya da daha fazla bir sayisallagtirma orani ve
10 bit ya da fazla bir ¢oziiniirlik; Ve
b. 2 Gbit/s ya da daha fazla bir araliksiz islem miktari;
Teknik not:
Bir paralel veriyolu mimarisine sahip aletlerde, araliksiz islem miktart,
kelimedeki bit sayisinin en yiiksek kelime oraniyla ¢arpimidir.
Araliksiz islem, 6rnek alma oran1 ve analogdan dijitale doniisiim siirdiiriiliirken
aletin y1gin depolamaya herhangi bir bilginin kayb1 olmaksizin ¢ikti
verebilecegi en yiiksek veri hizidir.
6. Asagidakilerin tiimiinii saglayan, manyetik disk depolama teknigi kullanarak
dijital enstriimantasyon veri kaydediciler:

a. Saniyede 100 milyon 6rnek ya da daha fazla bir sayisallagtirma orani ve
8 bit ya da fazla bir ¢oziiniirliik; Ve
b. 1 Gbit/s ya da daha fazla bir araliksiz islem miktari;
b. Secilmig bir frekansdan bir digerine 1 ms'den kisa "frekans anahtarlama
zaman'na sahip olan "frekans sentezleyici" "elektronik cihaz"lar;
c. Asagidaki benzeri radyo frekans “sinyal analizorleri’:

1. 31.8 GHz’i asan fakat 37.5 GHz’i asmayan analiz frekanslarini yapabilen ve
10 MHz’1 asan 3 dB ¢oziiniirliik bant genisligine (RBW) sahip “sinyal analizorleri”;
2. 43.5 GHz’i asan analiz frekanslarini yapabilen “sinyal analizorleri”;
3. 500 kHz’i asan “gergek zamanli bant genisligi’ne sahip "dinamik sinyal
analizorleri";
Not: 3A002.c.3. sadece sabit ylizde bant genigligi filtreleri kullanan "dinamik
sinyal analizdrleri"ni kontrol etmez (ayrica oktav ya da fraksiyonel oktav filtre

olarak da bilinir).



d. Dogrulugu, kisa dénem ve uzun dénem kararliligi i¢ esas frekans tarafindan
kontrol edilen, tiiretilen ve diizenlenen ve asagidakilerden birini saglayan ¢ikti
frekanslar tireten frekans sentezlenmis sinyal {iretecleri:
1.  31.8 GHz’i asan fakat 43.5 GHz’i asmayan ve 100 ns’den kisa bir darbe siiresi
iiretmek tizere degerlendirilen bir maksimum sentezlenmis frekans;
2. 43.5 GHz’i agan bir maksimum sentezlenmis frekans;
3. Secilmis bir frekansdan bir digerine 1 ms'den kisa siirede gecen bir "frekans
anahtarlama zaman"1; veya
4. dBc/Hz’de -(126 + 20 log, F - 20 log,,f)’den daha 1y1 bir tek yan-bantl (SSB)
faz giiriiltiisii; burada F, Hz olarak, ¢aligma frekansindan ayrilma ve f, MHz olarak,
calisma frekansi;
Teknik not:
3A002.d.1'in amaglar igin, “darbe siiresi” dorugun %90’1na ulasan bir darbenin
baslangic kenariyla, dorugun %10’una ulasan bir darbenin ¢ikis kenar1 arasindaki
yla ve nabizin arka kenarinin 90%1 basaran nabizinin hiicum kenarinin arasinda
zaman araligi olarak tanimlanir.
Not: 3A002.d. i¢inde ¢ikt1 frekansinin iki ya da daha fazla kristal osilator
frekanslarinin eklenmesi ya da ¢ikarilmasi tarafindan ya da sonucun ¢ogalmasindan
sonraki eklenme ya da ¢ikarilma tarafindan tiretildigi ekipmani kontrol etmez.

e. 43.5 GHz’i asan bir maksimum ¢aligma ag analizorleri;
f. Asagidakilerin timiinii yapan mikrodalga test alicilar:
1. 43.5 GHz’i asan bir en yiiksek caligma frekansi; ve
2. Genligi ve faz1 aynm1 anda 6l¢ebilme;

g. Asagidakilerden birini saglayan atomik frekans standartlari:

I. 1x 10—l 1/ ay’dan az (daha iyi) uzun donemli kararlilik (yaslandirma); ya da
2. "Uzay nitelikli” olma.
Not: 3A002.g.1. "uzay nitelikli” olmayan rubidyum standartlarini kontrol etmez.

3A003 Dielektrik akigkan, isletim sicaklik araligi icinde elektronik bilegenleri muhafaza
etmek icin ozellikle tasarlanan piiskiirtme u¢larini kullanarak elektronik bilesenler iizerine
puskiirtiildiigiinde, kapali dongii akiskan muhafaza ve yenileme ekipmanini yalitilmis bir kap
icinde uygulayan sprey sogutma termal yoneticilik sistemleri ve bunlara ait 6zellikle
tasarlanmig bilegenler.

3A101 3A001°de belirtilen disindaki, asagidaki benzeri elektronik ekipman, alet ve bilesenler:

a. takviyeli ekipman i¢in askeri sartnameyi saglamak {izere tasarlanan,
"fiizeler”de kullanilabilen analogdan-dijitale ¢eviriciler;
b. Bremsstrahlung tarafindan 2 MeV ya da daha fazla ivmelendirilmis

elektronlardan tiretilen elektromanyetik radyasyonu gonderebilen ivmelendiriciler, ve bu
ivmelendiricileri iceren sistemler.
Not: Yukaridaki 3A101.b. tibbi amaglar i¢in 6zellikle tasarlanan ekipmani belirtmez.

3A201 3A001°de belirtilenler disindaki agsagidaki benzeri elektronik bilesenler;
a. Asagidaki 6zellik kiimelerinden birine sahip olan kapasitorler:
1.
1.4 kV’dan biiytik gerilim degeri;
10 J’den biiyiik energy depolamast;
0.5 pF’dan biiyiik siga; ve
50 nH’den az seri s1ga; veya

o oe



a. 750 V’dan biiyiik gerilim degeri;

b. 0.25 pF’dan biiyiik siga; ve

c. 10 nH’den az seri s1ga;
b. Asagidakiler 6zelliklerin tiimiine sahip olan siiperiletken solenoid elektrikli
muknatislar:

1. 2 T’dan biiylik manyetik alanlar olusturabilme;

2. 2'den daha biiytiik bir uzunluk i¢ ¢ap oran;

3. 300 mm’den daha biiyiik bir i¢ ¢cap; Ve

4.  I¢ hacmin merkezi %50’sinde, %1 °den daha iyi manyetik alan muntazamligi;
Not: 3A201.b. tibbi niikleer manyetik rezonans (NMR) goriintiileme sistemlerinin
‘parcalar1 olarak’ 6zellikle tasarlanan veya ihrag¢ edilen miknatislar1 kontrol etmez.
‘parcalari olarak’ deyiminin, ayn1 yiiklemede fiziksel parcasi anlamian gelmesi
gerekmez; ilgili ihracat dokiimanlarinin, yiiklemelere ait goriintiileme sistemlerinin
‘parcasi olarak’ gonderildigini acikca belirtmesi kaydiyla, farkli kaynaklardan ayr
yiiklemelere izin verilir.

c. Asagidaki 6zellik kiimelerinden birine sahip olan ¢akar (flash) X-1g1n1
iiretecleri veya darbeli elektron ivmelendiriciler:
1.
a. 500 keV ya da daha biiyiik, fakat 25 MeV’den az bir ivmelendirici
doruk elektron enerjisi; Ve
b. 0.25 ya da daha biiylik bir ‘bagarim 6l¢iisii’ne (K) sahip olma; Ya da
2.
a. 25 MeV ya da daha biiyiik bir ivmelendirici doruk elektron enerjisi; Ve
b. 50 MW’dan daha biiyiik bir ‘doruk gii¢’.

Not: 3A201.c. elektron demedi ya da x-151n1 radyasyonu (6rnegin elektron
mikroskobu) amaglari i¢in tasarlanan cihazlarin bilesen boliimleri olan
ivmelendiricileri ya da tibbi amaglar icin tasarlananlar kontrol etmez:
Teknik not:
1.  ‘Basarim 0l¢iisi’ (K) sOyle tanimlanir:
K =1.7x 10°V**Q
V, milyon elektron volttaki doruk elektron enerjisidir.
Ivmelendirici 151 darbe siiresi 1 us ya da daha azsa, Q Coulomb olarak toplam
ivmelendirilmis yiiktiir. fvmelendirici 151 darbe siiresi 1 pus’den biiyiikse, Q 1
us i¢indeki maksimum ivmelendirilmis yiiktiir.
Q, 1 amper olarak 151n akim1 ve t saniye olarak siire oldugunda, 1 ps ya da 151n
darbesi siiresi boyunca i’nin t’ye gére integralidir(Q = [ idt).
2. Doruk gii¢ = (volt olarak doruk potansiyel) x (amper olarak doruk 1s1n akimi)
3.  Mikrodalga ivmelendirici oyuklarini esas alan makinelerde, 1s1n darbesinin
siiresi, 1 us ya da bir mikrodalga modiilatdr darbesinden kaynaklanan bir araya
getirilmis 151n paketinin siiresidir.
4.  Mikrodalga ivimelendirici oyuklarini esas alan makinelerde, doruk 1s1n akima,
bir araya getirilmis 151n paketinin siiresindeki ortalama akimdir.

3A225 0B001.b.13'de belirtilenler disindaki, asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip frekans
degistiriciler ya da tliretecler:

a. 40 W ya da daha biiyiik bir gii¢ temin edebilen ¢ok evreli ¢ikti;
b. 600 ve 2000 Hz arasindaki frekans araliginda ¢alisabilme;
c. %10’dan daha iyi (daha az) toplam uyumlu (harmonik) bozulmay1

(distorsiyon); Ve
d. 9%0.1°den daha iyi (daha az) frekans kontrolii.



Teknik not:
3A225'deki frekans degistiriciler, ayrica konvertorler ya da invertorler olarak bilinir.

3A226 Asagidaki 6zelliklerin her ikisini saglayan, 0B001.j.6'da belirtilenler disindaki yiiksek
gli¢ dogru akim gii¢ kaynaklari:

a. 500 A ya da daha biiyiik bir akim ¢ikisiyla 8 saat siire boyunca, 100 V ya da
daha fazlasim siirekli olarak tiretebilme; ve
b. 8 saat siire boyunca, %0.1°den daha iyi akim ya da gerilim kararlilig:.

3A227 Asagidaki 6zelliklerin her ikisini saglayan, 0B001.j.5'de belirtilenler digindaki yiiksek
voltaj dogru akim gii¢ kaynaklart:

a. 1 A ya da daha biiyiik bir akim ¢ikisiyla 8 saat siire boyunca, 20 V ya da daha
fazlasim siirekli olarak tiretebilme; ve
b. 8 saat siire boyunca, %0.1°den daha iyi akim ya da gerilim kararlilig1.

3A228 Asagidaki benzeri anahtarlama aletleri:
a. Asagidaki 6zelliklerin tiimiinii saglayan, gaz doldurulmus olan ya da olmayan,
kivilcim bosluguna benzer sekilde ¢alisan soguk-katot tiipler:
1. Ug ya da daha fazla elektrodu icerme;
2. 2.5kV ya da daha fazla anot doruk gerilim degerlendirmesi;
3. 100 A ya da daha fazla anot doruk akim degerlendirmesi; Ve
4. 10 us ya da daha az anot gecikme zamant;
Not: 3A228 gaz kritron tiipler ve vakum spritron tiipleri igerir.
b. Asagidakiler 6zelliklerin her ikisini saglayan tetiklenmis kivilcim-bosluklari:
1. 15 ps ya da daha az bir anot gecikme zamani; Ve
2. 500 A ya da daha fazla anot doruk akim degerlendirmesi;
c. Oran birimleri ya da bir hizli anahtarlamayla toplantilar asagidakiler
ozelliklerin tlimiinii yapmak islerler:
1. 2 kV’dan daha fazla anot doruk gerilim degerlendirmesi;
2. 500 A ya da daha fazla anot doruk akim degerlendirmesi; Ve
3. 1 psya da daha az agilma zamant;

3A229 Asagidaki benzeri atesleme takimlar ve esdeger yiiksek akim darbe iiretecleri:
NOT: AYRICA ASKERi MALLARIN KONTROLUNE BAKINIZ.
a. 3A232'de belirtilen ¢oklu kontrollii detonatérleri tahrik etmek icin tasarlanan
patlayici detonator atesleme takimlar;
b. Asagidakiler 6zelliklerin tiimiine sahip olan modiiler elektrik darbe iiretecleri
(pulsorler):
1.  Tasmabilir, seyyar(mobil) ya da takviyeli kullanim i¢in tasarlanma;
Toz gegirmeyen bir mahfaza i¢inde bulunma;
15 ps’den daha az siirede enerjisini dagitabilme;
100 A'den daha biiyiik bir ¢ikt1 sahip olma;
40 ohm’dan az yiiklere 10 pus’den daha az bir ‘yiikselis zaman1’;
254 mm’den daha biiyiik olmayan bir boyut;
25 kilogramdan daha az agirlik; ve
223 K (-50°C) ile 373 K (100°C) arasindaki genisletilmis sicaklik araliginda
kullanlm icin belirtilme veya uzay/havacilik uygulamalari i¢in uygun olarak
belirtilme.
Not: 3A229.b. ksenon el feneri siirliciileri igerir.
Teknik not:
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3A229.b.5.de, “yiikselis zamant’, bir direng yiikiinii siirdiiriirken, akim genliginin
%10’undan %90’una olan zaman arali1 olarak tanimlanir.

3A230 Asagidakiler 6zelliklerin her ikisini saglayan yiiksek-hiz darbe iiretecleri:

a. 55 ohm’dan daha az bir direng yiikiine 6 V’dan daha biiyiik ¢ikti gerilimi, ve
b. 500 ps’den daha az ‘darbe gegis zamani1’.
Teknik not:

3A230, ‘darbe gegis zamani’, 10% ve 90% gerilim genligi arasindaki zaman aralig1
olarak tanimlanir.

3A231 Asagidakiler 6zelliklerin her ikisini saglayan tiipleri iceren nétron iireteg sistemleri:

a. Bir dis kaynakli vakum sistem olmaksizin ¢aligma i¢in tasarlanma; Ve
b. Bir trityum doteryum niikleer reaksiyonu baslatmak i¢in yardimer elektrostatik
ivmelendirme.

3A232 Asagidaki benzeri detonatorler ve cok noktali baglatma sistemleri:
NOT: AYRICA ASKERI MALLARIN KONTROLUNE BAKINIZ.

a. Asagidaki benzeri elektrikle galistirilan patlayici detonatorleri:
1. Patlayan koprii (EB);
2. Patlayan koprii tel (EBW);
3. Slaper (vurucu/yassi parga);
4. Patlayan folyo atesleyiciler (EFI);

b. Hemen hemen eszamanh olarak, yiizey iizerine 2.5 us’den daha kisa atesleme
yayilma siiresi i¢inde 5,000 mm?'den daha biiyiik patlayici bir yiizeyi tek bir atesleme
sinyalinden ateslemek iizere tasarlanan tek ya da ¢oklu detonatorleri kullanan
diizenekler.
Not: 3A232 kursun azit gibi, sadece birincil patlayicilar kullanan detonatérleri kontrol
etmez.
Teknik not:
3A232'de ilgili detonatdrlerin tiimii, hizl, yliksek akimli elektrik darbesi {izerinden
gecerken patlayici sekilde buharlagsan kiigiik bir elektrik iletkenden (koprii, koprii tel ya da
folyo) faydalanir. Slaper/yassi olmayan tiplerde, patlayan iletken temas saglayan yiiksek-
derecede patlayict malzeme (PETN — Pentaeritritoltetranitrat- gibi) i¢inde kimyasal
patlamay1 baslatir. Slaper/yass1 detonatorlerde, elektriksel iletkenin patlayici sekilde
buharlasmasi bir bosluk {izerinde bir fitilleyiciyi ya da slaperi ¢alistirir ve slaperin
patlayici tizerindeki etkisi kimyasal bir patlamay1 baslatir. Patlayan folyo detonator
terimiyle bir EB ya da slaper tipi detonator anlaminda kullanilabilir. Ayrica, atesleyici
kelimesi, bazi durumlarda detonator kelimesi yerine kullanilir.

3A233 230 atomik kiitle birimi ya da daha biiyiik iyonlar1 6lgebilen ve 230°da 2 bdliimden
daha iyi bir ¢oziiniirliige sahip olan asagidaki benzeri 0B002.g’de belirtilenler disindaki kiitle
spektormetreler ve bunlara ait iyon kaynaklari:

a. Endiiktif akuple plazma kiitle spektrometresi(ICP/MS);

b. Akkor desarj kiitle spektrometreleri(GDMS);

c. Termal iyonlasma kiitle spektrometreleri(TIMS);

d. UF¢’ya dayanikli malzemelerden yapilan ya da bunlarla kaplanan bir kaynak

odasina sahip olan elektron bombardimana kiitle spektrometreleri;
e. Asagidakiler 6zelliklerin birini saglayan molekiiler 151n kiitle spektrometreleri:



f.

1. Paslanmaz celik ya da molibdenle yapilan ya da bunlarla kaplanan ve 193 K (-
80°C) ya da daha diisiik sicakliklara sogutabilen bir soguk tuzakla donatilan bir
kaynak odasi; Ya da
2.  UF¢’ya dayaniklh malzemelerden yapilan ya da bunlarla kaplanan bir kaynak
odasi;

Aktinitler ya da aktinit floriirler i¢in tasarlanan, bir mikroflorlanma iyon

kaynagiyla donatilmis kiitle spektrometreleri.

3B

Test Muayene ve Uretim Ekipmam

3B001 Yar iletken aletler ya da maddelerin iiretimi i¢in asagidaki benzeri ekipman ve
bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler ve aksesuar:

a.

€.

Epitaksiyal gelisme icin tasarlanan asagidaki benzeri ekipman:
1. 75 mm ya da daha fazla bir mesafe boyunca %+ 2.5’dan az bir muntazamlikta
kalinlikla, silisyum digindaki herhangi bir malzeme katmanini iiretebilen ekipman;
2. 3C003 ya da 3C004'de belirtilen maddeler arasinda kimyasal reaksiyonla
bilesik yari iletken kristal gelisimi igin 6zellikle tasarlanan metal organik kimyasal
buharli depozisyon (MOCVD) reaktorleri;
3.  Gazya da kat1 kaynaklar kullanan Molekiiler 1s1n epitaksiyal gelisme
ekipmani;
Asagidakilerden birini saglayan iyon implantasyonu i¢in tasarlanan ekipman:
1.  1MeV’u asan bir 151n enerjisi (hizlandirma gerilimi);
2. 2 keV’dan daha az bir 151n enerjisinde (hizlandirma gerilimi) ¢alismak iizere
tasarlanan ve optimize edilme;
3. Dogrudan yazabilme yetenegi; Ya da
4.  Kizgin yar iletken madde "tabaka"ya yiiksek enerjili oksijen nakli icin 65 keV
ya da daha fazla bir kiris enerjisi ve 45 mA ya da daha fazla bir 151n akimi;
Asagidaki benzeri anizotropik plazma kuru yakma ekipmani:
1. Kasetten-kasede calisma ve yiik kilitlerine sahip olan ve agsagidakilerden birini
saglayan ekipman:

a. 180 nm ya da daha az kritik boyutlar1 %+ 5 3-sigma dogruluguyla
iretmek i¢in tasarlanma ya da optimize edilme; Ya da
b. 0.1 um captan biiyiik bir 6l¢iilebilir partikiil biiytlikligiiyle 0.04

partikiil/cm2 ’den diigiik liretme i¢in tasarlanma;
2. 3B001.e.’de belirtilen ekipman i¢in 6zellikle tasarlanan ve asagidakilerden
birini saglayan ekipman:

a. 180 nm ya da daha az kritik boyutlar1 %+ 5 3-sigma dogruluguyla
iiretmek i¢in tasarlanma ya da optimize edilme; Ya da
b. 0.1 um captan biiyiik bir 6lgiilebilir partikiil biiyiikligliyle 0.04

partikiil/cm®’den diisiik {iretme i¢in tasarlanma;

Asagidaki benzeri plazma gelistirilmis CVD ekipmani:
1.  Kasetten-kasede calisma ve yiik kilitlerine sahip olan ve 180 nm ya da daha az
kritik boyutlardaki yar iletken cihazlarin tiretiminde kullanim i¢in optimize edilen
ya da imalatginin sartnamesine gore tasarlanan ekipman;
2. 3BO001.e. tarafindan kontrol edilen ekipman i¢in 6zellikle tasarlanan ve 180 nm
ya da daha az kritik boyutlardaki yari iletken cihazlarin iiretiminde kullanim i¢in
optimize edilen ya da imalat¢inin sartnamesine gore tasarlanan ekipman;

Asagidakilerin tiimiinii saglayan, otomatik yiiklemeli ¢ok-odali merkezi plaka

muhafaza sistemleri:



1.  Ikiden fazla yar1 iletken isletim ekipmaninin baglanacag plaka giris ve ¢ikist
icin arayiizeyler; Ve
2. Ardisik coklu plaka isletimi i¢in bir vakum ortamindaki bir tiimlesik sistemi
olusturmak icin tasarlanma;
Not: 3B001.e. vakum ortaminda ¢aligsma igin tasarlanmayan, otomatik robotik plaka
muhafaza sistemlerini kontrol etmez.
f. Asagidaki benzeri litografi ekipmani:
1.  Foto-optik ya da X-151n1 yontemlerini kullanarak plaka isleme igin,
asagidakilerin birini saglayan hizalama ve agiga vurma, oturt ve tekrarla (dogrudan
plaka iizerine oturtma) ya da oturt ve tara (tarayici) ekipmani:
a. 245 nm’den kisa bir 151k kaynagi dalga boyu; Ya da
b. 180 nm ya da daha az bir ‘minimum ¢dziilebilir 6zellik’ bi¢imi
iretebilme;
Teknik not:
‘Minimum ¢oziilebilir 6zellik’ 6l¢iisii, asagidaki formiille hesaplanmistir:
MRF = (nm olarak bir teshir 151k kaynagi dalgaboyu) x (K faktorii) / (numerik
delik)
Burada K faktorii = 0.45
MRF = Minimum ¢6ziilebilir 6zellik dl¢iisii
2. Odakl elektron demedi, iyon demedi ya da "lazer" 1s1n1 kullanarak maske
yapimi ya da yari iletken alet islenmesi icin, agagidakilerden birini saglayan 6zellikle
tasarlanan ekipman:

a. 0.2 pm’den daha kii¢iik bir benek biiyiikligii;
b. 1 um’den daha az bir 6zellik 6l¢iisiine sahip bir bigimi iiretebilme; Ya
da
c. + 0.20 pm’den daha iyi bir kaplama dogrulugu(3 sigma);
g. 3A001'de belirtilen entegre devreler i¢in tasarlanan maskeler ve retikiiller;
h. Bir faz kaydirma katmanina sahip olan ¢ok katmanli maskeler.

Not: 3B001.h., 3A001 tarafindan kontrol edilmeyen hafiza cihazlarinin tiretimi i¢in
tasarlanan, faz kaydirma katmanina sahip ¢ok katmanli maskeleri kontrol etmez.

3B002 Bitirilmis ya da bitirilmemis yar1 iletken cihazlarin testi i¢in 6zellikle tasarlanan
asagidaki benzeri test ekipmani ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler ve aksesuarlar:

a. 31.8 GHz’1 asan frekanslarda transistor aletlerinin test eden S-parametreleri
igin;

b. Kullanilmaz;

c. 3A001.b.2'de belirtilen mikrodalga entegre devreleri test icin.

3C Malzemeler

3C001 Asagidakilerden birinin y1gi1lmis epitaksiyal gelismis ¢oklu katmanlarina sahip olan bir
‘tabaka’y1 iceren hetero epitaksiyal malzemeler:

a. Silisyum;

b. Germaniyum

c. Silisyum karbiir; Ya da

d. Galyum ya da indiyumun II/V bilesikleri.
Teknik not:

ITI/V bilesikleri, Mendeleyev’in Periyodik Tablosunun IIIA ve VA grup elementlerini
iceren polikristal, ikili ya da karmagik monokristal iiriinlerdir (6rnegin. Galyum arsenit,
galyum-aliiminyum arsenit, indiyum fosfit).



3C002 Asagidaki benzeri koruyucu maddeler ve kontrol edilen reginelerle kaplanan
"tabakalar":
a. 350 nm altindaki dalgaboylarinda kullanmak igin 6zellikle ayarlanan (optimize
edilen) yari iletken litografi i¢in tasarlanan pozitif koruyucu maddeler;
b. 0.01 pcoulomb/mm” ya da daha iyi bir duyarlilikla, elektron demetleri ya da
iyon demetleriyle kullanim i¢in tasarlanan tiim koruyucu maddeler;
c. 2.5 mJ/mm’ ya da daha iyi bir duyarlilikla, X-1sinlariyla kullanim i¢in
tasarlanan tiim koruyucu maddeler;
d. ‘Silillenmis’ koruyucu maddeler dahil, ylizey goriintiileme teknolojileri i¢in
optimize edilen tiim koruyucu maddeler.
Teknik not:
‘Sililleme’ teknikleri, yas ve kuru gelismedeki performansi gelistirmek i¢in koruyucu
madde yiizeyini oksitlenmesini iceren islemler olarak tanimlanir.

3C003 Asagidaki benzeri organo-inorganik bilesikler:

a. %99.999°dan daha iyi bir safliga (metal esasli) sahip aliiminyum, galyum ya da
indiyumun organo-metalik bilesikleri;
b. %99.999°dan daha iyi bir safliga (inorganik esasli) sahip organo-arsenik,

organo-antimon ve organo-fosfor bilesikleri;
Not: 3C003 sadece; metalik, kismen metalik veya metal olmayan elementlerinin,
molekiiliin organik par¢asinda dogrudan karbona bagli oldugu bilesikleri kontrol eder.

3C004 Hidrojenin soy gazlar1 iginde seyreltilmis bile olsa, %99.999°dan daha iyi bir safliga
sahip fosfor, arsenik ya da antimonun hidritleri.
Not: 3C004, molar olarak %20 ya da daha fazla hidrojen soy gazlarini i¢eren hidritleri
kontrol etmez.

3D Yazilim

3D001 3A001.b. ile 3A002.g. arasinda ya da 3B’de belirtilen ekipmanin "gelistirilmesi" ya da
"firetimi" i¢in 6zellikle tasarlanan "yazilim"

3D002 Asagidakilerin herhangi birinin "kullanim"1 i¢in 6zellikle tasarlanan "yazilim":
a. 3B001.a. ile f arasinda belirtilen ekipman; Ya da
b. 3B002'de belirtilen ekipman.

3D003 iletkenlerdeki, dielektriklerdeki ya da yar1 iletken malzemelerdeki maskeleme
bigimlerini 6zel topografik bigimlere doniistiirme amacl litografik, yakma ya da depozisyon
islemlerinin "gelistirilmesi" i¢in 6zellikle tasarlanan fizik-esasl simiilasyon yazilima.
Teknik not:
3D003’de ‘fizik-esaslr’, fiziksel 6zelliklere baglh fiziksel neden ve sonug olaylarinin
sirasini tayin etmek i¢in hesaplamalar1 kullanma anlamina gelir (6rnegin, sicaklik, basing,
difiizyon sabitleri ve yar1 iletken madde 6zellikleri).
Not: Yar iletken cihazlarin ya da entegre devrelerin tasarimi i¢in kiitiiphaneler, bigim
yaklagimlari ya da ilgili veriler, “teknoloji” olarak kabul edilir.

3D004 3A003'de belirtilen ekipmanin "gelistirilme"si i¢in 6zellikle tasarlanan "yazilim".

3D101 3A101.b’de belirtilen ekipmanin "kullanim"1 i¢in 6zellikle tasarlanan ya da
degistirilen "yazilim”.



3E Teknoloji

3E001 3A, 3B veya 3C’de belirtilen ekipman ya da malzemenin "gelistirilme"si ya da
“tiretim”™1 i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".
Not 1: 3E001, 3A003 tarafindan kontrol edilen ekipman ya da bilesenlerin "{iretim"i i¢in
"teknoloji'"yi kontrol etmez.
Not 2: 3E001, 3A001.a.3. ile 3A001.a.12 arasinda belirtilen entegre devrelerin
"geligtirilme"si ya da "iiretim"i i¢in olan, asagidakilerin tiimiinii saglayan "teknoloji"yi
kontrol etmez:

1. 0.5 pum ya da daha fazla "teknoloji” kullanarak, ve
2. ‘Cok katmanl yapilar1’ birlestirmeyerek.
Teknik not:

‘Cok katmanli yapilar’ terimi, en fazla ii¢c metal katman ve ii¢ polisilikon katmam
birlestiren aletlerini kapsamaz.

3E002 Saniyede 530 milyon teorik islem (Mtops) ya da daha fazla "kompozit teorik
performans”ina (CTP) ve 32 bit ya da daha fazla bir erisim genisligine sahip bir aritmetik
mantik birimine sahip olan, "mikroiglemci mikrodevre’nin, "mikro bilgisayar mikrodevre'"nin
ve “microkontrolor mikrodevre nin “gelistirilmesi” ya da “liretimi” i¢in, Genel Teknoloji
Notuna gore, 3E001°de belirtilenler disindaki “teknoloji”.

Not: 3E001'deki kontrolii kaldirma notu 2, ayrica 3E002'ye de uygulanir.

3E003 Asagidakilerin "gelistirilme"si ya da "iiretim"1 i¢in diger "teknoloji":

a. Vakum mikroelektronik alet;

b. Yiiksek elektron mobilite transistorler (HEMT), hetero-bipolar transistorler

(HBT), kuvantum ¢ukuru ve siiper kafes aletler gibi hetero yap1 yar1 iletken aletler;
Not: 3E003.b, 31.8 GHz’den diisiik frekanslarda calisan yiiksek elektron mobilite
transistorleri (HEMT), ve 31.8 GHz’den diisiik frekanslarda calisan hetero-bipolar
transistorleri (HBT) kontrol etmez.

c. "superiletken" elektronik cihaz;

d. Elektronik bilesen i¢in elmasin filmlerinin tabakasi.

e. Yalitkanin silisyum dioksit oldugu entegre devreler icin yalitkan-iizeri-

silisyumun (SOI) tabakalart;

f. Elektronik bilesenler i¢in silisyum karbiiriin tabakalar;

g. 31.8 GHz ya da daha yiiksek frekanslarda calisan elektronik vakum tiipleri.

3E101 3A001.a.1. veya 2., 3A101 ya da 3D101°de belirtilen ekipman ya da "yazilim"in
"kullanim"1 igin Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".

3E102 3D101°de belirtilen "yazilim"in "gelistirilme"si i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore
"teknoloji".

3E201 3A001.e.2.,3A001.e.3., 3A201, 3A225 ile 3A233 arasinda belirtilen ekipmanin
"kullanim"1 i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".



KATEGORI 4 - BILGISAYARLAR

Not 1: Telekomiinikasyon ya da "yerel iletisim ag1”n1 fonksiyonlarini yerine getiren
"yazilim", bilgisayarlar ve iligkili ekipman Kategori 5, Boliim 1’in (telekomiinikasyon)
performans 6zelliklerine gore ayrica degerlendirilmelidir.
Not 2: Merkezi islem birimi, "ana bellek"in ya da disk kontrolciilerinin veriyollar1 veya
kanallarin1 dogrudan birbirine baglayan kontrol birimleri Kategori 5, Bolim 1’°deki
(telekomiinikasyon) telekomiinikasyon ekipmanindan biri olarak dikkate alinmaz
NOT: paket anahtarlama i¢in 6zellikle tasarlanan "yazilim"in kontrol durumu igin
5D001'e bakiniz.
Not 3: sifre yazisal, sifre analitik, belgelendirilebilir cok-seviyeli giivenlik veya
belgelendirilebilir kullanic1 izolasyon fonksiyonlarini yerine getiren veya elektromanyetik
uyumlulugu kisitlayan "yazilim", bilgisayarlar ve iliskili ekipman, Kategori 5, Boliim 2 nin
(“Bilgi Giivenligi”) performans 6zelliklerine gore ayrica degerlendirilmelidir

4A Sistemler, Ekipman ve Bilesenler

4A001 Elektronik bilgisayarlar ve asagidaki benzeri iliskili ekipman ve bunlara ait 6zellikle

tasarlanan bilesen ve "elektronik cihazlar":
NOT: AYRICA 4A101'E BAKINIZ.

a. Takip eden 6zelliklerin herhangi birine sahip olmak i¢in 6zellikle tasarlanma:

I. 228 K (-45°C)’in altinda ya da 358 K (85°C)’in iizerinde bir ortam sicakligindaki
operasyon i¢in degerlendirilmis;
Not: 4A001.a.1 sivil otomobil ya da demiryolu treni uygulamalar1 i¢in 6zellikle
tasarlanan bilgisayarlara uygulanmaz.
2. Takip eden 6zelliklerden birini agmak i¢in radyasyon sertlestirmesi:

a. Toplam doz 5x 103 Gy (silisyum);
6

b. Doz oran dovmesi 5 x 10 Gy (silisyum) /s; Ya da
-7

C. Tek olay dovmesi 1 x 10 hata/bit/giin;

b. Kategori 5, Boliim 2’nin (“Bilgi Giivenligi”) sinirlarin1 asan 6zelliklere sahip olma ya da
fonksiyonlar1 ger¢eklestirme.
Not: 4A001.b. kullanicinin kisisel kullanimi i¢in kullanicisina eslik eden elektronik
bilgisayarlar1 ve iliskili ekipmani kontrol etmez.

4A003 Asagidaki benzeri "Dijital bilgisayarlar", “elektronik cihazlar" ve bunlara ait iligkili
ekipmanla bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:
Not 1: 4A003 asagidakileri igerir:

Vektor islemcileri;
Dizin islemcileri;
Dijital sinyal islemci;
Mantik islemci;
"Goriintii gelisimi" i¢in tasarlanan ekipman;

"sinyal isleme” i¢in tasarlanan ekipman.
Not 2 4A003'deki belirtilen "dijital bilgisayarlar” ve iligkili ekipmanin kontrol durumu,
ve asagidaki sartlarda, diger ekipman ya da sistemlerin kontrol durumlarinca tayin edilir:
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a. "dijital bilgisayarlar” ve iligkili ekipman, diger ekipman ya da sistemlerin
calismasi icin esastir;
b. "dijital bilgisayarlar” ve iligkili ekipman, diger ekipman ya da sistemlerin bir
"baslica unsur'u degildir; Ve
Not 1: diger ekipman i¢in gerekli olanlarla kisitli fonksiyonlara sahip diger
ekipman icin 6zellikle tasarlanan, "sinyal isleme™nin ya da "gdriintli gelistirme"
ekipmaninin kontrol durumu, "baslica unsur" ol¢iitiinii agsa da diger ekipmanin
kontrol durumunca tayin edilir.
Not 2: telekomiinikasyon ekipmani icin "dijital bilgisayar’in ya da iliskili
ekipmanin kontrol durumu i¢in Kategori 5, Boliim 1’e (telekomiinikasyon)
bakiniz.
c. "dijital bilgisayar” ve iliskili ekipman icin "teknoloji" 4E’yle belirlenir.
a. "hata tolerans1" i¢in tasarlanma ya da modifiye edilme;
Not: 4A003.a’nin amaglar i¢in, "dijital bilgisayarlar” ve iliskili ekipman,
asagidakilerin herhangi birinden faydalaniyorsa, "hata toleransi" i¢in tasarlanmis ya
da modifiye edilmis kabul edilmez:
1. "ana bellek"te hatay1 tanima ya da diizeltme algoritmalart,
2. Aktif merkezi islem birimi basarisiz olursa, sistemin iglemesine yedekte
bulunan ancak ayna goérevi goren merkezi islem biriminin devam edebilmesi
icin, iki "dijital bilgisayarin” karsilikli baglantis;
3. Ikinci merkezi islem biriminin basarisiz oldugu ve sistem faaliyetini devam
ettirmek icin birinci merkezi islem biriminin devreye girdigi saniyeye kadar
bir merkezi islem biriminin diger isi yapmasina izin veren veri kanallariyla ya
da paylasgimli bellek kullanimiyla, iki merkezi islem biriminin karsilikli
baglantisi;
4. iki merkezi islem biriminin, bir merkezi islem biriminin diger merkezi
islem birimi basarisiz oldugunda fark etmesini ve basarisiz birimden gorevleri
almasini saglayan "yazilim"la senkronizasyonu.

b. 0.75 agirlikli TeraFLOPSu (WT) asan bir "Ayarli Doruk Performans"a ("APP")
sahip "dijital bilgisayarlar”;
C. Y1ginin “APP”sinin 4A003.b.deki limidi agmasi i¢in, islemcilerin y1giniyla

performansini artirmak icin 6zellikle tasarlanan veya modifiye edilen “elektronik cihazlar";
Not 1: 4A003.c, sadece entegre olmayan "elektronik cihazlar” olarak tagindiginda,
4A003.b.deki limiti agmayan "elektronik cihazlara" ve programlanabilir karsilikli
baglantilara uygulanir. 4A003.e’de belirtilen ilgili ekipman olarak kullanim i¢in
tasarimlarinin dogas1 geregi kasten kisitlanan “elektronik cihazlara uygulanmaz.
Not 2: 4A003.c, 4A003.b’nin limitini agmayan en biiyilik konfigilirasyona sahip {irlin
veya lirlin ailesi i¢in 6zellikle tasarlanan “elektronik cihazlar1” kontrol etmez.

d. Kullanilmaz;

e. 3a001.a.5.deki limitleri asan analogdan-dijitale dontistiirmeleri gerceklestiren
ekipman;

f. Kullanilmaz;

g. "dijital bilgisayarlar”in disaridan karsilikli baglantisini temin etmek i¢in 6zellikle

tasarlanan ekipman veya 1.25 Gbyte/s’yi asan veri hizlarinda iletisime izin veren ilgili
ekipman.



Not: 4A003.g. i¢sel karsilikli baglanti ekipmanini (6rnegin veriyollar, sirtlar), pasif
karsilikli baglanti ekipmanini, “ag erisim kontroldrleri”ni ya da "iletisim kanali
kontroldrleri’ni kontrol etmez.

4A004 Asagidaki benzeri bilgisayarlar ve bunlara ait ilgili 6zellikle tasarlanan ekipman,
“elekronik cihazlar” ve bilesenler:

a. "sistolik dizi bilgisayar;
b. "sinirsel bilgisayar";
c. "optik bilgisayar".

4A101 4A001.a.1'de belirtilenler disindaki, 9A004'de belirtilen uzay araclarinda veya 9A104'de
belirtilen sonda roketlerinde kullanmak i¢in piiriizlendirilip tasarlanan veya modifiye edilen
analog bilgisayarlar, "dijital bilgisayarlar” ya da dijital diferansiyel analiz cihazlari.

4A102 9A004'de belirtilen uzay araclarinin veya 9A104'de belirtilen sonda roketlerinin
modellenmesi, simulasyonu veya tasarim entegrasyonu i¢in 6zellikle tasarlanan “hibrit
bilgisayarlar”.
Not: Bu kontrol sadece, ekipman 7D103 ya da 9D103'de belirtilen "yazilim"la tedarik
edildiginde uygulanir.

4B Test, Muayene ve Uretim Ekipmam
Kullanilmaz.

4B Malzemeler

Kullanilmaz.
4D Yazilhim
Not:

Diger kategoride tanimlanan ekipmanin "kullanim"1, "gelistirilme"si ya da "liretim"1 i¢in
“yazilim"1n kontrol durumuyla, uygun Kategori ig¢inde ilgilenilir. Bu Kategoride tarif edilen
ekipman i¢in "yazilim"in kontrol durumuyla, burada ilgilenilir.

4D001
a. 4A001 ile 4A004 arasinda veya 4D 'de belirtilen ekipman ya da “yazilim”in
"gelistirilmesi", "liretimi" ya da “kullanim1” igin 6zellikle tasarlanan veya modifiye edilen
"yazilim".
b. 4D001.a’da belirtilenler digindaki, asagidakilerin “gelistirilmesi" ya da "tiretimi"
i¢in Ozellikle tasarlanan veya modifiye edilen "yazilim”:
1. 0.04 agirlikli teraFLOPSu (WT) asan bir "ayarli doruk performans"ina ("APP")
sahip "dijital bilgisayarlar”; Ya da
2. yigmin "APP"sinin 4D001.b.1.deki limiti agmasi i¢in, islemcilerin y1ginlar
tarafindan performansi artirmak icin 6zellikle tasarlanip modifiye edilen "elektronik
cihazlar";



4D002 4E’de belirtilen "teknoloji"yi desteklemek icin 6zellikle tasarlanip modifiye edilen
"yazilim".

4D003 Asagidaki benzeri 6zel "yazilim":

a. "Kaynak kod"da, "¢oklu-veri-akimi iglemi” ekipmani icin 6zellikle tasarlanan,
isletim sistemi "yazilim"1, "yazilim" gelistirme araglar1 ve derleyiciler;

b. Kullanilmaz;

c. Kategori 5, Bolim 2’deki ("bilgi giivenligi”) limitleri asan 6zelliklere ve

gergeklestirme fonksiyonlarina sahip "yazilim";
Not: 4D003.c kullanicinin kigisel kullanimi i¢in kullaniciya eslik ederken "yazilim"1

kontrol etmez.

4E Teknoloji

4E001
a. 4A, veya 4D’de belirtilen ekipman ya da “yazilim”m "gelistirilme"si, “liretim”i ya
da “kullanim™1 i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".
b. 4E001.a’da belirtilen disindaki, asagidakilerin “gelistirilmesi" ya da "liretimi" i¢in

Ozellikle tasarlanan veya modifiye edilen "teknoloji":
1. 0.04 agirlikli teraFLOPSu (WT) asan bir "ayarli doruk performans"ina ("APP")
sahip "dijital bilgisayarlar”; Ya da
2. Yigmn "APP"sinin 4E001.b.1.deki limiti agmasi i¢in, islemcilerin y1ginlari
tarafindan performansi artirmak icin 6zellikle tasarlanip modifiye edilen "elektronik

cihazlar";



KATEGORI 5 - TELEKOMUNIKASYON VE "BiLGi GUVENLIGIi”

Boliim 1 - TELEKOMUNIKASYON

S5A1

Not 1: Telekomiinikasyon ekipman ya da sistemler i¢in 6zellikle tasarlanan bilesenlerin,
"lazerler”in, test ve "liretim" ekipmaninin ve bunlara ait "yazilim"in kontrol durumu
Kategori 5, Bolim 1°de tayin edilir.

Not 2: bu kategoride tanimlanan telekomiinikasyonlarin destegi ve ¢alismasi i¢in gerekli
oldugunda, "dijital bilgisayar”, ilgili ekipman ya da "yazilim", imalatg1 tarafindan genel
olarak saglanan standart modeller olduklar siirece, 6zellikle tasarlanan bilesenler olarak
kabul edilir. Bu, ¢aligma, yonetim, bakim, miihendislik veya faturalama bilgisayar
sistemleridir.

Sistemler, Ekipman ve Bilesenler

5A001

a. Asagidaki 6zellikleri saglayan her tiir telekomiinikasyon ekipmani, fonksiyonu ya
da ozellikleri:
1. Bir niikleer patlamadan dolay1 ortaya ¢ikan, gecici elektronik etkiler veya
elektromanyetik darbe etkilerine kars1 koymak i¢in 6zellikle tasarlanma;
2. Gama, ndtron ya da iyon radyasyonuna kars1 koymak i¢in 6zellikle sertlestirilme;
Yada
3. 218K (-55°C) ile 397 K (124°C) arasindaki sicaklik araliginin disinda ¢aligsmak
icin Ozellikle isletmeyi tasarlanma.
Not: 5A001.a.3. sadece elektronik techizata uygulanir.
Not: 5A001.a.2. ve 5A001.a.3. borda uydularinda kullanim i¢in tasarlanan ya da
modifiye edilen ekipmani kontrol etmez.
b. Asagidaki 6zelliklerden, fonksiyonlardan ya da karakteristiklerden birini saglayan,
telekomiinikasyon iletim ekipmani ve sistemleri, ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesen
ve aksesuarlar:
1.  Asagidaki o6zelliklerden birini saglayan su-alt1 iletisim sistemleri olma:

a. 20 kHz’den 60 kHz’e olan aralik disinda bir akustik tasiyici frekans;
b. 30 kHz altinda bir elektromanyetik tasiyici frekansi kullanma; Ya da
C. Elektronik 1s1n yonlendirme tekniklerini kullanma;

2. 1.5 MHz ile 87.5 MHz aras1 bantta ¢alisan radyo ekipmani olma ve asagidaki
Ozelliklerden birini saglama:

a. Bir ¢atisan sinyalin 15 dB bastirmadan daha fazlasini temin eden uyarlayici
teknikleri birlestirme; Ya da
b. Asagidakilerin tiimiinii saglama:

1.  Frekanslar1 ve kanal basina "toplam dijital aktarma oranlari”n1 iletimi
optimize etmek i¢in otomatik olarak tahmin etme ve segcme; Ve

2.  Bir oktav ya da daha fazla bir “anlik bant genisligi” tizerinde ve -80 dB’den
daha iyi bir ¢ikis harmonik ve distorsiyon igerigiyle, 1.5 MHz ya da daha fazla
fakat 30 MHz’den daha az bir frekans aralig1 igcinde 1 kW ya da daha fazla bir
c¢ikis giiciinde, veya 30 MHz ya da daha fazla fakat 87.5 MHz’den daha az bir
frekans aralig1 icinde 250 W ya da daha fazla bir ¢ikis giliciinde, eszamanli



olarak ¢oklu sinyalleri destekleyebilme yetenegine sahip bir dogrusal gii¢
yiikseltici konfigiirasyonu icerme;
3. “Frekans ziplamas1” dahil 5SA001.b.4'de belirtilenler disindaki “yaygin
tayf” tekniklerini uygulayan, asagidaki 6zelliklerden birini saglayan radyo
ekipmani olma;
a. Kullanic1 programlanabilir yayilis kodlari; Ya da
b. Herhangi bir bilgi kanalinin bant genisliginin 100 ya da daha fazla
kat1 olan 50 kHz’in {izerindeki toplam iletilen bant genisligi;
Not: 5SA001.b.3.b. sivil hiicreli radyoiletisim sistemleriyle kullanmak i¢in
ozellikle tasarlanan radyo ekipmanini kontrol etmez.
Not: SA001.b.3, 1.0 W ya da daha az bir ¢ikis giiciinde ¢alismak tizere
tasarlanan ekipmani kontrol etmez.
4.  Asagidaki ozelliklerden birine sahip kullanici programlanabilir kanalize
etme kodlarina, sinyal degistirme kodlarina veya ag tanimlama kodlarina sahip
olan ultra-genisbant modiilasyon tekniklerini uygulayan radyo ekipmani olma:
a. 500 MHz’1 asan bir bant genisligi; Ya da
b. %20 ya da daha fazla bir "fraksiyonel bant genisligi";
5. Asagidakilerin tiimiinii saglayan dijital kontrollii radyo alicis1 olma:
a. 1,000'den fazla kanal;

b. 1 ms’den daha az bir "frekans anahtarlama zaman";

c. Elektromanyetik tayfin bir boliimiiniin otomatik arama ya da
taramasi; Ve

d. Alman sinyallerin ya da aktaricinin tipinin tespiti; Ya da

Not: 5A001.b.5. sivil hiicreli radyoiletisim sistemleriyle kullanmak i¢in
o0zellikle tasarlanan radyo ekipmanini kontrol etmez.
6. 2,400 bit/s’den daha az degerlerde ‘ses kodlama’ ¢ikis1 temin etmek i¢in
dijital "sinyal isleme” fonksiyonlarinin uygulanmasi.
Teknik not:
1. Degisken deger ses kodlamasi igin, SA001.b.6. araliksiz konugmanin ses
kodlama ¢ikisina uygulanir.
2. 5A001.b.6'nin amaglar i¢in, ‘ses kodlamas1’, insan konusmasinin 6zel
niteliklerini dikkate alarak, insan sesi 6rneklerini alma ve sonra bu 6rnekleri
bir dijital sinyale doniistiirme teknigi olarak tarif edilir.
Asagidaki benzeri optik lif iletisim kablolar1, optik lifler ve aksesuarlar:

I. 500 m’den daha fazla uzunluktaki ve 2 x 109 N/m2 ya da daha fazla bir
¢cekme gerilmesi sinama testine dayanabilen olarak imalat¢1 tarafindan
tanimlanan optik lifler;
Teknik not:
Siama testi: Yaklasik 150 mm ¢aptaki makaralar arasindan gecgerken 2 ila 5
m/s ¢alisma hizinda 0.5 ila 3 m aras1 uzunlukta 6nceden belirlenmis bir cekme
gerilmesini dinamik olarak uygulayan baglantili ya da baglantisiz iiretim eleme
testi. Ortam sicakligi 293 K (20°C) anma sicakligidir ve %40 nisbi nemdir.
Esdeger ulusal sinama testini gergeklestirme i¢in kullanilabilir.
2. Sualtinda kullanim i¢in tasarlanan optik lif kablolar1 ve aksesuarlari.
Not: 5A001.c.2. standart sivil telekomiinikasyon kablo ve aksesuarlari1 kontrol
etmez.



Not 1: Su altinda gobek kablolar ve bunlara ait konektdrler igin, 8A002.a.3'e
bakiniz.
Not 2: Fiber optik dis kabuk penetratorler ya da konektorler icin 8A002.¢’ye
bakiniz.

d. 31.8 GHz lizerinde ¢alisma i¢in “elektronik dondiiriilebilir fazli dizi anten”.
Not: 5A001.d., mikrodalga inis sistemleri (MLS) dahil, ICAO standartlarini
saglayan aletlere sahip inis sistemleri i¢in “elektronik dondiiriilebilir fazli dizi
anten”i kontrol etmez.

€. 30 MHz iizeri frekanslarda ¢alisan ve asagidaki 6zelliklerin tiimiinii

saglayan radyo yon bulma ekipmani ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:
1. 10 MHz ya da daha fazla bir "anlik bant genisligi"; Ve
2. 1 ms’den kisa sinyal siiresiyle, igbirligi yapmayan radyo vericilerine
yonelim hattin1 (LOB) bulabilme.

f. Hiicresel mobil telekomiinikasyon hizmetlerini kasten ve segici olarak

karistirmak, reddetmek, 6nlemek, azaltmak ya da bozmak icin 6zellikle tasarlanan

ya da modifiye edilen, asagidaki 6zelliklerden birini saglayan yayin bozma
ekipmani ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:
1.  Radyo Erisim Ag1 (RAN) ekipmani fonksiyonlarini simiile etme; Ya da
2. Uygulanan mobil telekomiinikasyon protokoliiniin (6rnegin GSM) 6zgiin
karakteristiklerini ortaya ¢ikarma ve kullanma.
NOT: GNSS yayin bozma ekipmani i¢in, Askeri Mallarin Kontrolleri’ne bakiniz.

5A101 ‘fiizeler’ i¢in tasarlanan veya modifiye edilen, yer ekipmani dahil, telemetre ve telekontrol
ekipmani.
Teknik not:
5A101°de ‘fiize’, 300 km’yi asan bir aralikta ¢alisabilen roket sistemleri ve insansiz
hava arac1 sistemleridir.
Not: 5A101 asagidakileri kontrol etmez:
a. Insanli hava tasit: ya da uydular i¢in tasarlanan veya modifiye edilen
ekipman;
b. karasal ya da denizcilik uygulamalar1 i¢in tasarlanan veya modifiye edilen,
yerde konuslandirilmis ekipman;
c. Ticari, sivil ya da ‘Yagsam Gilivenligi’ (6rnegin, veri biitiinliigii, ugus
giivenligi) GNSS hizmetleri i¢in tasarlanan ekipman;

5B1 Test, Muayene ve Uretim Ekipmam

5B001
a. 5A001, 5B001, 5D001 ya da SE001°de belirtilen ekipman, fonksiyon ya da
Ozelliklerin "gelistirilmesi", "iretimi" ya da "kullanim1" i¢in 6zellikle tasarlanan ekipman
ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler ya da aksesuarlar.
Not: 5B001.a. optik lif karakterizasyon ekipmanini kontrol etmez.
b. Asagidaki telekomiinikasyon iletim ya da anahtarlama ekipmanlarindan herhangi
birinin "gelistirilme"si i¢in 6zellikle tasarlanan ekipman ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan
bilesenler ya da aksesuarlar:
1. 15 Gbit/s’yi asan bir "toplam dijital aktarma orani1”’nda ¢alismak i¢in tasarlanan
dijital teknikleri uygulayan ekipman;



Teknik not:
Anahtarlama ekipmani i¢in, "toplam dijital aktarma oran1” en hizli port ya da hatta
Olgtiliir.

2. Bir "lazer"i kullanan ve asagidakilerden birini saglayan ekipman:

a. 1750 nm’yi asan bir iletim dalgaboyu;
b. "optik yiikseltme" gerceklestirme;
c. yapisik optik iletim ya da yapisik optik bulma tekniklerini (ayrica optik

heterodin (siirekli bir frekansla karistiran) ya da homodin teknikleri olarak da anilir)
uygulama; Ya da
d. Analog teknikleri uygulama ve 2.5 GHz’1 asan bir bant genisligine sahip
olma;
Not: 5B001.b.2.d. ticari televizyon sistemlerinin "gelistirilme"si i¢in 6zellikle
tasarlanan ekipmani kontrol etmez.
3. "optik anahtarlama"y1 uygulayan ekipman;
4. 256 diizeyinin istiinde dortli-genlik-modiilasyonu (QAM) teknikleri uygulayan
radyo ekipman; Ya da
5. lliskilendirilmis olmayan ¢alisma modunda calisan "genel kanal sinyalizasyon"unu
uygulayan ekipman.

5C1 Malzemeler
Bos.
5D1 Yazilim

5D001
a. 5A001 ya da 5B001°de belirtilen ekipman, fonksiyon ya da 6zelliklerin
"geligtirilmesi", "liretimi" ya da "kullanim1" i¢in 6zellikle tasarlanan ya da modifiye edilen
"yazilim".
b. SE001'de belirtilen "teknoloji"yi desteklemek i¢in 6zellikle tasarlanan ya da
modifiye edilen "yazilim".
C. 5A001 ya da 5B001°de belirtilen ekipmanin karakteristiklerini, fonksiyonlarini ya
da 6zelliklerini temin etmek i¢in 6zellikle tasarlanan ya da modifiye edilen "yazilim";
d. Asagidaki telekomiinikasyon iletim ya da anahtarlama ekipmaninin "gelistirilme"si
icin Ozellikle tasarlanana veya modifiye edilen "yazilim":
1. 15 Gbit/s’yi asan bir "toplam dijital aktarma orani’nda caligmak {lizere tasarlanan
dijital teknikleri uygulayan ekipman;
Teknik not:
Anahtarlama ekipmani i¢in, "toplam dijital aktarma oran1” en hizli port ya da hatta
Olciiliir.
2. Bir "lazer"i kullanan ve asagidakilerden birini saglayan ekipman:
a. 1750 nm’yi asan bir iletim dalgaboyu;
b. Analog teknikleri uygulama ve 2.5 GHz’i asan bir bant genisligine sahip
olma;
Not: 5D001.d.2.b. ticari televizyon sistemlerinin "gelistirilme"si i¢in 6zellikle
tasarlanan ekipmani kontrol etmez.



3. "optik anahtarlama" uygulayan ekipman; Ya da
4. 256 diizeyinin istiinde dortlii-genlik-modiilasyonu (QAM) teknikleri uygulayan
radyo ekipman.

5D101 5A101'de belirtilen ekipmanin "kullanim"1 i¢in 6zellikle tasarlanan veya modifiye edilen
"yazilim".

S5E1 Teknoloji

S5E001
a. 5A001, 5B001 ya da 5D001'de belirtilen ekipman, fonksiyon, 6zellikler ya da
"yazilim"in, "gelistirilmesi", "liretim"1 ya da "kullanim1" i¢in (isletme hari¢) Genel
Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".
b. Asagidaki benzeri belirli "teknolojiler”:
1. arag tlizeri uyduda kullanim i¢in 6zellikle tasarlanan telekomiinikasyon
ekipmaninin "gelistirilmesi" ya da "iiretim"i i¢in "gerekli" "teknoloji";
2. Atmosfere dis1 veya yiizey (su) alt1 ortamda otomatik olarak sinyalleri edinip
izleyebilen ve iletisimi siirdiirebilen "lazer” iletisim tekniklerinin "gelistirilmesi"
"kullanim"1 i¢in "teknoloji";
3. cok-bantl, ¢ok-kanalli, cok-modlu, ¢cok-kodlamali algoritma ya da ¢ok-protokollii
calismaya izin veren kabul yetenekleri, "yazilim"daki degisimlerle modifiye
edilebilen, dijital hiicresel radyo baz istasyonlarinin "gelistirilmesi" i¢in "teknoloji";
4. “Frekans ziplamas1” dahil “yaygin tayf” tekniklerinin "gelistirilmesi" i¢in
"teknoloji";
c. Asagidaki telekomiinikasyon iletim ya da anahtarlama ekipman, fonksiyon ya da
Ozelliklerinin "gelistirilmesi" ya da "iiretim"i i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji":
1. 15 Gbit/s’yi asan bir "toplam dijital aktarma orani’nda ¢alismak i¢in tasarlanan
dijital teknikleri uygulayan ekipman,;
Teknik not:
Anahtarlama ekipmani i¢in, "toplam dijital aktarma orani1” en hizli port ya da hatta
Olcilir.
2. Bir "lazer"i kullanan ve asagidakilerden birini saglayan ekipman:
a. 1750 nm’yi asan bir iletim dalgaboyu;
b. Praseodimyum-daldirmali floriir lif yiikselticileri (PDFFA) kullanarak
"optik yiikseltme" gergeklestirme;
c. yapisik optik iletim ya da yapisik optik bulma tekniklerini (ayrica optik
heterodin (stirekli bir frekansla karistiran) ya da homodin teknikleri olarak da
anilir) uygulama;
d. Tek bir optik pencerede 8 optik tasiyiciy1 asan bant genisligi bolim ¢ok-
katmanli tekniklerini uygulama; Ya da
e. Analog teknikleri uygulama ve 2.5 GHz’1 agan bir bant genisligine sahip
olma;
Not: 5E001.c.2.e. ticari televizyon sistemlerinin "gelistirilme"si ya da “liretimi”
i¢in Ozellikle tasarlanan “teknoloji”’yi kontrol etmez.
3. "optik anahtarlama"y1 uygulayan ekipman;
4. Asagidakilerden birini saglayan radyo ekipmani:
uygulayan radyo ekipman; Ya da



a. 256 diizeyinin istiinde dortlii-genlik-modiilasyonu (QAM) teknikleri; Ya
da
b. 31.8 GHz’i asan giris ya da ¢ikis frekanslarinda ¢aligma; veya
Not: 5SE001.c.4.b. radyoiletisim servisleri i¢in olan, ancak radyo-determinasyon
icin olmayan "ITU tarafindan tahsis edilmis" herhangi bir frekans bandinda
calisma icin tasarlanan veya modifiye edilen ekipmanin "gelistirilmesi" ya da
"firetim"1 i¢in "teknoloji"yi kontrol etmez.
5. lliskilendirilmis olmayan ¢alisma modunda calisan "genel kanal sinyalizasyon"unu
uygulayan ekipman.

SE101 5A101'de belirtilen ekipmanin "gelistirilmesi", "iiretimi" ya da "kullanim"1 i¢in Genel
Teknoloji Notuna gore "teknoloji".

Béliim 2 - "BiLGi GUVENLIGi”

Not 1: "Bilgi giivenligi” ekipmani, "yazilim", sistemler, uygulamaya 6zel "elektronik
cihazlar", modiiller, entegre devreler, bilesen ya da fonksiyonlar diger ekipmanin bilesenleri
ya da "elektronik cihazlar"1 olsalar da Kategori 5, Boliim 2’de tayin edilir.
Not 2: Kategori 5 Boliim 2 kullanicinin kisisel kullanimi i¢in kullanicisina eslik ederken
iriinleri kontrol etmez.
Not 3: Kriptografi notu
5SA002 ve 5D002, asagidakilerin tiimiinii saglayan mallar1 kontrol etmez:
a.  Stoktan perakende satis noktalarinda asagidakilerden biri vasitasiyla, sinirlama
olmaksizin satilarak halka genelde agik olma:

1. Bagkasina {izerine islemler;
2. Posta siparisi islemlerti;

3. Elektronik islemler; Ya da
4. Telefon goriismesi islemleri;

b.  Sifre yazisal (kriptografik) islevselligin kolayca kullanic tarafindan
degistirilememesi;
c.  Tedarik¢inin ilaveten 6nemli destegi olmaksizin kullanici tarafindan montaj igin
tasarlanma; Ve
d.  Gerektiginde, yukaridaki a. ile c. aras1 paragraflarda tarif edilen sartlara uygunlugu
arastirmak icin ihracat¢inin tayin edildigi Uye Ulkenin yetkili otoriteleri i¢in, mallarin
ayrintilarinin erisilebilir olmasi ve talep halinde temin edilmesi.

Teknik not:

Kategori 5 - B6liim 2°de, denklik bitleri tus uzunluguna dahil degildir.

5A2 Sistemler, EKipman ve Bilesenler

5A002
a. "Bilgi giivenligi” i¢in asagidaki benzeri sistemler, ekipman, uygulamaya 6zel
"elektronik cihazlar", modiiller ile entegre devreler ve bunlara ait 6zellikle tasarlanmis
bilesenler:
Not: Sifre ¢dzmeyi igeren ya da uygulayan ekipmani alan kiiresel denizcilik uydu
sistemlerinin kontrolu i¢in (yani GPS ya da GLONASS) 7A005'e bakiniz.



1.  Asagidaki benzeri dogrulama ya da dijital imza disindaki herhangi bir kriptografik
fonksiyonu gerceklestiren, "kriptografi"yi uygulayan dijital teknikleri kullanmak iizere
tasarlanan ya da modifiye edilenler:
Teknik not:
1. Dogrulama ve dijital imza fonksiyonlari, ilgili anahtar yoneticilik
islevlerini de igerir.
2. Dogrulama; dosyalarin, metnin, parola korunmasiyla dogrudan iligkili
olanlar digindaki Kisisel Kimlik Numaralarinin (PINler) veya yetkisiz erigimi
onleme amagli benzer verilerin sifrelenmesi mevcut olmadiginda, erisim
kontroliiniin tiim yonlerini igerir.
3. "Kriptografi" "sabit" veri sikistirma ya da kodlama tekniklerini icermez.
Not: 5A002.a.1., dijital tekniklerle yiiriitiildiigiinde, analog prensipleri
uygulayan "kriptografi"yi kullanmak i¢in tasarlanan veya modifiye edilen
ekipmani igerir.
a. 56 bit'in lizerinde bir tus uzunlugunu uygulayan bir "simetrik algoritma"; Ya da
b. Algoritmanin giivenliginin asagidakilerden birine dayandigi bir "asimetrik
algoritma":
1. 512 bitten fazla tamsayilarin ¢arpanlara ayrilmasi (6rnegin. RSA);
2. 512 bitten daha biiyiik bir sonlu alan ¢carpimsal grubu igindeki ayr1
logaritmalarin hesaplanmasi (6rnegin. Z/pZ iizerinden Diffie-Hellman); ya da
3. 5A002.a.1.b.2.de sz edilen disindaki bir gruptaki, 112 bitten fazla ayr1
logaritmalar (6rnegin. bir eliptik egrinin iizerinden Diffie-Hellman);
2. Kriptanalitik fonksiyonlar1 gerceklestirmek iizere tasarlanma veya modifiye
edilme;
3. Kullanilmaz;
4.  Saglik, glivenlik ya da elektromanyetik girisim standartlari i¢in gerekli olanin
otesindeki bilgi-tasiyan sinyallerin uzlasan yayilmalarini azaltmak {izere 6zellikle
tasarlanma veya modifiye edilme;
5. 5A002.a.6'da belirtilenler disindaki “yaygin tayf’sistemleri i¢in yayilma kodunu
(“frekans ziplamas1” sistemlerindeki ziplama kodu dahil) olusturmak amacl
kriptografik teknikleri kullanmak i¢in tasarlanma veya modifiye edilme;
6. Asagidaki ozellikleri saglayan, ultra genis bant modiilasyon teknikleri kullanan
sistemler i¢in kanallama kodlarini, sinyal degistirme kodlarini ya da ag tanima kodlarini
olusturmak amacl kriptografik teknikleri kullanmak i¢in tasarlanma veya modifiye
edilme:
a. 500 MHz’1 asan bir bant genisligi; Ya da
b. %20 ya da daha fazla bir "fraksiyonel bant genisligi".
7. Kullanilmaz;
8.  Gizli/zorla girisi ortaya ¢ikarmak i¢in mekanik, elektriksel ya da elektronik
vasitalar kullanarak tasarlanan ya da modifiye edilen iletisim kablo sistemleri;
9. "kuvantum kriptografi"yi kullanmak iizere tasarlanma ya da modifiye edilme.
Teknik not:
"Kuvantum kriptografi" ayrica kuvantum anahtar dagilimi (QKD) olarak da bilinir.
Not: 5A002 asagidakileri kontrol etmez:
a. "Kisisel akilli/smart kartlar":



1. Sifre yazisal/kriptografik yetenek, bu notun b ile f maddeleri arasinda
kontrol dis1 birakilan ekipman ya da sistemlerde kullanimla sinirlandirildiginda;
Yada
2. Sifre yazisal/kriptografik yetenegin, kullaniciya agik olmadigi ve i¢indeki
kisisel verinin korunmasini saglamak i¢in 6zellikle tasarlanip sinirlandirildigi
yerlerdeki genel kamu-kullanimi uygulamalart i¢in,
NOT: Bir "kisisellestirilmis akilli kart"1 pek¢ok fonksiyona sahipse, her
fonksiyonun kontrol durumu kendi basina tayin edilir;
b. Yayin saglayicilarina faturayi ya da programla iligkili bilgiyi geri yollamak igin
ozellikle kullanilma diginda dijital sifrelemeye sahip olmayan, radyo yayinu, icretli
televizyon ya da benzeri tiiketici tipi sinirli dinleyici yayini;
c. Sifre yazisal/kriptografik yetenegin, kullaniciya agik olmadig1 ve asagidakilerden
birini saglamak i¢in 6zellikle tasarlanip sinirlandirilan ekipman:
1. Kopya korumali "yazilim"in ¢alistirilmas;
2. Asagidakilerden birine erisim:
a. Salt okunur medyada depolanan kopya korumali igerikler; Ya da
b. Medya 6zdes takimlar olarak halka satisa ¢ikarildigi zaman,
medyada sifrelenmis formda depolanan bilgi (6rnegin, entellektiiel
miilkiyet haklarinin korumasiyla baglantili olarak);
3. Telif hakkiyla korunan ses/video verisinin kopyalama kontrolii; Ya da
4. Kiitiiphanelerin, tasarim sembollerinin veya yar1 iletken cihazlarin ya da
entegre devrelerin tasarimiyla ilgili verilerin korunmasi icin sifreleme and/or
sifre agma;
d. Bankacilik kullanimi1 veya ‘para hareketleri’ i¢in 6zellikle tasarlanan ve
sinirlandirilan kriptografik ekipman;
Teknik not:
5A002 Not d.’deki ‘para hareketleri’, harglarin veya kredi fonksiyonlarinin
toplanmasi ve yerlestirilmesini igerir.
e. Uctan-uca sifreleme yetenegi olmayan sivil kullanim amagli taginabilir ya da
mobil radyotelefonlar (6rnegin, ticari sivil hiicresel radyoiletisim sistemlerinde
kullanmak igin);
f. Desteklenmemis maksimum etkili kablosuz ¢alisma aralig1 (yani ug ve ana baz
istasyonu arasindaki tek rolesiz ziplama) imalat¢inin sartnamesine gore 400 metreden
az olan, uctan-uca sifreleme yetenegi olmayan kablosuz telefon ekipmani.

5B2 Test, Muayene ve Uretim Ekipmam

5B002

a. Ozellikle asagidakiler igin tasarlanan ekipman:
1. Olgme ya da deneme ekipmani dahil, SA002, 5B002, 5SD002 ya da SE002'de
belirtilen ekipman ya da fonksiyonlarin "gelistirilme"si;
2. Olgme, deneme, tamir ya da iiretim ekipmani dahil, 5SA002, 5B002, 5D002 ya da
5E002'de belirtilen ekipman ya da fonksiyonlarin "iiretim"i;

b. 5A002 ya da 5D002'de belirtilen "bilgi giivenligi” fonksiyonlarin1 degerlendirip

gecerli kilmak icin 6zellikle tasarlanan 6l¢me ekipmani.

5C2 Malzemeler



Bos.
5D2 Yazilim

5D002
a. 5A002, 5B002 ya da 5D002'de belirtilen ekipman ya da "yazilim"in
"gelistirilme"si, "liretim"i ya da "kullanim"1 i¢in 6zellikle tasarlanan veya modifiye edilen
"yazilim";
b. SE002'de belirtilen "teknoloji"yi desteklemek i¢in 6zellikle tasarlanan veya
modifiye edilen "yazilim";
c. Asagidaki benzeri 6zel "yazilim":
1. 5A002 ya da 5B002'de belirtilen ekipmanin fonksiyonlarini gergeklestiren ya da
simiile eden veya 6zelliklerine sahip olan "yazilim";
2. 5D002.c.1'de belirtilen "yazilim"1 belgelendirmek i¢in "yazilim".
Not: 5D002 asagidakileri kontrol etmez:
a.  5A002'deki nottaki kontrolden muaf tutulan ekipmanin "kullanim"1 i¢in gereken

"yazilim";
b.  5A002'deki nottaki kontrolden muaf tutulan ekipmanin fonksiyonlarmin temin

eden "yazilim".
SE2 Teknoloji

SE002 5A002, 5B002 ya da 5D002'de belirtilen ekipman ya da "yazilim"in "kullanim"1,
"gelistirilme"si veya "liretim"i i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".



KATEGORI 6 - SENSOR VE LAZERLER
6A  Sistemler, Ekipman ve Bilesenler

6A001 Akustik:

a. Asagidaki benzeri deniz akustik sistemleri, ekipman ve bunlara ait 6zellikle
tasarlanan bilegenler:
1. Asagidaki benzeri aktif (gonderen veya gonderip-alan) sistem, ekipman ve bunlara

ait ozellikle tasarlanan bilesenler:
Not: 6A001.a.1. asagidakileri kontrol etmez:
a. + 20° agmayan bir tarama fonksiyonu icermeyen, ve suyun derinligini
6l¢meyle (daldirilmis ya da gdmiilmiis nesnelerin mesafesini ya da balik bulmak)
kisith olan, aygitin altinda dik olarak igleyen derinlik sondalart;
b. Asagidaki gibi akustik yol isaretleri:
1. Akustik acil durum yol igaretleri;
2. Bir su alt1 pozisyona yeniden yerlestirme veya geri donmek icin 6zellikle
tasarlanan pingers (darbe tireteci).
a. Asagidakilerin tiimiinii saglayan, deniz yatagi topografik haritalandirmasi i¢in
tasarlanan genis alani batimetrik inceleme sistemleri:

1. Dikeyden 20°’yi asan bir agida dlgiileri almak i¢in tasarlanma;
2. Su yiizeyinin altinda 600 m’yi asan derinlikte 6l¢gmek i¢in tasarlanma; Ve
3. Asagidakilerden birini temin etmek i¢in tasarlanma:

a. Herhangi biri 1.9°°den az olan ¢oklu demetlerin birlestirilmesi; Ya da
b. Alanda, alan igerisindeki ayr1 6l¢iimlerin ortalamasi alinan su derinliginin
%0,3’linden daha iyi veri dogrulugu;
b. Asagidakilerden birini saglayan nesne bulma ya da konumlandirma sistemleri:
1. 10 kHz’in altinda bir gdnderme frekansz;
2. 10 kHz ile 24 kHz arasini kapsayan banttaki bir isletim frekansina sahip
ekipman i¢in (1 m’de 1 pPa’ya referans) 224 dB’i asan ses basing diizeyi;
3. 24 kHz ile 30 kHz arasin1 kapsayan banttaki bir isletim frekansina sahip
ekipman i¢in (1 m’de 1 pPa’ya referans) 235 dB’i asan ses basing diizeyi
4. Herhangi bir eksende 1°den daha az isinlar olusturup, 100 kHz’den daha az
bir igletim frekansina sahip olma;

5. 5,120 m’yi asan bir tam goriintiileme araliginda isletmek i¢in tasarlanmar;
Yada
6. Normal operasyon sirasinda, 1,000 m’yi asan derinliklerde basinca karsi

koymak {izere tasarlanma ve agagidakilere sahip gii¢ ¢eviriciler bulundurma:

a. Basing i¢in dinamik kompanzasyon; Ya da

b. Giig ¢evirme unsuru olarak kursun zirkonat titanat disindaki malzemeleri

igerme;
c. Ayri ayri veya tasarlanmig bir kombinasyon icinde ¢alisan, piezoelektrik,
manyetostriktif, elektrostriktif, elektrodinamik ya da hidrolik unsurlar1 birlestiren,
asagidakilerden birini saglayan gii¢ ceviriciler dahil akustik projektorler:

Not 1: diger ekipman i¢in 6zellikle tasarlanan, gii¢ ¢eviriciler dahil akustik

projektorlerin kontrol durumu diger ekipmanin kontrol durumunca tayin edilir.



Not 2: 6A001.a.1.c. sesi sadece dik olarak yonelten elektronik kaynaklari,
mekanik (6rnegin havali tabanca ya da buhar-sok tabancasi) ya da kimyasal
(6rnegin patlayicilar) kaynaklar1 kontrol etmez.

1. 10 kHz’in altindaki frekanslarda isleyen aletler i¢in 0.01 MW/mmz/Hz’i
asan bir anlik 1s1mali ‘akustik gili¢ yogunlugu’;
2. 10 kHz’in altindaki frekanslarda isleyen aletler i¢in 0.01 MW/mmZ/HZ’i
asan bir stirekli 1s1mal1 “akustik gii¢ yogunlugu’; Ya da
Teknik not:
‘Akustik giic yogunlugu’, ¢ikis akustik giicliniin, 151n1m uygulanan yiizeyin
alaniyla calisma frekansinin ¢arpimina béliinmesiyle elde edilir.
3. 22 dB’i asan yan kulak bastirmast;
d. 1,000 m menzilde 6l¢iildiigiinde, 10 m rms (ortalama karekok)’den az bir
konumlandirma dogruluguna sahip olan, 1,000 m’yi asan bir menzilde isleme igin
tasarlanan yiizey teknelerinin ve su alt1 araclarinin pozisyonuna karar vermek i¢in
akustik sistemler, ekipman ve 6zellikle tasarlanan bilesenler;
Not: 6A001.a.1.d. asagidakileri igerir:
a. Iki ya da daha fazla isaret sinyali ile yiizey teknesi veya su alt1 araci
tarafindan taginan hidrofon iinitesi arasinda yapisik "sinyal isleme” kullanan
ekipman;
b. Bir noktanin hesabi icin ses hizi yayilma hatalarini1 otomatik olarak
diizeltebilen ekipman.
2. Asagidaki benzeri pasif (aktif ekipmani ayirmak i¢in normal uygulamayla iligkili
olsa da olmasa da, alan) sistemler, ekipman ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:
a. Asagidaki 6zelliklerden birini saglayan hidrofonlar:
Not: Diger ekipman i¢in 6zellikle tasarlanan hidrofonlarin kontrol durumu
diger ekipmanin kontrol durumunca tayin edilir.
1. Araliksiz esnek algilama elemanini birlestiren;
2. 20 mm’den daha az bir ¢ap ya da uzunluga sahip ve unsurlar arasinda 20
mm’den daha az bir mesafeye sahip olan, ayr1 algilama elemanlarinin esnek
parcalarini birlestiren;
3. Asagidaki algilama elemanlarindan birine sahip olan:
a. Optik lif;
b. Poliviniliden floriir (PVDF) ve kopolimerleri {P(VDF-TrFE) ve P(VDF-
TFE)} disindaki piezoelektrik polimer filmler; ya da
c. Esnek piezoelektrik kompozitler;

4. Herhangi bir derinlikte, hizlanma kompanzasyonu olmaksizin, -180
dB’den daha iyi bir ‘hidrofon duyarlilig1’;
5. Hizlanma kompanzasyonuyla, 35 m’yi asan derinliklerde isletme i¢in
tasarlandiginda; ya da
6. 1,000 m’yi asan derinliklerde ¢alisma i¢in tasarlanma;
Teknik not:
1. ‘Piezoelektrik polimer film’ algilama elemanlari, gerdirilmis ve bir

destekleme cergevesi ya da bobine (mandrel) takilmis polarize polimer

filmden olusurlar.
2. ‘Esnek Piezoelektrik kompozit® algilama elemant, elektrik yalitkan,

akustik gecirgen bir kauguk, polimer ya da epoksi bilesigiyle (bilesik,



algilama elemanlariin tiimlesik bir boliimiiyken) birlestirilen piezoelektrik
seramik partikiiller ya da liflerden olusur

3. ‘Hidrofon duyarlilik’, hidrofon sensor bir 6n-ytikseltici olmaksizin
diizlem dalga akustik alana 1 pPa’lik bir rms basinciyla yerlestirildiginde,
rms ¢ikis geriliminin 1 V rms referansina gore 10 tabanli logaritmasinin

yirmi kati olarak tanimlanir. Ornegin, -180 dB duyarlilik sadece 10-9 V’luk
cikisa karsilik gelirken, -160 dB’lik (uPa basina 1 V rms referansli) bir

hidrofon, 10_8 V’luk bir ¢ikis voltajina karsilik gelir. Sonug olarak 160 dB,
180 dB’den daha iyidir.

b. Asagidakilerden birini saglayan ¢ekilmis akustik hidrofon dizisi:

C.

1. 12.5 m’den az hidrofon grup araligi ya da 12.5 m’den az hidrofon grup
araligina sahip olma i¢in ‘modifiye edilebilme’

2. 35 m’yi asan derinliklerde isletme i¢in tasarlanma veya ‘modifiye
edilebilme’;
Teknik not:

6A001.a.2.b.1. ve .2.’deki ‘modifiye edilebilme’, hidrofon grup mesafesi veya
calisma derinlik sinirlarint degistirmek i¢in kablolama ya da karsilikl
baglantilarin degisiklige izin vermek i¢in imkana sahip olma anlamindadir. Bu
imkanlar: ayarlanabilir olan ya da birden fazla hidrofon grubunu kontrol eden
i¢ derinlik sinirlama cihazlari, kablo sayisinin %10’unu asan sayida yedek
kablolama veya hidrofon grup mesafesi ayarlama bloklaridir.

3 6A001.a.2.d.’de belirtilen baslik sensorleri;

4. Boylamasina takviyeli dizi hortumlar;

5 40 mm’dan az ¢apta bir montajli diizen;

6. 35 m’yi asan derinliklerde isletmek icin tasarlanan veya 35 m’yi asan

derinliklerde ¢alisma i¢in ayarlanabilir ya da ¢ikarilabilir derinlik algilama
cihazina sahip olan ¢ok-katmanli hidrofon grup sinyalleri; ya da

7. 6A001.a.2.a.’da belirtilen hidrofon 6zellikleri;

“Kullanict erisilebilir programlanabilirlik"e ve Tayf analizi, dijital filtreleme ve

Hizli Fourier ya da diger doniisiim veya islemleri kullanan 1s1n olusumunu igeren,
zaman ya da frekans alani isleme ve korelasyonuna sahip olan ¢ekilmis akustik
hidrofon dizileri i¢in 6zellikle tasarlanan isleme ekipmani;

d. Asagidakilerin tiimiinii saglayan baslik sensorleri:

.

1. +0.5°den daha iyi bir dogruluk; Ve
2. 35 m’yi asan derinliklerde isletmek icin tasarlanma veya 35 m’yi asan
derinliklerde ¢alisma i¢in ayarlanabilir ya da ¢ikarilabilir derinlik algilama
cihazina sahip olma;
Asagidakilerden birini saglayan taban ya da korfez kablolu sistemleri:
1. 6A001.a.2.a.’da belirtilen hidrofonlar1 birlestirme; Ya da
2. Asagidaki 6zelliklerin tiimiinii saglayan ¢ok-katmanli hidrofon grup sinyal
modiillerini birlestirme:
a. 35 m’yi asan derinliklerde isletmek i¢in tasarlanma veya 35 m’yi asan
derinliklerde ¢alisma i¢in ayarlanabilir ya da ¢ikarilabilir derinlik algilama
cihazina sahip olma
b. Cekilmis akustik hidrofon dizi modiilleriyle degistirilebilme;



f. “Kullanici erisilebilir programlanabilirlik"e ve tayf analizi, dijital filtreleme ve
Hizli Fourier ya da diger doniisiim veya islemleri kullanan 1g1n olusumunu igeren,
zaman ya da frekans alani isleme ve korelasyonuna sahip olan taban ya da korfez
kablolu sistemleri i¢in 6zellikle tasarlanan isleme ekipmant;
b. Tastyiciyla deniz yatagi arasinda 500 m’yi asan mesafelerde deniz yatagina gore
ekipman tastyicisinin yatay hizin1 6lgmek icin tasarlanan korelasyon-hiz sonar log
ekipmanit.

6A002 Optik sensor
NOT: Ayrica 6A102'ye bakimz.
a. Asagidaki benzeri optik detektorler:
Not: 6A002.a. germaniyum ya da silisyum fotocihazlarini kontrol etmez.
NOT: Silisyum ve diger maddeler esasli microbolometre "uzay nitelikli” olmayan
"odak diizlemi dizisi”’, sadece 6A002.a.3.f°de belirtilmistir.
1.  Asagidaki benzeri "uzay nitelikli” kat1 hal detektorleri:
a. Asagidakilerin tiimiinii saglayan "uzay nitelikli” kat1 hal detektdrleri:
1. 10 nm’i asan ancak 300 nm’yi asmayan dalgaboyu araliginda bir doruk
tepki; Ve
2. 400 nm’yi asan bir dalgaboyunda doruk tepkiye gore %0.1’den az bir tepki,
b. Asagidakilerin tiimiinii saglayan "uzay nitelikli” kat1 hal detektdrleri:
1. 900 nm’i asan ancak 1,200 nm’yi agmayan dalgaboyu araliginda bir doruk
tepki; Ve
2. 95 ns ya da daha az bir tepki "zaman sabiti”;
C. 1,200 nm’1 asan ancak 30,000 nm’yi asmayan dalgaboyu araliginda bir
doruk tepkiye sahip "uzay nitelikli” kat1 hal detektorleri;
2. Asagidaki benzeri goriintli yogunlastirici tiipler ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan

bilesenler:
a. Asagidakilerin tiimiinii yapan goriintii yogunlastirici tiipler:
1. 400 nm’i asan ancak 1,050 nm’yi agmayan dalgaboyu araliginda bir doruk
tepki;

2. 12 pm ya da daha az bir delik aras1 (merkezden merkeze mesafe) elektronik
goriintii yiikseltmesi i¢in bir microkanal plaka; Ve
3. Asagidaki fotokatotlardan biri:
a. 350 pa/lm’i agan bir 151k duyarliligina sahip S-20, S-25 ya da
multialkali fotokatotlar;
b. GaAs ya da GalnAs fotokatotlar; Ya da
c. Diger I1I-V bilesigi yari iletken fotokatotlar;
Not: 6A002.a10.2.a.3.c. maksimum radyant hassasiyeti 10 mA/W ya da
daha az olan bilesik yar1 iletken fotokatotlara uygulanmaz.
b. Asagidaki gibi ozellikle tasarlanan bilesenler:
1. 12 um ya da daha az bir delik aras1 (merkezden merkeze mesafe) elektronik
goriintii yiikseltmesi i¢in bir microkanal plaka;
2. GaAs ya da GalnAs fotokatotlar;
3. Diger III-V bilesigi yari iletken fotokatotlar;
Not: 6A002.a.2.b.3. maksimum radyant hassasiyeti 10 mA/W ya da daha
az olan bilesik yar1 iletken fotokatotlar1 kontrol etmez.
3. Asagidaki benzeri "uzay nitelikli" “odak diizlemi dizileri”:



NOT: Silisyum ve diger madde esasli mikrobolometre "uzay nitelikli”” olmayan
"odak diizlemi dizileri”, sadece 6A002.a.3.f°de belirtilmektedir.
Teknik not:

1. dogrusal ya da iki boyutlu cok-unsur detektor dizileri, "odak diizlemi
dizisi” olarak adlandirilir;
2. 6A002.a.3.’lin amaglari i¢in, “capraz tarama yonii” detektdr unsurlarinin

dogrusal dizisine paralel eksen olarak tanimlanir ve ‘tarama yonii’ detektor
unsurlarinin dogrusal dizisine dik eksen olarak tanimlanir.
Not 1: 6A002.a.3. fotoiletken dizileri ve fotovoltaik dizileri igerir.
Not 2: 6A002.a.3. asagidakileri kontrol etmez:
a. Cok-unsurlu (16 unsuru asmayacak) kursun siilfit ya da kursun selenit
kullanan kii¢iiltiilmiis fotoiletken hiicreler;
b. Asagidakilerden birini kullanan piroelektrik detektorler:

1. Triglisin siilfat ve varyantlari;
2. Kursun-lantan-zirkonyum titanat ve varyantlari;
3. Lityum tantalat;
4. Poliviniliden floriir ve varyantlari; Ya da
5. Stronsiyum baryum niyobat ve varyantlari.
a. Asagidakilerin tiimiinii saglayan "uzay nitelikli” olmayan "odak diizlemi

dizileri”:
1. 900 nm’i asan ancak 1,050 nm’yi agmayan dalgaboyu araliginda bir doruk
tepkiye sahip ayri unsurlar; ve
2. 0.5 ns’den daha az bir tepki "zaman sabiti”;
b. Asagidakilerin tiimiinii saglayan "uzay nitelikli” olmayan "odak diizlemi
dizileri:
1. 1,050 nm’i asan ancak 1,200 nm’yi agmayan dalgaboyu araliginda bir
doruk tepkiye sahip ayr1 unsurlar; Ve
2. 95 ns’den daha az bir tepki "zaman sabiti”;
c. 1,200 nm’i agan ancak 30,000 nm’yi agsmayan dalgaboyu araliginda bir
doruk tepkiye sahip ayri1 unsurlara sahip "uzay nitelikli” olmayan, dogrusal olmayan
(2-boyutlu) "odak diizlemi dizileri”;
NOT: Silisyum ve diger madde esasli mikrobolometre "uzay nitelikli”
olmayan "odak diizlemi dizileri”, sadece 6A002.a.3.f’de belirtilmektedir
d. Asagidakilerin tiimiinii saglayan "uzay nitelikli” olmayan, dogrusal (1-
boyutlu) "odak diizlemi dizileri”:
1. 1,200 nm’i asan ancak 2,500 nm’yi agmayan dalgaboyu araliginda bir
doruk tepkiye sahip ayr1 unsurlar; Ve
2. Asagdakilerden biri:
a. 3,8’den az olan, detektdr unsurunun tarama yonii boyutunun,
detektor unsurunun ¢apraz-tarama yonii boyutuna orani; veya
b. Unsurda sinyal isleme (SPRITE);
e. 2,500 nm’i asan ancak 30,000 nm’yi asmayan dalgaboyu araliginda bir
doruk tepkiye sahip ayr1 unsurlara sahip "uzay nitelikli” olmayan, dogrusal (1-
boyutlu) "odak diizlemi dizileri”;
f. 8,000 nm’i asan ancak 14,000 nm’yi agmayan dalgaboyu araliginda filtre
edilmeyen bir doruk tepkiye sahip ayr1 unsurlara sahip ‘mikro-bolometre’ malzeme



esasli, "uzay nitelikli” olmayan, dogrusal olmayan (2-boyutlu) kizil 6tesi "odak
diizlemi dizileri”.
Teknik not:
6A002.a.3.f.’nin amaglari i¢in, ‘mikro-bolometre’, morotesi 1sininin
abzorpsiyonunun sebep oldugu detektordeki sicaklik degisiminin bir sonucu
olarak, herhangi bir kullanilabilir sinyali tiretmede kullanilan bir termal
goriintiileme detektorii olarak tanimlanir.
b. Asagidakilerden birine sahip uzaktan kumanda uygulamalari i¢in tasarlanan
"monospektral(tek tayfli) goriintiileme sensorleri" ve " multispektral (¢cok tayflr)
goriintiileme sensorleri”:
1. 200 prad’dan (mikroradyan) daha az bir anlik-goriis-alan1 (IFOV); Ya da
2. Asagidakilerin tiimiine sahip olma ve 400 nm’i asan ancak 30,000 nm’yi agsmayan
dalgaboyu araliginda ¢aligma i¢in belirtilme;
a. Dijital formatta ¢ikt1 goriintiileme verisini temin etme; Ve
b. Asagidakilerden biri olma:
1. "uzay nitelikli’; Ya da
2. Silisyum detektorler disindakileri kullanarak, hava tasiti operasyonu igin
tasarlanma ve 2.5 mrad’dan (miliradyan) daha az bir IFOV’a sahip olma.
c. Asagidakilerden birini igeren, goriiniir veya kizilotesi tayfta calisan
‘dogrudan goriintii’ goriintiileme ekipmani:
1. 6A002.a.2.a’da belirtilen goriintii yogunlastirici tiipler; Ya da
2. 6A002.a.3'de belirtilen "odak diizlemi dizileri”.
Teknik not:
‘Dogrudan goriintii’, goriintiiyii bir elektronik sinyale doniistiirmeden bir
insan izleyiciye goriintiilii bir imaj sunan ve imaj1 fotografik, elektronik ya
da bir baska yolla kaydedemeyen ve depolayamayan goriiniir veya kizil
Otesi tayfta calisan goriintiileme ekipmanina atifta bulunur.
Not: 6A002.c. GaAs ya da GalnAs fotokatotlar disindakileri birlestiren
asagidaki ekipmani kontrol etmez:
a. Endistriyel ya da sivil miidahale alarmi, trafik ya da endiistriyel
hareket kontrolii ya da sayma sistemleri;
b. Tibbi ekipman;
c. Maddelerin 6zelliklerinin muayenesi, ayiklanmasi ya da analizi i¢in
kullanilan endiistriyel ekipman,;
d. Endiistriyel ocaklar i¢in alev detektorleri;
e. Laboratuvar kullanimi i¢in 6zellikle tasarlanan ekipman.
d. Optik sensorler i¢in agagidaki benzeri 6zel destek bilesenleri:
1. "uzay nitelikli” kriyo-sogutucular;
2. 218 K (-55°C)’in altinda bir sogutma kaynak sicakligina sahip, asagidaki
benzeri "uzay nitelikli” olmayan kriyo-sogutucular:
a. 2,500 saati asan, belirtilen bir Basarisizliga-Kadar-Ortalama-Siire
(MTTF) veya Basarisizliklar-Arasi-Ortalama-Siire (MTBF)’sine sahip
kapal1 dongii tipi;
b. 8 mm’den daha az dis ¢capa sahip, Joule-Thomson (JT) 6z-
diizenlemeli mini sogutucular;



3. Akustik, termal, eylemsizlik, elektromanyetik ya da niikleer radyasyona
kars1 hassas olmalari i¢in, kompozisyon veya yapisal olarak tiretilen veya
kaplama yoluyla modifiye edilen optik algilama lifleri.
e. Dizi basina 2,048 unsurdan fazlasina sahip olan ve 300 nm’i asan ancak
900 nm’yi agsmayan dalgaboyu araliginda bir doruk tepkiye sahip, "uzay nitelikli"
"odak diizlemi dizileri”.

6A003 Kameralar
NOT: AYRICA 6A203'E BAKINIZ.
NOT: Su alt1 kullanim icin 6zellikle tasarlanan ya da modifiye edilen kameralar
icin, 8A002.d. ve 8A002.e’ye bakiniz.

a. Asagidaki benzeri enstriimantasyon kameralar ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan
bilesenler:
Not:

6A003.a.3. ile 6A003.a.5 arasinda belirtilen, modiiler yapilara sahip enstriimantasyon
kameralari, kamera imalat¢isinin sartnamelerine gore mevcut ekleri (plug-in)
kullanarak maksimum yetenekleriyle degerlendirilmelidir
1. 8 mmile 16 mm arasini kapsayan herhangi bir film formatini kullanan, i¢lerinde
kayit siiresinde filmin siirekli olarak gelistigi ve 13,150 ¢ergeve/s’yi agan ¢ergeveleme
hizlarinda kayit yapabilen yiiksek hizli sinema kaydetme kameralari
Not: 6A003.a.1., sivil amagl sinema kayit kameralarini kontrol etmez.
2. lginde filmin hareket etmedigi, 35 mm’lik film tam cerceveleme yiiksekliginde
1,000,000 cerceve/s’yi asan hizlarda, daha diisiik ¢ergeve yliksekliklerinde orantili
olarak daha yiiksek hizlarda kayit yapabilen veya daha yiiksek ¢erceve yiiksekliklerinde
orantili olarak daha diisiik hizlarda kay1t yapabilen mekanik yiiksek hizli kameralar;
3. 10 mm/us’yi asan yazma hizlarina sahip mekanik ya da elektronik ¢izgi
kameralari;
4. 1,000,000 gerceve/s’yi asan bir hiza sahip elektronik ¢er¢eveleme kameralari;
5. Asagidakilerin tiimiinii saglayan elektronik kameralar:

a. Tam ¢erceve basina 1 pus’den daha az bir elektronik kapak hiz1 (gegitleme
yetenegi); ve
b. Saniyede 125 tam ¢er¢eveden daha fazla bir ¢er¢evelemeye hizina izin

veren bir okuma zamani.
6. Asagidaki ozelliklerin tiimiinii saglayan ekler (plug-in):
a. 6A003.a.’da belirtilen ve modiiler yapilara sahip olan enstriimantasyon
kameralari i¢in 6zellikle tasarlanma; ve
b. Imalat¢inin sartnamesine gore 6A003.A.3'de, 6A003.A.4. ya da
6A003.A.5.°de belirtilen 6zellikleri saglamak i¢in bu kameralar1 etkinlestirme.
b. Asagidaki benzeri goriintiileme kameralart:
Not: 6A003.b. televizyon yayini i¢in 6zellikle tasarlanan televizyon ya da video
kameralarini kontrol etmez.
1. 10 nm’i asan ancak 30,000 nm’yi agmayan dalgaboyu araliginda bir doruk tepkiye
sahip asagidakilerin tiimiinii saglayan kati hal sensdrleri birlestiren video kameralar:
a. Asagidakilerden birine sahip olma:
1. Monokrom (siyah beyaz) kameralar i¢in kati hal dizisi basina 4 x 10®dan
fazla "aktif piksel";



2. Ug kati hal dizisini birlestiren renkli kameralar igin kat: hal dizisi basina 4
x 10 dan fazla "aktif piksel"; veya
3. Bir kat1 hal dizisini birlestiren renkli kameralar i¢in kat1 hal dizisi bagina 12
x 10 dan fazla "aktif piksel"; ve
b. Asagidakilerden birini saglama:
1. 6A004.a. tarafindan kontrol edilen optik aynalar;
2. 6A004.d. tarafindan kontrol edilen optik kontrol ekipmani; Ya da
3. lgte iiretilen kamera alma verisini agiklama yetenegi
Teknik not:
1. Bu maddenin amagclari i¢in, dijital video kameralar, hareketli goriintiileri
yakalama i¢in kullanilan maksimum “aktif piksel” say1s1 ile degerlendirilmelidir.
2. Bu maddenin amagclari i¢in, kamera izleme verisi, yeryiiziine gére kamera
goriis ¢izgisi yonelimini tanimlamak igin gerekli bilgidir. Bu sunlari kapsar: 1)
kamera goriis ¢izgisinin Diinya’nin manyetik alan yoniine gore yaptig1 yatay ag1
ve 2) kamera goriis ¢izgisiyle Diinya’nin ufku arasindaki diisey ac1.
2. Asagidakilerin tiimiinii yapan tarama kameralari ve tarama kamera sistemleri:

a. 10 nm’i asan ancak 30,000 nm’yi asmayan dalgaboyu araliginda bir doruk
tepki,

b. dizi basina 8,192’den fazla unsura sahip dogrusal detektor dizileri; Ve

C. Bir yondeki mekanik tarama;

3. 6A002.a.2.a.’da belirtilen goriintii yogunlastirici tiipleri birlestiren goriintiileme
kameralart;

4.  Asagidakilerden birini saglayan, “odak diizlem dizileri’ni birlestiren goriintiileme
kameralart:

a. 6A002.a.3.a. ile 6A002.a.3.e. arasinda kontrol edilen "odak diizlem
dizileri”ni birlestirme; Ya da
b. 6A002.a.3.f tarafindan kontrol edilen "odak diizlem dizileri’ni birlestirme;

Not 1: 6A003.b.4'de belirtile “goriintiileme kameralar1”, en azindan analog ya da
dijital sinyale gii¢ bir kez verildiginde gii¢ vermek iizere entegre devreyi okumanin
otesinde yeterli sinyal isleme elektronikleriyle birlestirilen "odak diizlemi dizileri”ni
kapsar.

Not 2: 6A003.b.4.a., asagidakilerden biri i¢in tasarlanan unsurun igerisinde zaman-
gecikmesi-ve-entegrasyon uygulamayan, oniki ya da daha az unsura sahip dogrusal
“odak diizlemi dizileri’ni igeren goriintiileme kameralarini1 kontrol etmez:

a. Endiistriyel ya da sivil miidahale alarmu, trafik ya da endiistriyel hareket
kontrol veya sayma sistemlert,

b. Bina, ekipman ya da endiistriyel islemlerdeki 1s1 akislarinin muayene ve
izlenmesi i¢in kullanilan endiistriyel ekipman;

c. maddelerin 6zelliklerinin muayene, ayrilma ve analizi i¢in kullanilan
endiistriyel ekipman;

d. Laboratuvar kullanimi i¢in 6zellikle tasarlanan ekipman; Ya da

e. T1bbi ekipman.
Not 3: 6A003.b.4.b. asagidaki 6zelliklerden birini saglayan goriintiileme kameralarini
kontrol etmez:

a. 9 Hz ya da daha az bir en yiiksek ¢erceveleme hizi;

b. Asagidakilerin tiimiinii saglama:



1. En az 10 mrad/piksel (miliradyan/piksel)’lik en diisiik yatay veya diisey
Anlik-Goriis-Alan1 (IFOV)’na sahip olmak;
2. Cikarilmak i¢in tasarlanmayan bir sabit odak-uzunlugu mercegini
birlestirme;
3. Bir ‘dogrudan goriiniim’ gosterge icermeme ve
4. Asagidakilerden birini saglama:
a. ortaya c¢ikarilan goriis alaninin goriilebilir bir goriintiisiinii elde etmek
icin higbir vasitaya sahip olmama; veya
b. Kameranin sadece tek bir uygulama ¢esidi i¢in tasarlanmasi ve kullanici
tarafindan modifiye edilmeme i¢in tasarlanma; veya
C. Kamera {i¢ tondan daha diisiik (briit tasit agirlig1) bir sivil yolcu kara tasiti
icine montaj i¢in 6zellikle tasarlandiginda ve asagidakilerin tiimiinii sagladiginda:
1. Sadece asagidakilerden birine kuruldugunda isletilebilir olma:
a. Ongoriilen amag igin sivil yolcu kara araci; Ya da
b. Ozellikle tasarlanan, yetkili bakim test vasitasi; ve
2. Ongoriildiigii aractan ¢aikarildiginda kameranin fonksiyonunu yerine
getirmemesini saglayan bir aktif mekanizma igerme.
Teknik not:
1. 6A003.b.4 Not 3.b.’de belirtilen Anlik Goriis Alan1 (IFOV), yatay
IFOV’un ya da dikey IFOV’un kiiciik bir bigimidir.
Yatay [FOV = yatay goriis alan1 (FOV) / yatay detektor unsuru sayisi
Dikey IFOV = dikey goriis alan1 (FOV) / dikey detektdr unsuru sayisi
2. 6A003.b.4 Not 3.b.’deki ‘Dogrudan Goriinim’, her tiirlii 1s1k-giivenlik
mekanizmasi igerem goze-yakin mikro gosterge kullanan bir insan izleyiciye
goriintlilii bir imaj sunan, kizilotesi tayfta calisan goriintiilleme kamerasina atifta
bulunur.

6A004 Optik

a.

b.

Asagidaki benzeri optik aynalar (yansiticilar):

1. 100 Hz’i asan hizlarda ayna yiizeyinin parcalar1 dinamik sekilde yeniden
konumlanabilen, araliksiz ya da ¢ok-unsurlu ylizeylere sahip “bi¢cim degistirebilen
aynalar” ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler,
2. 30 kg/m* den bir ortalama "esdegerli yogunluk"a ve 10 kilogrami asan bir toplam
kitleye sahip hafif monolitik aynalar;
3. 30 kg/m*’den bir ortalama "esdegerli yogunluk"a ve 2 kilogranu asan bir toplam
kitleye sahip hafif "kompozit" ya da kopiik ayna yapilari;
4. 100 Hz’i asan bir kontrol bant genisligine sahip, lambda/2 ya da daha iyi (lambda
633 nm’ye esittir) bir diizligi stirdiiren, 100 mm’den fazla ¢apa ya da ana eksen
uzunluguna sahip 151n yonlendirme aynalari.

3,000 nm’y1 asan ancak 25,000 nm’yi asmayan bir dalga boyu araliginda iletim

yapan ve asagidakilerden birini saglayan, ¢inko seleniirden (ZnSe) ya da ¢inko stilfiirden
(ZnS) yapilan optik bilesenler:

C.

1. 100 cm’’ii asan hacim; Ya da
2. 80 mm’den fazla ¢ap ya da ana eksen uzunlugu ve 20 mm kalinliga (derinlik)
sahip olma.

Optik sistemler i¢in asagidaki benzeri " uzay nitelikli” bilesenler:



1. Ayni delik ve kalinliktaki kat1 boslukla karsilastirildiginda %20°den az "esdegerli
yogunluk"a sahip olacak derecede hafif olanlar;

2. Ham tabakalar, ylizey kaplamalarina (tek tabaka ya da ¢ok tabaka, metalik ya da
dielektrik, iletken, yar1 iletken ya da yalitkan) ya da koruyucu filmlere sahip islenmis
tabakalar;

3. 1 mya da daha fazla captaki tek bir optik toplama deligine sahip bir optik sisteme
uzayda monte edilmek i¢in ayna parcalari ya da ya da boliimleri;

4. Herhangi bir koordinat yoniinde 5 x 10" ya da daha az bir dogrusal termal
genlesme katsayisina sahip “kompozit" maddelerden imal edilme.

Asagidaki benzeri optik kontrol ekipmani:
1. 6A004.c.1. ya da 6A004.c.3.de belirtilen "uzay nitelikli” bilesenlerin yiizey bi¢imi
veya yonelimini stirdiirmek icin 6zellikle tasarlanma;
2. 100 Hz ya da daha fazla yonlendirme, stabilizasyon ya da rezonatdr hizalama bant
genisliklerine ve 10 prad (mikroradyan ) ya da daha az bir dogruluga sahip olma;
3. Asagidakilerin tiimii yapan yalpa ¢emberleri:

a. 5°yi agan bir en yiiksek doniis;

b. 100 Hz ya da daha fazla bir bant genisligi;

C. 200 prad (mikroradyan) ya da daha az agisal gdsterim hatalari; Ve

d. Asagidakilerden birini saglama:

&l1. 0.15 m’yi asan fakat 1 m’yi agmayan ¢ap ya da ana eksen

uzunluguna sahip olma ve 2 rad (radyan)/s ’yi asan ac¢isal ivmelere
ulasabilme; Ya da
&2. 1 m’yi asan ¢ap ya da ana eksen uzunluguna sahip olma ve 0,5 rad

(radyan)/s ’yi asan agisal ivmelere ulasabilme;
4. 1 m ya da daha fazla bir par¢a ¢apina ya da ana eksen uzunluguna sahip aynalari
iceren fazli dizi ya da fazli boliim ayna sistemlerinin hizasin siirdiirmek i¢in 6zellikle
tasarlanma.
Asagidaki 6zelliklerin tiimiinii saglayan ‘kiiresel olmayan optik unsurlar’:
1. 400 mm’den daha biiyiik en genis optik delik boyudu;
2. 1 mm ya da daha biiyiik numune uzunluklarinda, 1 nm’den az yiizey piiriizliliigi;
Ve
3. Dogrusal termal genlesme katsayisinin mutlak biiyiikliigiiniin, 25°C’de 3x10
6/K’den daha az olmast.
Teknik not:
1. Bir ‘kiiresel olmayan optik unsur’, goriintiileme yiizeyi ya da yiizeyleri, ideal bir
kiire biciminden farkli olmak iizere tasarlanan bir optik sistemde kullanilan her tiirli
unsurdur.
2. Imalatgilarin, optik unsur kontrol parametresini saglama ya da agma niyetiyle
tasarlandiysa ya da imal edildiyse, 6A004.e.2.de listelenen ylizey piirtizliiliigiini
Ol¢meleri gerekmemektedir.
Note 6A004.e. asagidakiler herhangi birine sahip yapan ‘kiiresel olmayan optik
unsurlar1’ kontrol etmez:
a. 1 m’den daha az bir en genis optik delik boyutu ve 4.5:1 ya da daha biiyiik odak
uzaklig1 - delik orani;
b. 1 m ya da daha fazla bir en genis optik delik boyutu ve 7:1 ya da daha biiytlik odak
uzaklig1 - delik orani;



c. Frensel, flyeye, cubuk, prizma ya da saptirici optik unsur olarak tasarlanma;

d. 25°C’de 2.5x10° /K’den daha biiyiik dogrusal 1s1l genlesme katsayisina sahip

borosilikat camdan imal edilme; Ya da

e. i¢ ayna yetenegine sahip (6rnegin. tiip tip ayna) bir X-151n1 optik unsur olma.
NOT: Litografi ekipmani i¢in 6zellikle tasarlanan ‘kiiresel olmayan optik unsurlar’ igin
3B001'e bakiniz.

6A005 0B001.g.5. ya da 0B001.h.6'da belirtilenler disindaki asagidaki benzeri "lazerler”,
bilesenler ve optik ekipman:

a.

NOT: AYRICA 6A205'E BAKINIZ.
Not 1: Darbeli “lazerler”, darbelerin iist iiste geldigi bir siirekli dalga (CW) modunda
calisanlar1 da kapsar.
Not 2: Darbe-tahrikli “lazerler”, darbe tahriklerinin iist iiste geldigi bir siirekli tahrikli
modda ¢alisanlar1 da kapsar.
Not 3: Raman “lazerleri”nin kontrol durumu pompalayan kaynak "lazerleri’nin
parametrelerince tayin edilir. Pompalayan kaynak "lazerleri” asagida tarif edilen
“lazerler”den biri olabilir.

Asagidaki benzeri gaz "lazerleri”:
1.  Asagidakilerden birine sahip excimer "lazer”:

a. 150 nm’yi asmayan ve asagidakileri saglayan bir ¢ikis dalgaboyu:

1. Darbe basina 50 mJ’u asan bir ¢ikis enerjisi; Ya da

2. 1 W’1 asan bir ortalama ¢ikis giicii;
b. 150 nm’yi agan fakat 190 nm’yi agmayan ve asagidakileri saglayan bir
cikis dalgaboyu:

1. Darbe basina 1,5 J’u asan bir ¢ikis enerjisi; Ya da

2. 120 W’1 asan bir ortalama ¢ikis giicii;
c. 190 nm’yi agan fakat 360 nm’yi agmayan ve asagidakileri saglayan bir
c¢ikis dalgaboyu:

1. Darbe basina 10 J’u asan bir ¢ikis enerjisi; Ya da

2. 500 W’1 asan bir ortalama ¢ikis giicii;
d. 360 nm’yi asan ve asagidakileri saglayan bir ¢ikis dalgaboyu:

1. Darbe basina 1,5 J’u asan bir ¢ikis enerjisi; Ya da

2. 30 W’1 asan bir ortalama ¢ikis giict;

NOT:Litografi ekipmani i¢in 6zellikle tasarlanan excimer "lazerler” icin 3B001'e
bakiniz.

2. Asagidaki benzeri metal buhar "lazerleri:

a. 20 W’1 asan bir ortalama ¢ikis giiciine sahip bakir (Cu) "lazerleri”;
b. 5 W’1 agan bir ortalama ¢ikis giiciine sahip altin (Au) "lazerleri”;
c. 5 W’1 asan bir ortalama ¢ikis giicline sahip sodyum (Na) "lazerleri”;

d. 2 W’1 asan bir ortalama ¢ikis giiciine sahip baryum (Ba) "lazerleri”;

3. Asagidakileri saglayan karbon monoksit (CO) "lazerleri”:

a. Darbe bagina 2 J’li asan bir ¢ikis enerjisi ve 5 kW’1 agan bir darbeli "doruk
giic"; Yada
b. 5 kW’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii;

4. Asagidakileri saglayan karbon dioksit (CO,) "lazerleri”:

a. 15 kW’1 agan bir CW ¢ikis giicii;



b. 10 us’yi asan bir "darbe siiresi"ne sahip ve asagidakilerden birini saglayan
darbeli ¢ikis:

1. 10 kW’1 asan bir ortalama ¢ikis giicii; Ya da

2. 100 kW’1 asan bir darbeli "doruk gii¢"; Ya da
c. 10 us ya da daha az bir "darbe siiresi"ne sahip ve asagidakilerden birini
saglayan darbeli ¢ikis:

1. Darbe basina 5 J’u asan bir ¢ikis enerjisi; Ya da

2. 2,5 W’1 asan bir ortalama ¢ikis giicti;
Asagidaki benzeri "kimyasal lazerler":

a. Hidrojen floriir (HF) "lazerleri”;
b. Déteryum floriir (DF) "lazerleri”;
c. Asagidaki benzeri " transfer lazerleri":

1. Oksijen iyot (O,-I) "lazerleri”;
2. Déteryum floriir-karbondioksit (DF-CO,) "lazerleri”;

Asagidakilerin saglayan kripton iyon ya da argon iyon "lazerleri”:

a. Darbe basina 1,5 J’li asan bir ¢ikis enerjisi ve 50 W’1 agan bir darbeli

"doruk gii¢"; Ya da

b. 50 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii;

Asagidakileri saglayan diger gaz "lazerleri”:

Not: 6A005.a.7. azot "lazerleri’ni kontrol etmez.

a. 150 nm’yi agsmayan ve asagidakilerden birini saglayan bir ¢ikis dalgaboyu:
1. Darbe basina 50 mJ’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 1 W’1 asan bir darbeli
"doruk gii¢"; Ya da
2. 1 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicl;

b. 150 nm’yi asan fakat 800 nm’yi agsmayan ve asagidakilerden birini

saglayan bir ¢ikig dalgaboyu:

1. Darbe basina 1,5 J’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 30 W’1 asan bir darbeli
"doruk gii¢"; Ya da
2. 30 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii;

c. 800 nm’yi agan fakat 1,400 nm’yi agmayan ve asagidakilerden birini

saglayan bir ¢ikis dalgaboyu:

1. Darbe basina 0,25 J’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 10 W’1 asan bir darbeli
"doruk gii¢"; Ya da
2. 10 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii;

d. 1,400 nm’yi asan bir ¢ikis dalgaboyu ve 1 W’1 agan bir ortalama ya da CW

cikis giicii.

Asagidaki benzeri yari iletken "lazerler”:

Asagidakilerden birini saglayan ayri tek-enine mod yari iletken "lazerler”:

a. 1,510 nm ya da daha az bir dalgaboyu ve 1,5 W’1 asan bir ortalama ya da

CW cikis giicii; Ya da

b. 1,510 nm’yi asan bir dalgaboyu ve 500 MW’1 asan bir ortalama ya da CW

cikis glici;

Asagidakilerden birini saglayan ayri ¢oklu-enine mod yar1 iletken "lazerler”:

a. 1,400 nm’den daha az bir dalgaboyu ve 10 W’1 agan bir ortalama ya da CW

cikis giicti;



b. 1,400 nm ya da daha fazla olan ve 1,900 nm’den az olan bir dalgaboyu ve
2,5 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii; Ya da
c. 1,900 nm ya da daha fazla bir dalgaboyu ve 1 W’1 asan bir ortalama ya da
CW c¢ikis giicii.
3.  Asagidakilerden birini saglayan ayr1 yari iletken "lazer" dizileri:
a. 1,400 nm’den daha az bir dalgaboyu ve 80 W’1 agan bir ortalama ya da CW
cikis giici;
b. 1,400 nm ya da daha fazla olan ve 1,900 nm’den az olan bir dalgaboyu ve
25 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii; Ya da
c. 1,900 nm ya da daha fazla bir dalgaboyu ve 10 W’1 agan bir ortalama ya da
CW c¢ikis giicii.
4.  6A005.b.3 altinda kontrol edilen en az bir diziyi iceren yar1 iletken "lazer” dizi
yignlari.
Teknik not:
1. Yariletken "lazerler” genellikle "lazer" diyotlar olarak adlandirilir.
2. Bir ‘dizi’, yayilan 151k 1s1nlarinin merkezlerinin paralel yollarda olmasini saglayan,
tek bir ¢ip olarak imal edilen ¢oklu yari iletken “lazer” emitorleri/yayicilari igerir.
3. Bir ‘dizi y1gin1’, yayilan 1s1k 1s1inlarinin merkezlerinin paralel yollarda olmasini
saglayan, ‘diziler’in y1gilmasi veya bir baska sekilde montaj1 sonucu imal edilir.
Not 1: 6A005.b. optik ¢ikis konektoriine sahip (6rnegin fiber optik orgiiler) yari iletken
"lazerler”1 igerir.
Not 2: Ozellikle diger ekipman icin tasarlanan yari iletken "lazerler”in kontrol durumu,
diger ekipmanin kontrol durumu tarafindan tayin edilir.
Asagidaki benzeri kat1 hal "lazerler”:
1.  Asagidakilerden birini saglayan "ayarlanabilir" "lazerler”:
Not: 6A005.c.1., titanyumu — safir (Ti: Al,O,), tulyum-YAG (Tm: YAG),

tulyum - YSGG (Tm: YSGG), aleksandrit (Cr: BeAl,O4 ) ve renk merkezli

"lazerler”1 igerir.

a. 600 nm’den az ve asagidakilerden birini saglayan bir ¢ikis dalgaboyu
1. Darbe basina 50 mJ’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 1 W’1 asan bir darbeli
"doruk gii¢"; Ya da
2. 1 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giict;

b. 600 nm’yi asan fakat 1,400 nm’yi agsmayan ve asagidakilerden birini

saglayan bir ¢ikis dalgaboyu
1. Darbe bagina 1 J’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 20 W’1 asan bir darbeli "doruk
giic"; Ya da
2. 20 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii;

c. 1,400 nm’yi asan ve asagidakilerden birini saglayan bir ¢ikis dalgaboyu:
1. Darbe bagina 50 mJ’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 1 W’1 agan bir darbeli
"doruk gii¢"; Ya da
2. 1 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicti;

2. Asagidaki benzeri “ayarlanabilir” olmayan "lazerler”:
Not: 6A005.c.2. atomik gecis kat1 hal "lazerleri igerir.

a. Asagidaki benzeri neodim cam "lazerler”:

1. Asagidakilerden birini saglayan "Q-anahtarli” lazerler:



a.

Darbe bagina 20 J’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 10 W’1 asan bir

ortalama ¢ikis giicii; Ya da

b.

Darbe basina 50 J’ii asan bir ¢ikis enerjisi;

2. Asagidakilerden birini saglayan "Q-anahtarli olmayan lazerler”:

a.

Darbe basina 50 J’ii asan ancak 100 J’ii asmayan bir ¢ikis enerjisi

ve 20 W’1 asan bir ortalama ¢ikis giicii; Ya da

b.

Darbe basina 100 J’ii asan bir ¢ikis enerjisi;

b. 1,000 nm’yi asan ancak 1,100 nm’yi agsmayan dalgaboyuna sahip,
asagidaki benzeri neodime daldirilmis (cam disindaki) "lazerler”:
NOT: 1,000 nm’yi agmayan veya 1,100 nm’yi asan dalgaboyuna sahip,
asagidaki benzeri neodime daldirilmis (cam disindaki) "lazerler” i¢in
6A005.c.2.c’ye bakiniz.
1. 1 ns’den daha az bir "darbe siiresi"ne sahip olan ve agagidakilerden birini
saglayan darbe-tahrikli, mode-kilitli, “Q-anahtarl lazerler”:

a.
b.
C.

5 GW’1 asan bir "doruk gii¢";
10 W’1 asan bir ortalama ¢ikis giicli; Ya da
0.1 J’ii asan bir darbeli enerji;

2. 1 ns ya da daha fazla bir "darbe siiresi"ne sahip olan ve asagidakilerden
birini saglayan darbe-tahrikli, mode-kilitli, “Q-anahtarl lazerler”:

a.

1.
2.
3.

1.
2.

3.

Asagidakilere sahip bir tek-enine mod ¢ikisi:
100 MW’1 agan bir "doruk gii¢";

20 W’1 asan bir ortalama ¢ikis giicii; Ya da

2 J’u agan bir darbeli enerji; Ya da
Asagidakilere sahip bir ¢oklu-enine mod ¢ikisi:
400 MW’1 asan bir "doruk gii¢";

2 kW’1 asan bir ortalama ¢ikis giicli; Ya da

2 J’u agan bir darbeli enerji;

3. Asagidakilere sahip darbe-tahrikli, “Q-anahtarli olmayan lazerler”:

a.

1.
2.

1.

2.

Asagidakilere sahip bir tek-enine mod ¢ikist:
500 kW1 asan bir "doruk gii¢";

150 W’1 asan bir ortalama ¢ikis giicii; Ya da
Asagidakilere sahip bir ¢oklu-enine mod ¢ikisi:
1 MW’1 agan bir "doruk gii¢";

2 kW’1 asan bir ortalama ¢ikis giicli; Ya da

4. Asagidakilere sahip siirekli-tahrikli, “lazerler”:

a.

1.
2.

1.

2.

c. Asagldakllerden birini saglayan diger "ayarlanabilir" olmayan "lazerler”:

Asagidakilere sahip bir tek-enine mod ¢ikisi:

500 kW’1 asan bir "doruk gii¢";

150 W’1 asan bir ortalama veya CW ¢ikis giicili; Ya da
Asagidakilere sahip bir ¢coklu-enine mod ¢ikist:

1 MW’1 asan bir "doruk gii¢";

2 kW’1 asan bir ortalama veya CW ¢ikis giicii; Ya da
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1. 150 nm’yi agmayan ve asagidakilerden birini saglayan bir dalgaboyu:

a.

Darbe basina 50 mJ’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 1 W’1 agan bir

darbeli "doruk gii¢"; Ya da

b.

1 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii;



2. 150 nm ya da daha fazla fakat 800 nm’yi agsmayan ve asagidakilerden birini
saglayan bir dalgaboyu
a. Darbe basina 1,5 J’li agan bir ¢ikis enerjisi ve 30 W’1 asan bir
darbeli "doruk gii¢"; Ya da
b. 30 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii;
3. 800 nm ya da daha fazla fakat 1,400 nm’yi agsmayan asagidaki benzeri bir
dalgaboyu
a. Asagidakilere sahip “Q-anahtarli lazerler”:
1. Darbe basina 0,5 J’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 50 W’1 asan bir
darbeli "doruk gii¢"; Ya da
2. Asagidakileri agan bir ortalama ¢ikis giicii;
&a. Tek-enine mod "lazerler” i¢in 10 W;
&b. Coklu-enine mod "lazerler” i¢in 30 W;
b. Asagidakilere sahip “Q-anahtarli olmayan lazerler”:
1. Darbe basina 2 J’1i agan bir ¢ikis enerjisi ve 50 W’1 agan bir darbeli
"doruk gii¢"; Ya da
2. 50 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giict;
4. 1,400 nm’yi agan ve asagidakilerden birini saglayan bir dalgaboyu:
a. Darbe basina 100 mJ’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 1 W’1 agan bir
darbeli "doruk gii¢"; Ya da
b. 1 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicti;
Asagidakilerden birini saglayan, boya ve diger siv1 "lazerler”:
1. 150 nm’dan daha az bir dalgaboyu ve:
a. Darbe basina 50 mJ’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 1 W’1 asan bir darbeli
"doruk gii¢"; Ya da
b. 1 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii;
2. 150 nm ya da daha fazla fakat 800 nm’yi agmayan asagidakilerden birini saglayan
dalgaboyu:
a. Darbe basina 1,5 J’i asan bir ¢ikis enerjisi ve 20 W’1 agan bir darbeli
"doruk gii¢"; Ya da
b. 20 W’1 agan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii; veya
c. “Darbe stiresi” 100 ns’den az ise, 1 kHz’lik bir yineleme oranina ve 1 W’1
asan bir ortalama ¢ikis giicline sahip olan bir darbeli tek-boyuna mod osilator;
3. 800 nm’yi asan fakat 1,400 nm’yi agsmayan asagidakilerden birini saglayan bir
dalgaboyu:
a. Darbe bagina 0,5 J’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 10 W’1 asan bir darbeli
"doruk gii¢"; Ya da
b. 10 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii; veya
4. 1,400 nm’yi asan ve asagidakilerden birini saglayan bir dalgaboyu:
a. Darbe bagina 100 mJ’ii asan bir ¢ikis enerjisi ve 1 W’1 asan bir darbeli
"doruk gii¢"; Ya da
b. 1 W’1 asan bir ortalama ya da CW ¢ikis giicii; veya
Asagidaki benzeri bilesenler:
1. ‘“Aktif sogutma’ ya da 1s1 borusu sogutmasi ile sogutulan aynalar;
Teknik not:



‘Aktif sogutma’, optik bilesenler icin, optik bilesenin ylizey altinda (nominal olarak
optik yiizeyin 1 mm’den az altindaki) akan akigkanlar1 optikten 1s1y1 almak i¢in
kullanan bir sogutma teknigidir.
2. Kontrollii "lazer”le kullanmak i¢in 6zellikle tasarlanan optik aynalar, iletici ya da
kismen iletici optik veya elektro-optik bilesenler;
Asagidaki benzeri optik ekipman:
NOT: "stiper yiiksek gii¢ lazer" (SHPL) uygulamalarinda ¢aligabilen paylasilmis delik
optik unsurlar i¢in, Askeri Mallarin Kontroliine bakiniz.
1.  Asagidakilerden birini saglayan bir 151n dalga cephesi lizerindeki en az 50
konumda haritalandirma yapabilen dinamik dalga cephesi (faz) 6l¢me ekipmani:

a. 100 Hz ya da daha fazla cergeve hizlari ve 151n dalga boyunun en az
%35’inde faz ayrimi; ya da
b. 1,000 Hz ya da daha fazla ¢ergeve hizlar1 ve 151n dalga boyunun en az

%20’sinde faz ayrimi;
2. "SHPL" sistemi agisal 1siminin, 10 purad ya da daha kiiclik yonlendirme hatalarini
Olcebilen "lazer" tanisal ekipman;
3. Tasarlanan dalgaboyunda lambda/10, ya da 0.1 pm degerlerinden kiiciik olanina
esit bir dogruluga yapisik 151n kombinasyonu amagli fazli-dizi “SHPL” sistemi i¢in
ozellikle tasarlanan optik ekipman ve bilesenler;
4.  "SHPL" sistemlerinde kullanmak i¢in 6zellikle tasarlanan projeksiyon teleskoplari.

" cc "nn

6A006 Asagidaki benzeri "manyetometreler"”, “manyetik egim olgerler", "esasi manyetik egim
Olgerler", su alt1 elektrik alan sensorleri ve kompanzasyon sistemleri ve bunlara ait 6zellikle
tasarlanan bilesenler:

a.

Not: 6A006 balik¢ilik uygulamalar1 ya da tibbi tani i¢in biyomanyetik 6l¢iimler i¢in
ozellikle tasarlanan aletleri kontrol etmez.
Asagidaki benzeri "manyetometre” ve alt sistemler:
1. "siiper iletken" (SQUID) "teknoloji" kullanan ve asagidaki 6zelliklerden birini
saglayanlar:
a. 1 Hz frekansta Hz karekokii basina 50 fT (rms) ya da daha diisiik (daha iy1)
bir “giiriiltii seviyesi”’ne (hassasiyet) sahip olan, hareket anindaki giiriiltiiyii
azaltmak amacli, 6zellikle tasarlanan alt sistemlere sahip olmayan sabit ¢calisma
icin tasarlanan SQUID sistemler; veya
b. 1 Hz frekansta Hz karekokii basina 20 pT (rms)’den daha diisiik (daha iy1)
bir hareket-i¢ci-manyetometre “gliriiltii seviyesi’ne (hassasiyet) sahip olan ve
hareket anindaki giiriiltiiyii azaltmak icin 6zellikle tasarlanan SQUID sistemler;
2. Hz karekokii bagina 20 pT (rms)’den daha diisiik (daha iyi) bir “gliriiltii
seviyesi’ne (hassasiyet) sahip olan optik pompalamali veya ¢ekirdek yalpalamali
(proton/Overhauser) “teknoloji”yi kullananlar;
3. 1 Hz frekansta Hz karekokii basina 10 pT (rms)’den daha diisiik (daha iyi) bir
“giiriiltli seviyesi’ne (hassasiyet) sahip olan fluxgate (manyetik alan detektorii)
"teknoloji"sini kullananlar;
4.  Asagidakilerin birinden daha diisiik (daha iyi) bir “giiriiltii seviyesi’ne (hassasiyet)
sahip olan endiiksiyon bobini "manyetometreler”:
a. 1 Hz’den daha az frekansta Hz karekokii basina 0,05 nT (rms);
b. 1 Hz ya da daha fazla, ancak 10 Hz’1 asmayan frekanslarda Hz karekokii
basina 1 x 10” nT (rms); Ya da



c. 10 Hz’i asan frekanslarda Hz karekdkii basina 1 x 10 nT (rms);
5. Hz karekokii basina 1 nT (rms)’den daha diisiik (daha iy1) bir “giiriiltii seviyesi’ne
(hassasiyet) sahip olan fiber optik “manyetometreler”;
b. 1 Hz frekansta dl¢iildiigiinde, Hz karekokii basina 8 nanovoly/metre’den daha
diisiik (daha iyi) bir “giiriiltii seviyesi’ne (hassasiyet) sahip olan su alt1 elektrik alan
sensorlerti;
c.Asagidaki benzeri "manyetik egim dlgerler":
1. 6A006.a.da belirtilen ¢coklu "manyetometreler”i kullanan "manyetik egim
Olcerler";
2. Hz karekokii bagina 0,3 nT/m (rms)’den daha diisiik (daha iyi) bir manyetik egim
alan1 “glirtilti seviyesi”’ne (hassasiyet) sahip olan fiber optik “esasi manyetik egim
Olgerler”;
3. Hzkarekoki basina 0,015 nT/m (rms)’den daha diisiik (daha iyi) bir manyetik
egim alami “giirliltii seviyesi’ne (hassasiyet) sahip olan, fiber optik "teknoloji" disindaki
bir "teknoloji"yi kullanan "esasi manyetik egim dlcerler";
d. 6A006.a, 6A006.b. ya da 6A006.c.’nin kontrol parametrelerine esit ya da daha iyi
bir performansa yol acan manyetik ya da su alt1 elektrik alan sensorleri i¢in kompanzasyon
sistemleri.

6A007 Asagidaki benzeri gravite metreler (agirlik 6lger) ve agirlik egim olgerler:
NOT: AYRICA 6A107'YE BAKINIZ.
a. 10 pgaldan daha az (daha iyi) bir duragan dogruluga sahip karasal kullanim i¢in
tasarlanan veya modifiye edilen gravite 6lgerler;
Not: 6A007.a. kuvars element (Worden) tipi karasal gravite 6lgerleri kontrol etmez.

b. Asagidakilerin tiimiinii yapan mobil platformlar i¢in tasarlanan gravite 6lgerler:
1. 0.7 mgal’den daha az (daha iyi) bir duragan dogruluk; Ve
2. Katilimei dogrultucu kompenzasyonu ve devinimsel etkilerin herhangi bir
kombinasyonu altinda, 2 dakikadan az kararli-hal-kayit-siiresine sahip olan, 0.7
mgal’den daha az (daha iyi) bir hizmet-i¢i (operasyonel) dogruluk;

C. Gravite egim Olgerler.

6A008 Asagidaki ozelliklerden birine sahip olan, radar sistemleri, ekipmani ve cihazlar ile
bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:
NOT: AYRICA 6A108'E BAKINIZ.
Not: 6A008 asagidakileri kontrol etmez:
a. Ikincil gozetim radar1 (SSR);
b. carpigmalar1 engelleme i¢in tasarlanan araba radart;
c. mm basina 12 ¢6zilinebilir unsurdan fazlasina sahip olmayan, hava trafik kontrolii
(ATC) i¢in kullanilan gdsterge ve monitorler;
d. meteorolojik radar (hava radari).
a. 40 GHz ile 230 GHz arasindaki frekanslarda ¢alisma ve 100 mV’u asan bir
ortalama ¢ikis giicii;
b. ‘Merkez isletim frekansi’nin %=+ 6.25’ini asan bir ayarlanabilir bant genisligine
sahip olma;
Teknik not:
‘Merkez isletim frekansi1’, belirtilen en yiiksek ve en diisiik ¢alisma frekanslarinin
toplaminin yarisina esittir.



C. Ikiden fazla tasiyici frekansdan fazlasinda eszamanli olarak ¢alisabilme;

d. sentetik delik (SAR), ters sentetik delik (ISAR) radar modunda veya yan-goriiniim
havayla tasinan (SLAR) radar modunda calisabilme;

e. “Elektronik olarak yonetilebilen fazli dizi antenler”i birlestirme;

f. kooperatif (igbirlik¢i) olmayan hedeflerin yiiksekligini bulabilme;

Not: 6A008.f. ICAO standartlarina uyan hassas yaklasim radar ekipmanini1 (PAR)
kontrol etmez.

g. Hareketli hedeflerin tespiti i¢in Doppler "sinyal islemesi”’ne sahip olma ve hava
tagit1 (balon ya da iskelete monteli) operasyonu i¢in 6zellikle tasarlanma;
h. Asagidakilerden herhangi birini kullanan radarin sinyallerinin isletimini uygulama:

1. "Radar yaygin tayf” teknikleri; Ya da
2. "Radar frekans c¢evikligi" teknikleri;
1. 185 km’yi asan bir en yiiksek 6l¢iim araligina sahip kara-esaslli ¢calisma saglama;
Not: 6A008.1. asagidakileri kontrol etmez:
a. Balik¢ilik taban gozetim radart;
b. Asagidaki sartlar tiimiiniin saglanmasi sartiyla, hava trafik kontrolii i¢in 6zellikle
tasarlanan yer radar ekipmani:
1. 500 km ya da daha az bir en yiiksek 6l¢me araligina sahiptir;
2. Radar hedef verisinin radar sahasindan bir ya da daha fazla sivil ATC
merkezine sadece tek bir yolu gonderebilmesini saglayacak sekilde
diizenlenmistir;
3. ATC merkezinden radar tarama hizinin uzaktan kumandasi i¢in higbir
vasita icermez; ve
4. Kalici olarak yerlestirilmis olmalidir;
c. Hava balon izleyen radarlar.
Asagidakilerden birini saglayan, “lazer” radar veya Isik Tespit ve Smiflandirma
(LIDAR) ekipmani olma:
1. "uzay nitelikli; Ya da
2. 20 prad’dan (mikroradyan) daha az (daha iyi) bir agisal ¢oziiniirliige sahip olan
yapisik heterodin ya da homodin tespit teknikleri uygulama;
Not: 6A008.j. haritalandirma ya da meteorolojik gozlem i¢in 6zellikle tasarlanan
LIDAR ekipmanini kontrol etmez.
k. Asagidakilerden biriyle, "darbe sikistirma" kullanan "sinyal isleme” alt
sistemlerine sahip olma:
1. 150'yi asan bir "darbe sikigtirma" orani; Ya da
2. 200 ns’den daha az bir darbe genisligi; Ya da
L. Asagidakilerden birine sahip bilgi isleme alt sistemlerine sahip olma:
1. herhangi bir anten doniisiinde, bir sonraki anten 151n ge¢is zamaninin 6tesindeki
tahmin edilen hedef konumunu temin eden “otomatik hedef izleme”;
Not: 6A008.1.1 ATC sistemlerde ya da deniz veya liman radarinda ¢atisma uyari
yetenegini kontrol etmez.
2. Periyodik olmayan (degisken) tarama hizlarina sahip olan birincil radardan hedef
hizinin hesaplanmast;
3. Hedefleri tanimak ya da siiflandirmak i¢in otomatik bi¢im tanima (6zellik
cikarim) ve hedef karakteristik veri tabanlariyla karsilastirma (dalga bigimler ya da
goriintiisel) i¢in isleme; Ya da



4. Iki ya da daha fazla "cografi olarak dagilmis" ve " baglantili radar sensorleri"nden
hedefleri gelistirmek ve ayristirmak icin, hedef verilerin ¢akistirilmasi ve korelasyonu,
ya da birlestirilmesi.
Not: 6A008.1.4. deniz trafik kontrolu i¢in kullanilan sistemleri, ekipman ve cihazlar
kontrol etmez.

6A102 Niikleer etkiye (6rnegin elektromanyetik darbe (EMP), X-1sinlari, birlestirilmis patlama
ve termal etkiler) kars1 koruma i¢in 6zellikle tasarlanan ya da modifiye edilen ve 5 x 10° rad
(silisyum)’luk bir radyasyon dozunu saglayan ya da asan radyasyon seviyelerine dayanmak igin
degerlendirlmis ya da tasarlanmis "fiizeler” i¢in kullanilabilen, 6 A002°deki belirtilenler
disindaki, radyasyonla sertlestirilmis ‘detektorler’.
Teknik not:
6A102’de ‘detektdr’, basing ya da sicaklikta bir ¢cevresel degisim, bir radyoaktif
maddeden gelen elektriksel ya da elektromanyetik sinyal ya da radyasyon gibi bir
uyaricty1 otomatik olarak teshis eden ve kaydeden, ya da kayda geciren bir mekanik,
elektriksel, optik ya da kimyasal alet olarak tanimlanir. Bu, bir defadaki ¢aligsma ya da
hatada algilayan cihazlar1 kapsar.

6A107 Asagidaki benzeri gravite metre (agirlik 6lger) ile gravite metre ve gravite egim olgerler
i¢in bilesenler:
a. 7 x 10 m/s? (0.7 miligal) ya da daha az bir statik veya operasyonel dogruluga ve
iki dakika ya da daha az bir kararli-durum-kayit zamanina sahip olan, hava tasit1 veya
denizcilik kullanimi i¢in tasarlanan ya da modifiye edilen, 6A007.b’de belirtilenler
disindaki gravite metreler;
b. 6A007.b ya da 6A107.a.’da belirtilen gravite 6lcerler icin 6zellikle tasarlanan
bilesenler ve 6A007.c’de belirtilen gravite egim Olgerler.

6A108 6A008’de belirtilenler disindaki, asagidaki gibi radar sistemleri ve izleme sistemleri:
a. 9A004'de belirtilen uzay firlatma araglarinda kullanim i¢in tasarlanan ya da
modifiye edilen radar ve lazer radar sistemleri veya 9A104'de belirtilen sonda roketleri;
Not: 6A108.a. asagidakileri igerir:

a. Arazi diizlem haritalandirma ekipmanti;
b. Goriintlileme sensor ekipmani;
C. Sahne haritalandirma ve korelasyon (hem dijital hem analog) ekipman;
d. Doppler denizcilik radar ekipmani.
b. Asagidaki benzeri, ‘fiizeler’ i¢in kullanilabilen hassas izleme sistemleri:

1. Ugus i¢i konum ve hizin ger¢ek zamanlt 6l¢iimleri saglamak igin, yiizey veya hava
tasit1 referanslariyla ya da denizcilik uydu sistemleriyle birlikte, bir kod ¢evirici
kullanan izleme sistemleri;

2. Asagdaki yeteneklerin tiimiine sahip, ilgili optik/kizil 6tesi iz siiriiciileri kapsayan
menzil 6l¢me radarlari:

a. 3 miliradyandan (0.5 mils) daha iyi agisal ¢oziintirliik;

b. 10 m rmsdan daha iyi bir menzil ¢oziiniirligiiyle 30 km ya da daha biiyiik
bir menzil;

c. 3 m/s’den daha iyi bir hiz ¢6ziiniirligi.

Teknik not:



6A108.b.’de ‘fiize’, 300 km’yi asan bir menzilde ¢alisabilen tam roket sistemleri ve
insansiz hava tasit1 sistemleri anlamindadir.

6A202 Asagidaki 6zelliklerin her ikisini yapan fotomultiplikatdr tiipler:
a. 20 cm™den daha biiyiik bir fotokatot alani; Ve
b. 1 ns’den daha az anot darbe yiikselis zamana.

6A203 6A003°de belirtilen disindaki, asagidaki benzeri kameralar ve bilesenler:
a. Asagidaki gibi mekanik doner ayna kameralar ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan
bilesenler:
1. Saniyede 225,000 ¢erceveden biiyiik kayit hizlarina sahip ¢erceveleme kameralart;
2. mikrosaniyede 0.5 mm’den daha biiylik yazma hizlarina sahip ¢izgi kameralart;
Not: 6A203.a.’da, bu tiir kameralarin bilesenleri, senkronize edici tiirbinleri, aynalar1 ve
yataklar1 iceren elektronik birimleri ve rotor cihazlar1 kapsar.
b. Asagidaki benzeri elektronik ¢izgi kameralari, elektronik ¢ergeveleme kameralari,
tiipler ve cihazlar:
1. 50 ns ya da daha az zaman ¢0ziiniirliigiine sahip olabilen elektronik ¢izgi
kameralari;
2. 6A203.b.1.’de belirtilen kameralar i¢in ¢izgi tiipleri;
3. 50 ns ya da daha az gergeve teshir zamanina sahip olabilen elektronik (ya da
elektronik olarak kapakli) ¢erceveleme kameralari;
4.  6A203.b.3'de belirtilen kameralarla kullanim i¢in asagidaki benzeri ¢ergeveleme
tiipleri ve kat1 hal goriintiileme aletleri:

a. Fotokatotun, fotokatot tabaka direncini azaltmak i¢in gecirgen iletken
kaplama {izerine biriktigi, yakinlastiric1 odakli gdriintii yogunlastirici tiipler;

b. Bir hizli sistemin SIT plakasi tizerine diigmeden dnce fotokatottan
fotoelektronlarin ¢ikmasina izin verdiginde, Kapi silisyum yogunlastirict hedef
(SIT) videkon tiipler;

c. Kerr ya da Pockels hiicre elektro-optik kapakls;

d. 6A203.b.3.de belirtilen kameralar i¢in 6zellikle tasarlanan, 50 ns’den az bir

hizli-imaj geg¢is siiresine sahip olan diger ¢erceveleme tiipleri ve kati hal
goriintiileme kameralari;
c. operasyonel indirgeme olmaksizin, 50 x 10° Gy(silisyum) (5 x 10° rad
(silisyum))’dan fazla bir toplam radyasyon dozuan dayanmak i¢in radyasyonla
sertlestirilmis olarak 6zellikle tasarlanan ya da degerlendirilen, radyasyonla sertlestirilmis
televizyon kameralari, ya da bunlara ait lensler.
Teknik not:
Gy (silisyum) terimi, iyonize eden radyasyona maruz birakildiginda, kalkansiz bir silisyum
ornek tarafindan emilen, kilogram bagina Joule olarak enerjiye atifta bulunur.

6A205 0B001.g.5, 0B001.h.6. ve 6A005°de belirtilenler digindaki, asagidaki benzeri "lazerler”,
"lazer" yiikselticiler ve osilatorler:
a. Asagidaki 6zelliklerin her ikisini yapan argon iyon "lazerler”:
I. 400 nmile 515 nm arasindaki dalgaboylarinda ¢alisma; Ve
2. 40 W’dan daha biiyiik bir ortalama ¢ikis giicti;
b. Asagidaki 6zelliklerin tiimiinii saglayan ayarlanabilir darbeli tek-mod boya lazeri
osilatorleri:



1. 300 nm ile 800 nm arasindaki dalgaboylarinda ¢alisma;

2. 1 W’dan daha biiyiik bir ortalama ¢ikis giicii;

3. 1 kHz’den daha biiyiik bir yineleme frekansi; Ve

4. 100 ns’den daha az darbe genisligi;
c. Asagidaki 6zelliklerin tiimiinii saglayan ayarlanabilir darbeli boya lazeri
osilatorler:

1. 300 nm ile 800 nm arasindaki dalgaboylarinda ¢alisma;
2. 30 W’dan daha biiyiik bir ortalama ¢ikis giicti;
3. 1 kHz’den daha biiyiik bir yineleme frekansi; Ve
4. 100 ns’den daha az darbe genisligi;
Not: 6A205.c. tek mod osilatorleri kontrol etmez;
d. Asagidaki 6zelliklerin tiimiinii yapan darbeli karbondioksit "lazerleri’:
9,000 nm ile 11,000 nm arasindaki dalgaboylarinda ¢alisma;
250 Hz’den daha biiyiik bir yineleme frekansi; Ve
500 W’dan daha biiyiik bir ortalama ¢ikis giict;
100 ns’den daha az darbe genisligi;
e. 16 mikrometre ¢ikis dalgaboyunda ve 250 Hz’den daha biiyiik bir yineleme
frekansinda ¢alismak iizere tasarlanan para-hidrojen Raman degistiriciler;
f. Asagidaki 6zelliklerin tiimiinii saglayan darbe-tahrikli, Q-anahtarli neodim-
daldirmali (cam disindaki) “lazerler’:
1. 1,000 nm’yi agan ancak 1,100 nm’yi agmayan bir ¢ikis dalgaboyu;
2. 1 nsyada daha fazla bir darbe siiresi; Ve
3. 50 W’1asan bir ortalama giice sahip bir ¢oklu-enine mod ¢ikis.

b=

6A225 10 mikrosaniyeden daha kisa zaman araliklar1 sirasinda 1 km/s’yi asan hizlar1 6lgmek i¢in
hiz girisim olgerler.
Not: 6A225, VISARIar (Herhangi bir yansitici i¢in hiz girisim 6lger sistemleri) ve DLIlar
(Doppler lazer girisim 6lgerler) gibi hiz girisim 6lgerleri kapsar.

6A226 Asagidaki benzeri basing sensdrleri:

a. 10 GPa’dan daha biiyiik basinglar icin Manganin 0l¢iiler;

b. 10 GPa’dan daha biiylik basinglar i¢in kuvars basing giic ¢ceviriciler.
6B  Test, Muayene ve Uretim Ekipmam

6B004 Asagidaki benzeri optik ekipman:

a. Yansima oraniin + %0.1°1 degerindeki dogrulukla net yansima oranini 6lgme
ekipmanti;
b. diizlemsel olmayan optik yiizey bi¢iminin (profil), istenen profile kars1 2 nm ya da

daha az (daha iy1) bir dogrulukla temassiz optik 6l¢timii i¢in 6zellikle tasarlanan, 10 cm
tizerindeki bir acik delige sahip olan optik ylizey dagilma 6l¢tim ekipmani disindaki
ekipman.

Not: 6B004 mikroskoplar1 kontrol etmez.

6B007 0.1 mgal’den bir duragan dogruluga sahip karasal gravite metreleri liretmek, hizalamak ev
kalibre etmek i¢in ekipman.



6B008 100 ns ya da daha az iletim darbe genisliklerine sahip darbe radar1 kesit alan 6lglim
sistemleri ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler.
NOT: AYRICA 6B108'E BAKINIZ.

6B108 6B008’de belirtilenler disindaki, "fiizeler” ve alt sistemleri i¢in kullanilabilen radar kesit
alan Ol¢timii icin Ozellikle tasarlanan sistemler.

6C Malzemeler

6C002 Asagidaki benzeri optik sensor malzemeler:

a. %99.9995 ya da daha fazla saflik diizeylerinde telliir (Te) elementi;

b. Asagidakilerden birini iceren (epitaksiyal tabakalar dahil) tek kristaller:
1. Mol oraniyla %6’dan daha az ¢inko i¢erigine sahip kadmiyum ¢inko telltirtir
(CdZnTe);

2. Herhangi bir saflik diizeyinde kadmiyum telliirtirler(CdTe); Ya da

3. Herhangi bir saflik diizeyinde civa kadmiyum telluriirler (HgCdTe).
Teknik not:
‘Mol oran1” ZnTe mollerinin, CdTe ve ZnTe nin kristalde bulunan mollerinin toplamina
orani olarak tarife edilir.

6C004 Asagidaki benzeri optik maddeler:
a. Asagidakilerden birini saglayan, kimyasal buharli depozisyon islemiyle iiretilen
c¢inko seleniir (ZnSe) ve (ZnS) ¢inko sulfiir "bos tabakalar1":
1. 100 cm’'den daha biiyiik bir hacim; Ya da
2. 20 mm ya da daha fazla bir kalinliga sahip 80 mm’den daha biiytik bir ¢ap;
b. Asagidaki elektro-optik maddelerin bilyeleri:

1. Potasyum titanil arsenat (KTA);
2. Glimiis galyum seleniir (AgGaSe, );
3. Talyum arsenik seleniir (TI;AsSe,, ayrica TAS olarak da bilinir);

c. Asagidakilerin tiimiinii yapan dogrusal olmayan optik maddeler:

1. of 10_6 mz/V ya da daha fazla {li¢iincii derece hassasiyet (chi 3); Ve
2. 1 ms’den daha az bir cevap siiresi;

d. Cap ya da ana eksen uzunlugu 300 mm’yi asan silisyum karbiir ya da berilyum
berilyum (Be/Be) y1gi1lmis maddelerin "bos tabakalar"i;
e. Asagidakilerin tiimiinii saglayan cam, eritilmis cam, fosfat cami, florofosfat camu,

zirkonyum floriir(ZrF, ) ve hafniyum floriir (HfF, ) dahil:
1. 5 ppm’den daha az bir hidroksil iyonu (OH-) konsantrasyonu;
2. 1 ppm’den daha az tiimlesik metalik saflik diizeyleri; Ve
3. 5x 10_6’dan daha az yliksek homojenlik (kirilma degiskenligi indisi);

f. 200 nm’yi asan ancak 14,000 nm’yi agmayan dalgaboylarinda, 10 ’ cm_l’den daha
az bir abzorpsiyona sahip sentetik olarak imal edilen elmas malzeme

6C005 Asagidaki benzeri, sentetik kristalli bitmemis formdaki "lazer" ana maddesi:
a. Titanyuma daldirilmis safir;
b. Aleksandrit.



6D

Yazilim

6D001 6A004, 6A005, 6A008 veya 6B008’de belirtilen ekipmanin "gelistirilmesi" ya da
"iretim"i i¢in 6zellikle tasarlanan "yazilim".

6D002 6A002.b., 6A008 veya 6B008’de belirtilen ekipmanin "kullanim"1 igin 6zellikle
tasarlanan "yazilim".

6D003 Asagidaki benzeri diger "yazilim":

a.

C.

1. Cekilen hidrofon dizileri kullanarak pasif alis i¢in akustik verinin " gercek zamanli
islenmesi” i¢in akustik 151n olusumu igin 6zellikle tasarlanan "yazilim";

2. Cekilen hidrofon dizileri kullanarak pasif alis i¢in akustik verinin "gercek zamanli
islenmesi” i¢in "kaynak kodu";

3. Dip ya da korfez kablolu sistemleri kullanarak pasif alis i¢in akustik verinin "
gergek zamanli islenmesi” i¢in akustik 1511 olusumu i¢in 6zellikle tasarlanan "yazilim";
4. Dip ya da korfez kablolu sistemleri kullanarak pasif alis i¢in akustik verinin
"ger¢ek zamanli islenmesi” i¢in "kaynak kodu";

1.  Mobil platformda islemek iizere tasarlanan manyetik sensor i¢in manyetik ve
elektrik alan1 kompanzasyon sistemleri i¢in 6zellikle tasarlanan "yazilim";
2. Mobil platformda manyetik ve elektrik alan1 anormalligi bulmak tizere 6zellikle
tasarlanan "yazilim";

Gravite Olcerler ya da gravite egim olgerlerin hareketsel etkilerini diizeltmek i¢in

Ozellikle tasarlanan "yazilim";

d.

1. Hava Trafik Kontrolu merkezlerde yer alan genel amacli bilgisayarlar iizerinden
yonetilen ve asagidakilerden birini gergeklestirebilen, Hava Trafik Kontrolu "yazilim"
uygulama "programlar1”:
a. ayni anda 150°den fazla "sistem izini islemden geg¢irip gosterme; Ya da
b. Dortten fazla birincil radardan radar hedef verisini kabul etme;
2. Asagidakileri saglayan, radomlarin "liretim"1 ya da tasarimi igin "yazilim":
a. 6A008.e.de belirtilen “elektronik yonlendirilebilen fazli dizi antenler’i
korumak i¢in 6zellikle tasarlanma; Ve
b. Ana 151n diizeyi dorugunun 40 dB’den fazla altinda bir ‘ortalama yan kulak
diizeyi’ne sahip olan bir anten bi¢imine yol agma.
Teknik not:
6D003.d.2.b.deki ‘ortalama yan kulak diizeyi’, ana 1sinin agisal kapsami ve ana
1s1inin her iki yanindaki ilk iki kenar kulaklar1 disindaki tiim dizide 6lgiiliir.

6D102 6A108'de belirtilen mallarin "kullanim"1 i¢in 6zellikle tasarlanan ya da modifiye edilen
"yazilim".

6D103 Ozellikle fiizeler igin tasarlanan ya da modifiye edilen, ugus sonrasi, kayith veriyi, aracin
ucus yolu boyunca konumunu tayin edilmesine imkan vererek isleyen "yazilim".
Teknik not:



6D103de ‘fiizeler’, 300 km’yi agan bir menzilde ¢alisabilen tam roket sistemleri ve
insansiz havada arag sistemleri anlamindadir.

6E Teknoloji

6E001 6A, 6B, 6C veya 6D’de belirtilen ekipman, madde veya "yazilim"larin "gelistirilme"si igin
Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".

6E002 6A, 6B veya 6C’de belirtilen ekipman ya da maddelerin "iiretim"i i¢in Genel Teknoloji
Notu’na gore "teknoloji".

6E003 Asagidaki benzeri diger "teknoloji":
a.
1. 5x 107’den az bir toplam kayipla (abzorpsiyon ve dagilma), 500 mm ya da daha
fazla ¢ap ya da ana eksen uzunlugundaki optik kaplamalar i¢in %99.5 ya da daha iyi
muntazamlik elde etmek i¢in “gerekli” olan, optik ylizey kaplama ve isleme
"teknoloji"si;
NOT: Ayrica 2E003.f’ye bakiniz.
2.

0.5 mz’yi asan diizlemsel olmayan yiizeylerde 10 nm rms’den daha iyi yiizey bitirme
dogruluklar {iretmek icin tek nokta elmas dondiirme teknikleri kullanan optik imalat
"teknoloji"si;
b. Ozellikle tasarlanan tanisal aletlerin ya da “SHPL” deneme i¢in ya da “SHPL”
1isinlartyla radyasyona ugramis maddelerin denenmesi ya da degerlendirilmesi i¢in test
vasitalarindaki hedeflerin "gelistirilme"si, "iiretim"i ya da "kullanim"1 i¢in "gerekli"
"teknoloji";

6E101 6A002, 6A007.b. ve c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 ya da 6D103°de

belirtilen ekipman veya "yazilim"larin "kullanim"1 i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".
Not: 6E101 sadece, “fiizeler”de kullanilabilir oldugunda ve hava uygulamalari i¢in
tasarlandiginda, 6A008'de belirtilen ekipman i¢in "teknoloji"yi belirtir.

6E201 6A003, 6A005.a.1.c., 6A005.a.2.a., 6A005.c.1.b., 6A005.c.2.c.2., 6A005.c.2.d.2.b.,
6A202, 6A203, 6A205, 6A225 veya 6A226’da belirtilen ekipmanin "kullanim"1 i¢in Genel
Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".



KATEGORI 7 - SEYIR VE HAVA ELEKTRONIGI
7A  Sistemler, EKipman ve Bilesenler

NOT: Su alt1 araglar i¢in otomatik pilotlar i¢cin, Kategori 8’e bakiniz.
Radar i¢in Kategori 6’ya bakiniz.

7A001 Atalet (inertial) seyir ya da kilavuzluk sistemlerinde kullanmak i¢in tasarlanan ve
asagidaki 6zelliklerden birine sahip olan dogrusal ivme Slcerler ve bunlara ait 6zellikle
tasarlanan bilesenler:
NOT: AYRICA 7A101'E BAKINIZ. Acisal icin ya da donel hizlandiricilar icin
7A002'ye bakiniz.
a. Bir yillik bir donemde sabit bir kalibrasyon degerine gore 130 mikro g’den
daha az (daha iyi) bir "egim" "kararlilik"1;
b. Bir yillik bir dénemde sabit bir kalibrasyon degerine gore 130 ppm’den daha az
(daha iyi) bir " ayarlama faktor" "kararlilik"1; Ya da
c. 100 g’1 asan dogrusal hizlanma diizeylerinde islemesi belirtilme.

7A002 Asagidaki ozelliklerden herhangi birini saglayan jiroskop ve acisal ya da donel ivime
Olcerler ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:
NOT: AYRICA 7A102'YE BAKINIZ.
a. Bir aylik bir donemde, agagidaki gibi sabit bir kalibrasyon degerine gore 1
g’lik bir ortamda 6l¢iildiiglinde, bir "siiriiklenme oram" "kararlilik"1;
1. 12 galtindaki dogrusal dogrusal hizlanma diizeylerinde ¢alismasi
belirtildiginde, saatte 0.1°den daha az (daha iyi); veya
2. 12 g ile 100 g arasindaki dogrusal dogrusal hizlanma diizeylerinde ¢alismasi
belirtildiginde, saatte 0.5°den daha az (daha iyi);
b. Kare kok saat bagina 0.0035° ya da daha az (daha iyi) bir ac1 rasgele yiiriiyiisii;
Yada
Not: 7A002.b. donen kitle jiroskoplar1 kontrol etmez (donen kiitle jiroskopu, agisal
devinimi sezmek i¢in bir araliksiz olarak doner kitle kullanan jiroskoptur).
Teknik not:
7A002.b’nin amaglar i¢in, ‘agisal rasgele yiiriime’, agisal hizda beyaz giiriiltiiden
dolay1 zamandaki acisal hata gelisimidir (IEEE STD 528-2001).
c. 100 g’yi asan dogrusal hizlanma diizeylerinde calismasi belirtilme.

7A003 Atalet Sistemleri ve agagidaki benzeri 6zellikle tasarlanan bilesenler:
NOT: AYRICA 7A103'E BAKINIZ.

a. Asagidaki 6zelliklerden birine sahip olan, tutum, kilavuzluk ya da kontrol i¢in
"hava tasitlar1", kara araglari, deniz tasitlar (yiizey veya su alt1) veya “uzay araglar1”
icin tasarlanan, atalet seyir sistemleri (INS) (yalpa ¢emberine sahip veya diisiik
kelepgeli) ve atalet ekipmani ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:

1. (nm/hr) saatte 0.8 deniz mil(nm/hr)’lik ‘dairesel olas1 hata’ ya da daha az

(daha iyi) normal diizen sonucu olusan seyir hatas1 (ataletten bagimsiz); Ya da

2. 10 g’yi asan dogrusal hizlanma diizeylerinde ¢alismak iizere belirtilme;
b. GNSS’in ya da “DBRN”in dort dakikaya kadar bir siire i¢in kayb1 sonrasinda,
10 metreden az (daha iyi) ‘Sirkiiler Olas1 Hata’ (CEP) degerindeki INS seyir pozisyon
dogruluguna sahip, normal diizen sonucu olusan tutum, kilavuzluk ya da kontrol i¢in
Kiiresel Seyir Uydu Sistem(ler)i’nde (GNSS) veya “Veri-Tabanli Referans Seyir”
(“DBRN”) Sistemleri’nde yer alan Hibrit Atalet Seyir Sistemleri.



c. Asagidaki 6zelliklerden birine sahip olan Ufuk agis1, Baslik veya Kuzey
Noktasi i¢in Atalet Ekipmani ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:
1. 45 derece enlemde 6 a¢1 dakika RMS ya da daha az (daha iyi) Ufuk agisi,
Baslik veya Kuzey Noktas1 dogruluguna sahip olmak {izere tasarlanma; veya
2. 1 milisaniye ya da daha fazla siireyle 900 g ya da daha fazla calismayan sok
seviyesine sahip olmak iizere tasarlanma.
Not 1: 7A003.a. ve 7A003.b.nin parametreleri, agagidaki ¢cevresel kosullardan
herhangi biriyle uygulanabilir:
1. Rasgele titresim asagidakileri sagladiginda, ilk yarim saatte 7.7 g rms kapsamli
bliyiikliigiinde girdi rasgele titresimi ve ii¢ dikey eksenin her birinde eksen basina
birbuguk saatlik bir toplam test siiresi:

a. 15 ile 1,000 Hz arasindaki frekans araligindaki 0.04 gz/Hz’lik bir sabit
gii¢ tayf yogunlugu (PSD) degeri; ve

2
b. 1,000 ile 2,000 Hz arasindaki frekans araligindaki 0.04 g /Hz ile 0.01

gz/Hz arasinda frekansli PSD azaltiglari;

2. +2.62 radyan/s (150 derece/s) ya da daha fazla bir merdane ve yalpalama orant;

Yada

3. Yukarida 1. ya da 2.’ye esit ulusal standartlara uygunluk.
Not 2: 7A003 Bir "katilimc1 devlet"in sivil otoriteleri tarafindan "sivil ugak"da
kullanim i¢in belgelendirilen atalet seyir sistemlerini kontrol etmez.
Not 3: 7A003.c.1. sivil haritalandirma amagh 6zellikle tasarlanan atalet ekipmanini
birlestiren teodolit sistemleri kontrol etmez.
Teknik not:
1. 7A003.b., gelistirilmis performans elde etmek icin icerinde bir INS ve diger
bagimsiz seyir yardimlarinin bir tek iinitede yapildigi (eklendigi) sistemlere atifta
bulunur.
2. ‘Dairesel olas1 hata’ (CEP) — bir dairesel normal dagilim i¢inde, yapilan ayri
Ol¢timlerin yiizde 50’sini igeren dairenin yarigapi, veya i¢inde ytlizde 50 yerlestirilme
olasilig1 olan dairenin yarigapi.

7A004 5 saniye a¢1 ya da daha fazla (daha iyi) bir ufuk a¢is1 dogruluguna sahip, otomatik
olarak izleyen goksel maddeler veya uydular vasitasiyla konum ya da yonelim tiireten jiro-
astro pusulalar ve diger cihazlar.

NOT: AYRICA 7A104'E BAKINIZ.

7A005 Asagidaki 6zelliklerden birine sahip global seyir uydu sistemleri (yani GPS ya da
GLONASS) alma ekipmani ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:
NOT: AYRICA 7A105'E BAKINIZ.
a. Sifre ¢ozme uygulama; Ya da
b. Gegersiz-yOnlendirilebilir bir anten.

7A006 Asagidaki 6zelliklerden birini saglayan, 4.2 ile 4.4 GHz arasindakiler disindaki
frekanslarda calisan hava tasit1 altimetreler:
NOT: AYRICA 7A106'YA BAKINIZ.
a. "Gli¢ yonetimi"; Ya da
b. Faz kaydirma tus modiilasyonu kullanma.

7A101 7A001°de belirtilen disindaki asagidaki benzeri hizlandiricilar ve bunlara ait 6zellikle
tasarlanan bilesenler:



a. ‘fiizeler’de kullanilabilen, asagidaki 6zelliklerin tiimiine sahip olan, atalet seyir
sistemlerde ya da kilavuzlukta sistemlerinin tiim tiplerinde kullanim i¢in tasarlanan
dogrusal hizlandiricilar ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:
1. 1250 mikro g’den daha az (daha iyi) bir "meyil" ‘tekrarlanabilirligi’; Ve
2. 1250 ppm’den daha az (daha iyi) bir "6l¢ii katsayis1” ‘tekrarlanabilirligi’;
Not: 7A101.a., inis deligi kuyu hizmet ¢aligmalarinda kullanim igcin MWD (Delme
Sirasinda Olgme) sensdrleri olarak dzellikle tasarlanan ve gelistirilen hizlandiricilar:
belirtmez.
Teknik not:
1. 7A101.a.’da ‘fiize’, 300 km’yi asan bir menzilde caligabilen, tam roket
sistemleri ve insansiz hava arag sistemleri anlamina gelir;
2. 7A101.a.’da "meyil" ve "6l¢ii katsayis1”’nin Ol¢iilmesi, bir yillik bir ddnemde
sabit bir kalibrasyona gore bir sigmalik bir standart sapmaya karsilik gelir.
3. 7A101.a.’da ‘tekrarlanabilirlik’ IEEE standart 528-2001e gore, 6l¢iimler
arasinda sartlardaki veya caligma-dis1 siirelerdeki degisimler gerceklestiginde, ayni
caligma sartlar1 altinda ayn1 degiskenin tekrarlanan 6l¢iimleri tizerinde
sozlesmenin yakinligi olarak tanimlanir.
b. 100 g’yi asan ivme diizeylerinde, caligmak lizere belirtilen araliksiz ¢ikisg
hizlandirma 6lgerleri.

7A102 ‘fiizelerde’ kullanilabilen, 1 g’lik bir ortamda saatte 0.5°den daha az (1 sigma ya da
rms) bir degerlendirilen “siirikleme oran1” “kararliligi”na sahip, 7A002’de belirtilen digindaki
tiim jiroskop tipleri.

Teknik not:

7A102°de ‘fiize’, 300 km’yi asan bir menzilde ¢aligabilen, tam roket sistemleri ve

insansiz hava arag sistemleri anlamina gelir.

7A103 7A003’de belirtilenler disindaki, asagidaki benzeri enstriimantasyon, seyir ekipmant
ve sistemleri ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler:
a. 7A001 ya da 7A101°de belirtilen ivme dlgerleri veya 7A002 ya da 7A102'de
belirtilen jiroskoplar1 kullanan atalet ya da diger ekipman ve bu tiir ekipman1 bulunduran
sistemler;
Not: 7A103.a., bu tiir ivme Olgerler inis deligi kuyu hizmet calismalarinda kullanim
icin MWD (Delme Sirasinda Olgme) sensorleri olarak 6zellikle tasarlandig1 ve
gelistirildiginde, 7A001'de belirtilen ivme Slgerleri iceren ekipmani belirtmez
b. 9A004’de belirtilen uzay inis tasitlarinda, 9A012'de belirtilen insansiz hava
araglarinda veya 9A104'de belirtilen sonda roketlerinde kullanim i¢in tasarlanan ya da
modifiye edilen jirostabilizatorleri ya da otomatik pilotlar1 igeren tiimlesik ugus alet
sistemlert;
c. 200 m ya da daha az bir Esit Olasilik Dairesi (CEP) degerindeki bir deniz
seferiyle ilgili dogrulugu temin edebilen, ‘flizeler’ i¢in tasarlanan veya modifiye edilen
‘tlimlesik seyir ve sistemleri’.

Teknik not:
1. Tipik olarak asagidaki bilesenleri i¢eren ‘tlimlesik seyir sistemi’:
a. Bir atalet 6l¢ii aleti (6rnegin bir tutum ve baglik referans sistemi, atalet
referans {initesi ya da atalet seyir sistemi);
b. Ugus boyunca periyodik ya da siirekli olarak pozisyon ve/veya hiz1

giincellemek i¢in kullanilan bir ya da daha ¢ok dis kaynakli sensor (6rnegin uydu
seyir alicisi, radar altimetre, ve/veya Doppler radar); Ve
c. Entegrasyon donanim ve yazilimz;



2. 7A103.c.’de ‘fiize’, 300 km’yi asan bir menzilde ¢alisabilen, tam roket
sistemleri ve insansiz hava arag sistemleri anlamina gelir.

7A104 7A004’te belirtilen disindaki, otomatik olarak izleyen goksel maddeler veya uydular
vasitasiyla konum ya da yonelim tiireten jiro-astro pusulalar ve diger cihazlarla bunlara ait
Ozellikle tasarlanan bilesenler.

7A105 Asagidaki 6zelliklerden birine sahip Kiiresel Seyir Uydu Sistemi (GNSS, 6rnegin
GPS, GLONASS veya Galileo) i¢in alic1 ekipman ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan
bilesenler;
a. 9A004°de belirtilen uzay inis tasitlarinda, 9A012'de belirtilen insansiz hava
araglarinda veya 9A104'de belirtilen sonda roketlerinde kullanim i¢in tasarlanma ya da
modifiye edilme; veya
b. Havacilik uygulamalari i¢in tasarlanan veya modifiye edilme ve
asagidakilerden herhangi birine sahip olma:
1. 600 m/s’den fazla hizlarda seyir bilgisi temin edebilme;
2. GNSS emniyetli sinyal/veriye erisim elde etmek i¢in, askeri ya da hiikiimet
servisleri i¢in tasarlanma veya modifiye edilme ya da sifre ¢ozme uygulama,
3. aktif ya da pasif kars1 dnlemlerin ortaminda ¢aligmak i¢in karmasa-karsiti
ozellikleri (6rnegin gegersiz yonlendirme anteni ya da elektronik yonlendirme
anteni) uygulamak tizere 6zellikle tasarlanma.
Not: 7A105.b.2. ve 7A105.b.3. ticari, sivil ya da ‘Yasam Giivenligi’(6rnegin veri
biitlinliigii, ugus glivenligi) GNSS servisleri i¢in tasarlanan ekipmani kontrol etmez.

7A106 9A004°de belirtilen uzay inis tasitlarinda veya 9A104'de belirtilen sonda roketlerinde
kullanim i¢in tasarlanan ya da modifiye edilen, 7A006’da belirtilen disindaki radar ya da lazer
radar tipi altimetreler.

7A115 9A004°de belirtilen uzay inis tagitlarinda veya 9A104'de belirtilen sonda roketlerinde
kullanim i¢in tasarlanan ya da modifiye edilen, belirli elektromanyetik kaynak (yon bulma
ekipmani) veya arazi 6zelliklerinin durumunu tayin i¢in pasif sensorler.

Not: 7A115 asagidaki ekipman igin sensorleri igerir:

a Arazi yiikseklik haritalandirma ekipmant;
b. Goriintiilii sensor ekipmani (hem aktif ve hem de pasif);
c. Pasif catigma dlger ekipman.

7A116 Asagidaki benzeri ugus kontrol sistemleri ve servo vanalar; 9A004°de belirtilen uzay
inis tagitlarinda veya 9A104'de belirtilen sonda roketlerinde kullanim i¢in tasarlanan ya da
modifiye edilen.

a. Hidrolik, mekanik, elektro-optik ya da elektro-mekanik ugus kontrolu
sistemleri (hat-tizerinden-ugus (fly-by-wire) sistemleri dahil);

b. Tutum kontrol ekipmani;

C. 20 Hz ile 2 kHz arasinda 10 g rms’den daha biiyiik bir titresim ortaminda

caligmak {izere tasarlanan veya modifiye edilen ve 7A116.a. ya da 7A116.b’de belirtilen
sistemler i¢in tasarlanan veya modifiye edilen ugus kontrolu servo vanalar.
7A117 %3.33 ya da daha az bir menzilde sistem dogrulugunu basarabilen (6rnegin 300 km
menzilde, 10 km ya da daha az bir "CEP") "fiizeler’de kullanilabilen "kilavuz setleri”.

7B Test, Muayene ve Uretim Ekipmam



7B001 7A’da belirtilen ekipman i¢in 6zellikle tasarlanan test, kalibrasyon ya da hizalama
ekipmani.
Not: 7B001 Bakim Diizeyi I ya da Bakim Diizeyi II test, kalibrasyon ya da hizalama
ekipmanini kontrol etmez.
Teknik not:
1. Bakim Diizeyi [
Bir atalet seyir biriminin hatasi, kontrol ve gosterme tinitesinden gelen (CDU) isaretler
tarafindan veya karsilik gelen alt-sistemden gelen bir durum mesaj1 tarafindan hava
tasitinda tespit edilir. imalatci el kitabini izleyerek, arizali hat degistirilebilir birim
(LRU) seviyesinde hatanin sebebi konumlandirilabilir. Operator ardindan LRU’yu
sokiip bir yedekle onu degistirir.
2. Bakim Diizeyi II
Eksik LRU bakim atelyesine gonderilir (imalatgiya ya da Diizey II bakimdan sorumlu
operatdre ait). Bakim atelyesinde, arizali LRU, arizadan sorumlu olan hatal1 atelyede
degistirilebilir cihaz (SRA) modiiliini dogrulamak ve konumlandirmak i¢in ¢esitli
uygun vasitalarla test edilir. Bu SRA sokiiliir ve ¢alisan bir yedekle degistirilir. Arizal
SRA (ya da muhtemelen tiim LRU) daha sonra imalat¢iya gonderilir.
NOT  Bakim Diizeyi II, kontrollii ivme 6lgerlerin ya da jiro sensorlerin SRA’dan
sokiilmesini igermez.

7B002 Halka "lazer" jiroskop i¢in aynalar1 karakterize etmek tizere 6zellikle tasarlanan
ekipman:
NOT: AYRICA 7B102'YE BAKINIZ.

a. 10 ppm ya da daha az (daha iyi) bir 6l¢ii dogruluguna sahip saginim 6Slger;
b. 0.5 nm (5 angstrom) ya da daha az (daha iyi) bir 6l¢ii dogruluguna sahip profil
Olcerler.

7B003 7A’da belirtilen ekipmanin "{iretim"i i¢in equipment 6zellikle tasarladi.
Not: 7B003 asagidakileri igerir:

Jiro ayarlama test istasyonlari;

Jiro dinamik denge istasyonlart;

Jiro ¢aligma/motor test istasyonlari;

Jiro bosaltma ve doldurma istasyonlari;

Jiro yataklar i¢in santrifiij cihazlari;

Ivme &lger eksen hizalama istasyonlari.

Mo a0 o

7B102 50 ppm ya da daha az (daha iyi) bir 6lcme dogruluguna sahip "lazer" jiroskoplar1 i¢in
aynalar1 karakterize etmek i¢in 6zellikle tasarlanan yansima Slgerler.

7B103 Asagidaki benzeri "liretim vasitalar1" ve "liretim ekipmani1":
a. 7A117'de belirtilen ekipman icin 6zellikle tasarlanan "iiretim vasitalari”;
b. 7B001 ile 7B003 arasinda belirtilenler digindaki, 7A’da belirtilen ekipmanla
kullanim i¢in tasarlanan veya modifiye edilen, iiretim ekipmani ve diger test,
kalibrasyon ve hizalama ekipmani.

7C Malzemeler
Kullanilmaz.

7D Yazilim



7D001 7A ya da 7B’de belirtilen ekipmanin "gelistirilmesi" ya da "iiretim"1i i¢in 6zellikle
tasarlanan ya da modifiye edilen "yazilhim".

7D002 7A003 ya da 7A004 tarafindan kontrol edilmeyen atalet ekipmanini i¢eren, herhangi
bir atalet seyir ekipmaninin ya da Tutum ve Baslik Referans Sistemlerinin (AHRS)
"kullanim"1 i¢in "kaynak kodu"
Not: 7D002 Yalpa Cemberli AHRS nin "kullanim"1 i¢in "kaynak kod"u kontrol etmez.
Teknik not:
AHRS atalet seyir sistemlerinden (INS) genellikle, AHRS tutum ve baslik bilgisi
saglamasinda ve normalde INS ile bagintili ivme, hiz ve konum bilgisini saglamamada
farklilik gosterir.

7D003 Asagidaki benzeri diger "yazilim":

a. Sistemlerin operasyonel performansi artirmak ya da havacilik hatalarin1 7A003
ya da 7A004'de belirtilen diizeylere azaltmak igin 6zellikle tasarlanan ya da modifiye
edilen "yazilim";
b. Atalet verisini asagidakilerden biriyle stirekli olarak birlestirerek, sistemlerin
operasyonel performansi artirmak ya da havacilik hatalarin1 7A003'de belirtilen
diizeylere azaltan hibrit entegre sistemler i¢in "kaynak kodu":

1. Doppler radar hiz verisi;

2. Kiiresel seyir uydu sistemleri (yani GPS ya da GLONASS) referans verisi; Ya

da

3. “Veri-tabanh referansl seyir” (DBRN) sistemlerinden alinan veriler;
c. sensOr verisini birlestiren ve "uzman sistemleri” uygulayan tiimlesik hava
elektronigi ya da gorev sistemleri icin "kaynak kod";
d. Asagidakilerden birinin "gelistirilme"si i¢in "kaynak kod":

1. "Toplam ucus kontrolu" i¢in dijital ugus yonetim sistemleri;

2. Biitiinlesik ilerletici gii¢ ve ugus kontrolu sistemleri;

3. Hat-lizeri-ugus ya da 1gik-lizeri-ugus kontrol sistemleri;

4. Hataya toleransh ya da kendini yeniden konfigiire eden "aktif ucus kontrol

sistemleri";

5. Hava otomatik yon bulma ekipmans;

6. Yiizey statik verisine dayali hava veri sistemleri; Ya da

7. Raster tip baghk-iistte gostergeler ya da {i¢c boyutlu gdstergeler;
e. "Teknoloji"si 7E004.b., 7TE004.c.1. veya 7E004.c.2.”de belirtilen, helikopter

“sirkiilasyon kontrollii anti tork ya da sirkiilasyon kontrollii yon kontrol sistemleri”,

helikopter ¢cok eksenli hat-ii zeri-ugus veya 1sik-lizeri-ugus kontrolorleri ya da "aktlf
ucus kontrol sistemleri"nin "gelistirilmesi" i¢in 6zellikle tasarlanan bilgisayar destekli
tasarim (CAD) "yazilim".

7D101 7A001 ile 7A006 arasinda, 7A101 ile 7A106 arasinda, 7A115, 7A116.a., 7A116.b.,
7B001, 7B002, 7B003, 7B102 veya 7B103’de belirtilen ekipmanin "kullanim"1 i¢in 6zellikle
tasarlanan ya da modifiye edilen "yazilim".

7D102 Asagidaki benzeri entegrasyon "yazilim"1:

a. 7A103.b.de belirtilen ekipman i¢in entegrasyon "yazilim"1;
b. 7A003 ya da 7A103.a’da belirtilen ekipman i¢in 6zellikle tasarlanan
entegrasyon "yazilim"1.



c. 7A103.c’de belirtilen ekipman i¢in tasarlanan veya modifiye edilen
entegrasyon "yazilim"1.
Not: Kalman filtreleme uygulayan genel bir entegrasyon "yazilim"1 formu.

7D103 7A117'de belirtilen "kilavuzluk takimlar”nin modellemesi ya da simiilasyonu igin
veya bunlarm 9A004'de belirtilen uzay inis tasitlar1 ya da 9A104'de belirtilen sonda
roketleriyle tasarim entegrasyonu i¢in 6zellikle tasarlanan "yazilim".
Not: 7D103'de belirtilen "yazilim", 4A102'de belirtilen 6zellikle tasarlanan donanimla
birlestirildiginde kontrollii kalir.

7E Teknoloji

7E001 7A, 7B ya da 7D’de belirtilen ekipman ya da "yazilim"in "gelistirilme"si i¢in Genel
Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".

7E002 7A ya da 7B’de belirtilen ekipmanin "liretim"i icin Genel Teknoloji Notu’na gore
"teknoloji".

7E003 7A001 ile 7A004 arasinda belirtilen ekipmanin tamirati, bakimi ya da elden
gegcirilmesi icin Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".
Not:
Bakim Diizeyi I ve Bakim Diizeyi II’de tarif edilen, bir "sivil hava tasiti”nin hasarli ya
da hizmet vermeyen LRUlar ve SRAlarmin kalibrasyonu, sokiilmesi veya
degistirilmesiyle dogrudan ilgili bakim "teknoloji"sini kontrol etmez.
NOT: 7B001'deki teknik notlara bakiniz.

7E004 Asagidaki benzeri diger "teknoloji":

a. Asagidakilerin "gelistirilme"si ya da "liretim"i i¢in "teknoloji":
1. 5 MHz’i agan frekanslarda ¢aligan hava otomatik yon bulma ekipmani;
2. Sadece ylizey duragan verisine dayali hava veri sistemleri, yani konvansiyonel
hava veri problariyla ¢alisan;
3. "Hava tasitlar1" icin Raster tip kafa iistte gostergeler veya ii¢ boyutlu
gostergeler;
4. 7A001 ya da 7A002'de belirtilen ivme Olcerleri ya da jiroskoplar1 iceren atalet
seyir sistemleri ya da jiro-astro pusulalar;
5. "Birincil ugus kontrolleri” i¢in 6zellikle tasarlanan (yani elektromekanik,
elektrohidrostatik ve entegre aktuator paketi) elektrik aktuatorler;
6. "aktif ugus kontrol sistemleri"ni ¢alistirmak i¢in 6zellikle tasarlanan, "ugus
kontrolu optik sensor dizisi";

b. "aktif ucus kontrol sistemleri" i¢in asagidaki benzeri "gelisme" "teknoloji"si

(hat-lizeri-ugus ya da 1s1k-lizeri-ugus dahil):
1. Kontrol kurallar yiiriitmesi i¢in "ger¢cek zamanli igletim” elde etme amagh
¢oklu mikroelektronik isletim unsurlarini (takili bilgisayarlar) birbirine baglamak
icin konfigiirasyon tasarimi;
2. Sensor konumu ya da dinamik iskelet yiikleri i¢in kontrol kurallari
kompenzasyonu, yani sensor titresim ortami i¢in ya da agirlik merkezine gore
sensOr konumunun degismesi icin kompenzasyon;
3. hata bulma, hata tolerans1 analizi, hata izolasyonu ya da yeniden
konfigiirasyonu i¢in veri fazlalig1 ya da sistem fazlaliginin elektronik yonetimi;

Not: 7E004.b.3. fiziksel fazlaligin tasarimi igin "teknoloji"yi kontrol etmez.



4. Gergek zamanl 6zerk hava tasit kontrolii i¢in kuvvet ve moment kontrollerinin
ucus sirasindaki yeniden konfiglirasyonuna izin veren ucus kontrolleri;
5. “Ugusun toplam kontrolii” i¢in, dijital ucus kontroliiniin, seyirin ve itme
kontrol verisinin, bir dijital ugus yonetim sistemine entegrasyonu;
Not: 7E004.b.5. asagidakileri kontrol etmez:
a. “Ugcus glizergah1 optimizasyonu” i¢in dijital ugus kontroliiniin, seyirin
ve itme kontrol verisinin, bir dijital ugcus yonetim sistemine entegrasyonu i¢in
"gelisme" "teknoloji”’si;
b. VOR, DME, ILS veya MLS seyir ya da yaklagimlari i¢in entegre edilen
“hava tasit1” ucus alet sistemleri igin "gelisme" "teknoloji”si;
6. "Uzman sistemler”i uygulayan, ¢ok sensorlii gérev yonetimi sistemleri veya
tam yetkili dijital ucus kontrolii;
NOT: “Tam Yetkili Dijital Motor Kontroli” ("FADEC") amagh "teknoloji" i¢in
9E003.a.9'a bakiniz.
c. Helikopter sistemlerinin "gelistirilme"si i¢in agagidaki benzeri "teknoloji":
1. Asagidakilerin en azindan ikisini bir kontrol unsuru i¢inde birlestiren, ¢ok
eksenli hat-iizeri-ucus veya 1s1k-iizeri-ugus kontroldrler:
a.  Kolektif kontroller;
b. Cevrimsel kontroller;
c.  Yalpalama kontrolleri;
2. "sirkiilasyon kontrollii anti tork ya da sirkiilasyon kontrollii yonsel kontrol
sistemleri”;
3. Ay bigak kontroliinii kullanan sistemlerde kullanmak i¢in "degisken
geometrili kanat profiller"i birlestiren rotor bigaklari.

7E101 7A001 ile 7A006 arasinda, 7A101 ile 7A106 arasinda, 7A115 ile 7A117 arasinda,
7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103’de veya 7D101 ile 7D103 arasinda belirtilen
ekipmanin "kullanim"1 i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".

7E102 Dis kaynaklardan elektromanyetik darbe (EMP) ve elektromanyetik girisim (EMI)
hasarlarina karsi, hava elektronigi ve elektriksel alt sistemin korunmasi i¢in agsagidaki benzeri
"teknoloji":

a. Koruma sistemleri i¢in tasarim "teknoloji"si;

b. Sertlestirilmis elektriksel devre ve alt sistemlerin konfigiirasyonu i¢in tasarim
"teknoloji"si;

c. 7E102.a. ve 7E102.b’nin sertlestirme kistaslarinin belirlenmesi icin tasarim

"teknoloji"si.

7E104 Roket sistem ydriingesinin optimizasyonu i¢in, ugus kontrolii, kilavuzluk ve ilerletici
gii¢ verisinin bir ugus yoneticilik sistemine entegrasyonu i¢in "teknoloji".



KATEGORI 8 - DENIZCILiK

8A

Sistemler, Ekipman ve Bilesenler

8A001 Asagidaki benzeri denizalti tasitlar ve yiizey tekneleri:

Not: Denizalt1 araglardaki ekipmanin kontrol durumu i¢in bakiniz:
Sifrelenmis iletisim ekipmani i¢in Kategori 5, Boliim 2 "bilgi giivenligi”;
Sensorler i¢in Kategori 6;

Seyir ekipmani i¢in Kategori 7 ve §;
Su alt1 ekipman i¢in Kategori 8A.

a. 1,000 m’yi asan derinliklerde ¢alismak {izere tasarlanan insanli, zincirli denizalti
araclari;
b. Asagidakilerin herhangi birini saglayan insanli, zincirsiz denizalti araglari:
1. ‘Ozerk olarak calismak’ iizere tasarlanan ve asagidaki miktarda bir kaldirma
kapasitesine sahip olma:
a. havadaki agirliginin %10 ya da daha fazlasi; Ve
b. 15 kN ya da daha fazlasi;
2. 1,000 m’yi asan derinliklerde ¢alismak {izere tasarlanma; Ya da
3. Asagidakilerin tiimiinii saglama:
a. 4 ya da daha fazlanin bir miirettebati tagimak i¢in tasarlanma;
b. 10 saat ya da daha fazla i¢in ‘6zerk olarak ¢alisma’ i¢in tasarlanma,;
c. 25 deniz mili ya da daha fazla bir ‘menzil’e sahip olma; Ve
d. 21 m ya da daha az bir uzunluga sahip olma;
Teknik not:
1.  8A001.b’nin amaglari i¢in, ‘6zerk olarak calismak’, yiizeyde, deniz tabaninda ya
da sahilde tekneyi desteklemek ya da tabani desteklemeye gerek duymadigi durumda,
denizaltinin derinligini sadece derinlik diizlemlerini kullanarak dinamik olarak giivenli
sekilde kontrol edebilecegi en diislik hizda seyreden, denizalt1 ya da yiizey kullanimi1
icin itme sistemi igeren, tamamen dalmis, snorkelsiz ve tiim sistemler ¢alisir durumda
anlamindadir.
2. 8A001.b’nin amagclar1 i¢in, ‘menzil’ bir denizalt1 aracinin kapsayabilecegi en
yuksek mesafenin yarisi anlamina gelir.
C. 1,000 m’yi asan derinliklerde ¢alismak {izere tasarlanan insansiz, zincirli

asagidakilerden birini saglayan denizalt1 araglar1:

€.

1.  8A002.a.2.da belirtilen itme motorlar1 veya itici kullanarak kendinden iten
manevra i¢in tasarlanma; ya da
2. Bir fiber optik veri linkine sahip olma;
Asagidakileri saglayan insansiz zincirsiz denizalti araglari:
1. Gergek zamanli insan yardimi olmaksizin herhangi bir cografi referansa gore bir
rotaya karar vermek iizere tasarlanma;
2.  Bir akustik veri ya da komut linkine sahip olma; Ya da
3. 1,000 m’yi asan bir fiber optik veri ya da komut linkine sahip olma;
Cisimleri 250 m’yi agan derinliklerden kurtarmak i¢in 5 MN’u asan bir kaldirma

kapasitesine sahip ve asagidakilerden birini saglayan okyanus kurtarma sistemleri:

1. Seyir sistemince temin edilen belirli bir noktaya 20 m’de konum koruyabilen
dinamik konumlandirma sistemleri; veya



2. Onceden belirlenen bir noktaya 10 m igerisine kadar konumlandirma
dogruluguyla, 1,000 m’yi asan derinlikler i¢cin deniz tabani seyir ve seyir entegrasyon

sistemlerti;
f. Asagidaki 6zelliklerin tiimiinii saglayan yiizey etki araglar1 (tamamen eteklikli
cesitlilik):

1.  1.25 m (Deniz Durumu 3) ya da daha fazla bir anlaml1 dalga yiiksekliginde, tam
yiiklii olarak, 30 knot’u asan bir en yiiksek tasarim hizi;
2. 3,830 Pa’1 agan bir tampon basing; Ve
3. 0.70'den daha az bir hafif-geminin-tam-yiike su bosaltma orant;
g. 3.25 m (Deniz Durumu 5) ya da daha fazla bir anlamli dalga yiiksekliginde, tam
yiiklii olarak, 40 knot’u agan bir en yiiksek tasarim hizina sahip yiizey etki araglari
(biikiilmez yanduvarlar);
h. 3.25 m (Deniz Durumu 5) ya da daha fazla bir anlaml1 dalga yiiksekliginde, tam
yiiklii olarak, 40 knot’u asan bir en yiiksek tasarim hizina sahip olan, levha sistemlerini
otomatik kontrol etmek icin aktif sistemlere sahip hidrolevha (hydrofoil) tekneler;
1. Asagidakilerden birini saglayan ‘kiiclik su diizlemi alanli tekneler’:
1. 3.25 m (Deniz Durumu 5) ya da daha fazla bir anlamli dalga ytiksekliginde, tam
yiiklii olarak, 35 knot’u agan bir en yiiksek tasarim hizinda 500 tonu asan bir tam yiik
bosaltimi; veya
2. 4 m (Deniz Durumu 6) ya da daha fazla bir anlamli dalga yiiksekliginde, tam
yiiklii olarak, 25 knot’u agan bir en yiiksek tasarim hizinda 1,500 tonu asan bir tam yiik
bosaltimi;
Teknik not:
‘kii¢iik su diizlemi alanl tekne’, asagidaki formiille tanimlanir:
2’den diisiik bir tasarlanan operasyonel yiizme derinliginde su diizlemi alan1 x
(operasyonel ylizme derinliginde bosaltilan hacim)z/ 3

8A002 Asagidaki benzeri sistemler ve ekipman:

Not: Su alt1 iletisim sistemleri i¢in Kategori 5, Bolim 1-Telekomiinikasyon’a bakiniz.
a. Denizalt1 araglari i¢in 6zellikle tasarlanan ya da modifiye edilen, 1,000 m’yi asan
derinliklerde ¢alismak {izere tasarlanan asagidaki benzeri sistemler ve ekipman:

I. 1.5 m’yi asan bir en yliksek i¢ oda ¢apina sahip basingli mahfazalar ya da basinglh

dis kabuklar;

2. Dogru akim tahrik motorlar1 ya da iticiler;

3. Optik fiber kullanan ve sentetik mukavemet iiyelerine sahip olan, gébek kablosu

ve bunlara ait konektorler;
b. seyir verisi kullanan ve kapali dongii servo-kumandalara sahip olan, 8A001°de
belirtilen denizalt1 araclarin deviniminin otomatik kontrolu i¢in 6zellikle tasarlanan ya da
modifiye edilen sistemler:

1.  Bir su slitununda 6nceden belirlenen noktaya 10 m igerisinde bir aracin hareketine

imkan verme;
2. Bir su siitununda 6nceden belirlenen noktaya 10 m igerisinde bir aracin konumunu
muhafaza etme; ya da
3. Deniz yataginda ya da altinda bir kabloyu takip ederken, 10 m igerisinde bir aracin
konumunu muhafaza etme;

C. Fiber optik dis kabuk penetratorleri ya da konektorler;

d. Asagidaki benzeri, su alt1 gérme sistemleri:



1.  Asagidaki benzeri televizyon sistemleri ve televizyon kameralart:
a. 800 hattan daha fazla bir havada dl¢iildiigiinde bir kisitlayici ¢oziiniirliige
sahip olan ve bir denizalti1 aragla uzaktan kumandali ¢alisma i¢in 6zellikle tasarlanan
ya da modifiye edilen televizyon sistemleri (kamera, izleme ve sinyal iletim
ekipmanini igeren);

b. 1,100 hattan daha fazla bir havada 6l¢iildiigiinde bir kisitlayic ¢oziiniirliige
sahip olan su alt1 televizyon kameralari;
c. Asagidakilerin tiimiinii igeren, su alt1 kullanim i¢in 6zellikle tasarlanan ya

da modifiye edilen diisiik 151k seviyesi televizyon kameralari:
1. 6A002.a.2.a.da belirtilen goriintii yogunlastirici tiipler; Ve
2. Her kat1 hal bolge dizisi bagina 150,000’den fazla "aktif piksel";
Teknik not:
Televizyondaki kisitlayici ¢ozilintirliikk, IEEE Standard 208/1960 ya da esdegerli
herhangi bir standart kullanilarak, bir deney cizelgesinde ayirt edilen resim
yiiksekligi basina en yiiksek ¢izgi sayisi olarak tarif edilen yatay ¢oziiniirliiglin bir
Olciitiidiir.
2. Aralik-kapili aydinlaticilar veya “lazer” sistemlerini igeren, geri dagilma etkilerini
en aza indirmek i¢in teknikleri uygulayan, bir su alt1 aragta uzaktan kumandali ¢aligma
icin Ozellikle tasarlanan ya da modifiye edilen sistemler;
e. 35 mm ya da daha genis bir film formadina sahip olan, 150 m altinda su alt1
kullanim i¢in 6zellikle tasarlanan ya da modifiye edilen, ve asagidakilerden birini saglayan
fotografik hareketsiz kameralar:
1.  Kamera disindaki bir kaynaktan temin edilen veriyle filmin agiklanmast;
2. Otomatik geri odak mesafesi diizeltmesi; Ya da
3. 1,000 m’yi asan derinliklerde kullanilabilir olmak i¢in bir denizalti kamera
mahfazasina izin vermek i¢in 6zellikle tasarlanan otomatik kompanzasyon kontrolii;
f. Su alt1 kullanim i¢in 6zellikle tasarlanan ya da modifiye edilen, 50'den fazla
cekilen goriintiiyii dijital olarak depolayabilen elektronik goriintiileme sistemleri;
Not: 8A002.1., elektronik goriintii gogalma tekniklerini uygulayanlar digindaki,
tiikketici amagclari i¢in 6zellikle tasarlanan dijital kameralar1 kontrol etmez.
g. su alt1 kullanim i¢in 6zellikle tasarlanan ya da modifiye edilen asagidaki benzeri
151k sistemleri:
1.  flas basina 300 J’den daha fazla bir 151k ¢ikis enerjisi ve saniyede 5'den daha fazla
bir flas oran1 saglayabilen stroboskopik 1s1k sistemleri;
2. 1,000 m altinda kullanmak i¢in 6zellikle tasarlanan argon ark 151k sistemleri;
h. Su alt1 kullanim i¢in 6zellikle tasarlanan, bir adanmis bilgisayari1 kullanarak
kontrol edilen ve asagidakilerden birini saglayan "robotlar”:
1. dis kaynakli cisme uygulanan kuvvet ya da torku, dis kaynakli cisme mesafeyi
veya "robot"la dis kaynakli cisim arasindaki dokunsal sezileri 6lgen sensorlerden alinan
bilgiyi kullanarak “robot”u kontrol eden sistemler; veya
2. 250 N ya da daha fazla bir kuvvet veya 250 Nm ya da daha fazla bir tork
uygulayabilme ve yapisal elemanlarinda titanyum esasl alasim ya da "lifli ya da
filamanli" "kompozit" madde kullanma;
1. Asagidakilerden birini saglayan, denizalt1 araglarla kullanmak i¢in 6zellikle
tasarlanan ya da modifiye edilen uzaktan kumandali eklemli manipiilatorler/yonlendiriciler:



1. Dis kaynakli cisme uygulanan kuvvet ya da torku, veya "robot"la dis kaynakli
cisim arasindaki dokunsal sezileri 6l¢en sensorlerden alinan bilgiyi kullanarak
manipulatorleri kontrol eden sistemler; veya
2. 5 derecelik ya da daha fazla hareket serbestisine sahip olma, ve orantili
ana/bagimli teknikleri kullanilarak ya da bir adanmis bilgisayar kullanilarak kontrol
edilme;
Not: Hareket serbestisi derecesi tayin edilirken, sadece, konumsal geri besleme
kullanan orantili kontrole sahip ya da adanmus bir bilgisayar kullanan fonksiyonlar
dikkate alinir.
J- Su alt1 kullanim i¢in 6zellikle tasarlanan asagidaki benzeri havadan bagimsiz gii¢
sistemleri:
1.  Asagidakilerden birini saglayan Brayton ya da Rankine devir motorlu havadan
bagimsiz gii¢ sistemleri:
a. Geri doniistiiriilen motor egzozundan gelen karbondioksit, karbon monoksit
ve partikiilleri ayirmak icin 6zellikle tasarlanan kimyasal temizleme veya emme
sistemlert;
b. Bir tek atomlu gazi kullanmak i¢in 6zellikle tasarlanan sistemler;
c. 10 kHz altindaki frekanslarda su alt1 giiriiltii azaltilmasi icin 6zellikle
tasarlanan cihazlar ya da mahfazalar, veya sok yumusatma i¢in 6zel montaj
cihazlari; Ya da
d. Asagidaki amaglar icin 6zellikle tasarlanan sistemler:
1. Tepkime iiriinlerine basing uygulama ya da yakit reformasyonu igin;
2. Tepkime iiriinlerini depolama igin; Ve
3. 100 kPa ya da daha fazla bir basinca kars1 tepkime iiriinlerini bosaltmak
icin;
2. Asagdakilerin tiimiinii saglayan dizel devir motor havadan bagimsiz gii¢
sistemleri:
a. Geri doniistiiriilen motor egzozundan gelen karbondioksit, karbon monoksit
ve partikiilleri ayirmak icin 6zellikle tasarlanan kimyasal temizleme veya emme
sistemlert;
b. Bir tek atomlu gazi kullanmak i¢in 6zellikle tasarlanan sistemler;
C. 10 kHz altindaki frekanslarda su alt1 gliriiltii azaltilmasi i¢in 6zellikle
tasarlanan cihazlar ya da mahfazalar, veya sok yumusatma i¢in 6zel montaj
cihazlari; Ya da
d. yanma Uriinlerini stirekli olarak atmayan 6zellikle tasarlanan egzoz
sistemlert;
3. Asagidakilerden birini saglayan, 2 kW’1 asan bir ¢iktiya sahip yakit pili havadan
bagimsiz gii¢ sistemleri:
a. 10 kHz altindaki frekanslarda su alt1 giiriiltii azaltilmasi i¢in 6zellikle
tasarlanan cihazlar ya da mahfazalar, veya sok yumusatma i¢in 6zel montaj
cihazlari; Ya da
b. Asagidaki amagclar i¢in 0zellikle tasarlanan sistemler:
1. Tepkime iiriinlerine basing uygulama ya da yakit reformasyonu igin;
2. Tepkime iirlinlerini depolama i¢in; Ve
3. 100 kPa ya da daha fazla bir basinca kars1 tepkime iirlinlerini bosaltmak
icin;



4.  Asagidakilerin tiimiinii saglayan Stirling devir motor havadan bagimsiz gii¢
sistemleri:
a. 10 kHz altindaki frekanslarda su alt1 giiriiltii azaltilmasi i¢in 6zellikle
tasarlanan cihazlar ya da mahfazalar, veya sok yumusatma i¢in 6zel montaj
cihazlari; ve
b. 100 kPa ya da daha fazla bir basinca kars1 yanma iirlinlerini bosaltan
ozellikle tasarlanan egzoz sistemleri;
k. Asagidakilerden birini saglayan, kenarlik, conta ve parmaklar:
1. 3,830 Paya da daha fazla tampon basinglar i¢in tasarlanma, 1.25 m (Deniz
Durumu 3) ya da daha fazla bir anlaml dalga yiiksekliginde ¢alisma ve 8 A001.f.’de
belirtilen yiizey etki araglar1 (tamamen kenarlikli ¢esitlilik) i¢in 6zellikle tasarlanma; ya
da
2. 6,224 Pa ya da daha fazla tampon basinglar i¢in tasarlanma, 3.25 m (Deniz
Durumu 5) ya da daha fazla bir anlaml dalga yiiksekliginde ¢alisma ve 8 A001.g.’de
belirtilen ylizey etki araglar (biikiilmez yan duvarlar) i¢in 6zellikle tasarlanma;
1. 8A001.f ya da.8A001.g.’de belirtilen yiizey etki araglar1 i¢in 6zellikle tasarlanan
400 kW istiinde degerlendirilen asansor fanlart;
m. 8A001.h.’de belirtilen tekneler i¢in 6zellikle tasarlanan tam daldirilmis alt-
kavitasyon ve iist-kavitasyon hidrolevhalar;
n. 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. or 8A001.1.’de belirtilen, ara¢ ve teknelerin deniz-
tarafindan-sevkedilen hareketini otomatik olarak kontrol etmek {izere 6zellikle tasarlanan ya
da modifiye edilen aktif sistemler;
0. Asagidaki benzeri pervaneler, giic iletim sistemleri, gii¢ liretim sistemleri ve
giiriiltii azaltma sistemleri:
1. 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. ya da 8A001.i.’de belirtilen, yiizey etki arag¢lari
(biikiilmez yan duvar ya da tamamen kenarlikli ¢esit), hidrolevhalar ya da kiiciik su
diizlemi alan tekneleri i¢in 6zellikle tasarlanan, asagidaki benzeri su-vida pervane ya da
gii¢ iletim sistemleri:

a. 7,5 MW’dan fazla degerlendirilen tist-kavitasyon, siiper-havalandirmali,
kismen daldirilmig veya yiizey delikli pervaneler;

b. 15 MW’dan daha fazla degerlendirilen zit tarafa donen pervane sistemleri;
C. Pervaneye akis1 diizlestirmek icin girdap 6ncesi veya girdap sonrasi
teknikleri uygulayan sistemler;

d. Hafif agirlik, yiiksek kapasite (300’ii asan K faktorii) rediiksiyon dislisi;
€. 1 MW’dan daha fazla gonderebilen "kompozit" madde bilesenleri

birlestiren, gii¢ iletim mili sistemleri;
2. Asagidaki benzeri teknelerde kullanim i¢in tasarlanan, su-vida pervaneleri, gii¢
iiretim sistemleri ya da iletim sistemleri:

a. 30 MW’dan fazla degerlendirilen, kontrol edilebilir derece pervane ve
gobek parcalart;

b. 2.5 MW’1 asan bir gii¢ ¢ikisina sahip i¢ sivi-sogutmali elektrik tahrikli
motorlar;

c. 0.1 MW’1 asan bir gii¢ ¢ikisina sahip "siiper iletken" tahrik motorlar1 ya da
kalic1 miknatis elektrik tahrikli motorlar;

d. 2 MW’dan daha fazla gonderebilen "kompozit" madde bilesenleri

birlestiren, gii¢ iletim mili sistemleri;



e. 2.5 MW iizerinde degerlendirilen havalandirmali ya da temel-
havalandirmali pervane sistemlerti;
3. Asagidaki benzeri, 1,000 ton ya da daha fazla yiik degisim (displacement)
degerine sahip teknelerinde kullanim i¢in tasarlanan giiriiltii azaltma sistemleri:
a. Dizel motorlar, dizel jenerator takimlari, gaz tiirbinleri, gaz tiirbin jenerator
takimlari, itme motorlar1 veya itme rediiktor dislilerinin akustik yalitimi i¢in, monte
edilecek ekipmanin %30 unu agan ortam kiitlesine sahip olan ve ses ya da titresim
yalitimi i¢in 6zellikle tasarlanan bilesik akustik pargalar iceren ve 500 Hz altindaki
frekanslarda su alt1 giirtiltiiyii hafifleten sistemler;
b. Giiriiltii-karsit1 ya da titresim-karsit1 sinyallerin kaynaga yonelik tiretimi
tarafindan ekipman titresimini aktif sekilde azaltabilen elektronik kontrol
sistemlerini i¢eren ve gii¢ iletim sistemleri i¢in 6zellikle tasarlanan aktif giiriiltii
indirimi ya da iptal sistemleri veya manyetik yataklar;
p- [tme verimini artirmak ve itmeyle-iiretilen su altinda yayilan giiriiltiiyii azaltmak
icin farkli pliskiirtme ucu ve akis sartlandirma pervane tekniklerini kullanan 2.5 MW’1 asan
bir gii¢ ¢ikisina sahip pompa-jet itme sistemleri;
qg. Kendini-igeren, kapali veya yari kapali devre (yeniden soluyan/rebreathing) dalma
ve su alt1 ylizme aygitlari.
Not: 8A002.q. kullanicisina eslik ederken kisisel kullanim i¢in ayr1 bir aygit1 kontrol
etmez.

8B Test, Muayene ve Uretim Ekipmam

8B001 Itme sistemi modelleri etrafindaki su akisi tarafindan iiretilen akustik alanlar1 6l¢mek icin
tasarlanan, O ile 500 Hz arasindaki frekans araliginda, 100 dB’den daha az bir arka plan
giiriiltiisiine sahip su tiinelleri.

8C Malzemeler

8CO001 Su alt1 kullanim i¢in tasarlanan, asagidakilerin tiimiinii saglayan ‘dizimsel koptk’
(syntactic foam):

a. 1,000 m’yi asan deniz derinlikleri i¢in tasarlanma; Ve
b. 561 kg/m’'den daha az bir yogunluk.
Teknik not:

‘Dizimsel kopiik’, bir re¢ine ortamina gomiilii bos plastik ya da cam kiireleri igerir.

8D Yazilhim

b LI | K3

8D001 8A, 8B ya da 8C’de belirtilen ekipman ya da malzenelerin "gelistirilmesi", "liretim"i ya
da “kullanim™1 i¢in 6zellikle tasarlanan ya da modifiye edilen "yazilim".

8D002 Su alt1 gliriiltii azaltilmasi i¢in 6zellikle tasarlanan pervanelerin "gelistirilme"si, "tiretim"1,
tamiri, kontrolii ve elden gegirilmesi (yeniden islenmesi) i¢in 6zellikle tasarlanan ya da modifiye

edilen 6zel "yazilim".

8E Teknoloji



8E001 8A, 8B ya da 8C’de belirtilen ekipman ya da malzemelerin "gelistirilme"si ya da "iiretim"i
icin Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji”.

8E002 Asagidaki benzeri diger "teknoloji":

a. Su alt1 giirtiltii azaltilmasi i¢in 6zellikle tasarlanan pervanelerin "gelistirilme"si, "tiretim"i,
tamiri, kontrolii ve elden gegirilmesi (yeniden islenmesi) i¢in "teknoloji";

b. 8A001, 8A002.b., 8A002.j., 8A002.0. or 8A002.p.’de belirtilen ekipmanin kontrolii ve
elden gegirilmesi i¢in "teknoloji".



KATEGORI 9 - YAKIT SISTEMLERI, UZAY ARACLARI VE iLGILI EKIPMAN
9A  Sistemler, Ekipman ve Bilesenler

NOT: notron ya da gecici iyonlastirma radyasyonuna karsi tasarlanan ya da
degerlendirilen yakit sistemleri i¢cin Askeri Mallarin Kontroliine bakiniz.

9A001 Asagidakileriden birini saglayan aero gaz tiirbinli motorlar:
NOT: AYRICA 9A101'E BAKINIZ.
a. 9E003.a.da belirtilen herhangi bir "teknoloji’yi birlestirme; Ya da
Not: 9A001.a. asagidakilerin timiinii karsilayan aero gaz tiirbinli motorlar1 kontrol
etmez:
a. Bir "katilimei devlet"teki sivil havacilik otoritesince tasdikli; Ve
b. Asagidakilerin birinin, bu 6zel motor tipine sahip bir hava tasit1 i¢in bir
"katilime1 devlet" tarafindan ¢ikarilmis oldugu, askeri olmayan insanli hava tasitina
giic vermek i¢in dngoriilme:
1. Birsivil Tip Sertifikasi; Ya da
2. Uluslararas1 Sivil Havacilik Organizasyonu’nca (ICAO) taninan bir
esdegerli dokiiman.
b. Otuz dakikadan uzun bir siire i¢in Mach 1 ya da daha fazla hizda seyretmek icin
bir hava tasitina gii¢ vermek iizere tasarlanma.

9A002 %35 ile %100 arasinda gii¢ araliginda 0.219 kg/kWh’1 agsmayan bir 6zgiil yakit tiiketimine
ve 24,245 kW ya da daha fazla bir ISO standart siirekli gii¢ degerlendirmesine sahip ‘deniz gaz
tiirbinli motorlar’ ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan parga ve bilesenler.
Not: ‘deniz gaz tiirbinli motorlar’ terimi, bir geminin elektrik gii¢ iiretimi ya da itilmesi
icin uyumlanan endiistriyel ya da aero tiirevi gaz tiirbini motorlar1 kapsar.

9A003 Asagidaki gaz tiirbinli motor yakit sistemleri i¢in, 9E003.a’da belirtilen "teknolojiler’den
herhangi birini igeren 6zellikle tasarlanan cihaz ve bilesenler:
a. 9A001'de belirtilenler;
b. tasarim ya da {iretim mengei "katilimci olmayan devletler” olan ya da imalatci
tarafindan bilinmeyenler.

9A004 Uzay mekikleri ve "uzay arac1”.
NOT: AYRICA 9A104'E BAKINIZ.
Not: 9A004 yararh yiikleri kontrol etmez.
NOT: "Uzay arac1” yararlh yiklerindeki {iriinlerin kontrol durumu igin, uygun
Kategorilere bakiniz.

9A005 9A006'da belirtilen sistemler ya da bilesenlerden birini i¢eren sivi roket yakit sistemleri.
NOT: AYRICA 9A105 VE 9A119'E BAKINIZ.

9A006 Asagidaki benzeri sivi roket yakit sistemleri igin Ozellikle tasarlanan sistemler ve
bilesenler:
NOT: AYRICA 9A106, 9A108 VE 9A120'YE BAKINIZ.
a. Uzay araclarinda kullanmak icin Ozellikle tasarlanan ve kriyojenik akigskan



kayiplarimi yillik %30’dan fazlasiyla siirlandirabilen kriyojenik buzdolaplari, ugus yiiki
termoslari (flightweight dewars) kriyojenik 1s1 borulari ya da kriyojenik sistemler;

b. Mach 3’1 asan hizlarda ugusu siirdiirebilen “hava tasitinda”, inig araglar1 ve “uzay
araglari”nda, 100 K (-173°C) ya da daha az sicakliklar1 temin edebilen kriyojenik kaplar ya
da kapali devir sogutma sistemleri;

c. Hidrojen ¢amuru depolama ya da nakil sistemleri;

d. Yiiksek basingli (17.5 MPa’1 asan) turbo pompalar, pompa bilesenleri ya da ilgili
gaz jeneratdril ya da genlestirici devir tiirbin tahrik sistemlert;

e. Yiiksek basingli (10.6 MPa’1 asan) basing odalar1 ve bunlara ait piiskiirtme uglari;
f. Kilcal igerme ya da pozitif ¢ikarma ilkesini (yani esnek hazneyle) kullanan yakit
depolama sistemleri;

g. S1v1 roket motorlari i¢in 6zellikle tasarlanan, 0.381 mm ya da daha kiigiik ¢aptaki

(dairesel olmayan delikler i¢in 1.14 x 107 cm? ya da daha kiigiik bir alan) ayr deliklere
sahip s1v1 yakit enjektorleri;

h. 1.4 g/cm3’l'i asan yogunluklara ve 48 MPa’1 asan ¢ekme mukavemetine sahip tek
pargali karbon karbon basingli hazneleri veya tek parcali karbon karbon ¢ikis konileri.

9A007 Asagidakilerden birine sahip kati roket yakit sistemleri:
NOT: AYRICA 9A119'A BAKINIZ.

a. 1.1 MN’u asan toplam itici gii¢c kapasitesi;

b. 7 MPa’lik bir ayarli hazne basincinda piiskiirtme ucu akist ortam deniz seviyesi
sartlarina genlestirildiginde, 2.4 kN/kg ya da daha fazla bir 6zgiil itici giic;

c. %88’1 agan kademeli kiitle oranlar1 ve %86’y1 asan yakit kati yiikleri;

d. 9A008'de belirtilen bilesenlerden herhangi biri; Ya da

e. Kati yakit ve mahfaza yalitim malzemesi arasinda ‘kuvvetli mekanik bag’ ya da

kimyasal migrasyonu dnleme temin etmek iizere dogrudan bagli motor tasarimlari kullanan
yalitim ve yakit baglama sistemleri.
Teknik not:
9A007.e’nin amaglart i¢in, ‘kuvvetli mekanik bag’, yakit giicline esit ya da daha biiyiik
bag giicii anlamina gelir.

9A008 Kat1 roket yakit sistemleri i¢in dzellikle tasarlanan agagidaki benzeri bilesenler:
NOT: AYRICA 9A108'E BAKINIZ.

a. Kat1 yakit ve mahfaza yalitm malzemesi arasinda ‘kuvvetli mekanik bag’ ya da

kimyasal migrasyonu 6nleme temin etmek iizere astarlar kullanan yalitim ve yakit baglama

sistemlert;
Teknik not:
9A008.a’nin amaglari i¢in, ‘kuvvetli mekanik bag’, yakit giicline esit ya da daha biiyiik
bag giicii anlamina gelir.

b. Cap1 0.61 m’yi asan veya 25 km’yi asan ‘yapisal verim oranlar1 (PV/W)’na sahip
filaman-sariml1 "kompozit" motor mahfazalari;
Teknik not:

“Yapisal verim oranlar1 (PV/W)’, patlama basincinin (P) kap hacmiyle (V) ¢arpiminin,
toplam basingli kap agirligina (W) boliimiidiir.

c. Diizey 45 kN’u asan itme kuvveti diizeylerine ya da 0.075 mm/s’den daha az



plskiirtme ucu bogazi aginma oranlarina sahip piiskiirtme uglari;
d. Asagidakilerden birini saglayabilen hareket edebilir piiskiirtme ucu ya da ikincil
akigkan enjeksiyon itme vektorl kontrol sistemleri:

1.  £5°yiasan omni-eksenel hareket;

2. 20°/s ya da daha fazla agisal vektor doniisleri; Ya da

3. 40°/s’ ya da daha fazla agisal vektor ivmeleri.

9A009 Hibrit roket yakit sistemleri:
NOT: AYRICA 9A109 VE 9A119'A BAKINIZ.
a. 1.1 MN’u asan toplam itme giicli kapasitesi; Ya da
b. Vakum ¢ikis sartlarinda 220 kN’u asan itme diizeyleri.

9A010 Inis araglari, inis arac1 yakit sistemleri, ya da "uzay araclar” igin &zellikle tasarlanan,
asagidaki benzeri, bilesenler, sistemler ve yapilar:
NOT: AYRICA 1A002 VE 9A110'A BAKINIZ.
a. Metal "matris", "kompozit", organik "kompozit", seramik “matris” ya da 1C007 ya
da 1C010'da belirtilen intermetalik takviyeli maddeleri kullanarak imal edilen, inis araclari
icin 6zellikle tasarlanan, her biri 10 kilogrami asan bilesenler ve yapilar;
Not: Agirlik kesmesi, burun konileri ile ilgili degildir.
b. Metal "matris", "kompozit", organik "kompozit", seramik “matris” ya da 1C007 ya
da 1C010'da belirtilen intermetalik takviyeli maddeleri kullanarak imal edilen, 9A005 ile
9A009 arasinda belirtilen inig araci yakit sistemleri i¢in Ozellikle tasarlanan bilesenler ve

yapilar;

C. “Uzay arac1” yapilarinin dinamik tepkisi ya da sapmasini aktif olarak kontrol
etmek i¢in 6zellikle tasarlanan yapisal bilesenler ve yalitim sistemlert;

d

30 ms’den daha az bir tepki siiresine (basglangictan toplam degerlendirilen itme kuvvetinin
%90’ma ulagsmak i¢in gereken siire) ve 1 kN/kg ya da daha fazla itme kuvveti-agirlik
oranlarina sahip darbeli s1v1 roket motorlari.

9A011 Ramjet, scramjet, ya da kombine devirli motorlar ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan
bilesenler.
NOT: AYRICA 9A111 VE 9A118'E BAKINIZ.

9A012 Asagidaki benzeri "insansiz hava tasitlar’" (“UAVs”), ilgili sistemler, ekipman ve
bilesenler:
a. Asagidakilerden birini saglayan "UAVs":
1. Bir 6zerk-otonom ugus kontrolu ve seyir yetenegi (6rnegin Bir atalet seyir
sistemine sahip bir otomatik pilot); Ya da
2. Bir insan operatorii igeren dogrudan gérme menzili disinda kontrollii ugus yetenegi
(6rnegin tele-goriintiilii uzaktan kumanda).

b. Asagidaki benzeri ilgili sistem, ekipman ve bilesenler:
1. 9A012.a.da belirtilen "UAVs"1 uzaktan kontrol etmek icin ozellikle tasarlanan
ekipman;

2. 7A’da belirtilen disindaki, 9A012.a.da belirtilen "UAVs"a entegrasyon igin
ozellikle tasarlanan kilavuzluk ya da kontrol sistemleri;
3. Bir insanli "hava araci"m1 9A012.a’da belirtilen "UAV"a doniistiirmek icin



ozellikle tasarlanan ekipman ve bilesenler.

9A101 9A001°de belirtilen digindaki asagidaki benzeri hafif turbo jet ve turbo fan motorlar
(turbobilesik motorlar dahil);
a. Asagidakiler 6zelliklerin her ikisini yapan motorlar:
1. 8,890 N’dan daha biiyiikk en yiiksek itme kuvveti degerine (monte edilmemis
olarak elde edilen) sahip sivil sertifikali motorlar disindaki, 400 N’dan daha biiyiik bir
en yiiksek itme kuvveti degeri (monte edilmemis olarak elde edilen) , ve
2. 0.15 kg/N/saat ya da daha az bir 6zgiil yakit tiiketimi (deniz seviyesi statik ve
standart sartlarindaki en yiiksek stirekli giicte);
b. "Flizeler’de kullanmak i¢in tasarlanip modifiye edilen motorlar.

9A104 En azindan 300 km menzile sahip sonda roketleri.
NOT: AYRICA 9A004'E BAKINIZ.

9A105 Asagidaki benzeri siv1 yakitli roket motorlart:
NOT: AYRICA 9A119'A BAKINIZ.

a. 1.1 MN ya da daha biiyiik bir itici gli¢ kapasitesine sahip, 9A005°de belirtilen
disindaki, "fiizeler”de kullanilabilen siv1 yakitli roket motorlari;
b. 0.841 MN ya da daha biiyilik bir itici gli¢ kapasitesine sahip, 9A005'de ya da

9A105.a’da belirtilen disindaki, en az 300 km menzile sahip, tam roket sistemleri ya da
insansiz hava araglarinda kullanilabilen siv1 yakith roket motorlari.

9A106 9A006’da belirtilen dsindaki, asagidaki benzeri, "fiizeler’de kullanilabilen, sivi roket
yakait sistemleri i¢in 6zellikle tasarlanan sistemler ya da bilesenler:
a. Itme kuvveti ya da yanma hiicreleri i¢in ablatif (¢ok yiiksek sicaklikta cikan)
astarlar;
b. Roket piiskiirtme uglari;
c. Itme vektorii kontrol alt sistemleri;
Teknik not:
9A106.c.’de belirtilen itme vektorii kontroliinii saglama yontemlerinin drnekleri:
Esnek piiskiirtme ucu;
S1v1 ya da ikincil gaz enjeksiyonu;
Hareket ettirilebilir motor ya da piiskiirtme ucu;
Egzoz gaz akiminin sapmasi (jet paletleri ya da problari); Ya da
Itme tablari.
d. 20 Hz ile ve 2 kHz arasinda 10 g rms’den daha biiyiik titresim ortamlarinda
calismak i¢in tasarlanan ya da modifiye edilen, s1vi ve ¢camursu (oksitleyiciler dahil) yakith
kontrol sistemleri ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler.
Not: 9A106.d’de belirtilen tek servo vana ve pompa, asagidakilerdir:
a. 7 MPa ya da daha biiylik bir mutlak basingta, dakikada 24 litre ya da daha biiyiik
akis hizlar1 i¢in tasarlanan, 100 ms’den daha az aktuatdr cevap siiresine sahip olan
servo vanalar;
b. 7 MPa ya da daha biiyiik desarj basinglarina, veya 8,000 r.p.m. ya da daha biiyiik
saft hizlaria sahip olan s1v1 yakitlar i¢in pompalar.

Nk W=

9A107 0.841 MN ya da daha biiyiik toplam itici gii¢ kapasitesine sahip olan, 9A007'de belirtilen



disindaki, en az 300 km menzile sahip, tam roket sistemleri ya da insansiz hava araglarinda
kullanilabilen kat1 yakith roket motorlari
NOT: AYRICA 9A119'A BAKINIZ.

9A108 9A008°de belirtilen disindaki, asagidaki benzeri, "fiizeler’de kullanilabilen, kati roket
yakait sistemleri i¢in 6zellikle tasarlanan bilesenler:

a. Roket motor mahfazalar1 ve bunlara ait “yalitim” bilesenleri;
b. Roket piiskiirtme uclari,
. [tme vektorii kontrol alt sistemleri;

Teknik not:

9A108.c.’de belirtilen itme vektorii kontroliinii saglama yontemlerinin drnekleri:
Esnek piiskiirtme ucu;

S1v1 ya da ikincil gaz enjeksiyonu;

Hareket ettirilebilir motor ya da piiskiirtme ucu;

Egzoz gaz akiminin sapmasi (jet paletleri ya da problari); Ya da

Itme tablari.

bk W=

9A109 9A009°’da belirtilenler disindaki, ‘fiizeler’de kullanilabilen, hibrit roket motorlar1 ve
bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler.
NOT: AYRICA 9A119'A BAKINIZ.
Teknik not:
9A109’da ‘fiize’, 300 km’yi asan bir menzile sahip roket sistemleri ve insansiz hava araci
sistemleri anlamindadir.

9A1109A010°da belirtilen digindaki, 9A004'de belirtilen uzay inis araglarinda ya da 9A104'de
belirtilen sonda roketlerinde, veya 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106 ile 9A108 arasi, 9A116 ya
da 9A119’da belirtilen alt sistemlerde kullanmak icin ozellikle tasarlanan kompozit yapilar,
laminatlar, ve bunlardan imal edilenler.

NOT: AYRICA 1A002'YE BAKINIZ.
9A111 "fiize”lerde kullanilabilen darbeli jet motorlari ve bunlara ait Ozellikle tasarlanan
bilesenler.

NOT: AYRICA 9A011 VE 9A118'E BAKINIZ.

9A115 Asagidaki benzeri inis destek ekipmani:
a. 9A004'de belirtilen uzay inis araglari, 9A012'de belirtilen insansiz hava araglar1 ya
da 9A104'de belirtilen sonda roketleri i¢in tasarlanan ya da modifiye edilen, muhafaza,
kontrol, aktivasyon veya inis aygit ve cihazlari;
b. 9A004'de belirtilen uzay inis araglar1 ya da 9A104'de belirtilen sonda roketleri i¢in
tasarlanan ya da modifiye edilen, nakil, muhafaza, kontrol, aktivasyon veya inis tasitlari;

9A116 "flizelerde” kullanilabilen atmosfere giris araglar1 ve bunlara ait asagidaki benzeri
tasarlanan veya modifiye edilen ekipman:

a. Atmosfere giris araglari;

b. Seramik ya da ablatif maddelerden imal edilen sicaklik kalkanlar1 ve bunlara ait
bilesenler;

C. Hafif, yiiksek 1s1 kapasitesine sahip maddelerden imal edilen 1s1 alicilar ve bunlara

ait bilesenler;



d. Atmosfere girig araglari i¢in 6zellikle tasarlanan elektronik techizat.

9A117 "fiizeler”de kullanilabilen kademelendirme mekanizmasi, ayirma mekanizmasi ve ara
kademeler.

9A118 9A011 ya da 9A111°de belirtilen, yanmay1 diizenlemek i¢in "flizeler’de kullanilabilen
motorlarda kullanilabilir cihazlar.

9A119 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 ve 9A109°de belirtilenler disindaki, en az 300 km
bir menzile sahip, tam roket sistemlerinde ya da insansiz hava araclarinda kullanilabilen ayri
roket kademeleri.

9A120 9A006°da belirtilen disindaki, 1C111°de belirtilen yakitlar ya da en az 500 kg’lik bir yiikii
en az 300 km’lik bir menzile gonderebilen roket sistemlerinde kullanilan ‘diger siv1 yakitlar’ i¢in
ozellikle tasarlanan siv1 yakit tanklari
Not: 9A120°de ‘diger siv1 yakitlar’, Askeri Mallarin Kontrolii'nde belirtilen yakitlari
kapsar, ancak bunlarla sinirli degildir.

9A350 Asagidaki benzeri hava aracina, "havadan-hafif-araclar"a ya da insansiz hava araglarina
montaj i¢in Ozellikle tasarlanan ya da modifiye edilen spreyleme ya da sis sistemleri ve bunlara
ait 0zellikle tasarlanan bilesenler:

a. Bir siv1 siispansiyondan, dakikada iki litreden biiyiik bir akis hizinda 50 um’den
daha az bir ilk damla “VMD’yi gonderebilen tam spreyleme ya da sis sistemleri;
b. Bir siv1 siispansiyondan, dakikada iki litreden biiyiik bir akis hizinda 50 uym’den

daha az bir ilk damla “VMD’yi gonderebilen aerosol iiretme birimlerinin sprey gelismeleri
veya dizileri,
c. 9A350.a. ve b’de belirtilen sistemlere montaj icin Ozellikle tasarlanan aerosol
iiretim Uniteleri.
Not: Aerosol iiretim {initeleri; piiskiirtme uglari, doner silindir atomizorleri ve benzeri
cihazlar gibi, hava tasitlarina takilmak i¢in 6zellikle tasarlanan ya da modifiye edilen
cihazlardir.
Not: 9A350, biyolojik maddeleri enfekte edilmis aerosoller bigiminde gdnderemeyecegi
gosterilen sis sistemleri ve bilesenlerinin spreylemesini kontrol etmez.
Teknik not:
1. Hava tasitlarinda, "havadan-hafif-araclar"da ya da insansiz hava araglarinda
kullanim i¢in Ozellikle tasarlanan spreyleme ekipmani ya da piiskiirtme uglar1 igin
damlacik biiytikliigi, asagidakilerden biri kullanilarak 6l¢iilmelidir:
a. Doppler lazer yontemi;
b. On lazer difraksiyon yontemi.
2. 9A350’de ‘VMD’, Hacim Ortalama (Median) Capi anlamindadir ve su-esasl
sistemlerde bu Kiitle Ortalama (Median) Capa esdegerdir.

9B Test, Muayene ve Uretim Ekipmam
9B001 Gaz tiirbini kanatlari, kanat¢iklar1 ya da u¢ 6rtme dokiimleri imal etmek icin Ozellikle

tasarlanan asagidaki benzeri ekipman, alet ve pargalar:
a. Yonsel katilasma ya da tek kristal dokiim ekipmant;



b. Seramik gobek ya da kabuklar;

9B002 9E003.a’da belirtilen "teknolojiler”i iceren gaz tlirbinli motorlarin, pargalarin ya da
bilesenlerin "gelistirilmesi" i¢in 6zellikle tasarlanan, baglantili (ger¢ek zaman) kontrol sistemleri,
aletler (sensorler dahil) ya da otomatik veri edinme ve igletim ekipmani.

9B003 773 K (500°C)’i asan sicakliklarda ve 335 m/s’yi asan u¢ hizlarinda g¢aligmak igin
tasarlanan gaz tlirbini temas salmastralarinin (brush seal) "tiretim" ya da testi i¢cin Ozellikle
tasarlanan ekipman ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan bilesenler ya da aksesuarlar.

9B004 gaz tiirbinleri i¢in, 9E003.a.3. ya da 9E003.a.6.da tanimlanan "siiperalagim”, titanyum ya
da intermetalik kanat-profili-disk kombinasyonlarinin kat1 hal birlestirilmesi i¢in aletler, kaliplar
ya da parcalar.

9B005 Asagidaki riizgar tiinelleri ya da aletlerden birinin kullanimi igin 6zellikle tasarlanan,
baglantili (ger¢ek zaman) kontrol sistemleri, aletler (sensorler dahil) ya da otomatik veri edinme
ve igletim ekipmant:
NOT: AYRICA 9B105'E BAKINIZ.
a. Egitim amacgli olarak ozellikle tasarlananlar ve 250 mm’den az bir ‘deneme
boliimii dl¢iisii’ne(yanal 6l¢iildiigiinde) sahip olanlar disindaki, Mach 1.2 ya da daha fazla
hizlar i¢in tasarlanan riizgar tiinelleri;
Teknik not:
9B005.a.daki ‘deneme boliimii dl¢lisii’, en genis test bolmesi noktasindaki dairenin capi,
karenin bir kenar1 ya da dikdortgenin en uzun kenar1 anlamindadir.
b. iceren sicak atig tlinelleri, plazma ark tiinelleri, sok tiipleri, sok tiineller, gaz
tiinelleri ve hafif gaz aticilari da iceren, Mach 5’1 asan hizlardaki akis ortamlarinin
simulasyonu i¢in cihazlar; Ya da

c. 25 x 106’y1 asan Reynolds sayis1 akislarini simiile(taklit) edebilen iki boyutlu
kesitle disindaki riizgar tlinelleri ya da cihazlar.

9B006 1,273 K (1,000°C)’i asan bir test hiicresi sicakliginda, 4 kW ya da daha fazla bir

degerlendirilmis ¢ikisla 160 dB ya da daha fazla (20 pPa’a referansla) ses basinct diizeylerini

iiretebilen akustik titresim deneyi ekipmani ve bunlara ait 6zellikle tasarlanan kuvars 1siticilar.
NOT: AYRICA 9B106'YA BAKINIZ.

9B007 Roket motorlarinin biitiinliigilinii, diizlemsel X-151n1 ya da temel fiziksel veya kimyasal
analiz disindaki tahribatsiz test teknikleri (NDT) kullanarak muayene etmek i¢in ozellikle
tasarlanan ekipman.

9B008 833 K (560°C)’i asan bir durgunlagsma sicakligiyla deney akisinin duvar yiizey
stirtinmesinin dogrudan 6l¢iimii i¢in 6zellikle tasarlanan gii¢ ¢eviriciler.

9B009 873 K (600°C) ya da daha fazla metal sicakliklarinda ve u¢ ¢ekme mukavemetinin (UTS)
%60’ma esit gerilme seviyelerinde calisabilen tiirbin motor toz metalurji rotor bilesenlerini
iiretmek i¢in 6zellikle tasarlanan aletler.



9B010 "UAVs"in ve 9A012'de belirtilen ilgili sistem, ekipman ve bilesenlerin iiretimi i¢in
ozellikle tasarlanan ekipman.

9B105 "Fiizeler” ve alt sistemleri i¢in kullanilabilen, Mach 0.9 ya da daha fazla hizlar i¢in riizgar
tiinelleri.
NOT: AYRICA 9B005'E BAKINIZ.

9B106 Asagidaki benzeri ortam odalar1 ve yankisiz odalar:
a. Asagidaki ucus sartlarini simiile(taklit) edebilen ortam odalart:
1. 5 kN ya da daha biiyiik ayirma kuvvetleriyle 20 Hz ile 2 kHz arasinda, ‘ciplak
tabla’ olarak ol¢iilen, 10 g rms ya da daha biiytik titresim ortamlart; ve
2. 15 km ya da daha biiyiik yiikseklik; Ya da
3. enazindan 223 K (-50°C) ile 398 K (+ 125°C) arasinda bir sicaklik araligi;
Teknik not:
1. 9B106.a. bir tek dalgayla (6rnegin siniis dalgasi) bir titresim ortami iretebilen
sistemleri veya bir genis bant rasgele titresim iiretebilen sistemleri (yani gii¢ tayfi)
tarif eder.
2. 9B106.a.1.’de ‘ciplak tabla’, herhangi bir parcaya ya da baglan1 elemanina sahip
olmayan bir diiz tezgah ya da yiizey anlamina gelir.
b. Asagidaki ucus sartlarini taklit edebilen ortam odalari:
1. 4 kW ya da daha fazla bir toplam degerlendirilmis ¢ikisla 140 dB ya da daha fazla
(20 pPa’a referansla) ses basinci diizeylerini iiretebilen akustik ortamlar;ve
2. 15 km ya da daha biiyiik yiikseklikler; Ya da
3. Enazimndan 223 K (-50°C) ile 398 K (+ 125°C) arasinda bir sicaklik araligi.

9B115 9A005 ile 9A009 arasinda, 9A011, 9A101, 9A105 ile 9A109 arasinda, 9A111, 9A116 ile
9A119 arasinda belirtilen sistem, alt sistem ve bilesenler icin Ozellikle tasarlanan "iretim
ekipman"1.

9B116 9A005 ile 9A009 arasinda, 9A011, 9A101, 9A104 ile 9A109 arasinda, 9A111, veya
9A116 ile 9A119 arasinda belirtilen sistem, alt sistem ve bilesenler, ya da 9A004’te belirtilen
uzay inis tasitlari i¢in 6zellikle tasarlanan "iiretim vasitalar"

9B117 Asagidaki ozelliklerden birini saglayan kati ya da sivi yakith roketler ya da roket
motorlari i¢in deney tezgahlari ve deney standlari:

a. 90 kN’dan daha fazla itme kuvveti elde etme kapasitesi; Ya da

b. Ucg eksenli itme bilesenlerini eszamanl dlgebilme.

9C Malzemeler

9C108 "Fiizeler’de kullanilabilen ya da ‘flizeler’ igin Ozellikle tasarlanan roket motor
mahfazalari i¢in, 9A008°de belirtilenler disindaki, dokme formda "yalitim" maddesi ve "i¢ astar".
Teknik not:
9C108’de ‘fiize’, 300 km’yi asan bir menzile sahip roket sistemleri ve insansiz hava araci
sistemleri anlamindadir.

9C110 7.62 x 10" m’den biiyiik “6zgiil cekme mukavemetine” ve 3.18 x 10° m’den biiyiik “6zgiil



moduli”ye sahip lifli ya da filamanh takviyeden yararlanan organik matris ya da metal matrisle
yapilan kompozit yapilar, laminatlar ve 9A110°da belirtilen mamuller i¢in re¢ine emdirilmis lif
prepregler ve bunlara ait metal kapl lif preformlar.
NOT: AYRICA 1C010 VE 1C210'A BAKINIZ.
Not: Madde 9C110’da belirtilen regine emdirilmis lif prepregler sadece, ASTM D4065 ya
da esdegeri tarafinda tayin edildiginde, kiirlenme sonrasinda 418 K (145°C)’i agan camsi
gecis sicakligina (T, ) sahip regineleri kullananlardir.

9D Yazihim

9D001 9A001 ile 9A119 arasinda, 9B veya 9E003’de belirtilen ekipman ya da “teknoloji’nin
"gelistirilmesi" i¢in 6zellikle tasarlanan ya da degistirilen "yazilim".

9D002 9A001 ile 9A119 arasinda ya da 9B’de belirtilen ekipmanin "iiretimi" icin Ozellikle
tasarlanan ya da degistirilen "yazilim".

9D003 9A’da belirtilen itme sistemleri veya 9B’de belirtilen ekipman i¢in, “tam yetkili dijital
elektronik motor kontrolleri”nin (“FADEC”) "kullanim"i amaciyla ozellikle tasarlanan veya
modifiye edilen, asagidaki benzeri "yazilim":

a. Itme sistemleri, uzay-havacilik deneme tesisleri ya da hava-soluyan aero-motor
deneme tesisleri i¢in dijital elektronik kontrollerdeki "yazilim";
b. Itme sistemleri ve ilgili deneme tesisleri i¢in "FADEC" sistemlerinde kullanila

hatalara-dayanikli "yazilim".

9D004 Asagidaki benzeri diger "yazilim":

a. Ayritil1 motor akis modellemesi i¢in gereken riizgar tlineli ya da ugus deneme
verisiyle gecerli kilinan 2-boyutlu ve 3-boyutlu akmaz-viscous "yazilim";
b. Deney siirerken deney malzemeleri ya da deney sartlarinin dinamik ayarlanmasini

da iceren, veriyi gercek zamanda toplamak, azaltmak ve analiz etmek icin Ozellikle
tasarlanan ve geri besleme denetimi yapabilen aero gaz tiirbini motorlari, pargalar1 ya da
bilesenleri test etmek i¢in "yazilim";
C. Yonsel katilasma ya da tek kristalli dokiimii kontrol i¢in Ozellikle tasarlanan
"yazilim";
d. Rotor kanat ucu aciklik kontrolii igin aktif kompenzasyon sistemlerinin
"kullanim"1 i¢in gereken "kaynak kodu'ndaki, "nesne kodu'"ndaki ya da makine kodundaki
"yazilim";
Not: 9D004.d., aktif kompenzasyon agiklik kontrol sisteminin kalibrasyonu, tamiri veya
giincellenmesiyle iligkili bakim caligmalar1 i¢in gerekli olan veya kontrol edlmeyen
ekipmana yerlestirilen "yazilim"1 kontrol etmez.
e. "UAVs" ve 9A012°de belirtilen ilgili sistem, ekipman ve bilesenlerin "kullanim"1
icin Ozellikle tasarlanan ya da modifiye edilen "yazilim".

9D101 9B105, 9B106, 9B116 ya da 9B117’de belirtilen mallarin "kullanim"1 i¢in Ozellikle
tasarlanan ya da degistirilen "yazilim".

9D103 9A004°de belirtilen uzay inis araclar1 ya da 9A104°de belirtilen sonda roketlerinin veya
9A005, 9A007, 9A105.a., 9A106, 9A108, 9A116 ya da 9A119°da belirtilen alt sistemlerin



modellenmesi, simiilasyonu ya da tasarim entegrasyonu i¢in 6zellikle tasarlanan "yazilim".
Not: 9D103'de belirtilen "yazilim", 4A102'de belirtilen 6zellikle tasarlanan donanimla
birlestirildiginde kontrollii olmaya devam eder.

9D104 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011,
9A101, 9A105, 9A106.c., 9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d.,
9A117 ya da 9A118’de belirtilen mallarin "kullanim"1 i¢in Ozellikle tasarlanan ya da modifiye
edilen "yazilim".

9D105 9A004’de belirtilen uzay inis araclari ya da 9A104’de belirtilen sonda roketlerinde
"kullanim" i¢in 6zellikle tasarlanan veya modifiye edilen, birden fazla alt sistemin fonksiyonunu
koordine eden "yazilim".

9E Teknoloji

Not: Gaz tiirbinli motorlar i¢in 9E001 ile 9E003 arasinda belirtilen "gelistirme" ya da
"tiretim" "teknoloji"si, tamir, yeniden yapim ve elden gecirme i¢in "kullanim"
"teknoloji"si olarak kullanildiginda kontrol altinda olmay1 siirdiiriir. Kontrol dis1 olanlar:
Tiim motorun ya da motor modiillerinin degistirilmesini de igeren, hasarli ya da hizmet
veremeyecek durumdaki hat birimlerinin kalibrasyonu, sokiilmesi ya da degistirilmesiyle
dogrudan ilgili bakim etkinlikleri i¢in teknik veriler, ¢izimler veya dokiimantasyon.

9E001 9A001.c., 9A004 ile 9A012 arasinda, 9A350, 9B veya 9D’de belirtilen ekipman ya da
"yazilim"in "gelistirilme"si i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".

9E002 9A001.c., 9A004 ile 9A011 arasinda, 9A350 veya 9B’de belirtilen ekipmanin "iiretim"i
icin Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".
NOT: Kontrollii yapilarin, laminatlarin ya da malzemelerin tamiri amagh "teknoloji" i¢in,
1E002.f’e bakiniz.

9E003 Asagidaki benzeri diger "teknoloji":
a. Asagidaki gaz tiirbini motor bilesen ya da sistemlerinden herhangi birinin
"gelistirilme"si ya da "liretim"1 igin "gerekli" "teknoloji":
I. Ortalama ozellik degerleri esas alinarak, 200 MPa gerilmede, 1,273 K
(1,000°C)’de, 400 saati asan bir gerilme-kirilmas1 dmriine sahip olan (001 Miller Indisi
yoniinde), yonsel olarak katilagtirilmis (DS) ya da tek kristal (SC) alasimlardan yapilan
gaz tlirbini bigaklari, kanatlari ya da ug ortiileri;
2.  Termal olarak dekuple yanma astarlari, metal olmayan astarlar ya da metal
olmayan kabuklar igeren yakicilar veya 1,813 K (1,540°C)’i asan ortalama briilor ¢ikis
sicakliklarinda ¢alisan ¢ok baslt yakicilar;
3. Asagidakilerin birinden imal edilen bilesenler:
a. 588 K (315°C) iizerinde g¢alismak iizere tasarlanan organik "kompozit"
maddeler;
b. 1C007'de belirtilen, metal "matris" "kompozit", seramik '"matris",
intermetalik ya da intermetalik takviyeli maddeler; Ya da
C. 1C010'da belirtilen ve 1C008'de belirtilen reginelerle imal edilen
"kompozit" maddeler.



C.

4. 1,323 K (1,050°C) ya da daha fazla gaz yolu sicakliklarinda g¢aligmak ig¢in
tasarlanan sogutulmamis gaz tiirbini bigaklari, kanatlar1 ya da ug ortiileri;

5. 1,643 K (1,370°C) ya da daha fazla gaz yolu sicakliklarina maruz birakilan,
9E003.a.1'de tanimlanan disindaki, sogutulmamis gaz tiirbini bigaklari, kanatlar1 ya da
ug Ortiileri;

6.  Kati hal baglant1 kullanan, kanat profili-disk bigagi kombinasyonlari;

7. 2E003.b.de belirtilen "difiizyon bag1" "teknoloji"si kullanan gaz tiirbinli motor
bilesenleri;

8.  1C002.b.de belirtilen toz metalurjisi malzemelerini kullanan hasara dayanikli gaz
tiirbinli motor doner bilesenler;

9. Gaz tiirbini ve birlesik devir motorlar ve iliskili tanisal bilesenler, sensorler ve
Ozellikle tasarlanan bilesenler i¢in "FADEC",;

10. Asagidakiler i¢in ayarlanabilir akis yolu geometrisi ve ilgili kontrol sistemleri:

a. Gaz jeneratort tiirbin;
b. Fan ya da gii¢ tlirbinleri;
c. Ileriye itme piiskiirtme uglari;

Not 1: 9E003.a.10.’daki ayarlanabilir akis yolu geometrisi ve ilgili kontrol sistemleri,
kompresorlerdeki giris kilavuz kanatlarini, degisken alanl fanlari, degisken statorlari
ve akint1 vanalarin1 kapsamaz.
Not 2: 9E003.a.10. ters itme kuvveti i¢in ayarlanabilir akis yolu geometrisinin
"gelistirilme" ya da "iiretim" "teknoloji"sini kontrol etmez.
11. Ici bos fan kanatlar;
Asagidakilerden birinin "gelistirilme"si ya da "iiretim"i i¢in "gerekli""teknoloji":
I. veri edinme sistemine sensoOrlerden veri gonderebilen elverisli sensorlerle
donatilmis riizgar tiineli aero-modelleri; Ya da
2. Mach 0.55°1 asan ugus hizlarinda 2,000 kW’dan daha fazla emebilen "kompozit"
pervane kanatlar1 ya da propfanlar;
Asagidakiler 6zellik kiimelerinden herhangi birini saglayan delikler agmak i¢in

"lazer", su jeti, ECM veya EDM delme islemleri kullanan gaz tlirbini motor bilesenlerinin
"gelistirilme" ya da "liretim"1 i¢in "gerekli" "teknoloji":

d.

1.  Asagidakilerin tiimii:

a. Capin dort katindan fazla derinlik;
b. 0.76 mm’dan daha az gap; Ve
C. 25° ya da daha az gelis acilar1; Ya da
2. Asagidakilerin tiimii:
a. Capin bes katindan fazla derinlik;
b. 0.4 mm’dan daha az ¢ap; Ve
C. 25° ya da daha fazla gelis acilar1; Ya da
Teknik not:

9E003.c’nin amaglari i¢in, gelis agist delik ekseninin kanat profili yiizeyine girdigi
noktada kanat profili yiizeyine teget bir diizlemden 6l¢iiliir.
helikopter gii¢ nakil sistemleri ya da egik rotor veya egik kanat “hava tasit1” giic

nakil sistemlerinin "gelistirilme" ya da "liretim"1 i¢in "gerekli" "teknoloji";

.

Asagidakilerin tiimiinii saglayan, pistonlu dizel motoru yer ara¢ itme sistemlerinin

"gelistirilme" veya "liretim"i i¢in "teknoloji":

1. 1.2 m3 ya da daha az bir kutu hacmi;



2. 80/1269/EEC, ISO 2534 ya da ulusal karsilig1 esas alindiginda, 750 kW’dan daha
fazla bir kapsamli gii¢ ¢ikist; Ve

3. 700 kW/m3 'den daha fazla bir ‘kutu hacmi’ gii¢ yogunlugu;
Teknik not:
9E003.e.deki ‘kutu hacmi’, asagidaki sekilde 6l¢iilen ii¢ dikey boyutun ¢arpimidir:
Uzunluk: On flansdan volana, krankmilinin uzunlugu;
Genigslik: Asagidakilerin en genisi:
a. Stibap kapagindan siibap kapagina dis boyut;
b. Silindir kafalarinin dis kenarlarinin boyutlari; Ya da
c. Volan mahfazasinin ¢api;
Yiikseklik: Asagidakilerin en biiyiigii:
a. Krank mili merkez hattinin siibap kapaginin (ya da silindir kafasi)
list diizlemine mesafesi ¢arp1 kursun(stroke) iki kati; ya da
b. Volan mahfazasi1 ¢api.
f. Yiiksek verim dizel motoru i¢in asagidaki benzeri 6zellikle tasarlanan bilesenlerin
"liretim"i i¢in "gerekli" "teknoloji":
1.
1C007°de belirtilen seramik malzemeleri uygulayan asagidaki bilesenlerin tiimiine
sahip olan motor sistemlerinin "liretim"1 i¢in "gerekli""teknoloji":
a.  Silindir gomlegi;
b. Piston;
c.  Silindir kafasi; Ve
d. Bir ya da daha c¢ok diger bilesen (eqzoz baglantilari, turbo kompresor,
stibap kilavuzlari, siibap pargalar1 ya da yalitilmis yakit enjektorleri dahil);
2. Asagidakilerin tiimiinli saglayan tek asamali kompresore sahip, turbo kompresor
sistemlerinin "iretim"i i¢in "gerekli" "teknoloji":
a. 4:1 ya da daha yiiksek basing oranlarinda ¢alisma;
b.  Dakikada 30 ila 130 kilogram arasi bir kiitle akisi; Ve
c. Kompresor ya da tlirbin boliimleri igerisinde degisken akis alan1 yetenegi;
3. Asagidakilerin her ikisini saglayan, dizel yakittan (310.8 K (37.8°C)’de 2.5 cSt),
benzine (310.8 K (37.8°C)’de 0.5 cSt) (gasoline) olan vizkozite araligimi kapsayan,
ozellikle tasarlanan ¢ok-yakitli yakit enjeksiyon sistemlerinin "tiretim"i i¢in "gerekli"
"teknoloji":
a. Hersilindirdeki enjeksiyon basina 230 mm”’ii asan bir enjekte miktari; Ve
b. Uygun sensorler kullanilarak ayni tork 6zelligini temin etmek i¢in yakit
Ozelliklerine otomatik bagli olarak regiilatér Ozelliklerini anahtarlama igin
ozellikle tasarlanan elektronik kontrol 6zellikleri;
g. Pistonun iist segmaninin hareketinin {ist sinirinda silindir ¢eperinde 6l¢iildiiglinde,
723 K (450°C)’1 asan sicakliklarda ¢alismaya izin veren, kati, gaz hali ya da siv1 film (ya da
bunlarin kombinasyonlar1) silindir ¢eperi yaglamasi icin yliksek verim dizel motorlarin
"gelistirilme" ya da "tiretim"1 igin "gerekli" "teknoloji".
Teknik not:
Yiiksek verim dizel motoru: Nominal hizin 2,300 r.p.m. ya da daha fazla olmasi sartiyla,
2,300 r.p.m hizda, 1.8 MPa ya da daha fazla belirtilen fren ortalama etkin basinca sahip
dizel motorlari.



9E101 9A101, 9A104 ile 9A111 arasinda ya da 9A115 ile 9A119 arasinda belirtilen mallarin
"gelistirilme"si veya "liretim"1 i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".

9E102 9A004’de belirtilen uzay inis araglarinin, 9A005 ile 9A011 arasinda, 9A101, 9A104 ile
9A111 arasinda, 9A115 ile 9A119 arasinda, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 ya da
9D103’de belirtilen mallarin "kullanim"1 i¢in Genel Teknoloji Notu’na gore "teknoloji".



"Accuracy" ; Genelde hatalilik birimiyle dlgiilen "Dogruluk" (2 6), kabul edilmis bir standart
ya da dogru degerde belirtilen bir degerin en yiiksek pozitif veya negatif sapmasidir.

"Active flight control systems" ; "Aktif ucus kontrol sistemleri" (7), coklu algilayicilarin
ciktilarini kendi kendine isleyip gerekli dnleyici komutlarin otomatik kontrole etki etmesini
saglayarak, istenmeyen "hava tagiti" ve flizelerin hareketlerini veya yapisal yiikleri
engellemek i¢in isleyen sistemlerdir.

"Active pixel" ; "aktif piksel" (6 8), 151k (elektromanyetik) radyasyonuna maruz birakildiginda
fotoelektrik aktarim islevine sahip olan kati durum dizisinin en kiigiik (tek) parcasidir.

"Adapted for use in war" ; “Savagta kullanima uyumlu” (1), insan ve hayvanlara verilen
zayiat, ara¢ gereci tahrip etme veya ekinler ya da ¢evreye zarar verme hususlarindaki etkinligi
artirmak {izere tasarlanan her tiirlii degisiklik ya da se¢im (safligi, raf dmriinii, dldiiriiciiliigii,
yayinim 6zelliklerini degistirmek ya da uv radyasyona dayanim gibi) anlaminda kullanilir.

"Aircraft” ; "Hava tagit1" (1 7 9): sabit kanatli, donen halka kanatli, doner kanatl (helikopter),
egik rotorlu veya egik kanatli ucan tasit.

NOT: Ayrica bakiniz "sivil hava tasiti”.

"All compensations available"; “Tiim tazminatlar mevcut” (2): belirli bir imalat aract modeli
ele alindiginda, tiim sistematik konumlandirma hatalarini en aza indirmek i¢in tiim 6nlemlerin
imalatciya saglanmasindan sonrasi durum.

"Allocated by the ITU" ; “ITU tarafindan tahsis edilen” (3 5): birincil, izinli ve ikincil servis
icin ITU Radyo Yonetmelikleri’nin gegerli son dokiimanina gore frekans bantlarinin tahsisi.

NOT: Ilave ve alternatif tahsisler dahil degildir.

"Angular position deviation" ; "Agisal pozisyon sapmas1" (2): agisal pozisyon ve tezgahin
caligma parcasi dayanaginin baglangi¢ konumu disma dondiiriilmesinden sonraki, gercek,
kesin 6l¢iilii agisal pozisyon arasindaki en yiiksek ayrim (ref. VDI/VDE 2617, Taslak:
‘Koordinat 6l¢me makinelerinde déner tezgahlar’).

"Asymmetric algorithm" ; "Asimetrik algoritma"(5): sifreleme ve sifre ¢c6zme igin farkh
matematiksel anahtarlar kullanan bir sifre-yazisal algoritma.

NOT: “Asimetrik algoritma'nin genel kullanimlarindan biri de anahtar yéneticiliktir.

"Automatic target tracking" ; "Otomatik hedef izleme” (6): hedefin ger¢ek zamandaki en olasi
pozisyonunun tahmini degerini ¢ikti olarak otomatik sekilde tespit edip temin eden bir igletim
teknigi.

"Basic gate propagation delay time"; "Temel kap1 yayilma gecikme siiresi"(3): "Monolitik
(tek parcall) entegre devre"de kullanilan temel kapiya karsilik gelen yayilma gecikme zaman
degeri. Bir "Monolitik (tek parcali) entegre devre" ‘aile’sinde, bu, ‘aile’ igindeki normal bir
kapiya karsilik gelen yayilma gecikme siiresi ya da bu ‘aile’ igindeki bir kapiya karsilik gelen
normal yayilma gecikme siiresi olarak belirtilebilir.



NOT 1: “Temel kap1 yayilma gecikme siiresi", karmasik bir "monolitik entegre devre"nin
girdi/¢cikt1 gecikme siiresiyle karigtirllmamalidir.

NOT 2: “Aile’ye kendi islevleri disinda, agagidakilerden hepsinin imalat teknolojisi ve
ozellikleri olarak uygulandig: tiim entegre devreler dahildir.:

A. Ortak donanim ve yazilim mimarisi;
B. Genel tasarim ve iglem teknolojisi; ve
C. Genel temel o6zellikler.

"Basic scientific research"; "Temel bilimsel arastirma" (GTN NTN), oncelikle belirli bir
pratik amag ya da hedefe dogru yonelmeyen olgularin veya izlenebilir ger¢eklerin temel
ilkelerine ait yeni bilgileri elde etmek icin ele alinan deneysel ya da teorik is anlamina gelir.

"Bias"; "Egilim" (akselerometre) (7) bir ivme uygulanmadigindaki akselerometre ¢iktisidir.

"Camming"; “Hareket” (2) mil aynasinin ¢evresinin yanindaki bir noktada mil aynasina dik
bir diizlemde ana milin devri cinsinden 6l¢iilen eksenel yer degisimdir (Referans: ISO 230/1
1986, paragraf 5.63).

"Carbon fibre preforms"; "karbon elyaf preformlar" (1), "matris"in "kompozit"i olusturmak
i¢in ilave edilmesinden 6nce bir parganin g¢atisini olusturmasi 6ngoriilen kaplamasiz veya
kaplamali liflerin sirali diizenlenmesidir.

"CE", “Computing Element” hesaplama unsuruyla esdegerdir.

"CEP" (circle of equal probability), “Esit olasilik dairesi” (7), dogrulugun bir dl¢iisiidiir;
merkezi hedef olan dairenin yarigap, yararl yiiklerin etkisinin %50’sini kapsayan belirli bir
mesafededir.

"Chemical laser"; "kimyasal lazer"(6), bir kimyasal reaksiyondan ¢ikan enerjiyle iiretilen
tahrikli ¢esitler bulunan bir "lazer"dir.

"Chemical mixture"; "kimyasal karisim"(1), karisimin depolandig1 sartlar altinda reaksiyona
girmeyen iki ya da daha fazla bilesenden olusan kati, sivi ya da gaz halindeki bir tirlindiir

"Circulation-controlled anti-torque or circulation controlled direction control systems";
“Sirkiilasyon kontrollii anti tork ya da sirkiilasyon kontrollii yonetim kontrol sistemleri” (7),
yiizeylerce iiretilen kuvvetleri kontrol eden veya artiran aerodinamik yiizeyler {izerinden
estirilen havayi kullanan sistemlerdir.

"Civil aircraft"; "sivil hava tagit" (1 7 9), ticari sivil i¢ ve dig rotalara ugmak veya gegerli
sivil, 6zel, is kullanimi i¢in sivil havacilik otoritelerine ait ugusa elverislilik sertifikasyon
listelerinde listelenen"hava tasit1"dir.

NOT: Ayrica bakiniz "hava tagit1".

"Commingled"; “katigik” (1), toplam elyaf formunda bir elyaf takviyeli "matris" karigimi
iiretmek i¢in termoplastik lifler ve takviye liflerin lif life karigimidir.



"Comminution"; “Ufalama” (1), ezerek ya da rodajla malzeme boyutunu azaltma islemidir.

"Common channel signalling"; "Genel kanal sinyallemesi" (5), devrelerin veya aramalarin
cesitliligiyle ilgili ag yonetimi i¢in kullanilanlar gibi etiketli mesajlar, sinyalleme bilgileri ya
da diger bilgiler vasitasiyla degisimler arasinda tek bir kanalin aktarildig1 bir sinyalleme
yontemidir.

"Communications channel controller"; "iletisim kanali kontrolorii"(4), senkronize ya da a-
senkronize dijital bilginin akisin1 kontrol eden fiziksel ara-yiizey anlamina gelir. Iletisim
erisimi temin etmek i¢in bilgisayar ya da telekomiinikasyon ekipmanina entegre edilebilen bir
cihazdir.

"Composite”; "kompozit"(1 2 6 8 9), bir “matris”le 6zel amagla veya amaglardan dolay1
mevcut olan pargacik, plakacik veya lifleri ya da bunlarin herhangi bir kombinasyonunu
iceren ilave faz ya da fazlardir.

"Composite theoretical performance" (“CTP”); "kompozit teorik performans" (3 4),
"hesaplama unsurlariin” (“CE”) kiimesini kullanarak hesaplayan saniye basina milyonlarca
teorik operasyon (Mtops) birimiyle 6lgiilen sayisal performans ol¢iitiidiir.

NOT: Kategori 4, teknik nota bakiniz.

"Compound rotary table" ; "bilesik doner tabla"(2), “tesviye kontrolii” i¢in ayn1 anda koordine
edilebilen is parcasinin paralel olmayan iki eksen {izerinde donmesine ve egilmesine miisaade
eden bir tezgahtir.

"Computing element"("CE"); "hesaplama unsuru"(4), bir aritmetik ya da mantiksal sonug
iireten en kii¢lik hesaplama birimidir.

"Contouring control"; “tesviye kontrolii” (2), sonraki gerekli konumu ve o konum i¢in
gereken besleme oranlarini belirten talimatlara uygun olarak "sayisal olarak kontrol edilen"
iki ya da daha fazla harekettir. Bu besleme oranlari istenen bir kontur iiretilecek sekilde
birbiriyle iligkili olarak degisir (Ref. ISO/DIS 2806 - 1980).

"Critical temperature"; belirli bir "siiper iletken" maddenin "kritik sicakligi"(1 3 6), (bazen
gecis sicaklig olarak adlandirilir) dogru elektriksel akiminin akisina tiim direncini kaybettigi
sicakliktir.

"Cryptography"; "kriptografi"(5), bilgi igerigini saklamak, fark edilmemis degisikligini ya da
yetkilendirilmemis kullanimini engellemek i¢in veri doniisiimii i¢in ilkeleri, vasitalar ve
yontemleri somutlastiran disiplindir. "Kriptografi", bir ya da daha ¢ok ‘gizli parametre’
(6rnegin, kripto degiskenleri) veya bagmtili anahtar yonetimi kullanarak bilginin
doniistimiiyle sinirlanmustir.

NOT: ‘Gizli parametre’: Digerlerinin bilgisinden saklanan ya da sadece bir grubun
icerisinde paylasilan bir sabit ya da anahtar.

"CTP", "kompozit teorik performans"a esdegerdir.



"Data-Based Referenced Navigation"; “Veri-tabanli Referansh Sefer” (“DBRN”) (7)
sistemleri, hatasiz denizcilik-sefer bilgilerini dinamik sartlar altinda temin etmek tizere
onceden ol¢iilen jeo-haritalandirma veri kaynaklartyla biitiinlesik olarak kullanan sistemlerdir.
Veri kaynaklari, batimetrik haritalari, y1ldiz haritalari, yer¢ekimi haritalarini, manyetik
haritalar1 ya da 3-boyutlu dijital saha haritalar1 igerirler.

"Deformable mirrors"; "bi¢im degistirebilen aynalar” (6) (uyarlanabilir optik ayna olarak da
bilinir) asagidakilere sahip aynalardir:

a. Ayna lizerine diisen optik dalga bigimindeki bozulmalar telafi etmek i¢in ayr torklar ya da
kuvvetlerin uygulanmasi sonucu dinamik bir sekilde deforme edilen bir tek araliksiz optik
ylizey; Ya da

b. Ayna iizerine diisen optik dalga bigimindeki bozulmalar telafi etmek i¢in tork ya da
kuvvetlerin uygulanmasi sonucu tek olarak veya dinamik bir sekilde yeniden
konumlandirilabilen ¢oklu optik yansitma unsurlari.

"Depleted uranium"; “indirgenmis uranyum”, dogada bulunan 235 izotopunun altina
indirgenen uranyumdur.

"Development"; "Gelisme" (GTN NTN All), seri tiretim oncesindeki tim evrelere iliskindir.
Ornegin: Tasarim, tasarim arastirma, tasarim analizleri, tasarim kavramlari, prototiplerin
montaj1 ve testi, pilot liretim semalari, tasarim verileri, tasarim verisini {iriine doniistiirme
siireci, konfiglirasyon tasarimi, biitiinleme tasarimi, taslaklar.

"Diffusion bonding"; "diflizyon bagi"(1 2 9), en az iki ayr1 metalin en gii¢siiz malzemeninkine
esit bir baglant1 giiciiyle bir tek parcaya kat1 haldeki molekiiler baglanmasidir.

"Digital computer"; "dijital bilgisayar"(4 5), bir ya da daha ¢ok ayr1 degisken halinde
asagidakileri gergeklestirebilen ekipmandir:

A. Veriyi kabul etmek;

B. Sabit ya da degistirilebilir (yazilabilir) depolama cihazlarinda veri ya da talimat
depolamak;

C. Depolanan bir degistirilebilir talimat siras1 vasitasiyla veriyi igslemek; ve

D. Verinin ¢ikisini temin etmek.

NOT: Depolanmus bir talimat sirasindaki degisimler, sabit bellek depolama cihazlarinin
degistirilmesini icerir, ancak elektrik tertibadi ya da karsilikli baglantilarda bir fiziksel
degisim icermez.

"Digital transfer rate"; "dijital aktarma orani”, her tiirde ortama dogrudan transfer edilen
bilginin toplam bit miktaridir.

’

NOT: Ayrica bakiniz "toplam dijital aktarma orani”.

"Direct-acting hydraulic pressing"; “dogrudan etkiyen hidrolik basing” (2), lizerinde ¢alisilan
isle dogrudan temas halindeki akiskanla dolu esnek hazneyi kullanan bir deformasyon
islemidir.



"Drift rate"; “Siiriiklenme hiz1” (gyro) (7), ¢ciktinin arzu edilen ¢iktidan sapmasinin zamana
oranidir. Rasgele ve sistemli bilesenden olusup,birim zamandaki eylemsiz uzaya gore agisal
yer degisimine esdeger girdi olarak ifade edilir.

"Dynamic adaptive routing"; "dinamik uyarlanabilir yonlendirme"(5), gegerli giincel ag
sartlarinin analizi ve algilanmasini esas alarak trafigin otomatik olarak yeniden
yonlendirilmesidir.

NOT: Bu, dnceden tanimlanan bilgi esas alinarak verilen yonlendirme kararlar1 hallerini
igermez

"Dynamic signal analysers"; "dinamik sinyal analiz cihazlar1" (3), belirli bir dalga bi¢ciminde
genlik ve faz bilgilerini iceren Fourier spectrum gostergesi olusturmak i¢in dijital numune
alma ve doniislim tekniklerini kullanan “sinyal analiz cihazlar1”dir.

NOT: Ayrica bakiniz " sinyal analiz cihazlar ".

"Effective gramme"; "Ozel boliinebilir malzeme"nin "Etkin gramme"1 (0 1) asagidaki
anlamlara gelir:

A. Plutonium izotoplar1 ve uranyum 233’de, gram olarak izotop agirligi;

B. %1 veya daha fazla zenginlestirilen uranyum-235 izotopunda, gram olarak element
agirhiginin zenginlestirilme degerine ait agirlikca desimal oranin karesiyle ¢arpimi.

C. %1’den az zenginlestirilen uranyum-235 izotopunda, gram olarak element agirliginin
0.0001 ile carpima.

"Electronic assembly"; "elektronik cihaz" (2 3 4 5) belirli fonksiyon(u/lar1) gergeklestirmek
i¢in birbirine baglanan, bir varlik olarak degistirilebilen ve normalde sokiilebilen, bir miktar
elektronik bilesendir (yani devre elemanlari, ayr bilesenler, entegre devreler vb).

NOT]1 : ‘Devre elemani’: bir elektronik devrenin tek bir aktif veya pasif fonksiyonel pargasi;
diyot, transistor, direng, kapasitor vb.
NOT2 : 'Ayr bilesen': kendi dis baglantilartyla ayri olarak ambalajlanan bir ‘devre elemani’.

"Electronically steerable phased array antenna"; Elektronik dondiiriilebilir fazli dizi anten (5
6), faz cifti vasitasiyla bir radyo sinyali olusturan bir antendir. Yani sinyal yonii, 1s1ma yapan
elementlerin karmasik tahrik katsayisi tarafindan kontrol edilir. Sinyalin yonii yukar1 ya da
asagiya, veya her iki yonde, elektrik sinyalinin yayimi ve aliminda uygulamayla degisebilir

"End-effectors"; “Uc¢ dengeleyiciler” (2), bir "robot" manipiilator kolun sonundaki altliga
ilisik olan tutucular, ‘aktif igleme birimleri’ ve diger igsleme aletleridir.

NOT: ‘Aktif isleme birimi’, Itici giicii, islem enerjisini uygulamak veya calisma parcasini
algilamak i¢in bir cihazdir.

"Equivalent Density"; "esdeger yogunluk"(6), birim optik alan basina diisen, optik yiizey
iizerine yansitilan optik kiitledir.



"Expert systems" ; "uzman sistemler"(7), “program"dan bagimsiz olarak depolanan veri
kurallarinin uygulanmastyla sonuglar1 temin eden ve asagidakilerden birini gerceklestirebilen
sistemlerdir:

A. Kullanicr tarafindan girilen "kaynak kod"u otomatik olarak modifiye etmek;
B. Yar1 dogal dildeki bir sinif problemle bagintili bilgiyi temin etmek; Ya da
C. Geligsmesi i¢in gereken bilgiyi edinmek (sembolik egitim).

"FADEC", "tam yetkili dijital motor kontroli"ne esittir.

"Fault tolerance"; "Hata toleransi"(4), bir bilgisayar sisteminin, donanim ya da "yazilim"
bilesenlerinin aksakligindan sonra insan miidahalesi olmaksizin belirli bir hizmet seviyesinde
caligmaya devam etme yetenegidir: ¢aligsma siirekliligi, veri biitiinliigii, ve hizmetin belirli bir
siire iginde geri kazanilmasi.

"Fibrous or filamentary materials"; "lifli ya da lifsi madde” (0 1 2 8), asagidakileri igerir:

A. Siirekli "monofilaments";

B. Siirekli "iplik” ve "biikiim";

c. "Seritler”, kumaslar, rasgele kegeler ve orgiiler;

D. Kesik elyaf, stapel ve yapigkanli elyaf battaniyeleri,

E. Monokristal veya herhangi bir uzunluktaki polikristal pulcuklar;
F. Aromatik polyamit karigima.

"Film type integrated circuit"; "film tip entegre devre"(3), devre elemanlarinin ve yalitkan
tabaka tlizerinde kalin ya da ince film birikimiyle olusturulan metalik baglantilarin bir
dizisidir.

NOT: ‘Devre eleman1’: bir elektronik devrenin tek bir aktif veya pasif fonksiyonel parcasi;
diyot, transistor, direng, kapasitor vb.

"Fixed"; "sabit"(5) kodlama ya da sikistirma algoritmasinin harici olarak temin edilen
parametreleri kabul edememesi ve kullanici tarafindan degistirilememesidir.

"Flight control optical sensor array"; “ucgus kontrolu optik algilayici dizisi"(7), panoda isleme
icin ger¢ek zamanl ugus kontrol verisi temin etmek i¢in "lazer" 1sinlar1 kullanan optik
algilayici agidir.

"Flight path optimisation"; "ugus yolu optimizasyonu"(7), istenen gorevlerin performans veya
etkinligini maksimuma ¢ikarma esasli dort boyutlu (uzay ve zaman) yoriingeden sapmalari en
aza indiren bir yontemdir.

"Focal plane array"; "Odak diizlemi dizisi” (6), odak diizleminde ¢alisan disariya okuma
elektronigini i¢eren ya da icermeyen ayr1 detektdr unsurlarinin dogrusal ya da iki boyutlu
diizlemsel tabakalar1 veya diizlemsel tabakalarin kombinasyonudur.

NOT: Bunun, gecikme ve entegrasyonun eleman i¢inde ger¢eklesmemesi sartiyla,
tekli detektor ya da ikili, ii¢lii veya dortlii detektor grubunu igermesi tasarlanmis degildir



"Fractional bandwidth"; "ciizi bant genisligi" (3), yiizde orani olarak ifade edilen, merkez
frekansa boliinen "anlik bant genisligi"dir.

"Frequency hopping"; "frekans ziplamasi" (5), i¢inde tek bir iletisim kanalinin iletim
frekansina ait ayr1 asamalarin rasgele veya yari-rasgele dizisince degistirilecegi bir ¢esit
“yayilmis tayf tir.

"Frequency switching time"; "frekans anahtarlama siiresi"(3 5), se¢ilmis bir ¢ikt1 frekansindan
bir diger se¢ilmis ¢ikt1 frekansina anahtarlandiginda, bir sinyalin asagidakilere ulagsmak igin
aldi1g1 en uzun siiredir (yani gecikmedir).

A. Final frekansin 100 Hz icerisindeki bir frekans; Ya da
B. Final ¢ikt1 diizeyinin 1 dB igerisindeki bir ¢ikt1 diizeyi.

"Frequency synthesiser" ; "frekans sentezleyici" (3) daha az sayidaki standard (ya da ana)
frekans tarafindan kontrol edilen, iiretilen veya disiplin edilen bir ya da daha ¢ok ¢iktidan,
kullanilan gercek teknige bagli olmaksizin, simultane veya alternatif ¢ikt1 frekans gesitliligini
temin eden her tiirlii frekans kaynagi ya da sinyal {ireteci tiiriidiir.

"Full Authority Digital Engine Control" (“FADEC”); "tam yetkili dijital motor kontrolii" (7
9), yakit aliminin bagindan yakit kesilmesine kadar olan motor ¢aligma siiresi boyunca motor
itme kuvveti ¢iktisini diizenlemek icin gereken degiskenleri kontrol eden bir dijital
bilgisayardan faydalanan, gaz tlirbinli ya da birlesik devirli motor i¢in bir elektronik kontrol
sistemidir.

"Gas Atomisation"; “Gaz atomizasyonu” (1), metal alasimin eriyik akimim yiiksek basingh
gaz akimiyla 500 mikrometre veya daha az ¢apli damlaciklara azaltmak icin gerceklestirilen
bir islemdir.

"Geographically dispersed"; "Cografi olarak dagilmig"(6), her konumun digerinden herhangi
bir yonde 1,500 m’den uzak oldugu yerdir. Seyyar sensorler daima "Cografi olarak dagilmis"
olarak kabul edilmistir.

"Guidance set"; "Kilavuz takimi” (7), arag¢ ugus kontrol sistemlerine rotayi diizeltmek i¢in
hesaplayip komutlar gdndererek, ara¢ pozisyonunu ve hizini (yani rotasini) dlgme ve
hesaplama islemini biitiinleyen sistemlerdir.

"Hot isostatic densification"; "sicak izostatik yogunlasma"(2), kalip i¢indeki i¢ bosluklari
azaltmak veya yok etmek i¢in tiim yonlerde esit kuvvet yaratmak iizere, 375 K (102 C)’i asan
sicakliklarda kapali bir haznede ¢esitli ortamlarla (gaz, siv1, kat1 pargacikler vb.) basing
uygulama iglemidir.

"Hybrid computer” ; "hibrit bilgisayar" (4) asagidakilerin tiimiinii yapabilen ekipmandir:
A. Veriyi kabul etmek;

B. Hem analog ve hem de dijital gosterimlerde veriyi islemden gecirmek; Ve
C. Verinin ¢iktisin1 temin etmek.



"Hybrid integrated circuit"; "hibrit entegre devre" (3), belirli fonksiyonlar1 yerine getirmek
icin birbirine bagh ‘devre elemanlari’na ya da ‘ayr1 bilesenler’e sahip her tiirlii entegre devre
kombinasyonu ya da entegre devredir. Asagidakilere 6zelliklerin tiimiine sahiptir:

A. En azindan bir adet kiiciiltiilmemis cihaz igermek;

B. Tipik IC iiretim yontemi kullanan birbirine bagl olmak;
C. Bir parca olarak degistirilebilmek; Ve

D. Normalde sokiilmesi miimkiin olmamak.

NOT]1 : ‘Devre elemant’: bir elektronik devrenin tek bir aktif veya pasif fonksiyonel pargast;
diyot, transistdr, direng, kapasitor vb.
NOT?2 : 'Ayn bilesen': kendi dis baglantilariyla ayr olarak ambalajlanan bir ‘devre eleman1’.

"Image enhancement"; “Goriintii artirma” (4), zaman sikistirmasi, filtreleme, sec¢im,
korelasyon, kivrilma veya alanlar arasindaki dontigiimler (6rnegin hizli Fourier ya da Walsh
doniisiimii) gibi algoritmalarca harici olarak iiretilen bilgi-tagiyan goriintiilerin iglenmesidir.
Bu, ¢eviri, 6zellik ¢ikarma, kaydolma ya da hatali renklendirme gibi sadece tek bir
goriintliniin dogrusal ya da donel doniisiimiinii kullanan algoritmalari igermez.
"immunotoxin"; “imunotoksin”(1), tek hiicreli belirli monoklonal antikorun ve sadece
hastalikl hiicreleri etkileyen bir "toksin" ya da "toksin alt iinitesi’nin ¢iftidir.

"In the public domain"; “halka acik alan” (GTN NTN GSN), burada kullanildig: sekliyle,
daha fazla yayiminda kisitlamalar olmaksizin kullanima agik hale getirilen "teknoloji" ya da
"yazilim"dir (telif hakki kisitlamalar1 "teknoloji" ya da "yazilim"1 “halka acik alan” diginda
tutmaz).

"Information security"; "bilgi giivenligi” (4 5), aksakliklara kars1 korumas1 6ngoriilen vasita
ve fonksiyonlar digindaki, bilgi ya da iletisimin erisilirligi, mahremiyeti veya biitiinliigiinii
temin eden fonksiyonlardir. Bu "kriptografi"yi, “kriptanaliz”i, riskli yayilmalara kars1
korumay1 ve bilgisayar giivenligini kapsar.

NOT: ‘Kriptanaliz’: A¢ik metni i¢eren hassas veriler veya giivenilir degiskenler tiiretme
amaciyla, sifreli bir yazisal sistemin ya da onun girdi ve ¢iktilarinin analizi.

"Instantaneous bandwidth"; “anlik bant genisligi” (3 5 7) diger ¢calisma parametrelerinde
herhangi bir ayarlama olmaksizin ¢ikis giiciiniin 3 dB igerisinde sabit kaldig1 bant genisligidir.

"Instrumented range"; “Ol¢iim aralig1” (6), bir radarin belirtilen kesin gosterge araligidir.
"Insulation"; "yalitim"(9), bir roket motor bilesenlerinde -yani mahfaza, piiskiirtme ucu,
mahfaza kapamalarinda- uygulanir ve yalitici ya da refrakter malzemeyi igeren kiirlenmis
veya yari kiirlenmis kaucuk levha stogunu igerir. Ayrica gerginligi tahliye edici tabaka veya
kanatlar1 da icerebilir.

"Interconnected radar sensors"; “Baglantili radar algilayicilar1” (6), gercek zamanda veriyi
karsilikli degistiklerinde, iki ya da daha fazla radar algilayicisinin birbirine bagli olmasidir.
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"Interior lining"; “i¢ astarlama” (9), kat1 patlayici ile mahfaza veya yalitici astar arasindaki
baglayici arayiizey vazifesini goriir. Genellikle refraktor veya yalitict malzemenin sivi
polimer esasli bir dispersiyonu -6rnegin hidroksil u¢lu polibutadien (HTPB) veya kiirleme
maddeleri ilave edilmis bir bagka polimer- mahfaza i¢ yiizeyine pliskiirtiiliir veya siiriiliir.

"Intrinsic Magnetic Gradiometer"; (6) "Oz manyetik egim 6l¢iicii" ¢iktis1 manyetik alan
egiminin bir 6l¢iisii olan, bir tek manyetik alan egim algilama eleman1 ve buna bagl
elektronik elemanlardir.

NOT: Ayrica bakiniz "manyetik egim olgiicii ".

"Isolated live cultures"; "izole canli kiiltiir" (1) uykulu formda ve kuru hazirliktaki canl
kiiltiirleri kapsar.

"[sostatic presses"; "izostatik baskilar” (2), hazne i¢inde ¢alisilan malzeme {izerinde tiim
yonlerde esit kuvvet yaratmak iizere kapali bir haznede gesitli ortamlarla (gaz, siv1, kati
parcacikler vb.) basing uygulayabilen ekipmandir.

"Laser"; "lazer"(02 3 5 6 7 8 9), tahrik edilen radyasyon emisyonunca yiikseltilen uzay ve
zamanda tutarli 15181 ireten bilesenlerin toplamidir.

NOT: Ayrica bakiniz: "kimyasal lazer";
"Q-anahtarl lazeri”;

"Siiper yiiksek giiclii lazer";

"Transfer lazeri".

"Lighter-than-air vehicles"; "havadan hafif araclar"(9), yiikselmek icin sicak havaya ya da
helyum veya hidrojen gibi havadan hafif diger gazlara bagli olarak ¢alisan balonlar ve
zeplinlerdir.

"Linearity"; "dogrusallik"(2) (genellikle dogrusal olmama birimiyle dl¢iiliir), gergek
ozelliklerin (yliksek ve diisiik okumalarin ortalamasti), en yiiksek sapmay1 en aza indirmek ve
esitlemek lizere konumlandirilan diiz bir ¢izgiden pozitif ya da negatif en yiiksek sapmasidir.

"Local area network"; "yerel ag” (4), asagidaki 6zelliklerin tiimiinii kapsayan bir veri iletisim
sistemidir:

A. Bagimsiz “veri cihazlari’nin herhangi bir miktarinin birbiriyle dogrudan iletisim kurmasina
1zin verir; Ve

B. Belirli biiyiikliikte bir cografi alanla sinirlidir (6rnegin ofis binasi, tesis, kampus, depo).
NOT: “Veri Cihaz1’ dijital bilgi siralarini1 gonderebilen veya alabilen ekipmandir.

"Magnetic Gradiometers"; "manyetik egim Olgiiciiler"(6), alet disindan kaynaklanan manyetik
alanlari uzaydaki degisimini tespit etmek i¢in tasarlanan aletlerdir. Ciktis1 manyetik alan

egiminin bir 6l¢iisii olan ¢oklu "manyetometre” ve buna bagl elektroniklerden olusur.

NOT: Ayrica bakmiz "Oz manyetik egim 6lciicii".
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"Magnetometers"; "manyetometreler”(6), alet disindan kaynaklanan manyetik alanlar1 tespit
etmek icin tasarlanan aletlerdir. Ciktis1 manyetik alanin bir 6l¢iisii olan tek bir manyetik alan
algilama eleman1 ve buna bagh elektroniklerden olusur.

"Main storage"; "ana bellek"(4), bir merkezi islem birimiyle ¢cabuk erigim i¢in veri ya da
talimatlarin 6ncelikle depolandig1 bellektir. Bir "dijital bilgisayar" ve 6nbellek veya sirasiz
erisilen genigletilmis bellek gibi onun hiyerarsik uzantisinin i¢ hafizasindan olusur.
"Materials resistant to corrosion by UF¢"; “UF¢ korozyonuna dayanikli malzeme” (0), ayirma
isleminin tipine gore, bakir, paslanmaz ¢elik, aliiminyum, aliiminyum alagimlari, aliiminyum
oksit, nikel ya da agirlik¢a yiizde 60 veya daha fazla UF¢’ya dayanikli florlanmis hidrokarbon
polimerleri ve nikel iceren alagimlar olabilir.

"Matrix" ; "matris" (1 2 8 9), pargacik, plaka ya da lifler arasindaki boslugu dolduran esas
itibariyle kesintisiz bir evredir.

"Measurement uncertainty"; "Olcii belirsizligi" (2), ¢ikt1 degerinin, dlciilebilir degiskenin
dogru degerinin % 95°lik bir giivenilirlik diizeyi ¢cevresinde hangi aralikta bulundugunu
gosteren karakteristik bir parametredir. Diizeltilmemis sistemli sapmalari, diizeltilmemis geri
tepmeyi ve rasgele sapmalari igerir.(ref. [ISO 10360-2, veya VDI/VDE 2617).

"Mechanical Alloying"; “mekanik alasimlagma” (1), mekanik darbeyle elementsel ve esas
alagim tozlariin baglanmasi, kirilmasi ve yeniden baglanmasindan kaynaklanan alagim
yapma islemidir. Metalik olmayan pargaciklar uygun tozun eklenmesiyle alasimda yer
alabilir.

"Melt Extraction"; “Eriyik ekstraksiyonu” (1), donen sogutulmus blogun kisa bir par¢asinin
erimig metal alagim banyosu i¢ine daldirilmastyla ‘siiratle katilagtirma’ ve serit seklinde
alasim tiriinli elde etme islemidir.

NOT: ‘Siiratle katilastirma’: erimis maddenin 1,000 K/s iizerinde hizla soguyarak katilasmasi.
"Melt Spinning"; “Eriyik biikiimii” (1), erimis metal akiminin dénen sogutulmus bloga
carpmasiyla pulcuk, serit veya ¢ubuk seklinde {iriin olusturarak ‘siiratle katilagtirma’
islemidir.

NOT: ‘Siiratle katilagtirma’: erimis maddenin 1,000 K/s iizerinde hizla soguyarak katilagmasi.
"Microcomputer microcircuit"; "mikrobilgisayar mikrodevre" (3), bir i¢ hafizadan alinan
genel amagli talimatlari i¢ hafizada bulunan veriler {izerinde yerine getirebilen bir aritmetik
mantik birimi (ALU) igeren “monolitik entegre devre” veya “multi-¢ip entegre devre”dir.
NOT: I¢ hafiza bir dis hafizayla artirilabilir.

"Microprocessor microcircuit"; "mikroislemci mikrodevre"(3), bir dis hafizadan alinan bir seri
genel amaglh talimati1 yerine getirebilen bir aritmetik mantik birimi (ALU) igeren “monolitik

entegre devre” veya “multi-¢ip entegre devre”dir.

NOT 1: Cip tizerindeki hafiza mantiksal fonksiyonunu yerine getirmek i¢in kullanilabilirken,
"mikroislemci mikrodevre", normalde kullanicinin erigebilecegi hafizaya sahip degildir.



NOT 2: Bu, "mikroislemci mikrodevre"nin fonksiyonunu saglamak i¢in bir arada ¢aligmak
iizere tasarlanan ¢ip takimlarin kapsar.

"Microorganisms"; "mikro organizmalar” (1 2), izole canli kiiltiir formunda veya bu tiir
kiiltiirle kasten karigtirilmis ya da agilanmis canli malzeme igeren malzeme olarak dogal,
gelistirilmis veya degistirilmis, bakteriler, viriisler, mikoplazmalar, riketsia, klamidya ya da
fungidir.

"Missiles"; "fiizeler” (1 3 6 7 9), en az 300 km'lik bir menzile en az 500 kilogramlik yiikii
tagiyabilen tam roket sistemleri ve havadaki insansiz arag sistemleri.

"Monofilament"; "monofilament" (1) ya da filament, liflerin genellikle birka¢ mikrometre
captaki en kii¢lik unsuru.

"Monolithic integrated circuit"; "monolitik entegre devre" (3), pasif ya da aktif devre
elemanlarinin ya da her ikisinin asagidakileri 6zelliklere sahip bir kombinasyonudur:

A. ‘¢ip’ ad1 verilen tek bir yar1 iletken malzeme parcasindaki diflizyon islemi, implantasyon
islemi veya biriktirme islemiyle olusur.

B. Boliinmez sekilde birlestirilmis olarak ele alinabilir; Ve

C. Bir devrenin fonksiyonunu yerine getirir.

NOT: ‘Devre elemani’: bir elektronik devrenin tek bir aktif veya pasif fonksiyonel parcast;
diyot, transistor, direng, kapasitor vb

"Monospectral imaging sensors"; “Tek tayfli gdsterme sensorleri” (6), ayr bir tayf bandindan
veriyi gosterebilir.

"Multichip integrated circuit"; "multi¢ip entegre devre"(3), bir ana "tabaka"ya bagli olan iki
ya da daha fazla "monolitik entegre devre" anlamina gelir.

"Multi-data-stream processing"; "Coklu veri akimi islenmesi” (4), bir ya da daha fazla talimat
siras1 kontrolii altindaki iki ya da daha fazla veri sirasinin ayni anda iglenmesine izin

veren ‘mikroprogram’ ya da ekipman mimari teknigidir. Bu gorevlerini asagidaki sekilde
yerine getirirler:

A. Tek talimatla ¢oklu veri (SIMD) mimarileri -vektdr islemciler gibi-;

B. Coklu tek talimatla ¢coklu veri (MSIMD) mimarileri;

C. Coklu talimatla ¢oklu veri (MIMD) mimarileri -sikica eslesen, yakindan eslesen, veya
gevsekee eslesenler-;

D. Sistolik siralar1 da igeren, islemci elemanlarin yapisal siralari

NOT: ‘Mikroprogram’, giris kaydinca referans talimatinin girilmesiyle ¢alistirilmasi1 baglayan
ve 0zel bir bellekte muhafaza edilen bir seri temel talimat anlamina gelir.

"Multispectral imaging sensors"; “Cok tayfli gosterme sensorleri” (6), iki veya daha fazla ayr
tayf bandindan veriyi es zamanli veya seri olarak gosterebilir. Yirmiden fazla ayn tayf banda
sahip sensorler bazi durumlarda hiper-tayfli gosterme sensdrleri olarak adlandirilir.



"Natural uranium"; "dogal uranyum"(0), tabiatta meydana gelen izotoplarin karigimlarini
iceren uranyumdur.

"Network access controller"; "ag erisim kontrolorii"(4), dagitilan bir anahtarlama agina olan
bir fiziksel ara yiizeydir. fletim icin ayn1 "dijital aktarma hizi”nda bir ¢6ziim (6rnegin simge
veya tastyict duyu ) kullanarak isleyen ortak bir ortam kullanir. Digerlerinden bagimsiz
olarak, onu adresleyen veri paketleri ya da veri gruplarini secer (6rnegin IEEE 802). Iletisim
erisimini temin etmek icin bilgisayar ya da telekomiinikasyon ekipmanina entegre olabilen bir
cihazdir.

"Neural computer"; "sinirsel bilgisayar"(4), bir néron ya da ndéron toplulugunun davranigini
taklit etmek i¢in tasarlanan veya degistirilen bir bilisim cihazi; yani donaniminin, 6nceki
veriye dayali bilisim bilesenlerinin cesitliligi arasindaki baglantilarinin agirlik ve sayilarim
degistirebilme yetenegiyle ayrilan bilisim cihazi.

"Noise level"; “Gtiriiltii seviyesi” (6), gii¢ tayf yogunluguyla dl¢iilen elektrik sinyalidir.
Tepeden tepeye ifade edilen“Giriiltii seviyesi” arasindaki iligki 82pp = 8N,(f>-f1) olarak
verilmistir. Burada S, sinyalin tepeden tepeye degeri (6rnegin nanotesla), N, gii¢ tayf
yogunlugu (6rnegin (nanotesla)®/Hz), ve (f;-f}) s6z konusu bant genisligidir.

"Nuclear reactor"; "niikleer reaktor” (0), reaktor kabi igerisindeki veya ona dogrudan bagl
parcalar, ¢ekirdekteki gii¢ diizeyini kontrol eden ekipman ve normalde reaktor ¢ekirdeginin
birincil sogutucusunu iceren, kontrol eden veya onunla dogrudan temasta bulunan
bilesenlerdir.

"Numerical control"; "numerik kontrol"(2), genellikle caligma ilerlerken girilen numerik
veriden yararlanan bir cihaz tarafindan yapilan bir iglemin otomatik kontroliidiir.(ref. ISO
2382).

"Object code"; "Nesne kodu"(9), programlama sistemince degistirilmis olan bir ya da daha
cok iglemin ("kaynak kodu"(kaynak dil)) uygun bir ifadenin ekipmanca calistirilabilen
formudur.

"Optical amplification"; "optik amplifikasyon" (5), optik iletisimde, ayr1 bir optik kaynak
tarafindan {iretilen optik sinyallerin bir alimini elektrik sinyaline doniistiirmeksizin veren bir
yiikseltme teknigidir; yani, yar1 iletken optik amplifikatorler, optif fiber luminesan
amplifikatdrler.

"Optical computer"; "optik bilgisayar" (4), veriyi gostermek i¢in tasarlanan veya modifiye
edilen ve bilisimsel mantik elemanlar1 dogrudan eslenik optik cihazlar esas alan bir
bilgisayardir.

"Optical integrated circuit"; "optik entegre devre" (3), bir fotosensor (foto algilayici) veya
fotoemitor (foto-yayici) olarak ¢alismak iizere ya da optik ya da elektro-optik fonksiyonu/lari
yerine getirmek iizere tasarlanan bir ya da daha fazla parcay1 iceren bir "monolitik entegre
devre" ya da "hibrit entegre devre"dir.

"Optical switching"; "optik anahtarlama" (5), optik formdaki sinyalleri elektrik sinyaline
doniistiirmeksizin anahtarlanmasi ya da yonlendirilmesidir.



"Overall current density"; "kapsamli akim yogunlugu” (3), bobindeki toplam amper-tur
say1isinin (yani her sarimla taginan maksimum akimla, sarim sayisinin toplaminin ¢arpimi)
bobinin toplam kesit alanina boliimiidiir (siiperiletken filamanlari, siiperiletken filamanlarin
icine yerlestirildigi metalik matrisi, her tiirlii sogutma kanallarini, kapama malzemesi vb.ni
igerir).

"Participating state"; "katilimci devlet" (7 9) Wassenaar Diizenlemesi’nde yer alan bir
devlettir (Wwww.wassenaar.org’a bakiniz).

"Peak power"; "Tepe gii¢" (6), joule olarak darbe basina enerjinin, saniye cinsinden darbe
siiresine boliimiidiir.

"Personalized smart card"; "kisisel akilli kart"(5), belirli bir uygulama i¢in programlanan ve
bir bagka uygulama i¢in kullanici tarafindan yeniden programlanamayacak bir mikrodevre
igeren akilli bir karttir.

"Power management"; "giic yonetimi"(7), yiiksekligi tespit etmek icin, "hava tagit1"
yliksekliginde alinan giicii her zaman gerekli en diisiik seviyede olacak sekilde altimetre
sinyalinin iletilen giiclinli degistirmek anlamina gelir.

"Pressure transducers"; "basing doniistiiriiciileri"(2), basing 6l¢limlerini bir elektrik sinyaline
doniistiiren cihazlardir.

"Previously separated"; "6nceden ayrilmis olan” (0 1), kontrollii izotopun konsantrasyonunu
artirmasi ongoriilen herhangi bir islemin uygulamasi anlamina gelir.

"Primary flight control"; "Birincil ugus kontrolii” (7), kuvvet/moment lireticileri -yani
aerodinamik kontrol yiizeyleri veya itici tahrik vektorleri- kullanarak "hava tagiti"nin
duraganlik ya da manevra kontrolii anlamina gelir.

"Principal element"; “Asli unsur"(4), Kategori 4’de kullanildig1 sekliyle, degistirme degeri,
unsuru oldugu sistemin toplam degerinin %35’ inden fazla oldugundaki bir "asli unsur"dur.
Unsur degeri, sistemin imalat¢ist ya da sistem integratorii tarafindan unsur i¢in 6denen
fiyattir. Toplam deger, imalat noktasinda ya da sevkiyatin gerceklestirilmesinde iligkisiz
taraflara normal uluslararasi satig fiyatidir.

"Production"; "Uretim" (GTN NTN All), insa, iiretim miihendisligi, imalat, entegrasyon,
montaj (monte etme), muayene, test etme, kalite giivence gibi tiim liretim evreleridir.

"Production equipment"; "liretim ekipmani" (1 7 9), "iiretim"in bir ya da daha ¢ok evresi i¢in
veya "gelisme" i¢in 6zellikle tasarlanan veya modifiye edilenlerle sinirh aletler, sablonlar,
mastarlar, mandreller, kaliplar, kalip basliklari, baglant1 elemanlari, diizenleme
mekanizmalari, deney ekipmani, diger makine ve bilesenlerdir.

"Production facilities"; "iliretim vasitalar1"(7 9), "gelisme" ya da'"iiretim"in bir daha ¢ok evresi
icin tesisatlara entegre edilen ekipman ve 6zellikle tasarlanan yazilimdir.

"Programme"; "program"(2 6), bir islemi ger¢eklestirmek icin, bir elektronik bilgisayarin
calistirabildigi bir formda olan ya da o forma doniistiiriilebilen bir talimat siras1 anlamina
gelir.



"Pulse compression"; "darbe sikistirmasi"(6), uzun siireli radar sinyal darbesinin, yliksek
darbeli enerjinin faydalarini siirdiiriirken kisa bir siireye kodlama ve iglenmesidir.

"Pulse duration"; "darbe siiresi"(6), Tam Genlik Yar1 Siddet (FWHI) seviyelerinde 6l¢iilen
"lazer" darbesinin siiresidir.

"Quantum cryptography"; "kuantum kriptografi" (5), fiziksel sistemin kuantum mekanik
Ozelliklerini Olgerek "kriptografi" i¢in paylasilmis anahtarin olusturulma tekniklerinin bir
ailesidir (kuantum optigi, kuantum alan kurami veya kuantum elektrodinamigi tarafindan
acikca yonlendirilen fiziksel 6zellikler dahil).

"Q-switched laser"; "Q-anahtarli lazer” (6), i¢inde enerjinin optik rezonatdrde depolanip
ardindan bir darbede yayildigi bir "lazer"dir.

"Radar frequency agility"; "radar frekans ¢evikligi"(6), sdzde rasgele seri icinde, darbeler ya
da darbe gruplar1 arasinda darbeli radar aktaricinin tasiyici frekansini darbe bant genisligine
esit veya daha biiyiik bir miktarda degistiren her tiirlii tekniktir.

"Radar spread spectrum"; "radar yaygin tayf"(6), nisbeten dar frekans bantiyla ¢ok daha genis
frekans bantlarinda rasgele veya so6zde-rasgele kodlama kullanarak, bir sinyalden kaynaklanan
enerjiyi yaymak i¢in her tiirlii modiilasyon teknigidir.

"Real-time bandwidth"; “Gercek zamanli bant genisligi” (2 3) -"dinamik sinyal analizorleri”
icin-, analizOriin, giris verilerinin analizinde herhangi bir siireksizlige yol agmadan y1gin
depolama veya gosterme icin ¢ikt1 verebilen en genis frekans araligidir. Birden fazla kanalli

analizorlerde, en genis “gercek zamanlh bant genisligi’ni veren kanal konfigiirasyonu
hesaplamay1 yapmak {izere kullanilabilir.

"Real-time processing "; “Gergek zamanli igleme” (6 7), dig kaynakli bir olay tarafindan
tesvik edildiginde sistemin yiikii ne olursa olsun garanti edilen bir tepki siiresinde mevcut
kaynaklarin fonksiyonu olarak gerekli hizmet diizeyini temin ederek bir bilgisayar sistemince
temin edilen verinin islenmesidir.

"Required"; "Gerekli" (GTN 1-9), "teknoloji" ya da "yazilim"da kullanildiginda, "teknoloji"
ya da "yazilim"n, kontrollil performans diizeylerini, 6zelliklerini veya fonksiyonlarin
genisletmek ya da yerine getirmek i¢in 6zellikle sorumlu olan kismina verilen addir.

Bunun gibi "gerekli" "teknoloji" ya da "yazilim", farkli {iriinlerce paylasilmis olabilir.

"Resolution"; "¢oziiniirliik" (2) bir 6l¢lim cihazinin en diisiik artisi; dijital aletlerde en diisiik
oneme sahip bit anlamina gelir. (ref. ANSI B-89.1.12).

"Robot"; "robot"(2 8), araliksiz bir giizergah ya da noktadan noktaya tiirde olabilen, sensorleri
kullanabilen ve asagidaki tiim 6zelliklere sahip olan bir ¢alistirma mekanizmasidir:

A. Cok fonksiyonluluk;

B. Malzemeleri, boliimleri, araglar1 veya 6zel cihazlan ii¢ boyutlu uzayda konumlandirabilme
veya yonlendirebilme;

C. Step-motorlar1 igerebilen, ii¢c ya da daha fazla kapali ya da agik dongii servo cihazlar
birlestirme; Ve



D. Ogret/tekrarla yontemi aracihigiyla ya da programlanabilir mantik kontroldrii olabilen bir
elektronik bilgisayar araciligtyla, yani mekanik miidahale olmaksizin, "kullanici tarafindan
erisilebilir programlanabilirlik"e sahip olma.

NOT: Yukaridaki tanim agagidaki cihazlar1 kapsamaz:
1. Sadece el ile/ teleoperatorle kontrol edilebilen yonlendirme mekanizmalar;

2. Mekanik olarak sabitlenen programlanmig devinimlere gore otomatik hareket eden, sabit
seri yonlendirme mekanizmalar1. Program, pimler veya kamalar gibi sabit stoperlerce
mekanik olarak kisithidir. Devinim siralar1 ve giizergah ya da agilarin secilisi, degisken veya
mekanik, elektronik veya elektriksel yollarla degisebilir degildir.

3. Mekanik olarak sabit programli devinimlere gore ¢alisan otomatik hareketli cihazlar olan
mekanik kontrollii degisken seri yonlendirme mekanizmalari. Program, pimler veya kamalar
gibi sabit, ancak ayarlanabilir stoperlerce mekanik olarak kisitlidir. Devinim siralari ve
glizergah ya da acilarin segilisi, sabit program sekli icerisinde degiskendir. Bir veya daha fazla
devinim ekseninde, program seklindeki degisiklikler (6rnegin pimler veya kamalarin
degisimleri) sadece mekanik iglemler yoluyla gerceklestirilir.

4. Mekanik olarak sabit programli devinimlere gore ¢alisan otomatik hareketli cihazlar olan
servo-dis1 kontrollii degisken seri yonlendirme mekanizmalari. Program degiskendir, ancak
sira sadece mekanik olarak sabitlenen elektrikli ikili tertibatlar veya ayarlanabilir stoperlerden
gelen ikili sinyal tarafindan gergeklestirilir.

5. Depolama kutularinin dikey diizeninin entegre boliimii olarak imal edilen ve depolama ya
da geri alim kutularinin igeriklerine erismek {izere tasarlanan Kartezyen koordinat
yonlendirme sistemleri olarak tanimlanan y1gili vingler.

"Rotary atomisation"; "doner atomizasyon" (1), bir eriyik metal akimin1 ya da havuzunu, 500
mikrometre veya daha az ¢aptaki damlaciklara merkezkag kuvvetle diisiirmek igin bir
islemdir.

"Roving"; “Halat” (1), yaklasik olarak paralel ‘kordon’larin bir tomaridir (tipik olarak 12 —
120 adet).

NOT: ‘Kordon’, yaklasik olarak paralel diizenlenen (tipik olarak 200’iin iizerinde)
"monofilament"lerin bir tomaridir.

"Run-out"; “Si1zma”(2) (dogru ¢aligma diginda olma), mil eksenine dik bir diizlemde, test
edilecek olan i¢ ya da dis donen yiizeydeki bir noktada 6l¢iilen ana milin bir devrindeki radyal
degisimdir (Referans: ISO 230/1 1986, paragraf 5.61).

"Scale factor"; "6l¢ii katsayisi” (7) (gyrometre ya da akselerometre), 6l¢iilmesi dngériilen
girdideki degisimin ¢iktidaki degisime oramidir. Olgii katsayis1 genellikle Girdiyi girdi aralig
boyunca periyodik olarak degistirerek elde edilen girdi-cikt1 verisine en diisiik kareler (least
squares) yontemiyle uydurulan diiz ¢izginin egimi olarak degerlendirilir

"Settling time"; "yerlesim zaman1" (3), konvertoriin, herhangi iki diizey arasinda
anahtarlandiginda, son degerin bir buguk biti igerisinde ¢iktinin olugmasi i¢in gerekli siiredir.



"SHPL", "siiper yiiksek giiclii lazer"le esdegerdir.

"Signal analysers"; “Sinyal analizorleri” (3), ¢ok-frekansli sinyallerin tek frekanslh
bilesenlerinin temel 6zelliklerini 6l¢iip gosterebilen aygittir.

"Signal processing"; "sinyal isleme” (3 4 5 6), ), zaman sikigtirmasi, filtreleme, ¢ikarim,
secim, korelasyon, kivrilma veya alanlar arasindaki doniistimler (6rnegin hizli Fourier ya da
Walsh dontigiimii) gibi algoritmalarca harici olarak {iiretilen bilgi-tasiyan sinyallerin
islenmesidir.

"Software"; "yazilim" (GSN All) her tiirlii somut ifade ortaminda sabitlenmis olan bir ya da
daha fazla "program”n ya da “mikroprogram”in toplama.

NOT: “Mikroprogram”,referans talimatinin talimat kayit aygitina girilmesiyle ¢aligmasi
baslayan ve 6zel bir depolama ortaminda muhafaza edilen bir temel talimat sirasidir.

"Source code"; "Kaynak kodu" (ya da kaynak dil) (4 6 7 9), bir programlama sistemiyle
ekipmanla calistirilabilir bigime ("nesne kodu" (ya da nesne dili)). doniistiiriilebilen bir ya da
daha ¢ok islemin uygun bir ifadesidir.

"Spacecraft"; "uzay arac1” (7 9), aktif ve pasif uydular ve uzay sondalaridir.

"Space qualified"; "uzay nitelikli” (3 6), 100 km ya da daha fazla yiiksekliklerde calisan
uydular ya da yiiksek irtifa ugus sistemlerinin firlatma ve konuslanmasinda kullanmak icin
0zel elektriksel, mekanik ya da ¢evresel gereksinimleri kargilamak {izere tasarlanan, imal
edilen ve test edilen {irtinlere verilen addir.

"Special fissile material"; "6zel boliinebilir malzeme"(0), plutonyum 239, uranyum 233, “235
veya 233 izotoplarinca zenginlesmis uranyum” ve bunlari igeren her tiirlii malzeme.
"Specific modulus"; "6zgiil moduli" (0 1 9), pascal (N/m?) cinsinden Young's modulinin
((296 +2) K ((23 + 2)°C) sicaklikta ve % (50 + 5) bagil nemde olgiilen dzgiil agirhiga (N/m3
cinsinden) boliimiidiir.

"Specific tensile strength"; "6zgiil cekme mukavemeti” (0 1 9), pascal (N/m?) cinsinden son
¢ekme mukavemetinin ((296 + 2) K ((23 + 2)°C) sicaklikta ve % (50 + 5) bagil nemde 6lgiilen
6zgiil agirliga (N/m’ cinsinden) bélimiidiir.

"Splat Quenching"; “Sigramali tavlama” (1), erimis metal akiminin sogutulmus blok iizerine
carpip pulcuk tiirii bir {irlin olusturarak ‘stiratli katilagtirma’ islemidir.

NOT: ‘Siiratle katilastirma’: erimis maddenin 1,000 K/s iizerinde hizla soguyarak katilagmasi.

", cc

"Spread spectrum"; “yaygin tayf” (5), nisbeten dar bant iletisim kanalinin ¢ok daha genis bir
enerji tayfina yayildigindaki tekniktir.

"Spread spectrum radar”; "yaygin radar tayf"(6) i¢in "radar yaygin tayf"a bakiniz.



"Stability"; “kararlilik”(7) kararl sicaklik kosullar1 altinda 6l¢iilen kalibre edilmis degerinden
belirli bir parametrenin degisiminin standart sapmasi (1 sigma) anlamina gelir. Bu, zamanin
bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir.

"States (not) Party to the Chemical Weapon Convention"; “Kimyasal Silah Konvansiyonuna
Taraf Olan (Olmayan) Devletler” (1), Kimyasal Silahlarin Gelistirilmesi, Uretimi,
Depolanmas1 Ve Kullanimimin Onlenmesi Konusundaki Konvansiyonun yiiriirliige
gir(me)digi devletlerdir (www.opcw.org ’a bakiniz.).

"Substrate"; “tabaka” (3), temel malzemenin, igerisine ya da lizerine ayr1 bilesenler, entegre
devreler veya her ikisinin yerlestirilebildigi, karsilikli baglanti bigimine sahip olan ya da
olmayan bir levhasidir.

NOT 1 : 'Ayr bilesen': kendi dig baglantilariyla ayri olarak ambalajlanan bir ‘devre eleman1’.
NOT 2 : ‘Devre eleman1’: bir elektronik devrenin tek bir aktif veya pasif fonksiyonel parcasi;
diyot, transistor, direng, kapasitor vb.

"Substrate blanks"; “bos tabakalar” (6), aynalar ya da optik pencereler gibi optik unsurlarin
iiretimi i¢in uygun boyutlardaki monolitik bilesenlerdir.

"Sub-unit of toxin"; "toksin alt birimi” (1), biitlin "toksin"in yapisal ve iglevsel olarak ayr1 bir
bilesenidir.

"Superalloys"; “siiper alasimlar” (2 9), ug ¢evresel ve isletme sartlar1 altinda 922 K (649°C)’in
iistiindeki sicakliklarda AISI 300 serisindeki alasimlarin herhangi birinin tizerinde
mukavemetlere sahip nikel, kobalt ya da demir esasl1 alagimlaridir.

"Superconductive"; “super iletken” (1 3 6 8), elektrik direncini kaybedebilen tiim metaller,
alagimlar veya bilesenler; bir bagka deyisle, sinirsiz elektriksel iletkenlige erisebilen ve Joule
1sitma olmaksizin ¢ok biiyiik elektriksel akim tastyabilen malzemelerdir.

NOT: Bir maddenin "siiperiletken" durumu “kritik sicaklik”, sicakligin bir fonksiyonu olan
kritik manyetik alanla ve hem manyetik alanin hem de sicakligin fonksiyonu olan kritik akim
yogunluguyla ayr1 ayri1 karakterize edilir.

"Super High Power Laser"; "Siiper yiiksek giiclii lazer" ("SHPL") (6), 50 ms i¢inde 1 kj’ii
asan (toplam ya da kismi) ¢ikis enerjisi verebilen veya 20 kW’1 agan Ortalama ya da CW giice
sahip bir "lazer"dir.

"Superplastic forming"; “sliperplastik olusumu” (1 2), normalde uzanimin kirilma
noktasindaki diisiik degerlerince (%20’den daha az) karakterize edilen ve isleme sirasinda bu
degerlerin en az iki kat1 olan uzanimlar1 elde etmek iizere oda sicakligindaki konvansiyonel
¢ekme mukavemeti testiyle bu degeri belirlenen metaller i¢in, 1s1 kullanan bir deformasyon
islemidir.

"Symmetric algorithm"; “simetrik algoritma” (5), hem sifreleme hem de sifre ¢cdzme i¢in
0zdes bir anahtar kullanan kriptografik (sifre yazisal) bir algoritmadir.

NOT : “Simetrik algoritma”nin genel bir kullanim bigimi, veri mahremiyeti(gizliligi)dir.



"System tracks"; “Sistem izleri” (6), Hava Trafik Kontrolii merkez kontrolorlerine agik
islenmis, iliskilendirilmis (radar hedef verisinin ucus plan1 pozisyonuyla birlesmesi) ve
glincellenmis hava tasit1 ugus pozisyon raporudur.

"Systolic array computer"; “sistolik diizen bilgisayar”(4), verinin akis ve degisikliginin
kullanici tarafindan mantik gegidi diizeyinde dinamik sekilde kontrol edilebilir oldugu bir
bilgisayardir.

"Tape"; "Serit"(1), genellikle regineyle dnceden agilanan, birbirine ge¢mis ya da tek yonli
"monofilamentler" den, “kordonlar” dan, "halatlar"dan, "kitik” ya da "iplikler”den yapilan
malzemedir.

NOT: ‘Kordon’, yaklasik olarak paralel diizenlenen (tipik olarak 200’iin iizerinde)
"monofilament"lerin bir tomaridir.

"Technology"; "Teknoloji" (GTN NTN All), iirtinlerin "gelistirilme"si, "liretim"i ya da
"kullanim"1 igin gerekli belirli bilgidir. Bu bilgi ‘teknik bilgiler’ ya da ‘teknik yardim’
formunu alir.

NOT 1: ‘Teknik yardim’, talimatlar, yetenekler, egitim, ¢alisma bilgisi ve danigmanlik
hizmetleri gibi bigimlerde olabilir ve ‘teknik veri’nin transferini igerebilir.

NOT 2: 'Teknik veri', disk, teyp, sadece okunabilen hafizalar (ROM) gibi diger ortam ya da
cihazlar iizerine yazilan veya kaydedilen ozalit, plan, diyagramlar, modeller, formiiller,
tablolar, miithendislik tasarimlar1 ve sartnameler, el kitaplar1 ve talimatlar gibi formlarda
olabilir.

"Tilting spindle"; “egilme mili” (2), isleme sirasinda bir baska eksene gore merkez hattinin
acisal konumunu degistiren alet kavrama milidir.

"Time constant"; "zaman sabiti” (6), son degerin 1-1/e katina (yani son degerin %63 ’line)
ulagmak i¢in gecerli artis i¢in 151k uyarisinin uygulanmasinin aldigi zamandir.

"Total control of flight"; " toplam ugus kontrolii" ( 7), hedefler, hasarlar ve “hava tasiti”’yla
ilgili diger gercek zamanh degisimlere cevap vererek gérev amaglarini saglayacak “hava
tasiti” durum degiskenlerinin ve ucus giizergahinin otomatik kontroliidiir.

"Total digital transfer rate"; "toplam dijital aktarma hizi (5), dijital iletim sistemindeki
karsilikli ekipmanlar arasinda birim zaman bagina génderilen bit sayisidir (satir kodlamasi
dahil).

NOT: Ayrica bakiniz "dijital aktarma orani”.

"Tow"; "kitik" (1) genellikle yaklasik olarak paralel olan "monofilamentler"in bir kiimesidir.
"Toxins"; "toksinler” (1 2), "mikro organizmalar”mn patolojik 6rnekleri, tahillari, yiyecekleri
veya tohum stoklar1 gibi diger malzemelerin safsizliklar1 olarak mevcut olanlar toksinler

disindaki, nasil iiretilirse {iretilsin kasten izole hazirlik veya karigim formlarindaki
toksinlerdir.



"Transfer laser"; "transfer lazeri" (6), i¢inde leyzing tiirlerin, leyzing olmayan atom ya da
molekiiliin bir leyzing olmayan atom veya molekiille ¢arpismasiyla ¢ikan enerjinin
transferiyle tahrik edildigi bir lazerdir.

"Tunable"; “ayarlanabilir” (6), bir "lazer"in, pekcok "lazer" gecisinin tiim dalga boylarinda
araliksiz bir ¢ikt1 tiretme yetenegidir. Hat secebilen bir “laser”, bir "lazer" ge¢isi i¢inde ayri
dalgaboylarini iiretir ve “ayarlanabilir” kabul edilmez.

"Unmanned Aerial Vehicle"; "Insansiz hava arac1" ("UAV") (9), kontrolde herhangi bir insan
bulunmaksizin ugusu baslatabilecek ve kontrollii ugus ve seferi siirdiirebilecek her tiirlii hava
tasitidir.

"Uranium enriched in the isotopes 235 or 233"; “235 ya da 233 izotoplarinda zenginlestirilen
Uranyum” (0), bu izotoplarin toplaminin 238 izotopuna bolluk oraninin, izotop 235’in izotop
238’e tabiatta bulunan oranindan (izotopic oran % 0.71) daha fazla oldugu bir miktarda 235
ya da 233 izotoplarini veya her ikisini iceren uranyumdur.

"Use"; "kullanim" (GTN NTN All), isletme, montaj (sahada montaji1 igeren), bakim (kontrol),
tamir, revizyon ve yenilemedir.

"User accessible programmability"; "kullanici tarafindan erisilebilir programlanabilirlik" (6),
asagidakiler disindaki yollarla, bir kullanicinin "programlar™ ekleme, diizeltme ya da
degistirmesine izin veren bir imkandir:

A. Elektrik tertibadi ya da karsilikli baglantilardaki bir fiziksel degisim; Ya da
B. Parametrelerin girigini iceren kontrol fonksiyonlarinin ayarlanmasi.

"Vaccine"; "as1" (1) yoneltildigi hastalig1 engellemek icin insan veya hayvanlardaki koruyucu
immunological tepkiyi gelistirmesi ongoriilen, imalat ya da kullanim iilkesinin diizenleyici
otoritelerinden pazarlama ya da kliniksel deneme yetkisi almis olan veya lisanslanmig olan
ecza formiilasyonuna sahip bir eczacilik tirtiniidiir.

"Vacuum Atomisation"; "vakum atomizasyon" (1), ¢0zlinen gazin vakuma maruz birakilmasi
sirasinda hizli gelisimiyle, metalin eriyik akimini1 500 mikrometre veya daha az caph
damlaciklara azaltmak i¢in gergeklestirilen bir iglemdir.

"Variable geometry airfoils"; "degisken geometrili kanat profili”’(7), ucus sirasinda pozisyonu
kontrollii olabilen arka kenar flaplar1 veya kanat¢iklarinin, 6n latalar veya eksenel ucun
kullanimidir.

"Yarn"; "iplik" (1) bir biikiilmiis kordon &begidir.

NOT: ‘Kordon’, yaklasik olarak paralel diizenlenen (tipik olarak 200’{in {izerinde)
"monofilament"lerin bir tomaridir.



KONTROLE TABi URUNLER LIiSTESI

Asagida sunulan liste, iilkemizin taraf bulundugu Wassenaar Diizenlemesi, Fiize Teknolojileri
Kontrol Rejimi, Niikleer Tedarik¢iler Grubu, Avusturalya Grubu ve Kimyasal Silahlar
Sozlesmesi tarafindan kontrole tabi tutulan ¢ift kullamimli malzemelerin biraraya
getirilmesiyle olusturulmustur. S6zkonusu liste {izerinde yer alan tiim malzemelerin ihracati
icin ilgili Kurumdan izin alinmasi gerekmektedir.

Kontrol Listesi
GENEL NOTLAR

1. Askeri kullanim i¢in tasarlanmis veya uyarlanmis malzemelerin kontrolii i¢in, Milli
Savunma Bakanligi tarafindan yayimlanan kontrol listesine bakiniz. Bu Ekteki referanslar i¢in
“AYRICA ASKERI MALZEME KONTROL LISTELERINE BAKINIZ” kullanilir.

2. Kontrole tabi olmayan (tesis dahil) malzemelerin i¢inde ana malzemeden kolaylikla
ayrilabilir veya kullanilabilir sekilde bir ya da birden fazla kontrole tabi temel bir malzeme
bulunmasi bu EK kapsamindaki kontrolii ihlal etmemelidir.

NOT: Kontrole tabi temel bir malzemenin ana malzeme i¢inde olup olmadigma karar
verirken; miktar, deger, teknolojik bilgiyi ne kadar icerdigi agirlikli olarak degerlendirilerek
ve 0zel durumlarda kontrole tabi bilesen veya alt bilesenlerin ana malzeme ile tedarik edildigi
degerlendirilmelidir.

3. Bu Ekte belirtilen mallar hem yeni hem de kullanilmis mallar1 igerir.

NUKLEER TEKNOLOJI NOTU (NTN)

(Kategori 0’de Boliim E ile bir arada okunacaktir)

Kategori 0’da kontrol edilen her tiirlii mal ile dogrudan iliskili "teknoloji", Kategori 0’
sartlarina gore kontrol edilir.

Kontrol altindaki mallarin "gelistirilme"si, "liretim"i ya da "kullanim"i i¢in "teknoloji",
kontrol edilmeyen mallara uygulanabilse de kontrol altinda kalacaktir.

Ihrag i¢in mallarin onayi, ayrica mallarin montaj, calistirma, bakim ve tamiri i¢in gereken en
az "teknoloji"nin ayn1 son kullaniciya ihraci yetkisini verir.

"Teknoloji" transferindeki kontroller, “halka agik alan”daki bilgiye ya da "temel bilimsel
arastirma'ya uygulanmaz.

GENEL TEKNOLOJI NOTU (GTN)
(Kategori 1’den 9’a Boliim E ile bir arada okunacaktir)

Kategori 1-9’da kontrol edilen mallarin "gelistirilme"si, "liretim"i ya da "kullanim"1 igin
gerekli "teknoloji"nin ihraci, Kategori 1-9’un sartlarina gore kontrol edilir.



Kontrol altindaki mallarin "gelistirilme"si, "iretim"i ya da "kullanim"i icin “gerekli”
"teknoloji", kontrol edilmeyen mallara uygulanabilse de kontrol altinda kalacaktir.

Kontroller, kontrol altinda olmayan veya ihra¢ yetkisi verilmis mallarin montaj, calistirma,
bakim(kontrol) ve tamiri i¢in gereken en az "teknoloji"ye uygulanmaz.

NOT: Bu, 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. and 8E002.b ‘de belirtenler gibi "teknoloji"yi serbest
birakmaz.

"Teknoloji" transferindeki kontroller, “halka acik alan”daki bilgiye ya da "temel bilimsel
arastirma'ya veya patent uygulamalari i¢in gerekli en az bilgiye uygulanmaz.

GENEL YAZILIM NOTU (GSN)

(Bu not Kategori 0-9 arasindaki Boliim D’deki her tiirlii kontroliin {izerindedir.)

Bu listedeki Kategori 0-9, asagidaki 6zelliklerden birini tasiyan "yazilim"1 kontrol etmez:

a. Asagidaki yollarla genellikle halka agik olanlar:
1. Perakende satis noktalarinda kisitlama olmaksizin stoktan satilanlar, asagidaki
vasitalarla:
a. Hesap karsilig1 islemlerle;
b. Posta havalesi islemleriyle;
c. Elektronik islemlerle; Ya da
d. Telefon siparisi islemlerle; Ve
2. Tedarik¢inin 6nemli bir destegi olmaksizin kullanici tarafindan kurulmak tizere
tasarlananlar; Ya da
NOT: Genel Yazilim Notu’ndaki Madde a. Kategori 5 Boliim 2 (Bilgi Giivenligi)’de
belirtilen yazilim1 serbest birakmaz -
b. “Halka agik alan”

YAYINLA ILGILI UYGULAMALAR
Kurumlar Aras1 Stil Rehberi’nde sayfa 86 paragraf 101°de (1997 baskis1) ortaya konulan
kurallara gore, sayfadaki Avrupa Birligi Resmi Gazetesi’nde ingilizcede yayinlanan metinler
igin:

— bir virgiil tam say1y1 ondaliklardan ayirmada kullanilir

— tam sayilar, her serinin ince bir boslukla ayrildig: ticlii serilerde gosterilir.
BU ILAVEDE KULLANILAN TERIMLERIN TANIMLARI

‘Tek kesme igaretleri’ arasindaki terimlerin tanimlar1 ilgili maddeye iliskin teknik bir notta
verilir.

"Cift kesme (tirnak) isaretleri" arasindaki terimlerin tanimlar agagidaki gibidir:
NOT: Kategori referanslari, tarif edilen terimden sonra parantez i¢inde verilir.

BU EK’TE KULLANILAN KISALTMALAR



Tanimi bir terim olarak kullanildiginda kisaltma bu Ek’te
bulunacaktir.

Kisaltma - anlam

ABEC — Bilezikli Yatak Miihendisleri Komitesi

AGMA - Amerikan Disli Imalatgilarin Dernegi

AHRS — Durus ve Baglik Referans Sistemleri

AISI - Amerikan Demir Celik Enstitiisii

ALU — aritmetik mantik birimi

ANSI - Amerikan ulusal standartlar Enstitiisii

ASTM - Amerikan Deneme ve Malzeme Toplulugu
ATC - hava trafik kontrolu

AVLIS — atomik buhar lazer izotop ayrigmasi

CAD - Bilgisayar destekli tasarim

CAS - Kimyasal Kuramlar Servisi

CCITT - Uluslararasi telgraf ve telefon danigsma komitesi
CDU — Kontrol ve gdsterge birimi

CEP — Dairesel hata muhtemel

CNTD - kontrollii ¢ekirdeklenme termal birikme
CRISLA - Izotop segici lazer aktivasyonla kimyasal tepki
CVD - Kimyasal buhar birikmesi

CW - kimyasal savas

CW (laserler i¢in) — siirekli dalga

DME — mesafe 6lgme ekipmani

DS — yonelimsel olarak katilasti

EB-PVD - elektron bombardimani fiziksel buhar birikmesi
EBU — Avrupa Yaym Birligi

ECM - elektro-kimyasal isleme

ECR - elektron siklotron rezonans

EDM - elektriksel desarj makineleri

Terimlerin

Tanimlari’nda



EEPROMS - elektrikle silinebilir programlanabilir salt okunur bellek
EIA - elektronik endiistrileri dernegi

EMC - elektromanyetik uyumluluk

ETSI - Avrupa Telekomiinikasyon Standartlar Enstitiisii
FET - Hizli Fourier Doniistimii

GLONASS - kiiresel yon bulma uydu sistemi

GPS - kiiresel konumlandirma sistemi

HBT - hetero- bipolar transistorler

HDDR - yiiksek yogunluklu dijital kayit

HEMT - yiiksek elektron devinimli transistor

ICAO - Uluslararas1 Sivil Havacilik Organizasyon

IEC - Uluslararasi Elektro-teknik Komisyon

IEEE - Elektrik ve Elektronik Miihendisleri Enstitiisii
IFOV - Anlik goriis alan1

ILS - alet inis sistem

IRIG — araliklar-aras1 enstriimentasyon grubu

ISAR - ters sentetik delik radar

ISO — Uluslararasi standartlar organizasyonu

ITU - Uluslararasi telekomiinikasyon birligi

JIS - japon endiistriyel standart

JT - Joule-Thomson

LIDAR — 151k bulma ve mesafe tayini

LRU — Hat degisebilir birim

MAC - mesaj kanitlama kodu

Mach — bir nesnenin hizinin ses hizina orani1 (Ernst Mach’dan dolay1)
MLIS - molekiiler lazer izotop ayrilma

MLS - mikrodalga inis sistemleri

MOCVD - metal organik kimyasal buharli birikme

MRI - manyetik rezonans goriintiileme



MTBF — Ortalama zamanl hatalar

Vltops - saniyedeki milyon teorik operasyon

MTTF - Ortalama zamanli hatalar

NBC - niikleer biyolojik ve kimyasal

NDT — Tahribatsiz muayene

PAR - dogruluk yaklagim radar1

PIN - personel kimlik numarasi

ppm — milyonda bir parca

PSD - gii¢ spektral yogunlugu

QAM - dortlii amplitiid modiilasyon

RF - radyo frekansi

SACMA - lleri kompozit malzeme tedarikgileri dernegi
SAR - sentetik delik radar

SC - tek kristal

SLAR — kenar goriiniir hava radar1

SMPTE - Sinema filmi ve televizyon miithendisleri Toplulugu
SRA — Isyeri degisebilme dernegi

SRAM - duragan rasgele erisimli bellek

SRM - SACMA onerilen yontemler

SSB - tek yan bant

SSR - ikincil tarama radari

TCSEC -giivenilen bilgisayar sistemi degerlendirme kriterleri
TIR — toplam gosterilen okuma

UV - mordtesi

UTS - ug¢ ¢ekme mukavemeti

VOR — cok yiiksek frekansli tiim yonlii aralik

YAG - yitriyum/aluminyum garnet.



